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Предисловие 


Справочник является продолжением серии книг под общим 
названием "Элементы схем бытовой аппаратуры”. Первая кни- 
га этой серии, выпущенная издательством ”Радио и связь” в 
1992 г., посвящена диодам и транзисторам. 

В настоящем справочнике приводятся основные сведения 
об отечественных микросхемах различной степени интеграции и 
функциональной сложности, являющихся элементной базой лю- 
бительской и бытовой промышленной радиоэлектронной аппа- 
ратуры (телевизионные и радиовещательные приемники, виде- 
омагнитофоны, электрофоны, электропроигрыватели, 
магнитофоны, магнитолы, моно- и стереоусилители, эквалайзе- 
ры, источники вторичного электропитания и др.). Справочные 
сведения даются в основном для аналоговых микросхем и час- 
тично для некоторых типов цифровых микросхем, применяемых 
в указанных видах бытовой радиоаппаратуры. 

Как и в других изданиях по элементной базе РЭА, в настоя - 
щем справочнике приведены общие сведения об интегральных 
микросхемах: система условных буквенных обозначений, вклю- 
чающая функциональную классификацию и конструктивно-тех - 
нологическое исполнение; отечественные и международные ус- 
ловные буквенные обозначения параметров цифровых и 
аналоговых микросхем, стандартизованные конструкции корпу- 
сов микросхем, в том числе для автоматизированной сборки и 
поверхностного монтажа; условные графические обозначения 
цифровых и аналоговых микросхем. 

В разделе справочных сведений приводятся значения элек- 
трических параметров и предельно допустимых режимов экс- 
плуатации, рекомендуемые частными техническими условиями, 
назначение выводов микросхем, функциональные итиповые схе- 
мы их включения, а также общие рекомендации по применению. 

Для полноты сведений некоторые электрические парамет- 
ры микросхем определены из типовых зависимостей (характе- 
ристик), приведенных заводом-изготовителем в технических ус- 
ловиях. 

Особенностью справочника является приложение, в кото- 
ром приводятся обобщенные сравнительные таблицы электри- 
ческих параметров микросхем общего применения (операцион- 
ные усилители, усилители низкой частоты, усилители мощности, 


микросхемы для источников вторичного электропитания). 


Раздел первый 


Общие сведения 


1.1. Классификация и система условных обозначений 
микросхем 


В зависимости от технологии (ГОСТ 17021-88) микросхемы подразделяются на 
полупроводниковые, пленочные или гибридные. В полупроводниковой микросхеме 
все элементы и межэлементные соединения выполнены в объеме и на поверхности 
полупроводника. В пленочной микросхеме (тонкопленочной или толстопленочной) 
все элементы и межэлементные соединения выполнены в виде пленок проводящих 
и диэлектрических материалов. В гибридной микросхеме содержатся как элементы 
(диоды, транзисторы, резисторы и конденсаторы), так и простые и сложные компо- 
ненты (например, кристаллы полупроводниковых микросхем). 

В зависимости от функционального назначения микросхемы делятся на анало- 
говые и цифровые, предназначенные для преобразования и обработки сигналов, 
изменяющихся соответственно по закону непрерывной и дискретной функций. 

По ГОСТ 27394-87 микросхемы подразделяются также на заказные, полузаказ- 
ные и общего назначения. К последним относятся микросхемы определенного фун- 
кционального назначения, предназначенные для многих видов РЭА. К заказным 
относятся микросхемы, разработанные на основе стандартных или специальио со- 
зданных элементов и узлов по функциональной схеме заказчика и предназначенные 
для определенной РЭА. К полузаказным относятся микросхемы, разработанные на 
основе базовых (в том числе матричных) кристаллов, имеющих определенный набор 
сформированных элементов (электрически соединенных и не соединенных между 
собой), и предназначенные для определенной (конкретной) РЭА. 

Микросхемы часто выпускаются в виде серий, к которым относится ряд типов 
микросхем с различным функциональным назначением, имеющих единое конструк- 
тивно-технологическое исполнение и предназначенных для совместного использова- 
НИЯ. 

Тип микросхемы указывает на конкретное функциональное назначение и опре- 
деленные конструктивно-технологическое и схемотехническое решения. Каждый 
тип микросхемы имеет свое условное обозначение. Ниже на конкретных примерах 
показана система условных обозначений микросхем широкого применения. 

Система условных обозначений (маркировка) микросхем для устройств широ- 
кого применения состоит из пяти элементов, например: 


К 155 ЛАТ КРТ18 ПА ТБ, КБ 402 УЕ 1-1 
134 56 12345 6 1234 56 


Первый элемент (буква ”К”) — показывает, что микросхема предназначена 
для устройств широкого применения. Микросхемы, предназначенные для экспорта 
(шаг выводов 1.27 и 2,54 мм), перед буквой ”К” имеют букву ”Э»”. 

Второй элемент (вторая буква) — это характеристика материала и типа корпу- 
са: А -- пластмассовый планарный корпус (четвертого типа); Е — металлополи- 
мерный корпус с параллельным двухрядным расположением выводов (второго ти- 
па); И —стеклокерамический планарный корпус (четвертого типа }; М — 
металлокерамический, керамический или стеклокерамический корпус с параллель- 
ным двухрядным расположением выводов (второго типа); Н — кристаллоноситель 
(безвыводной); Р — пластмассовый корпус с параллельным двухрядным располо- 
жением выводов (второго типа}; С — стеклокерамический корпус с двухрядным 
расположением выводов; Ф — микрокорпус. 

Бескорпусные микросхемы характеризуются буквой ”Б” (перед номером се- 
рии), а в конце условного обозначения через дефис вводится цифра, характеризую- 
щая модификацию конструктивного исполнения: | — с гибкими выводами; 2 — с 
ленточными выводами, в том числе на полиимидной пленке; 3 — с жесткими выво- 
дами; 4 — неразделенные на общей пластине; 5 — разделенные без потери ориенти- 
ровки; 6 — с контактными площадками без выводов (кристалл). 

Третий элемент (одна цифра) — указывает группу микросхемы по конструктив- 
но-технологическому признаку: 1,5, 6, 7 — полупроводниковые; 2, 4, 8 — гибридные; 
3 — прочие (пленочные, керамические, вакуумные). 

Четвертый элемент (две или три цифры) — определяет порядковый номер раз- 
работки серии. В совокупности третий и четвертый элементы обозначают номер 
конкретной серии. 

Пятый элемент (две буквы) — обозначает функциональное назначение микро- 
схемы. В зависимости от выполняемых функций микросхемы подразделяются на 
подгруппы (генераторы, триггеры, усилители) и виды (преобразователи длительно- 
сти, напряжения, частоты). Классификация микросхем по функциональному назна- 
чению приведена в табл. 1.1. 

Шестой элемент — порядковый номер разработки в конкретной серии (среди 
микросхем одного вида). Следующие затем буквы от ”А” до ”Я” указывают на 
разбраковку (допуск на разброс) по электрическим параметрам. 


Таблица 1. | 
Буквенные обозначения функциональных подгрупп микросхем 


Буквенное обозна- 
чение 


Наименование 


Формирователи: 


АА адресных токов 
АГ импульсов прямоугольной формы 
АР разрядных токов 
АФ импульсов специальной формы 
АП прочие 

Схемы задержки: 
БМ пассивные 
БР активные 
БП прочие 

Схемы вычислительных устройств: 
ВА 


сопряжения с магистралью 


Продолжение табл. [1.1 


Буквенное обозна- Наименование 


чение 


синхронизации 


ВВ управления вводом-выводом (схемы интерфейса) 

ВГ контроллеры 

ВЕ микроЭВМ 

ВЖ специализированные 

ВИ времязадающие 

ВК комбинированные 

ВМ микропроцессоры 

ВН управления прерыванием 

ВР функциональные расширители (в том числе расширители раз- 
рядности данных) 

ВС микропроцессорные секции 

ВТ управления памятью 

ВУ микропрограммного управления 

ВФ функциональные преобразователи информации (арифметиче- 
ские, тригонометрические, логарифмические, быстрого преобра- 
зования Фурье) 

ВХ микрокалькуляторы 

ВП прочие 
Генераторы: 

ГГ прямоугольных сигналов (мультивибраторы, блокинг-генера- 
торы) 

ГЛ линейно изменяющихся сигналов 

ГМ шума 

ГС синусоидальных сигналов 

ГФ сигналов специальной формы 

ГП прочие 
Детекторы: 

ДА амплитудные 

ДИ импульсные 

ДС частотные 

ДФ фазовые 

ДП прочие 
Схемы источников вторичного электропитания: 

ЕВ выпрямители 

ЕК стабилизаторы напряжения импульсные 


Продолжение табл. 1.1 


Буквенное обозна- Наименование 


чение 


преобразователи 


ЕН стабилизаторы напряжения непрерывные 
ЕС источники вторичного электропитания 
ЕТ стабилизаторы тока 
ЕУ управления импульсными стабилизаторами напряжения 
ЕП прочие 
Схемы цифровых устройств: 
ИА арифметико-логические 
ИВ шифраторы 
ИД дешифраторы 
ИЕ счетчики 
ИК комбинированные 
ИЛ полусумматоры 
ИМ сумматоры 
ИР регистры 
ИП прочие 
Коммутаторы и ключи: 
КН напряжения 
КТ тока 
КП прочие 
Логические элементы: 
ЛА И — НЕ 
ЛБ И — НЕ/ ИЛИ — НЕ 
ЛД расширители 
ЛЕ ИЛИ — НЕ 
ЛИ И 
ЛК И — ИЛИ — НЕ/И — ИЛИ 
ЛЛ ИЛИ 
ЛМ ИЛИ — НЕ/ИЛИ 
ЛН НЕ 
ЛР И — ИЛИ — НЕ 
ЛС И — ИЛИ 
ЛП прочие 
Модуляторы: 
МА амплитудные 


Буквенное обозна- 


МИ 
МС 
МФ 
МП 


НД 
НЕ 
НК 
НР 
НТ 
НФ 
НП 


ПА 
ПВ 
ПД 
ПЕ 
ПЛ 
ПМ 
ПН 
ПР 
ПС 
ПУ 
ПФ 
ПЦ 
ПП 


РА 
РВ 
РЕ 
РМ 
РР 


РТ 
РУ 
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Продолжение таба. /[.! 
Наименование 


импульсные 
частотные 
фазовые 
прочие 


Наборы элементов: 


диодов 
конденсаторов 

комбинированные 

резисторов 

транзисторов 
функциональные (в том числе матрицы В — 2К) 
прочие 


Преобразователи: 


цифро-аналоговые 
аналого-цифровые 

длительности 

умножители частоты аналоговые 
синтезаторы частоты 

мощности 

напряжения (тока) 

КОД — код 

частоты (в том числе перемножители аналоговых сигналов) 
уровня (согласователи) 

фазы 

делители частоты цифровые 


прочие 
Схемы запоминающих устройств: 


ассоциативные 
матрицы постоянных запоминающих устройств (ПЗУ) 
ПЗУ (масочные) 

матрицы ОЗУ 


ПЗУ с возможностью многократного электрического перепрог- 
раммирования 


ПЗУ с возможностью однократного программирования 
ОЗУ 


Буквенное обозна- 


РФ 


РЦ 
РП 


СА 
СВ 
СК 
СС 
СП 


ТВ 
ТД 
ТК 
ТЛ 
ТМ 
ТР 
ТТ 
ТИ 


УВ 
УД 
УЕ 
УИ 
УК 
УЛ 
УМ 
УН 
УР 
УС 
УТ 
УП 


ФВ 


чение 


Продолжение таба. [1.1 


Наименование 


ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием и электрической записью 
информации 


на ЦМД (цилиндрических магнитных доменах) 
прочие 


Схемы сравнения: 


по напряжению (компараторы) 
по времени 
амплитудные (уровня сигналов) 
частотные 

прочие 


Триггеры: 


/К-триггер (универсальный) 
динамические 

комбинированные (К$Т, РВ$, КК$) 
триггер Шмитта 

Р-триггер 

Ю5-триггер (с раздельным запуском) 
Г-триггер (счетный) 

прочие 


Усилители: 


высокой частоты 
операционные 
повторители 
импульсные 
широкополосные 
считывания и воспроизведения 
индикации 

низкой частоты 
промежуточной частоты 
дифференциальные 
постоянного тока 
прочие 


Фильтры: 


верхних частот 
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Окончание табл. [1.1 


Буквенное обозна- Наименование 


полосовые 


ФН нижних частот 
ФР режекторные 
ФП прочие 
Многофункциональные устройства: 
ХА | аналоговые 
ХИ аналоговые матрицы 
ХК комбинированные 
ХЛ цифровые 
ХМ | цифровые матрицы 
ХТ комбинированные матрицы 
ХПИ прочие 
Фоточувствительные устройства с зарядовой связью: 
ЦЛ линейные 
ЦМ матричные 
ЦП прочие 


1.2. Принципы построения условных графических с5означений 
аналоговых и цифровых элементов в схемах 


В соответствии с действующим стандартом ГОСТ 2.701-84 составными частями 
радиоэлектронной аппаратуры (радиоэлектронных устройств и приборов) явля- 
ются: 

элементы — часть радиоэлектронного прибора, которая выполняет определен- 
ную функцию и не может быть разделена на составные части, имеющие самостоя- 
тельное функциональное назначение (транзисторы, диоды, микросхемы, резисторы, 
конденсаторы и др.); 

устройства — совокупность элементов, представляющих единую конструкцию 
(плату, блок); 

функциональные группы — совокупность элементов, не объединенных в еди- 
ную конструкцию, но выполняющих совместно определенную функцию в изделии 
(усилитель, генератор, модулятор и др.). 

В соответствии с ГОСТ 2.743-82, ГОСТ 2.759-82, ГОСТ 2.708-81 условное графи- 
ческое обозначение (УГО) аналогового или цифрового элемента имеет форму прямо- 
угольника, содержащего три поля: основное и два дополнительных. Дополнительные 
поля располагаются справа и слева от основного поля и могут дополнительно разде- 
ляться горизонтальной линией на зоны (число зон не ограничено). 

Размеры УГО определяются по высоте (числом входных и выходных линий 
выводов, интервалов, строк информации в основном и дополнительных полях и раз- 
мером шрифта) и по ширине (наличием дополнительных полей, числом знаков в 
строке, размером шрифта). Расстояние между линиями выводов должно быть не 
менее 5 мм или кратным ему. Размеры УГО по высоте должны быть кратными 2,5 мм, 
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ширина дополнительного поля не менее 5 мм (в зависимости от числа символов в 
строке), размер указателя не более 3 мм. 

Условное графическое обозначение элемента выполняют без дополнительных 
полей (слева или справа), если все выводы логически равнозначны (взаимозаменя - 
емые без изменения функции элемента) и функции выводов однозначно определяют- 
ся функцией элемента. 

Для обозначения функций, выполняемых аналоговыми или цифровыми элемен- 
тами, в основном поле на первой строке помещаются латинские буквы, цифры и 
специальные знаки (табл. 1.2). 


Таблица 1.2 
Обозначение функций, выполняемых аналоговыми и цифровыми элементами 


Обозначение Выполняемая функция 
А: Арифметика: 
$М или ). суммирование 
ЗОВ вычитание 
РУ деление 
МРЕ умножение 
АИ Арифметическое устройство 
АГИ Арифметико-логическое устройство 
ГО Евод-вывод последовательный 
СР Вычислитель 
(6. Генератор (генерирование) 
ОМ Демодулятор 
ОК Детектирование 
Х:У или х:у Деление 
ВМХ Демультиплексор 
ОС Дешифратор 
Гили Б/С Дискриминатор 
О/ОТ или а/ 4! Дифференцирование 
ре Зона нечувствительности 
НУ или ОГ. Задержка 
М[] или М Л Запоминание аналоговой величины (элемент 
слежения и хранения) 
Х+ 0,5; ХЛ 0,5 или \/Х. Извлечение корня 
ГОС или 105 Логарифмирование 
Г. Логика: 
>и мажоритарность\{п из 71) 
> [или | логическое ИЛИ (/ из т) 
& или И логическое И (т из т) 
] повторитель (т=1, т — число входов логи- 


ческого элемента) 
МЕ Многофункциональное преобразование 
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Обозначение 


мор 
МИХ 
М5 
[Х | или | х| 
М: 
КАМ 


ЗАМ 


УТМ 
САМ 
КОМ 
РКОМ 


ЮКРКОМ 


А 


^А/+ 
$И: 


ИМ или РЕ ее 
И ши И 


Х У или ХЛУ или х" 


ТН или Г] или О) 


Х/У или х/у (эти символы мо- 
гут быть заменены обозначе- 
ниями преобразуемой инфор- 
мации): 


В 
рЕС 
[6 
П или Л илиА 
+ или р 
[#] 
[ 
СК 
МЮ 


Продолжение табл. 1.2 


Выполняемая функция 


Модулятор 
Мультиплексор 
Мультиплексор-селектор 
Образование модуля 
Память: 


устройство запоминающее оперативное с 
произвольным доступом 


устройство запоминающее оперативное с 
последовательным доступом 


устройство запоминающее стековое 
устройство запоминающее ассоциативное 
устройство запоминающее постоянное 
устройство запоминающее постоянное с 


возможностью однократного программиро- 
вания 

устройство запоминающее постоянное с 
возможностью многократного программи- 
рования 


Преобразование цифро-аналоговое 
Преобразование аналого-цифровое 


Переключение, коммутирование (ключ, комму- 
татор): 


замыкание 
размыкание 
Показательная функция 


Пороговый элемент (триггер Шмитта) 
Преобразование (преобразователь): 


двоичный КОД 
десятичный код 
код Грея 
аналоговая ИМС 
цифровая ИМС 
напряжение 
ток 

Перенос 

Прерывание 

Передача 


Продолжение табл. 1.2 


Обозначение Выполняемая функция 
ЮС Прием 
Р Процессор 
ЮС Регистр 
= = Сравнение (компаратор, схемы сравнения) 
эЁ Селектор 
СТ Счетчик 
Т Триггер 
$/М или 5т Тригонометрические функции (синус) 
ХУ или ху Умножение 
ХУ:2 или ху:2 Умножение-деление 
> или Р Усиление 
СО Управление 
ЕЕ Фильтрация 
Е Формирование (формирователь) 
Ср Шифратор 
Нелогические элементы (знак ”*” перед обозна- 
чением ): 
"$Т стабилизатор 
"ТИ стабилизатор напряжения 
"$Т/ стабилизатор тока 
Наборы нелогических элементов: 
"К резисторов 
"С конденсаторов 
"р диодов 
`Т транзисторов 


К прямоугольнику подводятся линии выводов элементов, которые делятся на 
входы, выходы, двунаправленные выводы, а также выводы, не несущие логической 
информации. Входы изображаются с левой стороны УГО, выходы — с правой; иног- 
да входы располагаются сверху, а выходы снизу. Двунаправленные и не несущие 
логической информации выводы помещаются с правой или левой стороны прямо- 
угольника. Линии выводов не допускаются проводить на уровне сторон прямоуголь- 
ника. 

Входящие линии показывают электрические связи с входными выводами изде- 
лия, выходящие — с выходными выводами изделия. При большой насыщенности 
листа УГО допускается входящие и выходящие линии связи начинать и обрывать 
внутри листа УГО. Всем входящим, выходящим и прерванным линиям в месте 
обрыва присваиваются цифровые, буквенные и буквенно-цифровые обозначения 
(над линией, на уровне линии или в разрыве линии) с указанием в круглых скобках 
адреса места продолжения прерванной линии. На схемах функциональные части 
допускается выделять штрихпунктирной линией. При необходимости направление 
потоков информации на структурных и функциональных схемах допускается пока- 
зывать стрелками на линиях взаимосвязи. 

Выводы элементов подразделяют на статические и динамические, несущие 
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(табл. 1.3 и 1.4) и не несущие логической информации (табл. 1.5). Статические и 
динамические выводы подразделяют на прямые и инверсные (выводы с кружочком ). 
Вывод элемента имеет условное обозначение, которое выполняют в виде указателя 
и помещают на линии контура УГО или на линии связи около линии контура УГО. 


Таблица 1.3 


Обозначения основных меток выводов цифровых элементов, указывающих на их 
функциональное назначение 


Обозначение Функциональное назначение 
А Адрес 
ЕК Авария (ошибка) 
ВУ Байт 
ВИТ Бит 
рЕ Блокировка (запрет) 
ВЕ Буфер 
УЕС Вектор 
ЗЕ Выбор 
о или 2 Вывод с состоянием высокого сопротивления 
ЮА Готовность 
р Данные 
ВЮ Заем 
УЮ Запись (команда записи) 
ЮО Запрос (требование) 
ГЮ Захват 
У/ Знак 
ГМ Инверсия 
ЕМО Исполнение (конец) 
[№5 Инструкция (команда) 
АК Квитирование 
СН Контроль 
МК Маска (маскирование) 
МЮ Маркер 
[5 В Младший 
ВС Начало 
АМ Ответ 
У! Охлаждение 
© ИЛЦ Я Открытый вывод (общее обозначение) 
Открытый вывод (коллектор р-п-р транзистора; эмит- 
(6) Ц Лц Я > тер л-р-п транзистора; 


сток р-канала; исток п-канала) 
Открытый вывод (коллектор п-р-п транзистора; эмит- 


(0. или $ < тер р-п-р транзистора; 


сток Я-канала; исток р-канала) 


Обозначение 


Окончание табл. [1.3 


Функциональное назначение 


Перенос (общее обозначение ): 
распространение переноса 
генерация переноса 

Переполнение 

Повтор 

Приоритет 

Продолжение 

Пуск 

Равенство 

Разрешение 

Расширение 

Регенерация 

Режим 

Сдвиг 

Синхронизация 

Строб, такт 

Состояние 

Средний 

Старший 

Считывание (команда считывания) 

Условный бит (”флаг”) 

Условие 

Шина 


Таблица 1.4 


Обозначение основных меток выводов аналоговых элементов, указывающих на их 


Обозначение 
МС 
РС 
[ 
ОУП или ОУЛ 
[#1 


Куй 


функционал ьное назначение 


Функциональное назначение 


Балансировка (коррекция 0) 
Коррекция частотная 
Начальное значение интегрирования 


Эце от источника напряжения 


__ Общий вывод для аналоговой части элемента 


7 азатв\ питания аналоговой части элемента 
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Окончание табл. [.3 


Обозначение Функциональное назначение 
Н Поддержание текущей величины 
С Строб, такт 
$ Установка начального значения 
Ю Установка в состояние 0 
$Ю Установка в исходное состояние (сброс) 


Таблица 1.5 


Обозначение основных меток, указывающих на функциональное назначение 
выводов, не несущих логической информации 


Обозначение Наименование 

|] Вывод питания от источника напряжения Допускается 
перед буквой И проставлять номинал напряжения в 
вольтах 

ИЗ Указатель питания цифровой части элемента 

ор Признак информационного питания 

0У Общий вывод 

ду + Общий вывод для цифровой части элемента 

1 Вывод питания от источника тока. Допускается перед 
буквой / проставлять номинал тока в миллиамперах 
или амперах (буква А вместо /) 

К Коллектор 

Е Эмиттер (общее обозначение) 

Е или Е > Эмиттер п-р-п 

Е = или Е Эмиттер р-п-р 

В База 

С Вывод для подключения конденсатора 

Ю Вывод для подключения резистора 

Г Вывод для подключения катушки индуктивности 


Функциональное назначение выводов элемента обозначают при помощи меток, 
проставляемых в дополнительных полях и состоящих из прописных букв латинского 
алфавита, арабских цифр и специальных знаков, записываемых в одной строке без 
пробелов (см. табл. 1.3 и 1.4), число знаков в метке не ограничивается. Для сложной 
функции выводов допускается построение составной метки, образованной из основ- 
ных меток (например, 5ЕД — выбор данных; ЮМ — запись в память; ЕЮ — 
разрешение записи). 

В качестве меток вывода допускается применять обозначение функций (см. 
табл. 1.2), порядковые номера и весовые коэффициенты разрядов (к обозначениям 
метки добавляют цифры, соответствующие номерам разрядов, нумеруемых числами 
натурального ряда). Допускается метки выводов добавлять к обозначению функции 
элемента. 

Примеры графических обозначений цифровых элементов приведены в табл. 1.6, 
аналоговых элементов — в табл. 1.7. 
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Таблица 1.6 


Примеры графического обозначения цифровых элементов 


Обозначение 


71 4Р 


Наименование 


Логический элемент И-ИЛИ-НЕ 


Логический элемент ИЛИ-И с мощ- 
ным открытым эмиттерным выходом 


(структура л-р-п) 


Логический элемент И-НЕ с откры- 
тым коллекторным выходом (струк- 


тура п-р-п) 


Расширитель И функциональный для 
расширения по ИЛИ 


Двухвходовой элемент (исключаю- 
щее ИЛИ) 


Мажоритарный элемент, выполняю- 
щий функцию голосования 2 из 3 


Одновибратор, имеющий входы ”За- 
пуск” по схеме И, вход ”сброс” ивы- 
воды для подключения время - 
задающих элементов С, Ю 
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Обозначение 


Продолжение табл. 1.6 


Наименование 


Элемент четырехразрядный магист- 
ральный с состоянием высокого со- 
противления 


Элемент четырезразрядный магист- 
ральный, имеющий двунаправленные 
выводы и состояние высокого 
сопротивления 


Схема сравнения двух четырехраз- 
рядных чисел 


Ю5 -триггер с инверсными входами 


Продолжение табл. 1.6 


Обозначение Наименование 


УК -триггер двухступенчатый, с уста- 
новкой по инверсным входам Аи 


Э-триггер с установкой по инверс- 
ным входам Юи $5, с динамическим 
входом С, реагирующим на измене- 
ние сигнала из состояния лог. 0 в состо- 
яние лог. | 


Счетчик реверсивный четырехраз- 
рядный двоично-десятичный 


Регистр сдвига четырехразрядный, 
имеющий выходы с состоянием высо- 
кого сопротивления и динамический 
вход С, реагирующий на изменение 
сигнала из состояния лог.1 в состоя- 
ние лог. 0 
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Обозначение 


4: 
4; 
(; 
(3 
{; 
(В 
(В 
(В 


мо млм 
«<<< <<< 
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Продолжение табл. 1.6 


Наименование 


Дешифратор с управлением, 
преобразующий три разряда двоично- 
го кода в восемь разрядов позиционно- 
го кода 


Селектор-мультиплексор двухраз- 
рядный, из четырех направлений водно 


Устройство оперативное запоминаю- 
щее, статического типа, ин- 
формационная емкость 2К 


Наборы нелогических элементов: 


п-р-п -транзисторов 


р-п-р транзисторов 


Продолжение табл. [1.6 


Обозначение Наименование 


диодов (прямая полярность) 


Г 
#^ 
резисторов (часть выводов объединена) 


Таблица 1.7 


Примеры графического обозначения аналоговых элементов 


Обозначение Наименование 


Усилитель. Общее назначение: 

М! ...!„ — весовые коэффициенты; 

ту...тЕ — коэффициенты усиления, 

т; — коэффициент передачи по {-му входу 
Коэффициент усиления записывается в УГО на- 
против линии каждого выхода. При наличии одного 
коэффициента для всего устройства знак 71 может 
быть заменен абсолютной величиной 


К.К 


Усилитель с коэффициентом 10° и двумя выходами 


Усилитель операционный 


При достаточно высоком коэффициенте усиления 
допускается не проставлять его значение либо ста- 
вить знак со или букву М 


9) 
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Продолжение табл. 1.7 


Обозначение Наименование 


Пример обозначения операционного усилителя 


Усилитель инвертирующий (инвертор) с коэффици- 
ентом усиления 1 
и = — Па 


Усилитель с двумя выходами: 


2 — неинвертирующий с усилением; 3 — инверти- 
рующий с усилением 


Усилитель суммирующий: 


и—=—10 (0,144 0,16 + 0,2 + 0,5 + Оле) = —(а + 
+ 2ж-+5+ 102) 


ъост 


Усилитель интегрирующий (интегратор). 


. При} = 1, в =0, Ай =0 
6 . 
- и = 80 [С! =0 + ((2а - 36) 44| 
0 
я Идентификаторы сигналов (/Л и +) могут быть 
й 


опущены 


Обозначение 


| 


Продолжение таба. 1.7 


Наименование 


Усилитель дифференцирующий` 
и=5а/ а (а-+ 46) 


Усилитель логарифмирующий: 
и = — 106 (—а-+ 2) 


Функциональный преобразователь: 

Х!... Ал —аргументы функции 

Функцию Х|... Хи» заменяют соответствующим 
обозначением функции, выполняемой преобразо- 
вателем 


Перемножитель с коэффициентом передачи К: 
И = —Кав 


а 
Делитель И = + (символ ”/” не используется 


для указания деления) 


Преобразователь для моделирования функции си- 
нуса 
и = чпх 
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Обозначение 


Продолжение табл. [1.7 


Наименование 


жи 


и 


ИМ 
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Преобразователь координат и преобразователь 
сигналов (общее обозначение): 


Преобразователь координат полярных в прямо- 
угольные: и!=а со$6; 
Ц9=а ть; 


Преобразователь аналого-цифровой 


Преобразователь цифро-аналоговый 


Электронные ключи, коммутаторы (общее обозна- 
чение): 


Замыкающий 5\/М. 
Аналоговый сигнал может проходить в любом на- 
правлении между сие, пока цифровой вход е нахо- 
дится в состоянии 1; 


Продолжение табл. 1.7 


Обозначение Наименование 
ИВ Размыкающий ключ 5$\\/В. 
р Аналоговый сигнал может проходить в любом на- 
6 Е правлении между с ие, пока цифровой вход е нахо- 
{4 дится в состоянии 0; 
ИТ 
6 
@ С 
Е г. 
е 
Двунаправленный коммутатор, управляемый ло- 
или гическим элементом И с двумя цифровыми входами 
7, 
С 


ъць 


ыы сз 


Блок постоянного коэффициента: 


с одним входом (К — коэффициент передачи) 


с двумя входами 


^(7) 


Блок переменного коэффициента 


Допускается рядом с обозначением переменного 
коэффициента проставлять его значение 


< 
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1.3. Буквенные обозначения параметров микросхем 


Таблица 1.8 
Общие параметры аналоговых и цифровых микросхем 


Буквенное обозначение параметра Параметр 


отечественное международное 


От Напряжение питания 

а Входное напряжение 

Их Выходное напряжение 

ср б Напряжение срабатывания 

Оотп Напряжение отпускания 

и Входной ток 

Е Выходной ток 

[ут Ток утечки 

РЕ Ток потребления 

Га Ток короткого замыкания 

Рот Потребляемая мощность 

Ррас Рассеиваемая мощность 

Ювх Входное сопротивление 

В Выходное сопротивление 

Ю, Сопротивление источника сигнала (гене- 
ратора) 

Кн Сопротивление нагрузки 

Ох Входная емкость 

О нх Выходная емкость 

Ск Емкость нагрузки 

(нар Время нарастания сигнала 

ей Время спада сигнала 

уст Время установления 

5 Чувствительность 


Таблица 1.9 


Параметры аналоговых микросхем 


Буквенное обозначение параметра Параметр 


Входное напряжение покоя 
Выходное напряжение покоя 
Коммутируемое напряжение 
Напряжение смещения нуля 


Буквенное обозначение параметра 


международное 


отечественное 


АЙш 
Ешщ,н 


О сф,вх 
Ол. вх 


Оогр,вх 
Ост 
АО вх 
Ах 
АЙИлин 
О оп 
Олру 


Изд, АРУ 


Отд 
А вых, 1 
пл, п 


Ол 
Опей 
Опо 
От 
(прь, 
Епм 
Отс 
Ир 
#1 Пт 
Ир; 
АО} 


А 00 
А Олди 


О РЕЕ 
Олсс 


Олсса 


Од, 
Ао) 
Осс,„ 


Продолжение таба. [.9 


Параметр 


Напряжение шума 

Эффективное напряжение шума 
Напряжение шума на выходе 
Напряжение шума, приведенное ко входу 
Размах напряжения шума 
Нормированная ЭДС шума 

Синфазное входное напряжение 
Дифференциальное входное напряжение 
Входное напряжения ограничения 
Остаточное напряжение 

Диапазон входных напряжений 
Диапазон выходных напряжений 


Динамический диапазон по напряжению 


Опорное напряжение 


Напряжение автоматической регулиров- 
ки усиления ^ 


Напряжение задержки автоматической 
регулировки усиления 


Падение напряжения 
Дрейф выходного напряжения 


Напряжение пульсаций источника пита- 
НИЯ р 


Напряжение гистерезиса 
Напряжение синхронизации 
Разность входных токов 
Средний входной ток 
Коммутируемый ток 

Дрейф выходного тока 
Нормированный ток шума 


Ток автоматической регулировки усиле- 
НИЯ 


Ток холостого хода 
Выходная мощность 
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Продолжение табл 19 


Буквенное обозначение параметра Параметр 
отечественное 

В бы — Коммутируемая мощность 

Ён | Нижняя граничная частота полосы про- 
пПускация 

Ёв Ён Берхняя граничная частота полосы про- 
пускания 

и 75 Частота коммутации 

ТЕ Центральная частота полосы пропуска- 
НИЯ 

7 Го Частота резонанса 

А} ВУ Полоса пропускания 

Ал А} Полоса задерживания 

я й Частота единичного усиления 

Ро й Частота входного сигнала 

| Частота генерирования 

[ерз со Частота среза 

[р Гр Частота полной мощности 

А?сх — Полоса захвата синхронизации 

Ёусп р Время успокоения 

[д 4 Время задержки импульса 

вос! [9 Время восстановления по току 

кл Ра: Время включения 

Е о Время выключения 

пер ая Время переключения 

Куи Аг Коэффициент усиления напряжения 

Ку, А Коэффициент усиления тока 

Кур Ар Коэффициент усиления мощности 

Кп Ки Коэффициент передачи напряжения 

Ку,сф Айс Коэффициент усиления синфазных вход- 
ных напряжений 

Ку диф Ар Коэффициент усиления дифференциаль- 
ных входных напряжений 

Кос‚сф Ксмв Коэффициент ослабления синфазных 
входных напряжений 

Квл‚ип Кзув Коэффициент влияния нестабильности 
источников питания на напряжение сме- 
щения нуля 

Кг Кв Коэффициент гармоник 
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Буквенное обозначение параметра 


отечественное международное 


Кпл 

Кумн,/ 
Кдел,! 
АКу, и 


Ки 


Юотк 


У вых, тах 


Окончание табад. 1.9 


Параметр 


Коэффициент пульсаций 
Коэффициент умножения частоты 
Коэффициент деления частоты 


Диапазон регулировки коэффициента 
усиления напряжения 


Коэффициент нестабильности по напря- 
жению 


Коэффициент нестабильности по току 


Коэффициент стабилизации входного на- 
пряжения 


Коэффициент сглаживания пульсаций 
Сопротивление в открытом состоянии 


Максимальная скорость нарастания вы- 
ходного напряжения 


у Коэффициент полезного действия 
@ [вых Температурный коэффициент выходного 
тока 
аби Температурный коэффициент выходного 
напряжения 
Ам / АТ Средний температурный дрейф 
напряжения смещения 
Таблица 110 
Параметры цифровых микросхем 
Буквенное обозначение параметра Параметр 
(о 
вх И Входное напряжение низкого уровня 
1 
О вх Ин Входное напряжение высокого уровня 
0 
О вых Оо Выходное напряжение низкого уровня 
1 
О вых Оон Выходное напряжение высокого уровня 
0 р 
О пом МЕ Помехоустойчивость при низком уровне 
сигнала 
Г. , 
пом Мн Помехоустойчивость при высоком уровне 
сигнала 
п,хр Осс$ Напряжение питания в режиме хранения 
Озп Ир Напряжение сигнала записи 
Оч (Иво Напряжение сигнала считывания 
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Буквенное обозначение параметра 


отечественное международное 


Г 
ах 
Г 
ах 
Ра 
Те 
[ ут,вых 
1 и 
1 пот,хр 
Гьхи 


[зп 


ОсЕ 
Ил 


Оур/вр 


(с5 
Ос 
О сА$ 


ОвА$ 


Продолжение табл. 1.10 


Параметр 


Напряжение сигнала разрешения 
Напряжение сигнала адреса 


Напряжение сигнала запись—считыва - 
ние 


Напряжение сигнала выбора 
Напряжение тактового сигнала 


Напряжение сигнала выбора адреса 
столбцов 


Напряжение сигнала выбора адреса 
строк 


Напряжение сигнала стирания 
Напряжение сигнала программирования 
Входной ток низкого уровня 

Входной ток высокого уровня 
Выходной ток низкого уровня 
Выходной ток высокого уровня 

Ток утечки низкого уровня на входе 
Ток утечки высокого уровня на входе 
Ток утечки низкого уровня на выходе 
Ток утечки высокого уровня на выходе 
Ток потребления в режиме хранения 
Ток сигнала входной информации 

Ток сигнала записи 

Ток сигнала считывания 

Ток сигнала адреса 

Ток сигнала запись-считывание 

Ток сигнала выбора 

Ток сигнала разрешения 

Ток сигнала стирания 

Ток тактового сигнала 

Время выборки 

Время удержания 

Время цикла записи информации 
Время цикла считывания информации 
Время регенерации 

Время сохранения сигнала 

Время хранения информации 


Окончание табл. 1.10 


Буквенное обозначение параметра Параметр 


отечественное международное 


р Время цикла 
Ра Время восстановления 
| 

Е ад, Время задержки распространения при 
включении 

0,1 

Ё” здр Время задержки распространения при 
выключении 

р Время задержки включения 

Ры Время задержки выключения 

. Частота следования импульсов тактовых 
сигналов 

р Период следования импульсов тактовых 
сигналов 

Краз Коэффициент разветвления по выходу 

Коб Коэффициент объединения по входу 


1.4. Конструкции корпусов микросхем 
[1 

Конструкция микросхемы состоит из трех частей: кристалла, корпуса для защи- 
ты кристалла от климатических и механических воздействий и удобства монтажа, а 
также проводников для электрической связи между кристаллом и выводами корпу- 
са В зависимости от материала центральной части основания корпуса, на котором 
проводится монтаж кристалла, и материалов для изоляции выводов существуют 
четыре основных конструктивно-технологических варианта корпусов: 

металлостеклянный (стеклянное или металлическое основание с изолирован- 
ными выводами и металлическим колпачком, соединяемым с основанием сваркой 
или пайкой), 

металлокерамический (керамическое основание и металлическая крышка); 

керамический (керамическое основание и крышка); 

пластмассовый (кристалл и рамка выводов опрессовываются или заливаются 
пластмассой). 

По форме проекции тела корпуса микросхемы на плоскость основания и распо- 
ложению выводов корпуса подразделяются на типы, определяющие способ монтажа 
на плату, и на подтипы, определяющие размеры корпуса и число выводов. 

В соответствии с ГОСТ 18467 — 88 (вместо ГОСТ 17467 — 79) конструкции 
корпуса ИМС подфазделяются на шесть типов (табл. 1.11): 

прямоугольный с выводами, расположенными по периметру и перпендикулярно 
основанию (корпус типа 1); 

прямоугольный с параллельным расположением выводов, изогнутых перненди- 
кулярно основанию (корпус типа 2); 

круглый с выводами, расположенными по окружности и перпендикулярно ос- 
нованию (корпус типа 3); 

2 Зак 7 
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Таблица1.11 
Типы и подтипы корпусов микросхем 


Форма кор-| Расположение выводов относи- 


Внешний вид корпуса 
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пуса 


тельно плоскостн основания 


Перпендикулярное, в 
один ряд 
Перпендикулярное, в 
два ряда 
Перпендикулярное, в 
три ряда 


Перпендикулярное, по 
контуру прямоугольни- 
ка 


Перпендикулярное, в 
один ряд или в отформо- 
ванном виде, в два ряда 


Перпендикулярное, в 
два ряда 
Перпендикулярное, в 
четыре ряда в шахмат- 
ном порядке 


Перпендикулярное, по 
одной окружности 


Перпендикулярное, по 
одной окружности 


Тип Форма кор- 
кор- пуса 
пуса 
42 
4 43 
44 
45 
51 
6) 52 
61 


6 62 Квад- 
ратная 


Расположение выводов относи- 


тельно плоскости основания 


й 


Параллельное, по двум 
противоположным сто- 
ронам 


Параллельное, по четы- 
рем сторонам 


Параллельное, отфор- 
мованное по двум про- 
тивоположным сторо- 
нам 


Параллельное, отфор- 
мованное по четырем 
сторонам 


Параллельное, отфор- 
мованное под корпус по 
четырем сторонам 


Перпендикулярное для 
боковых выводных пло- 
щадок по четырем сто- 
ронам; в плоскости ос- 
нования, для нижних 
выводных площадок. 


Перпендикулярное для 
боковых площадок по 
двум сторонам 


Перпендикулярное, в 
четыре ряда и более 


Перпендикулярное, в 
два ряда и более со сто- 
роны крышки корпуса 


Окончание табл. [1.11 


Внешний вид корпуса 


прямоугольный (плоский) с выводами, расположенными параллельно плоско- 
сти основания (корпус типа 4); 
прямоугольный (квадратный) плоский корпус безвыводной или с малыми раз- 
мерами выводов (корпус типа 5); 


квадратный с выводами, расположенными перпендикулярно плоскости 


ния (корпус типа 6). 


о 
О* 


основа- 
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По габаритным и присоединительным размерам конструкции корпусов подраз- 
деляются на типоразмеры с цифровым обозФачением подтипа (12, 21, 31, 41, 51, 61) 
и порядкового номера (две цифры). 

Выводы корпусов микросхем в поперечном сечении могут быть круглой, квад- 
ратной или прямоугольной формы. Шаг выводов составляет 0,625; 1; 1,25; 1,7 и 
2,5 мм. 

Пример условного обозначения корпуса микросхемы: 


4201.26-5 
]—тип корпуса (4); 2—подтип (42); 3З—шифр типоразмера (подтип корпуса и 
порядковый номер типоразмера, 4201); 4—число выводов; 5—порядковый регист- 
рационный номер (5). 


Для микросхем, поставляемых на экспорт, вместо регистрационного номера 
вводится буквенное обозначение (например, буква Е) в соответствии с латинским 
алфавитом. 

Условные обозначения корпусов, присвоенные по ранее выпущенному ГОСТ 
14767 — 79, остаются неизменными. 

Каждому типу корпуса присущи свои достоинства и недостатки. Например, 
использование плоских прямоугольных металлокерамических и металлостеклян- 
ных корпусов позволяет повысить плотность монтажа (можно проводить сборку на 
обеих сторонах печатной платы без сверления в ней отверстий под выводы корпуса) 
и получить наилучшие массогабаритные характеристики. Пластмассовые корпуса 
самые дешевые, обеспечивают наилучшую защиту от механических воздействий, но 
хуже в отношении защиты от климатических воздействий и обеспечения оптималь- 
ных тепловых режимов работы. 

Дальнейшим развитием плоских корпусов с четырехсторонним расположением 
выводов стали корпуса подтипов 51 и 52 (Н-типа) с укороченными выводами и 
безвыводные корпуса. Габаритные размеры корпусов подтипов 11, 12, 13, 14, 15, 21, 
22, З1, 32, 41, 42, 43, 44, 45,51, 52, 61 и 62 приведены ниже на рисунке и в табл. 1.12 — 
1.30. 


Виды подтипов корпусов микросхем 


3 


7 


< 
Нч 


РНЕ . 


ГАИ 
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Таблица 1.12 


Размеры корпусов подтипа 11 


Шифр ти- | Число вы- | Омакс, | Бмакс, | АЭмакс, | Г-+АТ, Вид корпуса 
поразмера водов мм мм мм мм 


Таблица 1 13 
Размеры корпусов подтипа 12 


Шифр ти- Вид корпуса 
поразмера 


Таблица 1.14 
Размеры корпусов подтипа 13 


к =. 
выводов мм мм` мм 

56 22 19,5 7,5 5,5 2,5 

45 24,5 14,5 7,5 5,5 2,5 


Размеры корпусов подтипа 14 


макс, Емакс, 
мм мм 


Шифр ти- 
поразмера 


Вид корпуса 


Таблица 1.15 


Шифр ти- 
поразмера 


Вид корпуса 


Число 
ВЫВОДОВ 
20 


19,5 
26 22 
1404 28 27 
1407 68 57 


20 


Таблица 1.16 


Размеры корпусов подтипа 15 


Шифр ти- | Число | Шмакс, | Емакс, | А2макс, | (Ё+А) Вид корпуса 
поразмера | выводов мм мм мм макс, мм 


1501 о о 
1502 11 о 
1503 17 5 
1504 9 5 
1505 7 5 
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Таблица 1.17 
Размеры корпусов подтипа 21 


Шифр ти- | Число Емакс, | АЭмакс, | (Г-+А) Вид корпуса 
поразмера | выводов мм м аким к 
8 12 7,4 10 2,5 


2101 5 

2102 14 1985 | 74 |5 10 2,5 
2103 16 22 74 |5 10 25 
2104 18 245 |174 |5 10 2,5 
2105 14 195 | 99 |5 10 2,5 
2106 16 22 99 |5 10 2,5 
2107 18 245 | 99 |5 10 2,5 
2108 |.22 295 | 99 |5 10 2,5 
2109 24 32 39 |5 10 2,5 
2114 32 42 124 |5 10 2,5 
2115 14 195 | 149 |5 10 2,5 
2116 16 22 149 |5 10 2,5 
2117 18 245. | 149 |5 10 2.5 
2120 24 32 149 |5 10 2,5 
2121 28 37 149 |5 10 2,5 
2122 32 42 14,9 |5 10 2,5 
2123 | 40 52 149 |5 10 25, 
2124 | 42 | 545 | 149 |5 ю |225 | =] 
2125 44 57 14,9 |5 10 2,5 =] 
2126 | 48 62 149 |5 10 2,5 
2127 14 19,5 | 174 |5 125 | 25 
2128 64 82 149 15 10 2,5 
2129 48 62 224 |5 125 | 25 
2130 | 24 32 174 |5 125 | 25 
2131 50 645 | 194 |5 125 | 25 
2132 32 42 17,4 |5 125 | 95 
2133 52 67 224 |5 125 | 25 
2134 18 345 | 299 |5 175 | 25 
2135 18 345 | 324 |5 175 | 25 
2136 | 64 82 224 |5 125 | 25 
2137 20 375 | 375 |5 175 | 25 
2138 30 395 | 274 |5 125 | 25 
2139 | 32 52 477 | 5 175 | 25 
2140 | 20 27 74 |5 10 25 
2141 6 9,5 74 |5 10 2,5 
2142 24 32 74 |5 10 2,5 
2144 28 37 99 |5 10 25 
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Окончание табл 117 


Шифр ти Число Омакс, | Емакс, | А2макс, ыы Вид корпуса 
поразмера | выводов мм мм мм макс, 


Таблица! 18 


Размеры корпусов подтипа 22 


Шифр ти 

поразмера 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2209 
2210 


Вид корпуса 


лия лм мм мл ооо 


Таблица [ 19 
Размеры корпусов подтипа 31 


Шифр ти . ь о Е : Вид корпуса 
поразмера 


Таблица 1.20 
Размеры корпусов подтипа 32 


Число О1макс, | Адмакс, | И1 макс, | Идмакс, | С++, 
выводов мм мм мм мм мм 


Шифр ти- Вид корпуса 


поразмера 


Таблица 1.21 


Размеры корпусов подтипа 41 


Шифр ти- | Число вы-| ДОмакс, | Емакс, | Амакс, | НЕмакс, Вид корпуса 
поразмера | водов мм мм мм мм 


4101 1,25 
4102 — _ _ 1,25 
4103 8 5,4 6,5 2,5 26,5 | 1,25 
4104 10 6,7 6,5 9,5 26,5 | 1,25 
4105 14 10 6,5 2,5 26,5 | 1,25 
4106 16 10 6,5 2,5 26,5 1,25 
4107 12 8,95 | `6,5 2,5 96,5 1,25 
4108 16 10 9,6 5 30,2 1,25 
4109 20 125 | 9,6 5 30,2 1,25 
4110 24 148 | 12 5 35 1,25 
4112 16 12 9,6 5 30,2 | 1,95 
4114 |. 24 148 | 956 5 30,2 1,25 
4115 14 10 12 5 24 1,25 
4116 18 12 9,6 5 30,2 1,25 или 
4117 20 148 | 12 5 35 1,25 
4118 24 15,75 | 129 |5 35 1,25 
4119 98 18,25 | 12,75 | 5 35 1,25 т ) 
4120 32 20,75 | 12,75 | 5 35 1,25 
4191 10 6,7 4 9,5 95 1,25 
4122 40 95,75'| 12,75 | 5 35 1,25 
4123 48 30,75 | 12,75 | 5 35 1,25 
4124 16 12 12 5 35 1,25 
4195 98 18,25 | 13,5 | 5 36,5 | 1,25 
4196 39 20,75 | 13,5 | 5 36,5 1,25 
4128 40 25,75 | 13,5 |5 36,5 | 1,95 
4129 42 97 13,5 |5 36,5 | 1,95 
4130 48 30,75 | 13,5 |5 365 | 1,25 
4131 94 148 | 148 |5 37 1,25 


43 


Продолжение таба. 1.21 


Шифр ти- |Число вы-| Дмакс, Емакс, | Амакс, | НЕмакс, Вид корпуса 
поразмера водов мм мм мм мм 


4139 . 20,75 | 14,8 1,25 
4134 _ 30,75 | 16,5 . 1,25 
4135 64 40,75 | 20 5 44 1,25 
4137 34 29 245 | 7,5 50 1,25 
4138 42 27 19,5 | 5 42,5 1,95 
4139 64 40,75 | 23,3 | 5 46 1,25 
4140 18 12 18,5 | 7,55 50 1,25 
4141 42 27 24,5 | 7,5 50 1,25 
4142 48 30,75 | 38,5 | 7,5 50 1,25 
4146 70 44,5 38,5 | 7,55 60 1,25` 
4151 42 27 16,5 | 5 39 1,25 
4152 12 77 4 2,5 25 1,25 
4153 20 13 12 5 35 1,25 
4154 28 10,13 | 16,5 |5 40 0,625 
4155 84 27,63 | 16,5 | 5 40 0,625 
4156 24 14,8 | 65 25 | 9655 | 1,25 или 
4157 20 12,5 6,5 2,5 26,5 1,25 
4158 14 11 9,6 5 30,2 1,25 
4159 18 10 9,6 5 30,2 1,25 
4160 29 '14,8 9,6 5 30,2 1,25 
4161 18 12,5 12 5 35 1,25 
4162 28 18,25 | 12 5 35 1,25 
4163 24 15,75 | 19,75 | 5 35 1,25, 
4164 42 27 12,75 | 5 35 1,25 
4165 40 27 13,5 | 5 36,5 1,25 
4166 28 18,25 | 148 |5 37 1,25 
4167 40 25,75 | 14,8 | 5 37 1,25 
4168 42 27 14,8 | 5- 37 1,25 
4169 48 30,75 | 14,8 |5 37 1,25 
4170 58 37 148 |5 37 1,25 
4171 64 40,75 | 148 |5 37 1,25 
4172 24 15,75 | 16,5 | 5 39 1,25 
4173 28 18,25 | 165 |5 39' 1,25 
4174 32 20,75 | 16,5 |5 39 1,25 
4175 40 25,75. | 165 | 5 39 1,25 
4176 24 15,75 | 18,3 | 5 41 1,25 
4177 24 18,3 18,3 15 41 1,25 
4178 28 18,3 18,3 | 5 41 1,25 
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Окончание табл. 1.21 


Шифр ти- Вид корпуса 


поразмера 


Число вы-| Омакс, Емакс, Амакс, Н анк 
вводов мм мм мм мм 


< лясы 


Таблица 1.22 


Размеры корпусов подтипа 42 


Шифр | Число | Омакс, | Бмакс, НЕмакс, Ама кс, Вид корпуса 
типораз- | выво- мм мм мм мм 
мера дов 


4201 | 96 | 125 5 1,25 

4202 | 44 | 15 г . . 5 1,25 

4203 | 64 | 21,25 | 2195 | 43 | 43 |5 1,25 

4204 | 32 | 11,25 | 1195 | 33 | 33 |5 1,25 

4205 | 24 | 8,75 | 8,75 [3 |331 5 1,25 

4206 | 28 | 10 10 32 | 32 |5 1,25 

4207 | 36 | 125 | 125 | 345| 345] 5 1,25 

4208 | 48 | 16,25 | 16,25 | 38 | 38 |5 1,25 | 
4209 | 68 | 225 | 225 | 445] 445] 5 | 125 Я 
4210 | 84 | 295 | 295 | ы5| 515| 5 | 125 Н 
4212 | 88 | 30,75 | 30,75 | 53 |53 |5 | 155 | 
4213 | 108| 35 35 57 |`57 |5 1,25 

4214| 128| 41,25 | 41,95 | 63 | 63 |5 1,25 

4215| 132| 425 | 495 | 645| 645| 5 1,25 

4291 | 24 | 13 13 30 [30 |5 1 

4290 | 48 | 14 14 31,5 | 31,5 | 5 | 

4293 | 64 | 17 17 35 |135 |5 | 

4295 | 68 | 11,25 | 11,95| 33,5] 335] 5 | 0,625 

4296 | 108| 175 | 175 | 395| 395| 5 | 0,625 

4297 | 124| 20 |:20 42 [142 |5 | 0,695 
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Шифр 
типораз- 


мера 


Шифр 
типо- 


размера 


4301 
4302 
4303 
4304 
4305 
4306 
4307 
4308 
4309 
4310 
4311 
4312 
4313 
4314 


4315 
4316 


4317 
4318 
4319 
4320 
4321 
4322 
4323 
4324 
4325 
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Окончание табл. 1 22 


Вид корпуса 


Число | Омакс, Емакс, | НОмаке | НЕмакс, | Амакс, 
выво- мм мм мм мм мм 
дов 


Таблица 123 


Размеры корпусов подтипа 43 


Чис- | Омакс, | Емакс, | НЕмакс,| Амакс, | АЭмакс, Вид корпуса 
ло вы- мм мм мм мм мм 
водов 

4,2 6,7 1,8 


1,8 
1,8 
1,8 


ЦИИ УСМ, 


Таблица 1.24 
Размеры корпусов подтипа 44 


Число Омакс, Емакс, НЕмаксНОмакс] Амакс, |А2макс, 
выводов ММ мм мм мм мм мм 


14,2 


Шифр Вид корпуса 


типораз 


4402 


Примечание Шаг выводов составляет | мм 


Таблица 1 25 
Размеры корпусов подтипа 45 


Шифр | Число | Омакс, | Емакс, | НОмакс, | НЕмакс, |Амакс, | А2макс, Вид корпуса 
типо |выводов мм мм мм мм мм мм 
не 


4501 
4502 
4503 
4504 
4505 
4506 
4507 


4508 
4509 
4510 
4511 
4512 
4513 
4514 
4515 
4516 
4517 
4518 
4519 
4520 
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Таблица 1.26 
Размеры корпусов подтипа 51 


Шифр | Число | Омакс, | Емакс, | Амакс, ее НЕмакс, Вид корпуса 
типо- | выво- мм мм мм мм 

разме- | дов 

ра 


5101 8.75 
5102 10 _ 

5103 11.25] 25 

5104 5 | 25 

5105 125 | 25 

5106 16,55| 25 

5107 19,05 | 3 

5108 298 |3 

5109 24.05 | 3 

5110 29,15| 3 

5111 34.15] 3 

5112 4175| 3 

5113 5175 | 3 

5114 68 | 29 

5115 6,22 | 29 
5116 68 | 29 | 
5117 78 | 29 | 
5118 85 | 29 
5119 8,63, | 2.9 | 
5120 29 
5121 9.15 | 29 | 
5122 79 | 29 | 
5123 1235| 29 | 
5124 12.35 | .29 
5125 9,15 | 29 | 
5126 97 | 29 | 
5127 10.92 | 29 | 
5128 10,42| 29 | 
5129 1249| 29 
5130 1249| 29 | 
5131 14.2 | 29 | 
5132 129 | 29 
5133 14.521 29 
5134 18,62 | 29 
5135 18,62 | 29 
5136 23.76| 29 
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Таблица 1,27 
Размер корпусов подтипа 52 


неа 
выводов мм мм мм мм 

26 | 88 | 125 | 29 |2 0,625 

52 17,6 | 125 | 29 |2 0,625 | | 


Размеры корпусов подтипа 61 


Шифр ти- 
поразмера 


Вид корпуса 


Таблица 1.28 


Шифр ти- 
поразмера 


Вид корпуса 


6105 
- и 
6107 ны Н Вы 
6108 . 1 | 
6109 |-> 


Таблица 1.29 


Размеры корнусов подтипа 62 


Шифр ти- | Число | Омакс, | Емакс, | Амакс, | (ЕНАП) Вид корпуса 
поразмера | выводов мм мм мм макс, мм 


6221 2,5 
6222 >. — — _ _ 2,5 
6223 80 32 32 4,5 6,7 2,5 
6224 88 34,5 34,5 4,5 6,7 2,5 
6225 96 37 37 4,5 6,7 2,5 


Окончание табл. 1.29 


Шифр ти- | Число | Омакс, | Емакс, | Амакс, | ([+А!) Вид корпуса 
поразмера | выводов мм мм мм макс, мм 
96 5,5 6,7 2,5 


6231 
6232 
6233 
6234 
6235 
6236 
6241 
6242 
6243 
6244 
6245 
6246 
6247 
6251 
6252 
6253 
6254 
6255 
6261 
6262 
6263 
6264 
6265 


5,5 


Таблица 1.30 


Соответствие габаритно-присоединительных размеров микросхем в корпусах, 
условные обозначения которым присвоены до 1. 01. 89 г., типоразмерам по 
ГОСТ 17467-89 


Условное обозначение кор- 
пуса, присвоенное до | 01 
89 (без регистрационного 
номера) 


Шифр типоразмера по 
ГОСТ 17467—89 


Условное обозначение кор- 
пуса, присвоениое до 1 01 
89 (без регистрационного 

номера) 


Шифр типоразмера по 
ГОСТ 17467—89 
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Продолжение табд. 1.30 


Условное обозначение кор- | Шифр типоразмера по | | Условное обозначеине кор- | Шифр типоразмера по 


пуса, присвоенное до 1. 01. ГОСТ 17467—89 пуса, присвоенное до 1. 01. ГОСТ 17467—89 
89 (без регистрационного 89 (без регнстрационного 
иомера) номера) 
153.15 1206 2104.18 2104 
157.29 1210 2107.18 2107 
153.40 1304 2108.22 2108 
155.15 1207 2109.16 2109 
160.40 1212 2115.14 2115 
1101.7 1101 2118.20 2118 
1102.8 1106 2120.24 2120 
1102.9 1102 2121.28 2121 
1103.5 1103 2121.29 2121 
1105.3 1105 2123.40 2123 
1220.36 1220 2124.42 2124 
1221.18 1221 2126.48 2126 
1501.5 1501 2127.14 2127 
1502.11 1502 2130.24 2130 
1503.17 1503 2136.64 2136 
201.8 2103 2138.18 2138 
201.9 2102 2140.20 2140 
201.12 2103 2142.24 2142 
201.14 2102 244.48 2205 
201.16 2103 2203.40 2203 
201А.16 2106 2204.42 2204 
206.14 2127 2205.48 2205 
209.18 2129 2206.42 2206 
209.24 2130 2207.48 2207 
210А.22 2108 301.8 3101 
210Б.16 2106 301.12 3103 
2105.24 2120 302.4 3104 
212.32 2114 302.8 3104 
218.30 2138 311.8 3203 
238.12 2202 311.10 3204 
238.16 2103 3101.8 3101 
238.18 2104 3103.12 3103 
239.24 2120 401.14 4105 
2102.14 2102 402.16 4112 
2103.16 2103 405.24 4110 
2104.12 2103 405.28 4119 
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Окончание табл. 1.30 


Шифр типоразмера по || Условное обозначение кор- | Шифр типоразмера по 
ГОСТ 17467—89 пуса, присвоениое до 1.0]. ГОСТ 17467—89 


Условное обозначение кор- 
пуса, присвоенное до |. 0]. 


89 (без регистрациоиного 89 (без регистрационного 
номера) номера) 

411.34 4137 4135.64 4135 
413.48 4181 4137.34 4137 
421.48 4142 4138.42 4138 
425.64 4146 4151.42 4151 
427.6 4115 4151.42 4180 
427.8 4115 4153.20 4153 
427.18 4161 402.16 4108 
461.5 4180 НО2.8 5114 
4101.6 4101 НО2.14 5116 
4103.8 4103 НО2.16 5116 
4105.14 4105 НО4.16 5117 
4106.16 4106. НОб.24 5122 
4109.20 4109 НО8В.24 5124 
4112.16 4108 НО8.24 5123 
4112.16 4112 НО9.18 5120 
4114.24 4114 НО9.28 `5126 
4116.8 4116 Н13.40 5129 
4117.22 4117 Н14.42 5130 
4117.22 4160 Н15.42 5132 
4118.24 4118 Н16.48 5133 
4119.28 4119 Н18.64 5134 
4122.40 4122 Н18.64 5135 
4131.24 4176 Н23.16 5118 
4134.40 4167 Н21.24 5201 
4134.48 4134: Н22.50 5202 


Примечание. Нумерация выводов микросхем в корпусах, выпущенных до 1. 01. 89 г., не регламен- 
тируется. 


1.5. Элементы для автоматизированной сборки и поверхностного 
монтажа 


Элементы для автоматизированной сборки радиоаппаратуры (резисторы, кон- 
денсаторы, полупроводниковые приборы, оптоэлектронные приборы, интегральные 
микросхемы, трансформаторы, дроссели, катушки индуктивности, пьезоэлектриче- 
ские приборы, коммутационные изделия, электрические соединители), обеспечива- 
ющие механизацию и автоматизацию технологических процессов, в зависимости от 
технической совместимости и технологических процессов сборки подразделяют на 
16 конструктивно-технологических групп в соответствии с табл. 1.31. 

Для ориентации и контроля правильности установки при выполнении монтаж- 
но-сборочных работ элементы имеют ориентир в виде ключа, расположенного в зоне 
первого вывода (выводы нумеруются слева направо или по часовой стрелке со 
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стороны расположения выводов). Ключ делается визуальным (металлизированная 

метка) или механическим (выемка или паз на корпусе, выступ на выводе) и выпол- 

няется в виде цилиндрической выемки на корпусе, обозначающей положительный 
вывод (для групп ТУ, У, УГ); одного укороченного вывода и знака на корпусе в виде 

линии вдоль положительного вывода. Для ряда элементов ключом являются: рас- 
положение выводов (У группа); наличие регулировочного винта (группа [У); выступ 
на фланце корпуса (группа У1Т); скос на корпусе (группа УПГ); сквозной цилиндри- 
ческий паз на боковой стенке корпуса или выемка на продольной оси корпуса (груп- 
па [Х); ориентированное расположение элемента. в таре-спутнике (группа Х); вы- 
ступ по центру торца элемента, срез угла корпуса или цветовая маркировка (группа 

ХГ), выступ на первом выводе в зоне монтажа (группа ХЦ); в виде металлизации на 
нижней поверхности корпуса, направленной острием в сторону расположения пер- 
вого вывода, и точки, расположенной в зоне первого вывода со стороны маркировки 
(группа ХПГ); в виде среза угла корпуса (группа ХУ); взаимное расположение 

выводов, скос корпуса и маркировочная метка в виде выемки или полоски на повер- 
хности корпуса в зоне первого вывода. Требования по радиусу изгиба выводов 
указываются в технических условиях на элементы конкретных типов. Выводы эле- 
ментов, предназначенные для накрутки на них монтажных проводов, должны иметь 
прямоугольное или квадратное сечение. 


Таблица 1.31 
Конструктивно-технологические группы элементов 


Номер Характеристика группы Упрощенное изображение корпуса 
группы 


] Элементы с цилиндрической Ирполяеяие 7 
(исполнение 1) и прямоуголь- 


ной (исполнение 2) формами 
корпуса и двумя неполярными 


осевыми выводами 


Исиоливиие 2 


П Элементы с цилиндрической ИРИФИИРИЕР / 
формой корпуса (исполнения 1 


и2) и двумя полярными осевы- 
ми выводами 


Ирлолиелие 2 


| ==) 
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Номер 
группы 


54 


|9 


ГУ 


Характеристика группы 


Элементы полярные и непо- 
лярные в прямоугольном кор- 
пусе (исполнение 1) и окуклен- 
ные с дискообразной (испол- 
нение 2), прямоугольной (ис- 
полнение 3) и каплевидной (ис- 
полнение 4) формами корпуса 
и двумя однонаправленными 
выводами 


Элементы в цилиндрическом 
корпусе с двумя однонаправ- 
ленными выводами 


Элементы цилиндрической 
формы корпуса с двумя (ис- 
полнение |) и более (исполне- 
ние 2) однонаправленными вы- 
водами 


Продолжение таба. 1.31 


Упрощениое изображение корпуса 


Иеполление 7 Ириолиглие 2. 
Ирирлмение $ Ирлолление $ 


Иеголлелие 7 


ИрРирилелие 2 


Номер 
группы 


Уа 


У1 


УП 


УШ 


Характеристика группы 


Элементы с дискообразной 
(исполнение: |1) и прямоуголь- 
ной (исполнение 2) формами 
корпуса с тремя и более одно- 
направленными выводами! 


Элементы с прямоугольной 
или квадратной формами кор- 
пуса с тремя и более однонап- 
равленными выводами 


Элементы в цилиндрическом 
корпусе с двумя и более одно- 
направленными выводами, 
требующими ориентации по 
полярности 


Элементы с прямоугольной 
(исполнения 1, 2, 3) и ци- 
линдрической (исполнение 4) 
формами корпуса с тремя од- 
нонаправленными выводами, 
требующими ориентации по 
полярности 


Продолжение таба. 1.31 


Упрощенное изображенне корпуса 


Иглолиегие / 


Иелолиелие / 


пе 1 


55 


Продолжение табл. [1.31 


Характеристика группы Упрощенное изображенне корпуса 


Иелолнелие 2 


Ислолиеиие $ 


Иелолнение / 


ЧИН 4, 


Иелелиерие 2 


Элементы в стеклокерамиче- 
ском (исполнение 1), пласт- 
массовом (исполнение 2), 
керамическом (исполнение 3) 
корпусах прямоугольной 
формы с двухсторонним 
расположением выводов, 
требующими ориентации по 
полярности (например, в 
корпусах подтипа 21) 


Иелолигиие $ 


че 2 
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Элементы в корпусе прямо- 
угольной формы с двухсторон- 
ним расположением выводов 
прямоугольного сечения, рас- 
положенными параллельно 
плоскости основания (испол- 
нение | — 4) ис выводами по 
четырем сторонам (исполне- 
ние 5 — 8), например в 
корпусах типа 4, подтипы 41, 
42, 44 


Продолжение табл. 1.31 


Упрощенное изображение корпуса 


Исполнение 7 


Ирполиение 2 


Ислолигиие $ 


Иополиелие & 


ИриРлигиме $ 


| 
} 
} 
| 


57 


Продолжение табл. 1.31 


Номер Характеристика группы Упрощеиное изображеиие корпуса 
группы 


Иелоллеяие 6 


Х1 Элементы полярные и непо- 
лярные безвыводные сдилин- 


дрической (исполнение |) и Ирлолнели? 7 
прямоугольной (исполнения 2, 


’°3, 4) формами корпуса ! 1 © 


Ирлолнелие 2 


НН - 
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Номер 
группы 


ХИ 


Характеристика группы 


Элементы на гибком носителе 
с четырехсторонним (исполне- 
ние |) и двухсторонним (испол- 
нение 2) расположением лен- 
точных выводов из медной 
фольги с металлическим по- 
крытием или из алюминиевой 
фольги 


Продолжение табд. 1.31 


Упрощенное изображение корпуса 


Ирролиелие $ 


— 5 
= 


Исполнение $ 


= 


ыы 


Исполнение / 


0--——04022709 


0 


0----010- 


0—1 
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Номер 
группы 


хШ 


ХУ 


60 


Характеристика группы 


Элементы в керамическом или 
пластмассовом носителе с вы- 


водами в виде контактных пло- 
щадок (исполнение | и2) иже- 
стко ориентированными 
плоскими выводами (исполне- 
ние 3), например в корпусах 
подтипов 45, 51 


Элементы в миниатюрном 


‘пластмассовом корпусе с жес- 


тко ориентированными пло- 
скими выводами (исполнения 
| — 3), например транзисторы 
в корпусах КТ-46, КТ-47, 
микросхемы в корпусе подти- 
па 43 


Продолжение табл. 1.31 


Упрощенное изображение корпуса 


Иололягиие Г 


Иелолиен4е $ 
Иеролнение 7 


Иглолнелие 2 


Продолжение табл. 1.31 


Номер Характеристика группы Упрощенное изображение корпуса 
группы 


ИрифлНРИЕе $ 


ыы] 


Элементы в керамическом или Ислелчение 7 
пластмассовом каркасе с вы- 


водами в виде металлизиро- 
ванных луженых контактных 
площадок (исполнение 1) илис 
жестко ориентированными 


плоскими выводами (исполне- 
ние 2) ИрлоливИие 2 


$} 


Конструкция элементов, материал выводов (или их покрытие) обеспечивают 
качественное присоединение выводов к контактным площадкам платы приклеива- 
нием, пайкой — для жестких выводов (плоских и в виде контактных площадок), 
сваркой и пайкой — для ленточных выводов. 

Выводы элементов групп ХИГ и ХУ располагаются по четырем сторонам кор- 
пуса носителя (иногда на трех или двух). Число выводов элементов групп ХИТи ХУ 
может быть следующим: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 60, 
64, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, а элементов группы ХУ: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 24. 

Кроме распространенной технологии монтажа изделий на печатной плате со 
сквозными отверстиями широкое применение нашла новая технология поверхност- 
ного монтажа, предусматривающая пайку элементов на поверхность печатной пла- 
ты. Эта технология позволяет автоматизировать процесс монтажа и связать его с 
системой автоматизированного проектирования, автоматизировать проверку и сор- 
тировку элементной базы; она проще, дешевле и используется для экономии места 
на печатных платах. Кроме того, не требуется сверлить отверстия в плате под 
каждый вывод корпуса, сокращаются размеры печатных плат из-за малых разме- 
ров компонентов, увеличивается устойчивость к воздействиям вибрации. 

Для поверхностного монтажа разработаны специальные конструкции миниа- 
тюрных корпусов для групповых методов пайки с укороченными выводами и отфор- 
мованными так, что монтаж выполняется непосредственно на контактные облужен- 
ные площадки печатных плат. Из-за малой длины выводов у них снижены значения 
паразитных индуктивностей, емкостей и сопротивлений. К миниатюрным корпусам, 
отличающимся размерами, конфигурацией, расположением и формой выводов, от- 
носятся: 
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микрокорпуса (подтип 43), имеющие по сравнению с корпусами с двухрядным 
расположением выводов (подтипы 21 и 22) меньшие массу и габариты; они стандар- 
тизованы в МЭК (Публикация 191-2); | 

кристаллоносители квадратной или прямоугольной формы, имеющие Ё.-обрат- 
ные выводы (т.е. выводы загнуты под корпус), расположенные по четырем сторонам 
(подтип 45) с шагом 1,27, 1 и0,63 мм и числом выводов от 18 до 124; 

плоские корпуса с двусторонним и четырехсторонним расположением выводов 
(подтип 44), 

безвыводные кристаллоносители, имеющие выводы в виде контактных площа- 
док, расположеных в пределах проекции тела корпуса (подтип 51); 

бескорпусные микросхемы на монтажном носителе. 

В корпусах для поверхностного монтажа выпускаются также транзисторы в 
корпусах типа КТ-46, КТ-47 и КТ-48, диоды в корпусе КД-29, резисторы, конденса- 
торы и другие элементы. 


1.6. Особенности применения микросхем 


Микросхемы подвергаются воздействию различных внешних факторов: механи- 
ческих, температурных, химических и электрических. Механические воздействия 
прикладываются к микросхемам на операциях комплектации, формовки и обрезки 
выводов, установки и приклеивания их к плате. Температурные воздействия связаны 
с операциями лужения, пайки, демонтажа. Химические воздействия проявляются 
при флюсовании, очистке плат от остатков флюса, влагозащите и демонтаже. Элек- 
трические воздействия связаны с настройкой и испытаниями РЭА, а также появле- 
нием зарядов статического электричества, когда необходимо принимать специаль- 
ные меры по уменьшению и отводу статических зарядов. 

В разделе ”Справочные сведения” приводятся значения параметров микросхем 
для двух режимов эксплуатации. 

Предельно допустимые электрические режимы — это режимы применения, в 
пределах которых изготовитель микросхем обеспечивает ее работоспособность в 
течение наработки, установленной в технических условиях. 

Предельные электрические режимы — это режимы применения, при которых 
параметры микросхем не регламентируются, а после снятия воздействия и перехода 
на предельно допустимые электрические режимы электрические параметры соот- 
ветствуют норме. За пределами этих режимов микросхема может быть повреждена. 

Неправильные режимы эксплуатации и применения могут привести к появле- 
нию дефектов в микросхемах, проявляющихся в нарушении герметичности корпуса, 
травлению материала покрытия корпусов и их маркировки, перегреву кристалла и 
выводов, нарушению внутренних соединений, что может приводить к постепенным и 
полным отказам микросхем. 


Формовка выводов микросхем 


При подготовке микросхем к монтажу на печатные платы (операции рихтовки, 
формовки и обрезки выводов) выводы подвергаются растяжению, изгибу и сжатию. 
Поэтому при выполнении операций по формовке не›бходимо следить, чтобы растя- 
гивающее усилие было минимальным. В зависимости от сечения выводов микросхем 
оно не должно превышать определенных значений (например, для сечения выводов 
от 0,1 до 2 мм” — не более 0,245... 19,6 Н). 

Формовка выводов прямоугольного поперечного сечения должна производиться 
с радиусом изгиба не менее удвоенной толщины вывода, а выводов круглого сече- 
ния — с радиусом изгиба не менее двух диаметров вывода (если в ТУ не указывается 
конкретное значение). Участок вывода на расстоянии | мм от тела корпуса не должен 
подвергаться изгибающим и крутящим деформациям. Обрезка незадействованных 
выводов микросхем допускается на расстоянии 1 мм от тела корпуса. 
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В процессе операций формовки и обрезки не допускаются сколы и насечки 
стекла и керамики в местах заделки выводов в тело корпуса и деформация корпуса. 
В радиолюбительской практике формовка выводов может проводиться вручиую с 
помощью пинцета с соблюдением приведенных мер предосторожности, предотвра- 
щающих нарушение герметичности корпуса микросхемы и его деформацию. 


Лужение и пайка микросхем 


Основным способом соединения микросхем с печатными платами является пай- 
ка выводов, обеспечивающая достаточно надежное механическое крепление и элек- 
трическое соединение выводов микросхем с проводниками платы. 

Для получения качественных паяных соединений производят лужение выводов 
корпуса микросхемы припоями и флюсами тех же марок, что ипри пайке. При замене 
микросхем в процессе настройки и эксплуатации РЭА производят пайку различны - 
ми паяльниками с предельной температурой припоя 250 °С, предельным временем 
пайки не более 2 с и минимальным расстоянием от тела корпуса до границы припоя 
по длине вывода 1,3 мм. 

Качество операций лужения должно определяться следующими признаками: 

минимальная длина участка лужения по длине вывода от его торца должна быть 
не менее 0,6 мм, причем допускается наличие ”сосулек” на концах выводов микро- 
схем; 

равномерное покрытие припоев выводов; 

отсутствие перемычек между выводами. 

При лужении нельзя касаться припоем гермовводов корпуса. Расплавленный 
припой не должеи попадать на стеклянные и керамические части корпуса. 

Необходимо поддерживать и периодически контролировать (через 1...2 ч) тем- 
пературу жала паяльника с погрешностью не хуже 5 °С. Кроме того, должен быть 
обеспечен контроль времени контактирования выводов микросхем с жалом паяль- 
ника, а также контроль расстояния от тела корпуса до границы припоя по длине 
выводов. Жало паяльника должно быть заземлено (переходное сопротивление за- 
земления не более 5 Ом). 

Рекомендуются следующие режимы пайки выводов микросхем для различных 
типов корпусов: 

максимальна: „емпература жала паяльника для микросхем с планарными 
выводами 265 °С, со штырьковыми выводами — 280 °; 

максимальное время касания каждого вывода жалом паяльника 3 с; 

максимальное время между пайками соседних выводов 3 с; 

максимальное расстояние от тела корпуса до границы припоя по длине вывода 
1 мм; 

максимальное время между повторными пайками одних и тех же выводов 5 мин. 

При пайке корпусов микросхем с планарными выводами допускаются: залив- 
ная форма пайки, при которой контуры отдельных выводов полностью скрыты под 
припоем со стороны пайки соединения на плате; неполное покрытие припоем поверх- 
ности контактной площадки по периметру пайки, но не более чем в двух местах, не 
превышающих 15 %-от общей площади; наплывы припоя конусообразной и скруг- 
ленной форм в месте отрыва паяльника; небольшое смещение вывода в пределах 
контактной площадки; растекание припоя (только в пределах длины выводов, при- 
годной для монтажа). 

Растекание припоя со стороны корпусов должно быть ограничено пределами 
контактных площадок. Торец вывода может быть нелуженым. Монтажные метал- 
лизированные отверстия должны быть заполнены припоем на высоту не менее 2/3 
толщины платы. 

Растекание припоя по выводам микросхем не должно уменьшать минимальное 
расстояние от корпуса до места пайки, т. е. быть в пределах зоны, пригодной для 
монтажа и оговоренной в технической документации. На торцах выводов допускает- 
ся отсутствие припоя. 

Через припой должны проявляться контуры входящих в соединение выводов. 
При пайке не допускается касание расплавленным припоем изоляторов выводов и 
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затекание припоя под основание корпуса. Жало паяльника не должно касаться 
корпуса микросхемы. 

Допускается одноразовое исправление дефектов пайки отдельных выводов. 
При исправлении дефектов пайки микросхем со штырьковыми выводами не допу- 
скается исправление дефектных соединений со стороны установки корпуса на пла- 
ту. 

После пайки места паяных соединений необходимо очистить от остатков флюса 
жидкостью, рекомендованной в ТУ на микросхемы. 

Все отступления от рекомендованных режимов лужения и пайки указываются 
на ТУ на конкретные типы микросхем. 


Установка микросхем на платы 


Установка и крепление микросхем на платах должны обеспечивать их нормаль- 
ную работу в условиях эксплуатации РЭА. 

Микросхемы устанавливаются на двух- или многослойные печатные платы с 
учетом ряда требований, основными из которых являются: 

получение необходимой плотности компоновки; 

надежное механическое крепление микросхемы и электрическое соединение ее 
выводов с проводниками платы; 

возможность замены микросхемы при изготовлении и настройке узла; 

эффективный отвод теплоты за счет конвекции воздуха или с помощью тепло- 
отводящих шин; 

исключение деформации корпусов микросхем, так как прогиб платы в несколь- 
ко десятых миллиметра может привести либо к растрескиванию герметизирующих 
швов корпуса, либо к деформации дна и отрыву от него подложки или кристалла; 

возможность покрытия влагозащитным лаком без попадания его на места, не 
подлежащие покрытию. 

Шаг установки микросхем на платы должен быть кратен 2,5, 1,25 или 0,5 мм (в 
зависимости от типа корпуса). Микросхемы с расстоянием между выводами, крат- 
ным 2,5 мм, должны располагаться на плате так, чтобы их выводы совпадали с 
узлами координатной сетки платы. 

Если прочность соединения всех выводов микросхемы с платой в заданных 
условиях эксплуатации меньше, чем утроенное значение массы микросхемы с уче- 
том динамических перегрузок, то используют дополнительное механическое креп- 
ление. 

В случае необходимости плата с установленными микросхемами должна быть 
защищена от климатических воздействий. Микросхемы недопустимо располагать в 
магнитных полях трансформаторов, дросселей и постоянных магнитов. 

Микросхемы со штырьковыми выводами устанавливают только с одной сторо- 
ны платы, с планарными выводами — либо с одной стороны, либо с обеих сторон 
платы. 

Для ориентации микросхем на плате должны быть предусмотрены «ключи», 
определяющие положение первого вывода микросхемы. 

Устанавливать микросхемы в корпусах типа |1 на плату в металлизированные 
огверстия следует без дополнительного крепления с зазором 17% мм между уста- 
новочной плоскостью и плоскостью основания корпуса. 

Для улучшения механического крепления допускается устанавливать микро- 
схемы в корпусах типа | на изоляционных прокладках толщиной 1,0... 1,5 мм 
Прокладка крепится к плате и всей плоскости основания корпуса клеем или обвола- 
кивающим лаком. Прокладку следует размещать под всей площадью корпуса или 
между выводами на площади не менее 2/3 площади основания; при этом ее конст- 
рукция должна исключать возможность касания выступающих изоляторов выводов. 

Микросхемы в корпусах типа 2 следует устанавливать на платы с металлизи- 
рованными отверстиями с зазором между платой и основанием корпуса, который 
обеспечивается конструкцией выводов. 

Микросхемы в корпусах типа 3Зс неформуемыми (жесткими) выводами устанав- 
ливают на плату с металлизированными отверстиями с зазором |'”” мм между 
установочной плоскостью и плоскостью основания корпуса. Микросхемы с формуе- 
мыми (мягкими) выводами устанавливают на плату с зазором 3" `”" мм. Если аппа- 
ратура подвергается повышенным механическим воздействиям при эксплуатации, 
то при установке микросхем должны применяться жесткие прокладки из электро- 


изоляционного материала. Прокладка должна быть приклеена к плате и основанию 
корпуса и ее конструкция должна обеспечивать целостность гермовводов микросхе- 
мы (место заделки выводов в тело корпуса). 

Установка микросхем в корпусах типов | —3 на коммутационные платы с 
помощью отдельных промежуточных шайб не допускается. 

Микросхемы в корпусах типа 4 с отформованными выводами можно устанавли- 
вать вплотную на плату или на прокладку с зазором до 0,3 мм; при этом дополнитель- 
ное крепление обеспечивается обволакиванием лаком. Зазор может быть увеличен 
до 0,7 мм, но при этом зазор между плоскостью основания корпуса и платой должен 
быть полностью заполнен клеем. Допускается установка микросхем в корпусах типа 
4 сзазором 0,3 ... 0,7 мм без дополнительного крепления, если не предусматриваются 
повышенные механические воздействия. При установке микросхем в корпусах типа 
4 допускается смещение свободных концов выводов в горизонтальной плоскости в 
пределах - 0,2 мм для их совмещения с контактными площадками. В вертикальной 
плоскости свободные концы выводов можно перемещать в пределах - 0,4 мм от 
положения выводов после формовки. 

Приклеивание микросхем к платам рекомендуется осуществлять клеем ВК-9 
или АК-20, а также мастикой ЛН. Температура сушки материалов, используемых 
для крепления микросхем на платы, не должна превышать предельно допустимую 
для эксплуатации микросхемы. Рекомендуемая температура сушки 65-5°С. При 
приклеивании микросхем к плате усилие прижатия не должно превышать 0,08 мкПа. 

Не допускается приклеивать микросхемы клеем или мастикой, нанесенными 
отдельными точками на основание или торцы корпуса, так как это может привести 
к деформации корпуса. 

Для повышения устойчивости к климатическим воздействиям платы с микро- 
схемами покрывают, как правило, защитными, лаками УР-231 или ЭП-730. Опти- 
мальная толщина покрытия лаком УР-231 составляет 35... 55 мкм, лаком ЭП-730 — 
35... 100 мкм. Платы с микросхемами рекомендуется покрывать в три слоя. 

При покрытии лаком плат с микросхемами, установленными с зазорами, недо- 
пустимо наличие лака под микросхемами в виде перемычек между основанием 
корпуса и платой. 

При установке микросхем на платы необходимо избегать усилий, приводящих к 
деформации корпуса, отклеиванию подложки или кристалла от посадочного места 
в корпусе, обрыву внутренних соединений микросхемы. 


Защита микросхем от электрических воздействий 


Из-за малых размеров элементов микросхем и высокой плотности упаковки 
элементов на поверхности кристалла они чувствительны к разрядам статического 
электричества. Одной из причин их отказов является воздействие разрядов статиче- 
ского электричества. Статическое электричество вызывает электрические, тепло- 
выеи механические воздействия, приводящие к появлению дефектов в микросхемах 
и ухудшению их параметров. | 

Для уменьшения влияния статического электричества необходимо пользовать- 
ся рабочей одеждой из малоэлектризующихся материалов, например халатами из 
хлопчатобумажной ткани, обувью на кожаной подошве. Не рекомендуется приме- 
нять одежду из шелка, капрона, лавсана. 

Для покрытия поверхностей рабочих столов и полов малоэлектризующимися 
материалами необходимо применять меры по снижению удельного поверхностного 
сопротивления покрытий. Рабочие столы следует покрывать металлическими лис- 
тами размером 100Ж200 мм, соединенными через ограничительное сопротивление 
10 `Ом с заземляющей шиной. 

Оборудование и инструмент, не имеющие питания от сети, подключаются к 
заземляющей шине через сопротивление 10° Ом. Оснастку и инструмент, которые 
питаются от сети, подключают к заземляющей шине непосредственно. 

Должен быть обеспечен непрерывный контакт оператора с «землей» с помощью 
специального антистатического браслета, соединенного через высоковольтный ре- 
зистор (например, типа КЛВ на напряжение 110 кВ). 
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Демонтаж микросхем 


Если демонтируются микросхемы с планарными выводами, то следует удалить 
лак в местах пайки выводов, отпаять выводы по режиму, не нарушающему режим 
пайки, указанной в паспорте микросхемы, приподнять концы выводов в местах их 
заделки в гермоввод, снять микросхему с платы термомеханическим путем с по- 
мощью специального приспособления, нагреваемого до температуры, исключаю- 
щей перегрев корпуса микросхемы свыше температуры, указанной в паспорте. 
Время нагрева должно быть достаточным для снятия микросхемы без трещин, 
сколов и нарушений конструкции корпуса. Концы выводов допускается приподни- 
мать на высоту 0,5... | мм, исключая при этом изгиб выводов в местах заделки, что 
может привести к разгерметизации микросхемы. 

При демонтаже микросхем со штырьковыми выводами удаляют лак в местах 
пайки выводов, отпаивают выводы специальным паяльником (с отсосом припоя), 
снимают микросхему с платы (не допуская трещин, сколов стекла и деформации. 
корпуса и выводов). При необходимости допускается (если корпус прикреплен к 
плате лаком или клеем) снимать микросхемы термомеханическим путем, исключа: 
ющим перегрев корпуса, или с помощью химических растворителей, не оказываю- 
щих влияния на покрытие, маркировку и материал корпуса. 


Возможность повторного использования демонтированных микросхем ‚указы. 
вается в ТУ на их поставку. 


Раздел второй 


Справочные сведения 


Серия К118 


Общие рекомендации по применению 


Температура пайки должна быть не более 235-55 °С, расстояние от корпуса до 
места пайки 1-0,5 мм, продолжительность пайки 6 с. При проведении монтажных 
(сборочных) операций допускается не более трех перепаек выводов ИМС. 

Запрещается подводить электрические сигналы к незадействованным выводам 
ИМС (в том числе к шинам ”питание” и ”земля”): у КИИВУНТ — квыводам /, 4, 6, 8, 
13; у К118УДТ — к выводам /, 4, 6, 13; у КИИВУН?2 — к выводам 2, 4, 5, 8, 11, 12; у 
К118ТЛТ — квыводам /, 4, 6, 8, 10, 13. 

Выводы 2, 5, 1/1 у КИВУНУ, 2, 5, [2 у КИИЗУЛТ, /, 13у КПВУНР?, 2, 5, 11, 12 у 
К118ТЛТ, 5, /Гу К!18УП1 служат для увеличения функциональных возможностей 
этих ИМС. 

Замена ИМС должна осуществляться при отключенном источнике питания. 

Допустимое значение статического потенциала 200 В. 


К118ТЛТА, К118ТЛТБ, КИЗТЛ1В, К118ТЛТГ, 
К118ТЛ1Д 


Микросхемы представляют собой триггер Шмитта с максимальной частотой 
следования импульсов 1 МГц. Различаются между собой значениями напряже- 
ния питания, входного и выходного напряжений, напряжений срабатывания и отпу- 
скания. Содержат 10 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-1. Масса не 
более [,2 г. 


ППГИА-ЕАИЯРИ ИД 


Типовая схема включения ИМС 
Э ‚сктрическая схема ИМС К!18ТЛ! К18ТЛ1 
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Назначение выводов: 2 — вывод эмиттера (У7Т3); 3 — вход 1; 5 — выход 1; 7 — 
питание (- Ип); 9 — выход 2; /] — делитель; /2 — вывод базы УТЗ; 14 — питание 
(— Оп). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания: 


КВ А зы оо ое +3 В-10 % 
КОТ КАТО В Зоо вода Вене 4 В-10 % 
КИВИ КИЗ ЕЛЕ Л ор аоаееа 6,3 В 10 % 
Выходное напряжение: 
К!118ТЛ1А 
при Ип=- ЗВ: 
при Овх ==: 0,35.В пелена — 0,4...0,9 В 
при Ивх=--0,35 В .......... у еенееенннье 2,75...3 В 
К118ТЛ1Б, К118ТЛ1В при Ип= 4 В: 
при Ом = == 035 Ве ое — 0,4...0,9 В 
при ОЕ 0,30 В; ера 3,75...4 В 
К!18ТЛ1Г, КИ8ТЛ1Д при Ил = + 6,3 В: 
при: ИО. Воевода — 0,4...1,2 В 
при Ивх=-0,4 т И 6...6,3 В 
Напряжение срабатывания: 
С о С > 0...0,35 В 
КНВГЕ, К ИВТ ооо оон 0...0,4 В 
Напряжение отпускания: 
КЫВТЛТА КИЗ ТЛТ Ве — 0,35...0 В 
КВТ КОТЛЕ ео орон: — 0,7...0 В 


Максимальный входной ток: 
при От = 3 В, (вх = 0,35 В: 


Е 15 мА 
ОТВ и о во аа 35 МА 
при Ип== + 4 В, Иьх == 0,35 В для КТ!18ТЛ1В ....... 15 мА 
при Ин. = = 6 В, Ох = 0,4 В: 
Кивтл1Т аа ое ы 35 мА 
КАНЕ, ео ох ера 15 мА 
Ток потребления: 
КИЗТЛТА, при Ип = ЗВ ....... ле нньььнь, 0,5...1,5 мА 
К118ТЛТБ, КИЗТЛ1В при Ит == 4В.............. 1...2 мА 
КИЗТЛТГ, КИЗТЛ1Д при О = = 6,}3В ............ 1,3...2,4 мА 
Максимальная частота следования импульсов ........... Е МГц 
Время нарастания выходного напряжения ............... <20 мкс 


Время спада выходного напряжения при Ип = = ЗВ (для 

К!18ТЛТА), 4 В (для К!18ТЛТБ, К118ТЛ1В), - 6,3 

О В И В о О <20 мкс 
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Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение источника питания: 


КИ8ТЛИА: 
о р оне 2,7...3,3 В 
(От ве а а: ее о еее а и ааа бо ав а еее —9,7...—3,3 В 


Е о ба ме аа 3,6...4,4 В 
еб Аа и ое —53,6...—4,4 В 
КИЗТЛТГ, КИ8ТЛ1Д: 
ов оо о о оне ел ел 5,7...6,9 В 
и ее —5,7...—6,9 В 
Температура окружающей среды .................ньень, —10...+70 °С 


К11ЗУДТА, К118УДУБ, К118УД1В 


Микросхемы представляют собой однокаскадные дифференциальные усилите- 
ли с максимальной рабочей частотой до 5 МГц. Различаются между собой значени- 
ями напряжения питания, коэффициента усиления и температурного дрейфа напря- 
жения смещения. Содержат 12 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-1. 
Масса не более 1,2 г. 


АУУ ДТА - КИЗЯДУВ 


Типовая схема включения ИМС 
Электрическая схема ИМС К!18УД1 К!18УД1 


Назначение выводов: 2 — вывод эмиттера УТЗ; 3 — вход 2; 5 — выход 2; 7 — 
питание (-- Ип1); 9 — выход 1; /0 — вход 1; // — общий вывод; /2 — вывод базы УТЗ; 
14 — питание ( — ПОлп2). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания: 
К118УД1А: 
ооо 48-10% 
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(1 О а аа рее а ое о Ее 


Напряжение смещения: 
при Ит1=4 В, Ип2= — 4 В для КИВУД1А ........... 
при Ип1=6,3 В, Ип2== — 6,3 В: 
КВ В ооо Ва 
КЕ ЗУ ЕВ ооо о ааа 
Выходное напряжение баланса: 


при Ит1=4 В, Ип2== — 4 В для К118УД1А ........... 
при Ип!=6,3 В, Ип2=6,3 В для К118У ДБ, 
О САДЫ Ее 
Входной ток: 
при Ип1=4 В, Ип2= — 4 В для КИВЗУД1А ........... 
при Оп!=6,3 В, Ип2= — 6,3 В: 
| 5 
КУ В: ооо по олеиаао 
Разность входных токов: 
К!18УДТА, КП8УДБ .......... ле ненниньнь, 
Я 
Ток потребления при Ип1=4 В, Ипо= — 4 В: 
КУЛЬ оао 
КЫЗУДТЬ КОЗУ В рее 
Коэффициент усиления напряжения: 
на частоте 12 кГц: 
К!18УДТА при Ип1=4 В, Ипо= — 4В, 
ЕО Вона 
К118УДТБ, К118УД1В при Ип!=6,3 В, 
И по = — 6,3 В, И вх =10 мВ ..--- еее. 
на частоте 5 МГц: 
К! 18УД1А при Ип!=4 В, Ип2= — 4 В, 
РЕ О Ва ори ма 
К!18УДЦБ, К118УД1В при Ип1= — 6,3 В, 
ОИт2= — 6,3 В, Ивх=10мВ ........ к 


Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений: 
К!18УДТА при Ип!=4 В, Ип2= — 4 В, Ивх=1 В, 
ТЕ оби 
К!18УД1Б, КИ!8УД1В при Ит==6,3 В, Ип2== — 6,3 В, 
Овх= 1 В, /=12 О 


—4В +10 % 


6,3 В 10% 
—6,3В- 10% 


— 4...4 мВ 


— 4...4 мВ 
— 8...8 мВ 


2,5...3,3 В 


4... 4,9 В 
10 мкА 


10 мкА 
20 мкА 


— 2...2 мкА 
— 4...4 мкА 


1 мА 
1,3 мА 


>15 


>22 


25 


—>8 


—60 дБ 


>60 дБ 


Коэффициент гармоник: 
К! 18УД1А при Ип!=4 В, Ип2= — 4 В, |=12 кГц ..... 


для К!118УД1Б, К118УД1В при Ип!=6,3 В, 
ше 


Входное сопротивление: 
при Оп!=4 В, Ип2= — 4 В, Овх=1 В, }=12 кГц для 
КЕТВУ ДА ооо О 
при Оп1=4 В, Ипз2= — 6,3 В, Ивх=1 В, {=12 кГц: 
КУ ПБ риа ака 
ВТБ У ДТВ За ооо алое 
Выходное сопротивление: 
К!118УД1А при Ип!=4 В, Ип2= — 4 В, Овх=1 В, 
И 
К!118УД1Б, К118УД1В при Ип!=4 В, Ип2= — 6,3 В, 
и ее 
Изменение коэффициента усиления напряжения: 
К! 18УД1А при Ип1=4 В, Ип= —4В............... 
К!18УД1Б, КИЗУД1В при Ип!=6,3 В, Ип2= — 6,3 В 
Изменение выходного напряжения баланса: 
КУДА при Ин1=4 В, Ип2= —4В ............... 
К!118УД1Б, К118УД1В при Ип!=6,3 В, Ип2= — 6,3 В 
Средний температурный дрейф напряжения смещения: 
при Ип1=4 В, Ип2= — 4 В для К118УД1А ........... 
при Ип1=6,3 В, Ип2== — 6,3 В: 
ДЛЯ ОУДЕЬ: оо оо ое 
АУДИ бана 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение источника питания 
К! 18УДТА: 


От! О АЕ 
Ото А С Е 


о оао рае Ааа 
о По аси 
Максимальная рабочая частота ............ ее нннеь, 
Температура окружающей среды ‚............ еее. 


<5 % 


<5 % 


>6 кОм 


>6б кОм 
>3 кОм 


3...7 КОм 


3,7 кОм 


— 40...40 % 
— 40...40 % 


— 30...30 % 
— 30...30 % 


—30..30 мкВ/°С 


—530..30 мкВ/°С 
—50..50 мкВ/°С 


3,6...4,4 В 
—53,6...—4,4 В 


5,7...6,9 В 
—5,7...—6,9 В 
5 МГц 
‚—10...+70 °С 
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К118УНТА, К118УНУТБ, К118УН1В, К11ЗУНТГ, 
К118УН1Д 


Микросхемы представляют собой двухкаскадные усилители с рабочей частотой 
до5 МГц. Различаются между собой значениями напряжения питания и коэффици- 
ента усиления. Содержит 11 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-1. Масса 
не более 1,2 г. 


АПОЯИТА - ИПВЯИД 
№ 4 


ин 

$^ К/ 4^ 
Е тив 400 
Электрическая схема ИМС Типовая схема включения ИМС К!18УН1 
К!118УН1 


Назначение выводов: 2 — вывод эмиттера У7Т2; 3 — вход; 5 — фильтр; 7 — пи 
тание (- Оп); 9 — вывод резистора; 10 — выход; 11 — делитель; 12 — фильтр; 14 — 
общий вывод. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания: 


КАЛУ НТА: КНЗУ НТБ, ооо ое 63 В- 10 % 
КОЗУ В КИВУТИД еле еее ОБ В 10 % 
Выходное напряжение покоя: 
К! 18УНА, К!118УН1Б при Ип=6б,3 В ............... 2,4...3,8 В 
К!18УН1В — К!18УН1Д при Оп=12,6 В ............ 7...9,6 В 
Приведенное ко входу напряжение шумов ............... <4 мкВ 
Ток потребления: 
КИЗУНГА, К118УН1Б при Ин=6б,3 В ............... <3 мА 
К!118УН1В — К!18УН1Д при Оп=12,6В ............ <4,5 мА 
Верхняя граничная частота: 
при ОИн=6б,3 В, Овх=1 мВ для К118УНЛА, К118УН1Б . >100 кГц 
при Ип=12,6 В, Овх=1 мВ: ......... еее. 
КУ ЕВ, К ИЗУНИТ леонид ака —>100 кГц 
ВВ а ооо ооо >80 кГц 
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Коэффициент усиления напряжения на частоте 12 кГц: 
при Оп=6,3 В, Ивх=1 мВ: 


КЫЗУ НА. ао ао ана 2250 
КЫЗУ Нео ооо ре ро оо —>400 
при Ип=12,6 В, Ивх=1 мВ: 
КНУ НУВ) ео бое оби —>350 
О О >500 
КП ое соо о ьиье —>800 
Коэффициент усиления напряжения на частоте 5 МГц: 
КИЗУНТА, К118УН1Б при Ип=6,3 В, Овх=1 мВ ..... >30 
К118УН1В — К!18УН1Д при Оп=12,6 В, Овх=1 мВ >50 
Коэффициент гармоник на частоте 12 кГц: 
К118УНТА, К118У НБ при Ит=6б,4 В ............... <5 % 
К118УН1В — К!18УН1Д при Оп=12,6В ............ <5 % 


Входное сопротивление: 
К118УНПА, К118УНТБ при Ип=6,3 В, Ивх=1 мВ, 


О >2 кОм 

К118УН1В — К!18УН1Д при Оп=12,6 В, Ивх=1 мВ, 

а >2 кОм 
Выходное сопротивление: 

К118УНТА, К118УН1Б при Ип==6,3 В, }=12 кГц ..... 0,8...3 кОм 

К!118УН1В — КИЗУН1Д при Из=12,6 В, {=12 кГц .. 0,8...3 кОм 


Изменение коэффициента усиления напряжения: 
К!18УНТА, К118УНТБ при Ип=6,3 В, Ивх=1 мВ, 


КЕ о Оо ое —50...50 % 
К!18УН1В — К!18УН1Д при Ип=12,6 В, Ивх=1 мВ, 
Г ее —50...50 % 
Изменение выходного напряжения: 
К!18УН1А, К118УН1Б при Ип=6,3 В ............... —20...20 % 
К!18УН1В — К!18УН1Д при Ип=12,6В ............ —20...20 % 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение источника питания: 


КЫЗУНТАКИЗУЩЬ: ооо ава ва 5,7...6,9 В 
КИВУНВ.КИЗУЕГ ое опонеоачьы ть 11,4...13,9 В 
Максимальная рабочая частота ............. еее ннье. 5 МГц 
Температура окружающей среды .............. лунные, —10... 
+ 70°С 
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К118УН2А, К118УН2Б, К118УН2В 


Микросхемы представляют собой каскодные усилители с рабочей частотой до 5 
МГц. Различаются между собой значениями напряжения питания и коэффициента 
усиления. Содержат 8 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-1. Масса не 
более 1,2 г. 


ИПОЯИРА- 4719928 


СУ ии 
Пи % 


иера7р 


Электрическая схема ИМС Типовая схема включения ИМС К!18УН2 
К!18УН2 


Назначение выводов: / — вход; 3 — вход; 7 — питание (- Ип); 9 — вывод рези- 
стора; 10 — выход; 13 — фильтр; 14 — общий вывод. 


Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания: 


К!118УН2А ...... ооо ори 4В 10 % 
КИВУН2Ь,. КЗУНЗВ ео Кова зан 6,38 +10 % 
Выходное напряжение покоя: 
К!118УН2А при От=4В ......... ее еаееннньнь 2,4...3,8 В 
К! 18УН?2Б, К!118УН?ЗВ при Ип=6,3В ............... 3,8 ...5,5 В 
Приведенное ко входу напряжение шумов: 
К!18УН2А при Ч"=4В ......... овал <10 мкВ 
К!18УН?Б, К118УН2В-при Ип=6,3 В ............... <10 мкВ 
Ток потребления: 
К!18УН2А при Ип=4 В... нение <2 мА 
К!18УН?2Б, К118УН2ЗВ при Ит=6,3 В .............:. <3 мА 
Верхняя граничная частота: 
К118УН2А при Ит=4 В, Овх==1 мВ, /==12 кГц ........ >90 кГц 
К!18УН?ЗБ, К118УН2В при Ип=6б,3 В, Ивх=1 мВ, 
КЦ о оао ааа к >90 кГц 
Коэффициент усиления напряжения: 
при ОИп=4 В, Ивх=1 мВ, |= 12 кГц для К118УН2А ... >20 
при Ип=6,3 В, Ивх=1 мВ, {=19 кГц: ................ 
КУБ ое ини >30 
КУН В оао >45 
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Коэффициент гармоник: 


К118УН2А при Ип=4 В, Овых=0,1 В, 1=12 кГц....... <5 % 
К!18УН2Б, К118УН2В при Ип=6,3 В, Ивых=0,1 В, 
Е ат <5 % 
Входное сопротивление: 
К! 18УН?2А при Ип=4 В, Ивх=1 мВ, |=12 кГц ........ >| кОм 
К118УН2Б, К118УН?2В при Ип=6б,3 В, ОИвх=1 мВ, 
Е КГ ое лин —>1 кОм 
Выходное сопротивление: 
К!18УН2А при Ип=4 В, {[=12 кГц... ..... 1,2...3 кОм 
К!118УН2Б, К118УН2ЗВ при Ип=6,3 В, }=12 кГц ..... 1,2...3 кОм 
Изменение выходного напряжения покоя: 
К118УН2А при Ит=4В ........... еее ененньия — 40...40 % 
К!118УН?Б, К118УН2ЗВ при Ип=6б,3 В ............... —40...40 % 
Изменение коэффициента усиления напряжения: 
К!118УН2А при Ип==4 В, Ивх=1 мВ, [=12 кГц........ — 60...60 % 
К!18УН?Б, К118УН2ЗВ при Ип=6,3 В, Ивх=1 мВ, 
Е оао оая — 60...60 % 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение источника питания: 


А а 3,6...4,4 В 

КТЗУЫЬ: К ИОУНОВ: ес оо анн ее 5,7...6,9 В 
Максимальная рабочая частота ........... ен. 5 МГц 
Температура окружающей среды ....................... —1&..-ЕМ7С 


К11З3УПТА, К118УПУБ, К118УП1В, К118УПТГ 


Микросхемы представляют собой видеоусилители с большим коэффициентом 
усиления. Различаются между собой значениями напряжения питания и коэффици- 
ента усиления. Содержат 11 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-1. Масса 
не более 1,2 г. 


ЛОУ ТА -КИАЯИГ 


@/ 
О047ик 


ШИ К 
%7 и7 4 ИИ +7 


ый ь 
-й, 


ны схема ИМС 
К118УП1 Типовая схема включения ИМС К!18УП1 
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Назначение выводов: 3 — вход; 5 — фильтр; 7 — питание (-- Оп); 9 — вывод 
резистора; 1/0 — выход; // — делитель; /2 — фильтр; 14 — питание (— Оп). 


Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания: 


К118УП1А, К!18УПЕВ ....... ине ньнь.. 63 В- 10 % 
К! 18УП1В, К!18УП1 Г... ен ьнннь. 1268 10% 
Выходное напряжение покоя: 
при Ин=6,3 В для К118УП КА, Б) .................. 3,8...5,1 В 
при Ип=12,6 В: 
К ВУ ТВ: оо мозаа о 8...11 В 
О И 8...10,9 В 


Коэффициенты усиления напряжения: 
при Оп=6,3 В, Ивх==1 мВ, }=12 кГц: 


О В >900 

КНЗУЕЬ: оао но вора >1300 
при Ип==12,6 В, Ивх=1 мВ, }=12 кГц: 

КУ ЕВ кое >1500 

КВТ о ое >2000 


Входное сопротивление: 
К118УПЛА, К118УПТБ при Ип=6,3 В, Овх=1 мВ, 


т >| кОм 
К118УП1В, К118УП1В при Ип=12,6 В, Ивх=1 мВ, 
К Е ое >| кОм 


Выходное сопротивление: 
К118УПТА, К118УП1Б при Ип=6,3 В, Ивх=1 мВ, 


КЦ ое ие 0,8...3 кОм 
К!118УП1В, К118УГГ при Ипт==12,6 В, Овх=1 мВ, 
И р рее ры 0,8...3 кОм 


Изменение коэффициента усиления напряжения: 
К!18УПТА, К118УП1Б при Ип=6,3 В, Ивх=1 мВ, 


= КГЦ еее льньньнинь. —50...50% 
К118УПИВ, К118УПИГ при Ип==12,6 В, Ивх=1 мВ, 
Е и т —50...50% 


Предел ьно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания: 


КИВУТИА, КИЗУПТВ: олень 5,7...6,9 В 
КУА К ПВН ооо ое ры 11,4...13,9 В 
Температура окружающей среды ......... нь... —10...{70°С 
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Серии К119, КР119 


Микросхемы серий К119, КР119 предназначены для построения каналов пер- 
вичной обработки информации, усилителей, формирующих и пороговых устройств, 
устройств преобразования сигналов и селекции по частоте и времени, устройств с 
дискриминацией по уровню и частоте, стробирования, а также создания трактов с 
АРУ. 


Общие рекомендации по применению 


При проведении монтажных операций допускается не более трех перепаек вы- 
водов ИМС. 
Допустимое значение статического потенциала 200 В. 


К119АГТ, КР119АГ1 


Микросхемы представляют собой элементы ждущего блокинг-генератора для 
формирования импульсов малой длительности, выполненного по схеме с коллектор- 
ной обратной связъю и зарядным конденсатором в цепи эмиттера. Ждущий режим 
генератора обеспечивается подачей запирающего напряжения на эмиттеры транзи- 
сторов через делители АЗ, 4, Юби Аб. Корпус К119АГ! типа 401.14-4, масса не более 
(),8 г, КР119АГ1 — типа 201.14-1, масса не более | г. 


ИЯАГУ, КРИЗАГ/ 


Электрическая схема ИМС К! 19 АГ, Типовая схема включения ИМС 
КР!19АГ!1 К!119АГ1, КР119АГ! 


Назначение выводов К119АГ1, КР119АГТ: 3, 4 — для подсоединения трансфор- 
матора; 5, 11 — вход; 6, 12 — для подсоединения зарядного конденсатора; 9, 13 — 
напряжение питания (- Оп); 1/0 — общий. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .......... у унннье +63В = 10% 
Выходное амплитудное напряжение при Ип==-6,3 В, 

Овх=3,5 В, н=0,2...0,4 М КЕ ооо рае —>4 В 
Помехоустойчивость при Ип=-6,3 В, }=200 Гц, 

ЕО МКС: ое аа ооо 0,6 В 

Ток потребления при Ип==-6,3 В, Ивх=0 ................ <3 мА 
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Длительность фронта выходного импульса при Ип=-+ 6,3 В, 


м=0,2...0,4 мкс, ОИвх=3,5 В, }=2 кГц... еееннь <0,2 мкс 
Длительность среза выходного импульса при Ип=-6,3 В, 
[1==0,2...0,4 мкс, Овх=3,5 В, }=2 кГц. ...... еее, <0,5 мкс 
Длительность импульса при Ип=-6,3 В, и==0,9...0,4 мкс, 
О 0,3...1,4 мкс 
Предельно допустимые режимы эксплуатации 
Напряжение питания ............ ен енененьья =(5,7...6,9) В 
Входное напряжение на частоте } <100 кГц.............. 3,15...3,5 В 
‘Длительность фронта входного импульса ................ <0,1 мкс 
Длительность входного импульса ......... зеленые, 0,2...0,4 мкс 
Сопротивление нагрузки .............. ее ньенньь >| кОм 
Температура окружающей среды ............. у. .ьь.. —45...+85°С 


К119ГГТ, КР119ГГ1 


Микросхемы представляют собой мультивибратор с самовозбуждением. Пред- 
назначены для генерирования импульсов прямоугольной формы. Выполнены по’ 
симметричной схеме с коллекторно-базовыми связями. Для уменьшения длительно-' 
сти спада и скважности выходных импульсов применена схема с отключающими 
диодами УО1, УБ4. Для улучшения частотных свойств микросхемы применена не- 
линейная отрицательная обратная связь через диоды УРГ и УБЗ. Длительность 
выходного импульса может составлять от 2 до 1000 мкс в зависимости от емкостей 
конденсаторов С/ и С2. Корпус К119ГГ! типа 401.14-4, масса не более 0,8 г, 
КР119ГГ1 — типа 201.14-1, масса не более | г. 


КИЯГАЯ, ИРИЯГГУ 


Выхой 


1'119Г/7 
КРИЯГГУ 


Электрическая схема ИМС К!119ГГ1, Типовая схема включения 
КР119ГГ1 ИМС К!19ГГ1, КР119ГГ1 


Назначение выводов К119ГГ1, КР119ГГТ: 2, 11 — выходы; 3, 5 — общие; 4, 6 — 
входы; 9, /3 — для подключения времязадающего конденсатора; [0, 12 — напряже- 
ние питания (-- Оп). 


78 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ......... ен. ЗВ...+10% 

Амплитуда выходного напряжения в режиме автогенерации 

при И=Э В с а >1,2 В 

Ток потребления в режиме автогенерации при (/л=3ЗВ .. <5мА 

Длительность фронта выходного импульса в режиме авто- 

генерации при Ип=3 В ............. нее нньениньнья <0,5 мкс 

Длительность среза выходного импульса (от уровня 0,9 до 

уровня 0,3) в режиме автогенерации при Ип=3ЗВ ........ < 1,6 мкс 

Длительность импульса в режиме автогенерации при 

ЗВ о ое 7...25 мкс 
Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания ................ ее еининения 2.7.3.9: В 

Длительность входного импульса ............ у енаь, 2...100 мкс 

Сопротивление нагрузки .............. ее ененнньья >3 кОм 

Температура окружающей среды .............. нее. —45...+85°С 


К119ДА1, КР119ДА1 


Микросхемы представляют собой детектор АРУ. Предназначены для детекти- 
рования АМ-сигналов. Выполнены по схеме удвоения с эмиттерным повторителем 
на транзисторах УТ! и УТ?2 (в диодном включении). Функцию параллельного диода 
выполняет транзистор УТ2, последовательного диода — транзистор УТ/. Корпус 
К119ДА! типа 401.14-4, масса не более 0,8 г, КР119ДА1 — типа 201.14-1, масса не 
более | г. 


КИДАЙ, КРЗДА7 


у), р Уд и72 
9 ВиХой 


Электрическая схема ИМС К!119ДА!1, КР119ДА1 


Назначение выводов К119ДА1, КР119ДАТ: 2, 1/2 — для создания последова- 
тельного диода из транзистора УТГ; 10 — напряжение питания (— Ип); 9 — выход 
эмиттерного повторителя; // — вход. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ..................... —6,3=10 % 
Ток потребления при Ип=— 6,3 В, Овх=2 В, }=1О0 кГц ... <2 мА 
Коэффициент передачи напряжения при Ип=— 6,3 В, 

Овх1=1,8 В, Овхо==2 В, }=10 кГц ....... еее неньнь >0,6 
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Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания ......... ен. . о аа —(5,7...6,9) В 
Входное напряжение ............... ее енениенни <3В 
Верхняя граничная частота ............ зе еененьн. <20 кГц 
Нижняя граничная частота ......... лее ееньнньь, >5 Гц 
Температура окружающей среды .................... —45...+85 °С 


К119КПТ, КР!1ЭКП1 


Микросхемы представляют собой схемы коммутатора (транзисторный ключ). 
Резисторы Ю[ и Ю2 образуют цепь управления ключом, а резисторы Ю3 и Ю4 — 
сопротивление нагрузки. Вывод 2 является расширительным входом. Корпус 
КИЭКП! типа 401.14-4, масса не более 0,8 г, КР119КП1 — типа 201.14-1, масса не 
более | г. 


КИЯКИИ, ИРИФАЙ 


12 7 
‘Рхой ис 
7,7 5 
Выхой 
Электрическая схема ИМС К!19КПТ, Типовая схема включения ИМС 
КР119КП1 К!19КП1, КР!19КП1 


Назначение выводов К119КЛП1, КР119КП1: 2 — расширительный вход; 3 — вы- 
вод эмиттера; 5 — вход 1;9 — выход; [2 — вход 2; [/—напряжение питания (-- Ил). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ..................... 3В-10 % 

Выходное напряжение при Ип=3 В, Ивх= Оп ........... <0,4 В 

Ток потребления при Ип=3 В, Овх= Ип .....: ее <3 мА 

Ток утечки на выходе при Ип=3 В, ОИвх=0 ............... <10 мкА 
Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания ............ еее нееиьнне +(2,7...3,3) В 

Входное напряжение: оао <-+3В 

ВХОДНОЙ ТОК. аа ооо ааа <1 мА 

Температура окружающей среды .......... нь .. —45...+85 °С 


К119МА1, КР119МА1 


Микросхемы представляют собой регулирующий элемент АРУ, состоящий из 
четырех транзисторов (два в диодном включении) и одного резистора (с двухкаскад- 
ным делителем, параллельные плечи которого образованы диодами). Предназначены 
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для работы в качестве аттенюатора с регулируемым коэффициентом передачи за 
счет изменения дифференциального сопротивления диодов в зависимости от прохо- 
дящего через них тока регулирования. Корпус типа 401.14-4, масса не более 0,8 г, 
КР119МА1 — типа 201.14-1, масса не более | г. 


АИЯМАТ, ПРИЗМА 


2 
Электрическая схема ИМС К119МА1, КР119МА1 


Назначение выводов К119МА1, КР119МА1: 2 — вывод эмиттера транзистора 
УТ] (вход); 3 — вывод эмиттера транзистора УТЗ; 4 — общий вывод связанных 
коллектора и базы транзистора УТ4; 5 — выход; 6 — вывод коллектора транзистора 
УТ2; 9 — вывод эмиттера транзистора УТ2 (регулировка коэффициента передачи); 
11 — вывод базы транзистора УТ2 (вход); 12 — вывод базы транзистора УТ.. 


Электрические параметры 


Коэффициент ослабления напряжения при Ивых=2 мВ, 


Г ПО о еее 2...9 

Глубина регулирования коэффициента ослабления напря- 

жения (вых=2 мВ, /[г=100 мкА, }=10 кГц .............. >5 
Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Входное напряжение .............. у енньь: ЕЕ <0,5 В 

Верхняя граничная частота ......... ее неенненя <100 кГц 

Сопротивление нагрузки ............ еее ееннньень >3 кОм 

Температура окружающей среды ............. ль... —45...+85°С 


К119П ПТ, КР119 1 П1 


Микросхемы представляют собой диодный мост, состоящий из двух пар после- 
довательно соединенных диодов (переходов коллектор-база транзисторов). Пред- 
назначены для работы в качестве выпрямителя. Корпус К119ПП{| типа 401.14-4, 
масса не более 0,8 г, КР119 ПП! — типа 201.14-1, масса не более | г. 
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АПЯЛИТ, КРАЯ 


АЯ Вей 
ПРИЗ] & 


Электрическая схема ИМС К!191П1, Типовая схема включения ИМС 
КР119ПП1 К!191ПП1, КР119ПП1 


Назначение выводов К119ПП1, КР1191ПП1: 3, /3 — выходы; 4, [| — входы; 5, 6 
и /3 — выводы коллекторов транзисторов У74, УТ2 и УТЗ. 


Электрические параметры 


Ток утечки на выходе при Иобр=6,3 В, Юн=оо ........... <10 мкА 

Коэффициент передачи напряжения в режиме выпрямления 

прин ОКЕ а опоре >0,5 
Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Входное напряжение ............... зу еененееьнаеная <7В 

Ток нагруЗкЙ» зон я <7 мА 

Верхняя граничная частота ............ у ененнеь- <0,5 МГц 

Сопротивление нагрузки ............ еее ьненнььня. >1,5 кОм 

Температура окружающей среды ...................... —45...-85 °С 


К119 СВТ, КР119СВ1 


Микросхемы представляют собой ключевой элемент, работающий по принципу 
токового ключа. Состоят из генератора тока на транзисторе УТ2, токового переклю- 
чателя на диодах УГ и УБ2? и схемы управления генератором тока на транзисторе 
УТГ. Предназначены для работы в качестве аналогового ключа, коммутирующего 
отрицательное напряжение. Корпус К119СВ1 типа 401.14-4, масса не более 0,8 г, 
КР119СВ1 — типа 201.14-1, масса не более | г. 


А/7/987, КРИ9РВУ 


Электрическая схема ИМС К!19СВ1, КР119СВ1 
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Назначение выводов К119СВ1, КР119СВ1: 2 — напряжение питания (— Оп); 
3— выход; 4 — вывод эмиттера У7Т2; 5 — общий; /0 — вход 1; 13 — вход 2. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... ее. —6,3 В+10 % 
Выходное напряжение покоя при Ит=— 6,3 В, Ивх1= Ил, 
(Оьх2—=0 о <0,4 В 
Ток потребления при Ип=— 6,3 В, Ивх!= Ил, Ивха=0 ..... <3ЗмА 
Коэффициент передачи при Ивх!= Ил, Ивх2=—1 В ...... —>0,65 
Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания ........... еее нененененьь. —(5,7...6,9)В 
Входное напряжение: 

вх! еее —6,3 В 

(ьх2 Е —4 В 
Сопротивление нагрузки .......... ее енееннниья >10 кОм 
Температура окружающей среды ...................... —45...85 °С 


К11ЭССТА, К119ССТБ, КРТ1ЭССТА, КР119СС1Б 


Микросхемы представляют собой активный элемент схем частотной селекции, 
состоящий из усилителя с единичным коэффициентом усиления на транзисторах 
УТ! — УТЗ (эмиттерные повторители) и отдельного эмиттерного повторителя на 
транзисторе 74. Предназначены для работы в составе активных ЮС-фильтров 
нижних и верхних частот, а также в полосовых фильтрах, добротность звеньев кото- 
рых не превышает 10. Корпус К119ССКА, Б) типа 401.14-4, масса не более 0,8 г, 
КР119СС((А, Б) — типа 201.14-1, масса не более | г. 


АЛЯ СЕХ (А, 5), КРУГУ (, 5.) 


Электрическая схема ИМС К119СС(К(А, Б), КР119СС ЦА, Б) 


Назначение выводов К119СС1(А, Б), КР11ЭССТ(А, Б): /, 2 — выводы эмитте- 
ра транзисторов УТ/ и УТ2; 3 — общий; 4 — выход; 10 — вывод базы транзистора 
УТ4; 11 — напряжение питания (-{ Ил); 12 — вход; 13 — вывод эмиттера транзисто- 
ра УТ2; 14 — вывод базы транзистора УТ. 

Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания ...............:.... 12 В 10 % 
Ток потребления при Ип=12 В, Ивх=1 В, [=1кГц ....... <3,5 мА 
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Коэффициент усиления напряжения ................... 
Входное сопротивление при Ип=12 В, Овх=1 В, {=1 кГц: 
> ЮТУ ЕА. зоо обоев ое 
О 
Коэффициент гармоник при Ип=12 В, Ивых=2 В, }=1 кГц 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания ................ лен енеееньнья 
Обратное входное напряжение ............... нь, 
Температура окружающей среды ...................... 


К119СС2, КР119СС2 


>0,95 


—>300 кОм 
>150 кОм 
<2% 


=(10,8...13,2) В 
<2В 
—45...+85 °С 


Микросхемы представляют собой активный элемент схемы частотной селек- 


ции, состоящий из трех раздельных каскадов, двух эмиттерных повторителей на 
транзисторах УТ/, УТЗ и усилителя на транзисторе УТ2. Предназначены для по- 
строения схем частотной селекции, линий задержки, дифференциальных усилите- 
лей, усилителей низкой частоты, фазовращателей. Наличие выводов из каждой 
точки схемы обеспечивает универсальность ее применения. Корпус К119СС2 типа 
401.14-4, масса не более 0,8 г, КР119СС2 — типа 201.14-1, масса не более | г. 


17/92, ИРЯЯ СР 


Электрическая схема ИМС К!19СС2, КР119СС2 


Назначение выводов К119СС2, КР119СС2: / — вывод эмиттера транзистора 


УТ2; 2 — вывод коллектора транзистора УТ2; 3 — напряжение питания (вывод кол- 
лектора транзистора УТ/); 4 — вывод эмиттера транзистора УТ /; 7 — выход (вывод 
эмиттера транзистора УТЗ); $8 — вывод базы транзистора УТЗ ; 9— напряжение 
питания (вывод коллектора транзистора УТ3): 10 — вход; 1/1 — вывод базы транзи- 
стора УТ2; 13 — напряжение питания (-- Ил ). | 
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Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания ..................... 


Коэффициент усиления напряжения при Ип=12 В, Овх=1 В, 


т 
Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания ............ еее ннннье 
И 
Диапазон рабочих частот при подключении входных и вы- 
ходных разделительных конденсаторов ................. 
Температура окружающей среды ............ неее. 


12 В 10 % 
>0,95 
=(10,8...13,2) В 
<! мА 


5...20.103 Гц 
—45...4+85 °С 


К1ТЭТЛТ, КРТ1ЭТЛ1 


Микросхемы представляют собой триггер Шмитта с диодной эмиттерной 
связью и эмиттерным повторителем на транзисторе УТЗ на выходе для увеличения 
нагрузочной способности. Предназначены для работы в качестве индикатора пере- 
хода входного напряжения через нулевое состояние, формирователя прямоугольных 
импульсов; уровень (порог) его срабатывания выбирается ‘подачей смещения на 
выводы /2 и 13 или установкой стабилитрона последовательно со входом. Корпус 
К119ТЛ1 типа 401.14-4, масса не более 0,8 г, КР119ТЛТ — типа 201.14-1, масса не 
более | г. 


АПЯТЛУ, №РЛ9 77 


. 7:7. Типовая схема включения ИМС 
Е ив К119ТЛ1 


ИТГ 2% й ы 


С Электрическая схема ИМС К!19ТЛ1 


Назначение выводов К119Т/Л1, КР119ТЛ1: 3 — напряжение питания (— Ип); 
4— вывод базы транзистора УТ2; 6 — выход; 7, 10 — напряжение ‘питания (-- Оп); 
11 — вывод эмиттеров транзисторов УТ/, УТ2 и УТЗ; 13 — вход. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .......... у ннньь 38-10% 

Напряжение срабатывания (отпускания) при Ип=-3В . 0,1 В 

Напряжение гистерезиса при Ип=-3ЗВ ................ <0,1 В 

Выходное напряжение в режиме отпускания при Ит=-3 В, 

Овх=0,15 В ая оо ореола ея о а пе >0,9 В 

Остаточное напряжение при Ип=-3 В, Ивх=0,15 В ..... >16 В 

Ток потребления при Ип=-3 В, Ивх=01В............. <5 мА 
Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания ........... еее кенненииь ==(2,7...3,3) В 

Входное напряжение }=100 кГц ........ еее . <15В 

Температура окружающей среды .......... нь е. —45...+85 °С 


К119УЕТ, КР119УЕ1 


Микросхемы представляют собой эмиттерный повторитель, выполненный на 
транзисторах УТ/ и УТ4 с непосредственной связью. Предназначены для работы в 
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качестве согласующего или буферного каскада с сохранением постоянной состав- 
ляющей сигнала; для компенсации прямого напряжения на участке база-эмиттер 
УГ Ги УТ4 применена компенсирующая цепочка из диодов (переходов эмиттер-база 
УТ2 и ТЗ). Корпус К119УЕ1 типа 401.14-13, масса не более 0,8 г, КР119УЕТ — типа 
201.14-1, масса не более [ г. 


ИЯЧЕТ, КРУЛ9ЧЕУ 


Выхой 


Электрическая схема ИМС К!19УЕТ, Типовая схема включения ИМС 
КР!19УЕ1 К119УЕ1Т, КР113УЕ1 


Назначение выводов К119УЕ1Т, КР119УЕТ: 2 — вывод эмиттеров транзисторов 
УТГи УТ2; 3 — вход; 4 — напряжение питания (-- Ип); 5 — общий; 6 — вывод эмит- 
тера транзистора УТ; 9, 12 — напряжение питания (— Оп); 10 — выход. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ..................... +3 В==10 % 
Максимальное выходное напряжение при Ип = 3 В, 

КИ КЕ ТО ола >0,5 В 
Выходное напряжение покоя при Ип=-3 В, Овх=0 ..... 0,2 В 

Ток потребления при Ип=-3 В, Овых=0,3 В или Ивх==0,375 В, 

Е о онл <2,5 мА 


Входное сопротивление при Ип=-3 В, Овх=0,3 В, }=1 кГц 210 кОм 
Коэффициент усиления напряжения при Ип=-3 В, 

Овых=0,3 В или Овх=0,375 В, =1 Г ооо >0,7 
Температура окружающей среды .......... нь... —45...+-85 °С 


К119УИ1, КР119УИ1 


Микросхемы представляют собой двухкаскадный видеоусилитель с непосред- 
ственной связью (первый каскад с общим эмиттером, второй — эмиттерный повто- 
ритель). Предназначается для усиления импульсов отрицательной полярности по 
напряжению и мощности. Корпус К119УИ! типа 401.14-4, масса не более .0,8 г, 
КР!19УИ1 — типа 201.14-1, масса не более 1 г. 
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АУУ, ИРИЗУИЯ 


Выхоб 
171947 
Электрическая схема ИМС К!19УИТ, Типовая схема включения ИМС 
КР119УИ1 К119УИ1, КР119УИ1 


Назначение выводов К119УИ1, КР119УИТ1: 2 — вход; 3, 5 — общие: 4 — выход 
первого каскада; 9 — выход; // — напряжение питания (-- (т). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ..................... 6,3 В =10 % 

Максимальное выходное напряжение при Ил == - 6,3 В, 

в —>0,7 В 

Ток потребления при Ип = 6,3 В, Ивых = 250 мВ или 

ео 1 о <2мА 

Коэффициент усиления напряжения при Ип = 6,3 В, 

Овых = 250 мВ или Цвх == 78 мВ, [=10 кГц .............. 2...5 

Входное сопротивление при Ип = 6,3 В, Овх = 100 мВ, 

О ера >4 кОм 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания ............. ле илененненненья = (5,7...6,9) В 

Входное напряжение .............. ее нньна,. ан <0,3 В 

Обратное входное напряжение .............. еее, <2 В 

ВХОДНОЙ ПО ао лая <1| мА 

Верхняя граничная частота .......... ее еннеьна <100 кГц 
Нижняя граничная частота ........... ее нньнь. >5 Гц 

Сопротивление нагрузки ..................: ана —>5 кОм 

Температура окружающей среды ....................... — 45...+85 °С 


К11ЭУНТ, КР11ЭУН1 


Микросхемы представляют собой входной усилитель, выполненный на одном 
транзисторе с общим эмиттером, с отрицательной обратной связью по постоянному 
(резисторы Ю4 и Ю5) ипеременному (резистор А4)току. Предназначены для усиления 
сигналов низкой частоты. Коэффициент усиления может быть увеличен до 20...27 дБ 
при подключении между общим выводом и выводом 3 внешнего резистора обратной 
связи через развязывающий конденсатор. Корпус К119УН!] типа 401.14-4, масса не 
более 0,8 г, КР119УН! — типа 201.14-1, масса не более | г. 
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ИИЯЧИУ, КРУ 


$ 9 
`вкоб Ви/хоб 
Электрическая схема ИМС К!19УН1, Типовая схема включения ИМС 
КР119УН1 К119УН!, КР119УН1 


Назначение выводов К119УНТ, КР119УН1: 3 — питание ( — Оп); 4 — вход; 5 — 
выход; /3 — напряжение питания (-{ Оп). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .................ьь. 6,3 В+ 10 % 
Максимальная амплитуда импульсов выходного напряжения 
при Ин = 6,3 В, Овх =1В, =1...2 мкс, }=2 кГц, 


Е >2В 
Ток потребления при Ип = 6,3 В, Овых == 1,5 В или Ивх = 
р <6бмА 
Коэффициент усиления напряжения при От = 6,3 В, 

Овых == 1,5 В или Оьвх = 0,3 В, В = 1...2 мкс, { =2кГц ....  4...10 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания ............ еее еиеннния =(5,7...6,9) В 
Входное напряжение .................. оне кионюнанен 0,1...1 В 
Длительность входного импульса ........ у ьееьнье. 0,3...500 мкс 
Сопротивление нагрузки ........... лень ньнньннь я >| кОм 
Температура окружающей среды ........... нь. . — 45...85 °С 


К119УН2, КР119УН2 


Микросхемы представляют собой усилитель переменного тока, состоящий из 
двух каскадов: усилителя УТ! с общим эмиттером и эмиттерного повторителя с 
непосредственной связью (У72). Усилитель охвачен обратной связью по напряже- 
нию (резистор Ю/) и потоку (резистор ЮЗ). Входное сопротивление усилителя может 
быть увеличено до 5...6 кОм путем подключения конденсатора между выводом /3 и 
общим выводом. Корпус К119УН2 типа 401.14-4, масса не более 0,8 г, КР119УН2 — 
типа 201.14-1, масса не более | г. 
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1119442, КРУГУ 


Электрическая схема ИМС К!19УН2, КР119УН?2 


Назначение выводов К119УН2, КР119УН?: 2 — выход; 3 — напряжение пита- 
ния ( — Оп); 4, 13 — напряжение питания (- Ип); 5 — вход; 9 — общий; 1/0 — вывод 
коллектора транзистора УТ/. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............. нь, 6,3 В-10 % 

Максимальное выходное напряжение при Ип = 6,3 В, 

Овых =0,25 В или Ивх = 25 мВ, {=10 кГц ................ —>0,7 В 

Ток потребления при Ип = 6,3 В, Ивых = 1,5 В или 

ее р <2,5 мА 
Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания ............ еее нння -=(5,7...6,9) В 

Входное напряжение ............... еее нненьньн <0,5 В 

Обратное входное напряжение .............. ее: <1 В 

ВХОДНОЙ ТОК оао ое ныи <1 мА 

Верхняя граничная частота ............ еее ееньых. <100 кГц 

Нижняя граничная частота ......... еее неннне. >5 Гц 

Сопротивление нагрузки ........... ее ееененьея >1,5 кОм 

Температура окружающей среды ................... — 45...85 °С 


К119УТТ, КР11ЭУТ1 


Микросхемы представляют собой усилитель постоянного тока, выполненный по 
параллельно-балансной схеме на транзисторах УТ/ и УТ2. Предназначены для 
усиления постоянного и переменного тока. Коэффициент усиления может быть уве- 
личен до 25...27 дБ при подключении между выводами 2 и 9 внешнего резистора. 
Корпус К119УТ! типа 401.14-4, масса не более 0,8 г, КР11ЭУТ! — типа 201.14-1; 
масса не более | г. 
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А7794 ТУ, №9977 


1719477 
ИР//99 7 


Вхоб 
Выход 
Электрическая схема ИМС К!19УТ1; Типовая схема включения ИМС 
КР119УТ1 К!119УТ1, КР119УТ1 


Назначение выводов К119УТТ, КР119УТ1: 2 — напряжение питания ( — Ип); 
3— вывод коллектора транзистора УТ/; 4 — вход; 5 — общий; 6 — выход; 8, 9 — 
напряжение питания (-{- Оп); 10 — вывод базы транзистора УТ2; /1 — вывод эмит- 
тера транзистора УТ2; 12 — вывод эмиттера транзистора УТ. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........ неее. + 6,3 В 10% 
Максимальное выходное напряжение при Ип = 6,3 В, 

ты ОКЕ, А 09 оо ао —>0,6 В 

Ток потребления при Ип = + 6,3 В, Ивых=250 мВ или 

(ьх=60 мВ, | =10 кГц а а 6 аа а аа еек <2,5 мА 
Коэффициент усиления напряжения при Ип=-6,3 В, 

Овых=0,25 В или Овх=60 мВ, {=10 кГц... ... 3:6 

Входное сопротивление при Ип==-+6,3 В, Ивх=100 мВ, 

О >4 кОм 


Предел ьно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания ......... ие ененетинньнь, -=(5,7...6,9) В 
Входное напряжение ............. еее нятнинь, <0,3 В 
Обратное входное напряжение ............ нь. . <2 В 

ВХОДНОЙ ТОК ооо <1 мА 
Верхняя граничная частота ........ т <200 кГц 
Нижняя граничная частота .......... ее ениньнья —>5 Гц 
Сопротивление нагрузки ........... еее ьеннння >10 кОм 
Температура окружающей среды ........... нь. . — 45... +85 °С 
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Серия К122 


В состав серии К122 входят: 
К122УН1А — КИ2УН1Д — двухкаскадные усилители электрических сигна 


лов; 
К122УНЗА — К122УН2В — каскодные усилители электрических сигналов. 


Общие рекомендации по применению 


У микросхем К122УН] не используются выводы 9, 5 и 10, у микросхем 
К122УН2— вывод 3. Эти выводы служат для расширения функциональных возмож- 


ностей микросхем. 


К122УНТА, К122УНТУБ, К122УН1В, К122УН1Г, 
К122УН1Д 


Микросхемы представляют собой усилители электрических сигналов малой 
мощности. Корпус типа 301.12-1. Масса не более 1,5 г. 


12247 (Я-Д) 


К 4 7 


#714 
#00 


7 
Электрическая схема ИМС К!22УН1 


Назначение выводов: / — общий вывод; 3 — вывод эмиттера УТ2); 4 — вход; 5, 
11 — фильтр; 7 — питание (-- Оп); $ — резистор; 9 — выход; 10 — делитель. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания: 
К122УН1А, К122УН1Б ............ и ньлннние, 6,3 В-+10 % 
К122УН1В — К122УН!Д............. а ннньнь, 12.6 В-10 % 

Выходное напряжение покоя: 

2.4...3,8 В 


К!122УНТА, К!122УНЦБ при И,=63В............... 
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К122УН1В — К!22УН1Д при Ип=12,6 В ............ 7...9 В 
Напряжение шумов, приведенное ко входу: , 

К!122УН1А, К122УН1Б при Ип==6,3 В, {=40 кГц ..... <4 мкВ 

К122УН1В — К!22УН1Д при Ип=12,6 В, {=40 кГц... <4мкВ 
Ток потребления: 

К122УНЛТА, К122УНЦБ при Ип=63 В ............... <3,5 мА 

К!122УН1В — К!22УН1Д при Оп=12,6 В ............ <5мА 
Коэффициент усиления напряжения: 

при Ип==6,3 В, Овх=1 мВ, {=12 кГц: 


КОЗУ Ноа ен вова 2250 

КУБ: о ое >400 
при Ип=12,6 В, Ивх=1 мВ, |==12 кГц: 

КУН орала >350 

К 22 НЕЕ рр ван 2500 

КУН оо ааа >800 


Изменение коэффициента усиления напряжения: 
К122УН1А, К122УН1Б при Ип=6,3 В, Ивх=1 мВ, 


О К ео ео +50 % 
К122УН1В — К!22УН1Д при Оп=12,6 В, Ивх=1 мВ, 
О О ее +60 % 
Коэффициент гармоник: 
К122УНЛА, К122УН1Б при Ип=6,3 В, }=12 кГц ..... <5 % 


К!122УН1В — К122УН[Д при И,=12,6 В, {=12 кГц... 55% 
Верхняя граничная частота: 
при И н=6,3 В, Ивх=40 мВ для 


К2УНТА,. К122УЩЬ: ааа >100 кГц 
при Ип=12,6 В, Овх=40 мВ: 
КОЗУ НТВ, В 122УНЕ оне >100 кГц 
КУН ао оо >80 кГц 
Входное сопротивление: 
К122УНТА, К122УНТБ при Ип=6,3 В, Ивх=1 мВ, >2 кОм 
ЕО КГЦ р ооо 
К122УН1В — К122УН[Д при Ип=12,6 В, Ивх=1 мВ, 
т >2 кОм 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания: 


КР ПАС КУ ЕТЬ оао ета 5,7...6,3 В 
К!22УН1В — К!22УН1Д............. Е 11,4...13,9 В 
Максимальная рабочая частота ............ ен, 5 МГц 


Температура окружающей среды ............... у... —45...+85°С 


К122УН2А, К122УН?Б, К122УН2В 


Микросхемы представляют собой каскодный усилитель электрических сигна- 
лов малой мощности низкой частоты. Корпус типа 301.12-1. Масса не более 1,5 г. 


^722442 (А-В) 


Электрическая схема ИМС К!22УН2 


Назначение выводов: / — общий вывод; 9 — вход 1-го каскада; 4 — вход 2-го 
каскада; 7 — питание (-- Ип); $ — резистор; 9 — выход; 11 — фильтр. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания: 


А а 4 В 

К 22525, К122УН2В: роза 6,3 В 
Выходное напряжение покоя: 

К122УН2А при Ип=4В ........... зн еенненьььяя 2,4...3,8 В 

К!122УН?5Б, К!122УН2В при Ип=6,3В ............... 3,8...5,5 В 
Напряжение шумов, приведенное ко входу: 

К122УН2А при Опа В. ее <10 мкВ 

К122УНЭБ, К122УНЗВ при Ин=6,3 В ............... <!0 мкВ 
Ток потребления: 

К122УН2А при Ип==8 Веро риаь <2 мА 

К122УН2Б, К122УН?ЗВ при Ин=6,3 В ............... <3 мА 


Коэффициент усиления: 
при Ин==4 В, Ивх=1 мВ, {=12 кГц для 
КУН ооо >15 
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при Ип==6,3 В, Овх=1 мВ, {=12 кГц: 


КБ оо осевая >25 
КО НОВ. ооо >40 
Коэффициент гармоник: 
К122УН2А при Ип==4 В, }=12 кГц ....... лье. <5 % 
К!22УН2Б, К122УН2ЗВ при Ип=6,3 В, }=12 кГц ..... <5 % 
Верхняя граничная частота: 
К122УН2А при Иг=4В, Ивх=1 мВ ........ лье. >90 кГц 
К122УНЖБ, В) при Ип=6,3 В, Ивх=1 мВ ............ —>90 кГц 
Входное сопротивление: 
К122УН2А при Ип=4 В, Ивх=1 мВ, {=12 кГц ........ >90 кОм 
К122УН2ЗБ, К122УН2В при Ин=6,3 В, Ивх=1 мВ, 
и - >90 кОм 
Выходное сопротивление: 
К!122УН2А при Ип=4 В, }=12 кГц ......... не. 1,2...3 кОм 
К!122УН2Б, К122УН?2В при Ин=6,3 В, }=12 кГц ..... 1,2...3 кОм 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания: 


КУН А ооо ааа 3,6...4,4 В 

К!22УН?ЗБ, К122УН2В ......... а 5,7...6,9 В 
Максимальная рабочая частота ............ уе нееньь. о МГц 
Температура окружающей среды ............ нее. —45...+85 °С 


Серии К123, КР123 
КТ2ЗУНТА, К12ЗУНТБ, К12ЗУН1В, КР12ЗУНТА, 
КР12ЗУНТБ, КР12ЗУН1В 


Микросхемы представляют собой усилители низкой частоты. Различаются 
между собой типом корпуса, коэффициентом усиления и полосой пропускания час- 
тот. Содержат 18 интегральных элементов. К12ЗУНТА — К123УН1В имеют метал- 
лостеклянный корпус типа 401.14-4.0] (типоразмер 4105) и массу не более 0,6 г, 
КР12ЗУН1А — КР!23УН1В — пластмассовый корпус 201.14-1 (типоразмер 2102) и 
массу не более | г. 
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(4* дх* 


Электрическая схема ИМС К!123УН1, Типовая схема включения ИМС 
КР123ЗУН! К12ЗУН1, КР12ЗУН1: С1=1/оК/; 


С2 =10-3%, Ф; Сб =1/®Ю4 


Назначение выводов: / — вход; 2, 4 — 6, 12, 13 — технологические; 9, 7 — об- 
щий; 9 — выход; /0 — питание (-- Ил). 


Общие рекомендации по применению 


При проведении монтажных операций допускается не более трех перепаек. 

При использовании ИМС с входным сопротивлением менее 10 кОм допускается 
их включение без резисторов А 1; при этом выводы / и 2 должны быть замкнуты. 

Изменение коэффициента усиления напряжения в диапазоне частот может осу- 
ществляться подключением элементов А2, Юз, С4, С5. 

Допустимое значение статического потенциала 100 В. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .......... нее. 6,3 В 10% 
Выходное напряжение при Ип=6б6,3 В, Ивх=10 мВ, =| кГц  0,2...0,6 В 
Ток потребления при Ип=6,9 В ........... нение, <15 мА 
Коэффициент гармоник при Ип=5,7 В, Ивых==0,5 В, 

КОВ ОМ оо а ас еее <2% 


Коэффициент усиления напряжения при Ип=б,3 В, 
Овых=0,5 В, {=1 кГц, Юг—=0,6 Ом: 


Я 300...500 
КР ОЗУНТБ: Зо оао оны 100...350 
КОЗУ ЕВ оо ева 20...120 


Относительная нестабильность коэффициента усиления 
напряжения при Ип=6б6,3 В, Ивых=0,5 В, 


{=1 кГц: 
О — 5...415 % 
Е О — 20...45 % 
Полоса пропускания при Ип=6,3 В, Ивх=1 мВ, Аг =0,6 Ом: 
КРУ НЕА ооо ьв 20...5. 105 Гц 
КР12ЗУН1Б ....... нии инь 20...1.106 Гц 
КРОЗУН В: оао ниаа а 20...6,5. 108 Гц 
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Входное сопротивление при Ит=6,3 В, Овх=1 мВ, |=1 кГц 210 кОм 


Выходное сопротивление при Ип=6б6,3 В, Ивых==0,5 В, 
о <0,1 кОм 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания .............. зе еенеенненннее 5,7...5,9 В 
Входное напряжение ............... еее енененнея 0,01 В 
Сопротивление нагрузки .............. зе ленеененнье 0,5 кОм 
Полоса пропускания: 
КЗ ео ев 5...2,5 -106 Гц 
КРЕЗЗУН!В ........ нии иле ниначания, 5..5 106 Гц 
КРЕОЗУ НЕВЕ оо вало вена 5...10.108 Гц 
Температура окружающей среды ...................... —45...{+85°С 


Серии К140, КР140 


Микросхемы серий К140, КР140 — операционные усилители (ОУ), представля- 
ют собой многоцелевые усилители постоянного тока обычно с двумя входами (инвер- 
тирующим и неинвертирующим), имеющие большой коэффициент усиления по на- 
пряжению, высокое входное и низкое выходное сопротивления. Наличие большого 
коэффициента усиления позволяет применять глубокую отрицательную обратную 
связь и получать при этом характеристики, которые будут определяться только 
внешними пассивными элементами цепи обратной связи. По способу компенсации . 
дрейфа нуля различают ОУ с параметрической компенсацией и с промежуточным 
преобразованием сигнала (импульсная стабилизация), т. е. типа МДМ (с модуля- 
цией, последующим усилением и демодуляцией). 

В соответствии с целевым назначением ОУ подразделяются (ГОСТ 4.465 — 86) 
на усилители средней. точности (универсальные или общего применения), быстро- 
действующие, прецизионные, микромощные (регулируемые), с высоким входным 
сопротивлением, малошумящие, мощные, высоковольтные и многоканальные. К ОУ 
средней точности относятся ИМС типов К140УД1, К140УД2, К140УД5, К140УДб, 
К140УД7, К140УД16. 

Быстродействующие ОУ предназначены для создания различных устройств, 
требующих широкую полосу пропускёния и высокую скорость нарастания выходно- 
го напряжения без существенного ухудшения характеристик по постоянному току. 
Они отличаются от ОУ средней точности более высокими значениями скорости 
нарастания выходного напряжения и частоты единичного усиления }1. Улучшение 
частотных свойств у них обеспечивается за счет увеличения режимных токов в 
каскадах, что, однако, приводит к увеличению потребляемой мощности. К быстро- 
действующим ОУ относятся ИМС типов К140УД11, К154УДЗ, К154У ДА. 

Прецизионные ОУ предназначены для применения в контрольно-измеритель - 
ной аппаратуре для работы с сигналами малого уровня, имеют малые значения 
напряжения смещения нуля, дрейфа Исм и входного тока от температуры и во 
времени, высокие коэффициенты подавления синфазного сигнала и усиления, низ- 
кие уровни шумов. Они имеют улучшенные показатели температурных коэффици- 
ентов основных параметров. К прецизионным ОУ относятся ИМС типов К153У Д5, 
К140УД17. 

Микромощные ОУ (в том числе программируемые) имеют значения парамет- 
ров, не уступающие соответствующим параметрам ОУ средней точности, но отлича- 
ются от них меньшим потреблением и несколько худшими частотными свойствами. 
В микромощных программируемых ОУ (с управляемым смещением), например 
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К!140УД12, К1407УД2, К1407У ДЗ, мощность или ток потребления может регулиро- 
ваться за счет изменения тока покоя с помощью внешних резисторов. При этом 
можно изменять входное сопротивление, полосу пропускания и оптимизировать 
шумовые параметры путем согласования ОУ с сопротивлением источника сигнала. 
Возможность регулировки тока потребления позволяет ОУ работать при низких 
напряжениях питания. 

Многоканальные ОУ — это класс сдвоенных, строенных и счетверенных ОУ на 
одном кристалле, предназначенных для экономии объема и массы, снижения сто- 
имости и построения схем взаимной компенсации характеристик. 

Операционный усилитель с большим входным сопротивлением и малыми вход- 
ными токами имеют на входе каскады на полевых транзисторах (например, 
К140УД8, К140УД18, К140УД22, К140УД23, К544УД1) и позволяют получить опти- 
мальное сочетание параметров по быстродействию и точности. Недостатком их 
является повышенный температурный дрейф значений параметров см и /ъх, а 
также большие значения Исм. Для увеличения входного сопротивления и уменьше- 
ния входного тока на входе ОУ могут использоваться составные транзисторы по 
схеме Дарлингтона или транзисторы с весьма высоким усилением. Для обеспечения 
устойчивости к самовозбуждению (для предотвращения возникновения паразитных 
колебаний) при введении обратной связи требуется проведение частотной коррек- 
ции (компенсации) амплитудно-частотной характеристики. Ряд ОУ (К140УДб, 
К!40УД7) имеет встроенную цепь частотной коррекции (корректирующий конден- 
сатор), которая, однако, вызывает ограничение полосы пропускания и скорости 
нарастания выходного напряжения. В настоящее время выпускаются как компен- 
сированные, так и некомпенсированные варианты ОУ. Ошибки ОУ, возникающие 
из-за наличия напряжения смещения, устраняются цепями балансировки, обеспе- 
чивающими подачу компенсирующего напряжения на вход. В ОУ типов К140УДб, 
К140УД7, К153УД2, К544У Д2 имеется внутренняя цепь балансировки. Таким обра- 
зом, ОУ могут иметь выводы для осуществления частотной коррекции и регулировки 

см. 

Для ограничения выходного тока, возникающего в режиме короткого замыка- 
ния, в ОУ могут использоваться специальные вспомогательные схемы защиты (на- 
пример, у К140УД7). Достоинства и недостатки отдельных типов ОУ можно опреде - 
лить по электрическим параметрам (см. приложение 4). 


К140УДТА, К140УДУБ, 
К140УД1В, КР140УДТА, 
КР140УДТБ, КР140УД1В 


Микросхемы представляют собой операционные усилители средней точности, 
без частотной коррекции. Содержат 22 интегральных элемента. Корпус 
К140УД1А— К140УД1В типа 301.12-1, масса не более 1,5 г, КР140УДТА — 
КР140УД1В — типа 201.14-1, масса не более 1,5 г. 
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АФУДУ (Я-В) КРЯДУ (4-8) 


Условные графические обозначения ИМС К140УД1(А — В), КР140УДКА — В) 


Назначение выводов: 

К140УД1: / — питание ( — Оп); 2, 3, 12 — контрольные; 4 — общий; 5 — выхо 
’ — питание (-- Оп); 9 — вход инвертирующий; /0 — вход неинвертирующий. 

КР140УД1: 1 — питание ( — Он); 2, 4, 14 — контрольные; 5 — общий; 7 — в 
ход; 8 — питание (- Ип); 10 — вход инвертирующий; // — вход неинвертирующий. 


Общие рекомендации по применению | 


При одновременной подаче на входы ИМС синфазного и дифференциальном 
входных напряжений потенциал на каждом входе не должен превышать 1,5 Ви3 
для К140УД1А, КР14ОУД1ТА, а также 3 и 6 В для К!140УД1Б, К140УД1 
КР140УД1Б, КР140УД\В. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания: 
К140УД1А, КР140УДЦА .............. а ланнньи, +6,3 В +0,5 % 
К140УД1Б, КР140УД1В, КР!40УД1Б, КР!40УДИВ .. +126 В +0,5 % 
Максимальное выходное напряжение: 

при (/1=-+ 6,3 В, Юн == 5,05 кОм, Овх=-0,1 В: 
КО азот > +28 В 
КРИОУДЕА о ооо >3В 

при Ип=-+12,6 В, Кн = 5,05 кОм: 
К140УД1Б, К140УДВ, КР140УДБ, 


КР140УД1В 
при (Их = —0,1 | Е и Е —>б6 В 
К140УД1Б, К140УДИВ при (х = ОДВ............ >—5,7В 


Напряжение смещения нуля: 
при Ип-=- 6,3 В, Ан == 5,05 кОм для К140УДЛА, 


А и < 7 мВ 
при Из==-+ 12,6 В, А, = 5,05 кОм: 
К140УД1Б, К140УД1В, КР140УД1В ............ < +7 мВ 
КРУ ПБ о обо < +5 мВ 
Ток потребления: 
К140УДТА, КР140УДА............... у езеннньь < 4,5 мА 


К140У ДУБ, К140УД1В, КР!40УД1Б, КР140УД1В ... <10мА 
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Входной ток: 
при Ин==-6,3 В, Юн == 5,05 кОм для К140УДТА, 


КРОУДЬА по ро свела ... З7мкА 
при Ин=-Е 12,6 В, Юн = 5,05 кОм: 
КРАЗОУДТЬ, аи ина < 7,5 мкА 
К140УД1Б, К140УД1В, КР140УДВ ............ <9мкА 
Разность входных токов для К140УД1А — К! 40УД1В, 
КР140УДТА — КР140УД1В ................ нь. < 2,5 мкА 


Коэффициент усиления напряжения: 
при-Ип=-6,3 В, Ивх = 0,1 В, Юн = 5,05 кОм для 


К140УДТА, КР140УД1А...... еее 500 :..4500 
при Ин=- 12,6 В, Овх = 0,1 В, Юн = 5,05 кОм: 
КОЗУ ДЕБ лол Зи 1350...12000 
КРОУ ЛЕ: а аа 2000...12000 
К!140УД1В, КР140УД1В .............. ее > 8000 
Коэффициент ослабления синфазного входного напря- 
О > 60 дБ 
Средний температурный коэффициент напряжения сме- 
МеНИЯ: о ава < 60 мкВ /°С 
Средний температурный коэффициент разности вход- 
ных токов при Г = —45...-+25 °С .......... неее, < = 50 нА/°С 
Максимальная скорость нарастания выходного напря- 
жения: 
ОУ Дека > |1 В/мкс 
К!140УД1Б, К!140УД1В .......... у енееньннея > 3,5 В/мкс 
КР140УДПА .......... о оО >0,2 В/мкс 
КР140УДЦБ, КР140УД1В ...............енньь > 0,4 В/мкс 
Время установления выходного напряжения ............. < 1,5 мкс 
Входное сопротивление: 
К АОУДТА; КРАОУД ГА: ое 50 кОм 
К140УДТБ, К140УД1В, КР140УД1Б, КР140УД1В ... 30 кОм 
Выходное сопротивление ........... ее нееинень я 300.0 м 
Частота единичного усиления ........... уз еененньня, 0,1 МГц 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания: 


К140УД1А, КР140УД1А................... о < =6,6 В 
в предельном режиме ............. у еньььь, < =7 В 
К140УДТБ, К140УДВ, КР140УД1Б, КР140УД1В ... < 13,2 В 
в предельном режиме с учетом пульсаций ....... < +14 В 
Дифференциальное входное напряжение ................ < =1В 
в предельном режиме ........... ее еенеееннне 1,2 В 
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Синфазное входное напряжение: 


К140УД1А, КР140УДА............. зе ееннььь. < ЗВ 
в предельном режиме ............. у ьнньнь. < =3,3 В 
К140УДУБ, К140УД1В, КР140УДБ, КР140УД1В ... < =6В 
в предельном режиме .............. уу ьььнь, < 6,3 В 
ВЫХОДНОЙ ТОК. оао расе <2мА 
в предельном режиме ............ у чьнннннныь < 2,5 мА 
Температура окружающей среды: 
т — 45... 85 °С 
ВРОДЕ ое — 45... 70 °С 


К140УД2А, К140УД2Б 


Микросхемы представляют собой операционный усилитель средней точности с 
составными транзисторами на входе, без частотной коррекции. Содержат 47 интег- 
ральных элементов. Корпус типа 301.12-1. Масса не более 1,5 г. 


1740942 (А, 6) 


Условное графическое обозначение ИМС К140УД2 (А, Б) 


Назначение выводов: / — питание (—Ип); 2 — коррекция 1; 5 — выход; 7 — 
питание (-- Ип); 8 — коррекция 2; 9 — вход инвертирующий; 10 — вход неинвертиз 
рующий; // — коррекция 3; 12 — коррекция 4. ‹ 


Общие рекомендации по применению 


Не рекомендуется подводить какие-либо электрические сигналы к выводам 
ИМС, не используемым согласно электрической схеме (в том числе к шинам ”питая 
ние” и ”корпус”). 

Замену ИМС в аппаратуре рекомендуется проводить только при отключенных 
источниках питания. 

Для обеспечения устойчивости работы ИМС необходимо включать корректиру 
ющие цепи. 

Длина проводника от корпуса ИМС до конденсаторов или резисторов, не ис 
пользуемых для частотной коррекции и шунтирующих источник питания, не должн 
превышать 50 мм. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания: 
К ОУ ОА а ооо ан +126 В+ 5 % 
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КОДОВ оса 
Выходное напряжение: 

при ОИл==120 В. ааа ен, 

пря Оп= 6:3 Ве 
Напряжение смещения нуля: 

при Ип= 12,6 В для К140УД2А ..................... 

при В: ооо а ен 
Входной ток при Ип=- 12,6 Ви Ип=- 6,3 В ............. 
Разность входных токов при Ип=- 12,6 Ви Оп=-+ 6,3 В 
Ток потребления: 

К140УД2А при Ип=-=126В............. нь, 

К140УД2ЗБ при Ип=- 6,3В ........... у ееньнинь. 
Коэффициент усиления: 

К140УД2А при Ип=-12,6В........... уе ннььная 

К!40УД2Б при Ип=- 6,3 В ......... еее, 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания: 
КУА: ооо ная 
в предельном режиме с учетом пульсаций ....... 
АВ о 
в предельном режиме ............ ее льнь.. 
Напряжение между входами при Юг> 1 кОм: 
| О и 
в предельном режиме ............. у еннь.. 
Е У и ао 
в предельном режиме ........ О 
Напряжение каждого входа относительно общей точки: 
при Юг> 1 кОм: 
| а Е Е 
в предельном режиме ...................... 
К140УД2Б ..... О 
в предельном режиме ...................... 
при А,> 10 кОм: 
К ОУ ДО 
в предельном режиме ...................... 
КОДОВ, а. 
в предельном режиме ............... +... 
Выходной ток (пиковый): 
Я а о 
У ее 


6,3 В + 5% 


> 10 В 
>= ЗВ 


< = 5мВ 
< + 7мВ 
< + 0,7 мкА 
<: = 0,2 мкА 


<8мА 
<5мА 


30. 103...240. 103 
2.103... 50.103 
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Сопротивление нагрузки ............. еее нненена > 1кОм_ 
РМКОСТВ Нагрузки а ово ола -... < Ю0пФ 
Температура окружающей среды ............. уе еньь. —45... + 70 °С 


К140УДЬА, К140УД5Б 
КР140УДБА, КР140УД5Б 


Микросхемы представляют собой операционные усилители средней точности с 
составными транзисторами (эмиттерными повторителями) на входе, без частотной 
коррекции. Кроме общего выхода имеют дифференциальные выходы. Содержат 26 
интегральных элементов. Корпус К!40УД5К(А, Б) типа 301.8-2, масса не более 1,3 г, 
КР140УД5(А, Б) — типа 201.14-1, масса не более 1,1 г. 


^74Р9ДУ (А, 5) — ИРОЧДУ (А, 5) 


жче-ое 
чо 5 


Условное графическое обозначение ИМС К140УД5(А, Б), КР140УД5(А, Б) 


Назначение выводов: 

К140УД5(А, Б): 1 — питание (— Оп); 2, 3, 4, 6, 12 — коррекция; 5 — выход; 7 — 
питание (-- Оп); 8, 9 — входы инвертирующие; 10, 11 — входы неинвертирующие. 

КР140УД5(А, Б): 1 — вход неинвертирующий (высокоомный); 2, 5, 6, 9 — кор- 
рекция; 4 — питание (— Оп); 7 — контрольный; 8 — выход; 10 — питание (-- Ип); 
12— вход инвертирующий (высокоомный); 13 — вход инвертирующий (низкоомный }; 
14 — вход неинвертирующий (низкоомный). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ...................... +12 В-+10 % 
Максимальное выходное напряжение ................... —4,5 В; {6,5 В 


Напряжение смещения нуля: 


К140УДБЗА, КР140УДБА .............. нение, < = 10 мВ 

К140УДББ, КР140УДЗБ.............. чение, < мВ 
Входной ток: 

К140УДЬА, КР140УДЬА .............-..-..еенньь. < 5мкА 

КНУ ДЬБ, КРЧОУДЬБ ооо львы < !ЮмкА 
Разность входных токов: 

К140УДБА, КР140УДЬБА ............. не вньья < + 1 мкА 

К140УД5Б, КР140УДЗБ...,........... лье. < +5 мкА 
Ток НОТресления: з ^зезаек сне зе Зою Заыа па < 12 мА 
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Коэффициент усиления напряжения: 


К140УДБА, КР140УД5А ............... нь. > 500 

К140УДЬББ, КР140УДЬБ...............еенаньь. > 1000 
Входное сопротивление 

К!140УДБА, КР140УДЬБА................ ле нннь.. > 50 кОм 

К!40УДЬБ, КР140УДЬББ............... лень, > 7 кОм 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания ........... еее теченененаея Е (7...13) В 
Входное синфазное напряжение .............. ее ьньнь.. < = 6 В 
Входное дифференциальное напряжение ................ < ЗВ 
Максимальный выходной ток: 

постоянный ........... о ао <3ЗмА 

ИМПУЛЬСНЫЙ ааа < 20 мА 
Максимальный входной О <1мА 
Статический потенциал .......... ее еететеньньи, < 100 В 
Температура окружающей среды ............. еее: —10... + 70 °С 


К140УДб, КР140УДб, КР140УД608 


Микросхемы представляют собой операционные усилители средней точности с 
траизисторами на входе со сверхвысоким усилением, с малыми входными токами, с 
внутренней частотной жоррекцией и схемой защиты выхода от короткого замыкания. 
Содержат 45 интегральных элементов. 

Корпус К!140УДб типа 301.8-2, масса не более 1,3 г, КР140УДб — типа 201.14-1, 
масса не более 1,1 г. 


©  ЮиАФ 


КРОУДб 


Схемы балансировки ИМС К140УД7(а) и КР140УД7(6) 
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Назначение выводов: 

КР140У Дб: /, 2, 7, 8, 12 — 14 — свободные; 9, 9 — балансировка: 4 — вход ин- 
вертирующий; 5 — вход неинвертирующий;: 6 — питание (— (и); 1/0 — выход; /1 — 
питание (+ О»): 

К!40УД6б, КР140У 608: 1, 5 — балансировка; 2 — вход инвертирующий; 8 — 
вход неинвертирующий; 4 — питание ( —- Ии); 6 — выход; 7 — питание (- Ил). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .......... луне. - 15 В 
Максимальное выходное напряжение ................... ‚ >РИВ 
Напряжение смещения нуля... еее тььь < = 10 мВ 
ВОО Оо < 100 нА 
Разность входных токов ..... Е Е < 25 нА 
О НОТ НИЯ оо о о баноденей < 4мА 
Коэффициент усиления напряжения .................... > 30. 103 


Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений > 70 ДБ 


Коэффициент влияния нестабильности источника питания 


на напряжение смещения нуля... нета, < 200 мкВ/В 
Максимальная скорость нарастания входного напряжения > 0,5 В/мкс 
Частота единичного усиления ........ анальные. > 0.35 МГц 

Входное сопротивление .......... нета еьннь. > 1 МОм 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания` ооо о оса - (5...18) В 
Максимальное напряжение на каждом входе относительно 

общей ТОЧКИ ........ еее ннньь. ее аж < 15 В 
Максимальное входное дифференциальное напряжение .. < 30В 
Максимальное входное синфазное напряжение ........... < + 12›В 
Стагический потенциа.1 ............ еее нннннь. < 100 В 
Сопротивление нагрузки арена еаны: > | кОм 
ВИКО СТЬЧаГрузкй: ооо ао неа < 100 пФ 
Температура окружающей среды .......... еее. —10...+ 70 °С 


К140УД7, КР140УД7, КР140УД708, КФ140УД7. 


Микросхемы представляют собой операционные усилители средней точности. с 
внутренней частотной коррекцией и защитой входа и выхода от короткого замыкания 
и установкой нуля (балансировкой) с помощью одного резистора. Содержит 35 ин- 
'егральных элементов. Корнус К140УД7 типа 301.8-2, масса 1,5 г, КР140УД7 — 
кина 201.14-1, КР140У 708 — типа2101.8-1. КФ140У 7 — типа 4303.8-1. 
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А7ЗОЯДУ 
ПРЗОЯД 799 
ИРОД 


Типовая схема включения ИМС КР140У Дб 


Назначение выводов: К140УД7, КР140У Д708 и КФ!40У Д7: 
1, Эх балансировка; 2 — вход инвертирующий; 3 — вход неинвертирующий; 
4— питание (— Оп); 6 — выход; 7 — питание (-- Оп); 8 — коррекция (компенсация }; 
КР140УДТ7: 3, 9 — балансировка; 4 — вход инвертирующий; 5 — вход неинвер- 
тирующий; 6 — питание (— Ип); 10 — выход; 1/ — питание (- Ип); 12 — коррекция. 
Общие рекомендации по применению 


Питание ИМС КФ140У Д7 можно осуществлять асимметричными напряжени- 
ями или от одного источника при условии 10 В<| Ип!| + | Ит2| < 33 В. При этом 
нагрузка подключается к ”-{-” или ”—” источника питания. Нагрузка выбирается 
такой, чтобы выходной ток не превышал допустимого значения для стандартного 
включения ИМС (7,5 мА). 

Входное сопротивление определяется из выражения 


Ювх, МОм = 100/ Гвх, 


Где [вх = (/вх2 + [вхз)/ 2; [ вх2 и [вхз — входные токи на выводах 2 и 3. 
При питании ИМС напряжениями менее - 12 В максимальные значения син- 
фазных и дифференциальных входных напряжений должны быть 


Осф, вх = Оп; Од, вх = 2 От. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... лье. + 15В = 10% 
Диапазон синфазных входных напряжений при Ип=- 15В 2-12 В 
Максимальное выходное напряжение при Ип=-+ 15 В, 


ОЕ О, РВ, Ла КОМ ааа = 10,5 В 
Напряжение смещения нуля при Ип=-+ 15 В, Ак = 2 кОм: 
К140УД7, КР140УД7, КР140УД708 ................. < + 9мВ 
КО ео < 6бмВ 
Входной ток при Ин=-15 В, Ан =2кОм................ < 400 нА 
Разность входных токов при Ип=- 15 В, Юн =2 кОм ..... < 200 нА 
Ток потребления при Ип=- 15 В, Юн =2кОм ........... < 3,5*мА 
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Коэффициент усиления напряжения при Ит==: 15 В, 
(Л=-= 10В (ампл.), Юг 1 кОм, { == 5 Гц, Ан = 2 кОм: 


К140УД7, КР140УД7, КР140УД708 ................. 
КУР оо оса ья 
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений 
при Ип==- 15 В, Ог--10 В (ампл.), } < 5 Гц, Юн == 2 кОм 


Коэффициент влияния нестабильности источника питания на 
напряжение смещення нуля при Ан>> 2 кОм, Ил==- 15В.... 


Максимальная скорость нарастания выходного напряже- 
ния при Ивх== 11 В, 9? 2, Юн == 2 кОм, Си == 100 пФ, 
а 


Средний температурный дрейф напряжения смещения ну- 
ля при Ип=-15 В, Г =—45... + 85°С .......... нее... 
Средний температурный дрейф разности входных токов 

при Ин=15 В, Т =—45... + 85°С ........... ен, 


Средний температурный дрейф входного тока ............ 


Частота единичного усиления при Ивх==-50 мВ (эф.), 
Юн = 2 кОм, Си == 100 пФ, Ип=-15В....... лье, 


Нормированное напряжение шума при Ин=-+ 15 В, 
Ку, и =10, А; == 100 Ом, |} = 1 кГц ......... зе ененьень, 


Входное сопротивление при Ип=-+15 В, {< 5 Гц, 
Ю,—>2 т О 


Температура окружающей среды: 
К140УД7, КР140УД7, КР140УД708 ................. 
Я О 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания .......... еее инянянения 
в предельном режиме .............. уе знуьнее 
Дифференциальное входное напряжение при Ип=-+12 В, 
Осф, вх Оп, ти» ОИвх<3 Е Оп, пи (в предельном режиме) 
Синфазное входное напряжение при Ип==-12 В, Цд, вх == 
==2 От, пил, Овх== 5 Оп, пт 


в предельном режиме ................. у уьеььнь, 


ооо о, ооо оо ооо бо оу ооо 


Напряжение в каждом входе относительно общей точки в 
предельном режиме ................ еее иченинья 
Статический потенциал на выводах ИМС ................ 
Сопротивление нагрузки ............. еееенееенььнь я 
в предельном режиме ................ уз еуеенень я 
Емкость нагрузки в предельном режиме ................. 
Рассеиваемая мощность при 7 == 85 °С .................. 


Время, в течение которого допустимо короткое замыкание 
выхода ”земля” или ”питание”: 


> 30.103 
> 25.103 


>70 дБ 


< 150 мкВ/В 


> 0,3 В/мкс 


< 300 мкВ /°С 


<5нА/°С 
< 20 нА /°С 


—>0,8 МГц 


18 нВ/\/Гц 


> 400 кОм 


—45...{+85 °С 
— 10... 70 °С 


+ (13,5..165)В 
+ (5...17) В 


< 24 В 


< =7В 
= = 12 В 


< = 12 В 
30В 

> 2 кОм 
> 19 кОм 
< 1000 пФ 
< 125 мВт 


О о О 
при Г = + 35...85 °С 
при Г =— 10...70 °С для КФ140УД7 


60 с 


ооо ооо ооо оо ооо 


КБ140УД7-4 


Микросхема представляет собой бескорпусный операционный усилитель сред- 
ней точности. Схема балансировки аналогична К140У Д7. 

Назначение выводов: 3, 9 — балансировка, 4 — вход инвертирующий; 5 — вход 
неинвертирующий; 6 — питание (— Оп}; 10 — выход, 1/ — питание (-- Оп); 1/2 — 
коррекция 


Общие рекомендации по применению 


Приклеивать ИМС к подложке следует нерабочей стороной. При монтаже ИМС 
в составе гибридной микросхемы должен быть обеспечен такой отвод теплоты, 
чтобы температура кристалла составляла не более 135 °С. 

Напряжение на каждом входе относительно общей точки не должно превышать 
+ 128. 

Время, в течение которого допустимо короткое замыкание выхода на ”землю” 
или питание”, в диапазоне температур —45...35 °С неограниченное, в диапазоне 
температур 35...85 °С — не более 60 с. 

Допустимое значение статического потенциала 100 В. 


Электрические параметры 


Максимальное выходное напряжение при Ин=-+13,5 В... 10В 
Напряжение смещения нуля при Ип=-=16,5 В ........... + 10,5 мВ 
Максимальное синфазное входное напряжение при 

ПО ЕЕ 15. В А: породе анеь Коба -- 12 В 
Входной ток при Ин=-16,5 В........ у лененььна, 600 нА 
Разность входных токов при Ип=-16,5 В ................ 250 нА 
Ток потребления при Ип=-16,5 В .......... лень... <4мА 
Коэффициент усиления напряжения при Ип=-+ 13,5 В.... 520.103 
Коэффициент ослабления синфазных входных напряже- 

ний при Ит=-+15В ............ иене ниинаия > 70 дБ 


Коэффициент влияния нестабильности источников пита- 
ния на напряжение смещения нуля при Ип=-15В....... 


Максимальная скорость нарастания выходного напряже- 


ния при Оп=-15В.............. > > 0,3 В/мкс 
Частота единичного усиления при Ин=- 15 ............. > 0,4 МГц 
Входное сопротивление ............ ее неенененья > 400 кОм 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


ооо ооо оо ооо о ооо 


Напряжение питания 


ооо ооо ооо ооо ооо ов 


предельный режим 
Синфазное входное напряжение ............ еее. 
Входное дифференциальное напряжение 


+(13,5...16,5)В 
+ (5...17) В 
< 7В (эф.) 
<24В 
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Сопротивление нагрузки .. ....л...... не неньнне > 2 кОм 


ЕМКОСТЬ На рУЗкИ  ора о оооолава ан < 1000 пФ 
Рассеиваемая мощность .......... не аниньннаиння < 125 мВт 
Температура окружающей среды ....................... —45...+85 °С 


К140УДЗА, К140УДЗБ, К1МОУДЗВ, КР140УД8А, 
КР140УДЗБ, КР140УДЗВ 


Микросхемы представляют собой операционные усилители средней точности, 
имеющие на входе полевые транзисторы с р-п переходом и р-каналом, с внутренней 
частотной коррекцией и малыми входными токами. Содержат 43 интегральных эле- 
мента. Корпус К140УД8А — К140УД8В типа 301.8-2, масса не более 1,5 г, 
КР140УДЗА — КР140УД8В — типа 2101.8-1, масса не более | г. 


114048 (А-В) ИРОД Ф (А-В) 


Схемы балансировки ИМС К!40УД8(А — В) (а) и КР140УД8(А — В) (6) 


Назначение выводов: 

К140УД8: 1 — корпус; 2, 6 — балансировка; 3 — вход инвертирующий; 4 — 
вход неннвертирующий; 5 — питание (— Ип); 7 — выход; 8 — питание (- Ип), 

КР140УД8: 1, 5 — балансировка; 2 — вход инвертирующий; 3 — вход неинвер- 
тирующий; 4 — питание ( — п); 6 — выход; 7 — питание (-+ Оп). 


Общие рекомендации по применению 


Минимальное расстояние от корпуса до места изгиба | мм, радиус изгиба | мм. 
Температура пайки 235-- 5 °С, расстояние от корпуса до места пайки не менее | мм, 
продолжительность пайки 2- 0,5 с. При проведении монтажных работ допускается 
не более трех перепаек выводов микросхем. 

В процессе монтажа и измерения параметров при температуре не выше 35 °С 
допускаются кратковременные (в течение 1...2 с)одиночные замыкания между внеш - 
ними выводами ИМС. 
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Допускается эксплуатация микросхем в режимах с импульсными выходными 
токами любой формы с частотой повторения не менее 1 Гц при условии, что средняя 
мощность, рассеиваемая ИМС, не превышает предельного значения. 

Разрешается питание ИМС от источников с несимметричными напряжениями 
или от одного источника при условии 12 В<]| + Ип| + | — Ип| = 36 В. При этом не 
допускается заземление вывода /. Нормы на электрические параметры в этом слу- 
чае не регламентируются. 

Применение внешней балансировки позволяет уменьшить напряжение смеще- 
ния нуля до уровня 1 мВ и ниже. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... нь. + 15 В 5 % 


Максимальное выходное напряжение при Ит=-15 В, 


В ОКО: ори + 12 В 
Напряжение смещения нуля при Оп=-15 В, 
Е -5ОКОМ ева бей 30 мВ 
Входной ток при Ип=-=15 В, Юн>50 кОм ................ < 2 нА 
Разность входиых токов при Ит=-15 В, Юн>50 кОм ..... < 0,15 нА 
Ток потребления при Оп=-15 В ......... у лелнниь <5мА 
Коэффициент усиления напряжения при Ип=-15 В, 
Юн 50 кОм: 
К140УД8А, КР140УД8А ............. зе ленннь, > 50.103 
К!140УД8Б, К140УД8В, КР140УД8Б, КР140УД8В ... >250.103 


Максимальная скорость нарастания выходного напряже- 
ния при (= 15 В, Куй = —1, Ивх = 5 В, Юн>10 кОм, 


Сн< 100 пФ: 
К140УД8А, К140УД8В, КР140УД8А, КР140УД8В ... >2В/мкс 
К!140УД8Б, КР140УД8Б................ ные. > 5В/мкс 
Коэффициент ослабления синфазных входных напряже- 
ний при ОИп=-+15 В, Овх =5В ......... зе енеьння, > 64 дБ 


Температурный дрейф напряжения смещения нуля при 
Оп== 15 В, Юн>50 кОм: 


К140УД8А, КР140УДЗА.......... ...... ен. < 50 мкВ/°С 

К!140УД8Б, КР140УДЗБ.............. ен... < 100 мкВ/°С 

К14ОУД8В, КР140УД8В.............. у уненьинь < 150 мкВ/°С 
Частота единичного усиления при Ип==-+ 15 В, Юн >50 кОм  3ЗМГц 
Входное сопротивление при Ин=-15В............... 103 Ом 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания ............ ине иньны. +(13р..165)В 
Синфазное входное напряжение .................ечунььь, < +5В 
Входное напряжение ............. ео аенненеюное < 10В 
Сопротивление нагрузки. ... ........ уе ььньнинье > 2 кОм 
Емкость нагрузки: а нае < 100 пФ 
Температура окружающей среды .... ......... нь. —45...-+70 °С 
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К140УД11 


Микросхема представляет собой быстродействующий операционный усили- 
тель, имеющий защиту от превышения напряжений по входу и схему защиты выхода 
от короткого замыкания, с составными транзисторами (по схеме Дарлингтона) на 
входе, с внутренней частотной коррекцией. Выполнена по планарно-эпитаксиальной 
технологии с изоляцией р-п переходом, имеет выводы для балансировки. Содержит 
66 интегральных элементов. Корпус типа 301.8-2. Масса не более 1,5 г. 


^74+09ДИ 


Условное графическое обозначение ИМС К140УД11 


Назначение выводов: / — коррекция 1; 2 — вход инвертирующий; 3 — вход не- 
инвертирующий; 4 — питание (— И); 5 — коррекция 2; 6 — выход; 7 — питание 
(- Цт); 8 — коррекция 3. 


Общие рекомендации по применению 


Для обеспечения устойчивой работы ИМС необходимо включать корректирую- 
щие цепи. Длина проводника от корпуса ИМС до конденсаторов или резисторов, 
используемых для частотной коррекции и шунтирующих источник питания, не более 
50 мм. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .......... ен... + 5.. 18 В 
Максимальное выходное напряжение при Ип=-+15 В, 

КАКОМ о ооо о —>- 12 В 
Напряжение смещения нуля при Ип=-15 В, Кн =2 кОм < + 10 мВ 
Входной ток при Ип=-15 в, Юн =2кОм................. < 500 нА 
Разность входных токов при Ин=-15 В, Ан =2кОм ..... < 200 нА 
Ток потребления при Инп=-18 В, Юн =2 кОм, вых =0.. </10мА 
Коэффициент усиления напряжения при Ии=-15 В, 

Кн=2кОм .......... О в > 25.103 
Коэффициент ослабления синфазных входных напряже- 

ний при Оп=--15 В ........... еее нау виньнин- > 70 дБ 
Коэффициент влияния нестабильности источников пита- 

ния на напряжение смещения при Ит=-15В............ —> 65 дБ 


Скорость нарастания выходного напряжения при 
(л=-15 В, Юн= кОм... ааннннннь. > (@0.50)В/мкс 
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Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питання (с учетом пульсаций) по выводам 


о ое иене + 20В 
Напряжение каждого входа относительно общей точки... +158 
Выходной ТОК: екон оон 10 мА 
Температура окружающей среды ....................... — 10...70 °С 


К140УД12, КР140УД12, КР140УД1208 


Микросхемы представляют собой микромощные многофункциональные опера- 
ционные усилители с регулируемым потреблением мощности (тока), с внутреиней 
частотной коррекцией и защитой выхода от короткого замыкания; имеют выводы для 
балансировки с помощью внешнего потенциометра. Содержат 42 интегральных эле- 
мента. ть К140УД12 типа 301.8.-2, КР140УД12 — типа 201.14-1, КР140УД1208 — 
типа 2101.8-1. 


2140972 
#274094 7208 #740972 


Условное графическое обозначение ИМС К140УД12 КР140УД!12 


р 


ИРОД 


Яхей 3/5) ай 


Типовая схема включения ИМС К!40УД12, КР140УД12, КР140УД1208 
ТЕ 


Назначение выводов: 

К140УД12 и КР140УД208: 1, 5 — балансировка; { — вход инвертирующий; 3— 
вход неинвертирующий; 4 — питание (— Ип); 6 — выход; 7 — питание (-- Ип); $ — 
задающий ток; | 

КР140УД12: 3,9 — балансировка; 4 — вход инвертирующий; 5 — вход неинвер- 
тирующий; 6 — питание (— п); 10 — выход; // — питание (- Ип); 12 — задающий 
ток. 


Общие рекомендации по применению 


Допускается работа ИМС от двух источников с несимметричными напряжени- 
ями п! Ип2. В этом случае параметры ИМС определяются суммарным напряже- 
нием питания (п! — Ип2 и током делителя /д. 

Допускается работа ИМС от одного источника питания. 

Типовую схему включения допускается применять при токах делителя /д, мкА 
< (250 — Г)/3. При токах делителя /д—и /д, тах < [д, тах (где п > 1) необходимо вклю- 
чать симметричные резисторы между выводами / и 4, 5 и 4 (для К!40УД12, 
КР140УД1208) и выводами 3 и б, Эиб (для КР140УД12), сопротивление которых 
определяется по формуле 

Юх, кОм = 10/(п — 1). 

Сопротивления этих резисторов могут быть уменьшены до нуля, если отсутст- 
вует необходимость в балансировке ИМС. 


Схемы внешней балансировки ИМС К140УД12, КР140УД1208(а) и КР140УД12(6) 


Входное сопротивление определяется из выражения А№вх, МОм = [2 + 
+1/3(275— Т) Г», где Гл — в микроамперах, /вх — в наноамперах. 

Выходное напряжение достигает своего установившегося значения с точностью 
+ Осм за время Ё = 0,5 мс при /д = 1,5 мкА и { = 0,1 мс при /д == 15 мкА. 

Сопротивление резистора Ю2 при балансировке ИМС определяется изтаблицы. 
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Ток делителя 
[д, мкА 


Сопротивление 
резистора Ю2, 


Ток делителя 
[д, мкА 


Напряжение 
питания Ил, В 


Сопротивление 
резистора 2, 
МОм 


Напряжение 
питания Оп, В 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............ ль... + 15 В 
Максимальное выходное напряжение при Ип==- 15 В, 

Юн = 75 кОм, Ивк=- 01В ...........ееннеееенння я > +1ОВ 
Диапазон синфазных входных напряжений при Ип==- 15 В, 

КТО КОМ: р попроси вькь = 10В 


Напряжение смещения нуля при Ип=- 15 В, Юн =75 кОм < = 6бмВ 
Входной ток: 


при Ип=- 15 В, [1 = 1,5 мкА, Ю, =75 кОм ......... < 30 мкА 
при Оп=- 15 В, [д = 15 мкА, Юн = 75 кОм ......... < 190 мкА 
Разность входных токов при Ип==- 15 В, Юн = 75 кОм ... <бнА 
Ток потребления: 
при Ип=- 15 В, [Гл = 1,5 мкА, Юн: = 75 кОм ......... < 39 мкА 
при Ип=- 15 В, /л == 1,5 мкА, Юн =75 кОм ......... < 190 мкА 
Коэффициент усиления напряжения: 
при И = 15 В, Юн = 75 кОм, /д = 1,5 мкА ......... > 50 .103 
при Ип=- 3 В, Юн = 75 КОМ ....... анна. > 25 .103 
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений 
при Ип=- 15 В, Вн == 75 кОм ......... у ееьенььь, > 70 дБ 


Коэффициент влияния нестабильности источников питания 
на напряжение смещения нуля при Ип==- 15 В, Юн = 75 кОм < 200 мкВ/В 
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения: 


при Оп==- 15 В, /1 == 1,5 мкА, Ю: =7э5кОм ......... > 0,01 В/мкс 

при Ип==- 15 В, /д = 15 мкА, Юн=6бкОм .......... > 0,1 В/мкс 
Средний температурный дрейф напряжения смещения: 

при Ип=- 15 В, [1 = 1,5 мкА ......... еее. —7 мкВ/°С 

при Оп=- ЗВ, [4 = 15 мкА ............... ат + ЗмкВ/°С 
Средний температурный лрейф разности входных токов: 

при Ип=- 15 В, Гл == 1,5 мкА ........ лень. + 2,5 нА/°С 

при.Ип==-Е 15 В, д = 15 мкА ..........ееееннь, + 5 нА /°С 
Ток короткого замыкания при Ит=- 15В ........... '...  — 8...2,4 МА 
Входное сопротивление: 

при Ин=- 15 В,  =1,5 мкА ......... у лньь. 30 МОм 

при Ип=- 15 В, [д= 15 мкА ......... ее леньь. 9 МОм 
Выходное сопротивление: 

при Ип=- 15 В, [д = 1,5 мкА ................:.::.... = 16 КОМ 

при Оп=-Е 15 В, д = 5 мкА ......... нь. 2 кОм 
Частота единичного усиления: 

при Оп=- 15 В, [1 = 15 мкА, Юн = 75 кОм ......... > 0,01 МГц 

при Ип=-+ 3 В, [д = 15 мкА, Юн =65кОм ........... > 0,1 МГц 


113 


Предельно допустнмые режимы эксплуатации 


Напряжение питания ............. еее киния я = (3...16,5) В 

в предельном режиме ............... у неининь + (1,5... 18) В 
Входное дифференциальное напряжение ............... = 20В 

в предельном режиме ..................зуленннья, + 30В 
Входчые синфазные напряжения ............ лень: + 10 В 

в предельном режиме ................. у еенььяя + 15 В 
Напряжение на каждом входе относительно общей точки + 10В 

в предельном режиме ............... у нененьь. + 15 В 
Ток делителя максимальный ........... ен, < 150 мкА 

в предельном режиме ............... уе наннь. < 500 мкА 
Рассеиваемая мощность при Т = 70 °С ................. < 125 мВт 
Сопротивление нагрузки ............ и ненньньея >5 кОм 
Емкость: Нагрузки: ео о оон < 100 пФ 
Время короткого замыкания выхода на ”землю” или ”пи- 
АЕ о о ое Ва =5с 
Температура окружающей среды ............... не. — 60... + 85 °С 


КБ140УД12-4 


Микросхема представляет собой бескорпусный микромощный операционный 
усилитель. Схема балансировки и типовая схема включения соответствует 
К140УД12. Масса 0,004 г. 

Назначение выводов: 2 — инвертирующий вход; 3 — неинвертирующий вход; 
4— питание (— Илп); 6 — выход; 7 — питание (-- Уп); 8 — балансировка. 


Общие рекомендации по применению 


Допускается работа ИМС от двух источников с несимметричными напряжени- 
ями Оп: 5= Ил2; при этом параметры ИМС определяются суммарным напряжением 
питания Оп! — Оп2 и током делителя. 

Допускается работа ИМС от одного источника питания. 

Типовая схема включения (см. К140УД12) может применяться при токах дели- 
теля 


[д, тах, МКА < (250 — Г)/З, 


где Г — температура окружающей среды, °С. 

При токах делителя /д= И [д, тах</\, пред (ГДе п>>1), между выводами / и4, 5 и 
4 необходимо включать симметричные резисторы, сопротивление которых опреде- 
ляется из выражения 


Кх, кОм = 10/п — 1. 


Сопротивления этих резисторов могут быть уменьшены до нуля, если отсутст- 
вует необходимость в балансировке ИМС. 
Входное сопротивление ИМС определяется из выражения 


Ювх, МОм = (211 + 275/3 -- Г/З)/[вх, 


где /д — в микроамперах, /вх — в наноамперах. 

Сопротивление резистора Ю2 = 20 МОм при Ип=- 15 Ви = 1,5 мкА и Ю2 == 
= 2 МОм при / = 15 мкА при внешней балансировке. 

Выходное напряжение достигает своего установившегося значения с точностью 
+ Осм за время # = 0,5 мс при /л == 1,5 мкА и Ё = 0,1 мс при /д = 15 мкА. 

р короткого замыкания выхода на ”землю” или ”питание” допускается не ^ 
более ос. 


1ы 


Электрические параметры 


Максимальное выходное напряжение при Ип==-+ 15 В, 


И КО о >= ЮВ 
Максимальное синфазное входное напряжение при 
ее 15:8: АТО ЖКОМ ас рее > 10В 
Напряжение смещения нуля при Ип=- 15 В, Аа =75 кОм <6мВ 
Входной ток лри Ип=- 15 В, Ви = 75 кОм .............. < 10 нА 
Разность входных токов при Ип=- 15 В, Юн = 75 кОм ... <= 7нА 
Ток потребления при Ип=- 15 В, Юн =75 кОм ......... < 35 мкА 
Ток короткого замыкания при Ип=-+ (3...15) В, [1 =15 мкА - 10 мА 
Коэффициент усиления напряжения при Ип=-+ 15 В, 
ВЕКОМ а > 50.103 
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений 
при Ип=- 15 В, Ан = 75 кОм ......... ле еьннньнь. > 70 дБ 
Коэффициент влияния нестабильности источников питания на 
напряжение смещения нуля при Ит=- 15 В, А =75 кОм <200мкВ/В 


Максимальная скорость нарастания выходного напряжения: 


при Ип=-Е 15 В, Юн = 75 кОм ......... нь. 


> 0,01 В/мкс 


при Ин==- 15 В, Вь =5 кОм... еенннье я > 0,1 В/мкс 
Частота единичного усиления: 

при Ин=- 15 В, Юн = 75 КОм ........ ле нньь я > 0,01 МГц 

при Ип=-Е 15 В, Аи =5 кОм ........... еее. > 0,1 МГц 
Температурный коэффициент разности входных токов при 
ПЕН О Во ое ео + 2,5 нА/°С 
Температурный коэффициент напряжения смещения нуля 
При О В. поро озона ия  7мкВ /°С 
Входное сопротивление при Ип=- 15 В ................ 30 МОм 
Выходное сопротивление при Ип=- 15В ............... 15 кОм 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение ПИТания ....... неее. = (3...16,5) В 

в предельном режиме ............. зе чененньи, Е (1,5...18) В 
Входное дифференциальное напряжение при ОИп=- 15 В, <20В 

в предельном режиме ............ еее неенни я + 30В 
Входное синфазное напряжение при Иш=- 15В ........ <= 10 В 

в предельном режиме .............. ее ененьь + 15 В 


Напряжение на каждом входе относительно общей точки при 


ЕТО В ооо реа + 10В 

в предельном режиме ............... лени. - 15 В 
ТОК ДОЛИ ЛЯ оо о оное 1,5...150 мкА 

в предельном режиме ................ еее: 500 мкА 
Сопротивление нагрузки, ......... зе еееннннннн, > о кОм 
В МКОСТЬ. Нагрузки ао < 100 пФ 
Рассеиваемая мощность при Г = 70°С ................. < 125 мВт 
Температура окружающей среды .................-.... — 60...- 85 °С 


К140УД13 


Микросхема представляет собой прецизионный предварительный усилитель 


постоянного тока с дифференциальными входами, построенный по схеме модуля- 
тор— демодулятор (МДМ). Изготовлен по МОП-технологии. Содержит 39 интег- 
ральных элементов. Имеет низкие значения входных токов и температурного дрейфа 
напряжения смещения нуля Корпус типа 301.8-2. Масса не более 1,5 г. 
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- в 27,0 + 
Вей’ м 
6ход? Выхой 
< 


Типовая схема включения ИМС К140УД13 


Назначение выводов: / — общий, 2 — вход инвертирующий; 3 — вход неинвер- 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания 
Напряжение смещения нуля ............ уе еньньие. 
Максимальное выходное напряжение 
ВХОДНОЙ ТОК. Зоо а ао ьень к 
Разность входных токов 
Ток потребления 
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений 
Коэффициент влияния нестабильности источника питания 
на напряжение смещения нуля .......... ее ньне, 

Коэффициент усиления напряжения ................... 

Средний температурный дрейф напряжения смещения нуля 
Входное сопротивление 

Выходное сопротивление 


хоорооф ооо ооо ово 
ооо ео ово оеов 


ооо ооо ь фо фьобо во о ооо 


ооо ооо оо хоро ооо ооо 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания и 
Максимальное синфазное входное напряжение .......... 
Максимальное напряжение на входах ИМС относительно 
корпуса - 

Минимальное сопротивление нагрузки 
Статический потенциал ......... ее неннетнье 
Температура окружающей среды 


ооо оо фо оо ооо оо фо о воров ооо рю ооо фовь 


ово ео оо ооо чоово 


КР140УД 1408 А, КР140УД 1408 Б 


тирующий; 4 — питание (— Ип); 5 — демодулятор; 6 — выход; 7 — питание (- Ип); 
9— емкость генератора. 


+ 15 В + 10% 
< 50 мкВ 
> 1 В 

< 0,5 нА 

< 200 пА 
<2мА 

> 90 дБ 


< 10 мкВ/В 
> |0 

< 0,5 мкВ/° С 
> 50 МОм 

< 10 кОм 


+(13,5...16,5) В 
<=1В 


< - 0,3 В 

> 20 кОм 

100 В 

— 10... 70 °С 


Микросхемы представляют собой прецизионный операционный усилитель © 


малыми входными токами и малой потребляемой мощностью. Содержат 49 интег-, 
ральных элементов. Корпус типа 201.14-1. Масса не более 1,1 г. 


; РД ЛАЯ 
пои! 


С. > (А// (№7413) Свых 


2) 


Схемы автобалансировки ИМС Схемы коррекции фазовой характери- 
КР140УД1408(А, Б), КБ140У Д14-4: а— стики ИМС КР140У Д1408; 
Ю1=Ю2=2 кОм - 0,5 %; 6 — КБ140У Д14-4 


Ю|=Ю2=100 кОм - 0,5 % 


Назначение выводов: 2, /2 — коррекция; 4 — вход инвертирующий; 5 — вход 
неинвертирующий; 7 — питание (— Ип); 10 — выход; // — питание (- Ип). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ..................... = (5...16,5) В 
Максимальное выходное напряжение: 
при ОБЕ ТО В ооо >- 13 В 
а >+ЗВ 
Диапазон синфазных входных напряжений: 
при ЕВ ОВ: а она > 13,5 В 
о >В 
Напряжен^ смещения нуля 
КРУ 11905. ео даре <-2 мВ 
Я АЕ <= 7,5 мВ 
Входной ток при Ип=- 15 В: 
КРОУ Л 08 А ео ооо са <2нА 
КРЫОУД ОВ Б: ооо оное < 7 нА 
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Разность входных токов при Ип=- 15 В: 
КР140У Д1408А 
КР140УД 1408Б 

Ток потребления при Ин=- 15 В: 
КР140У Д1408А 
КРУЗ ОУ Д 13086: ее оо 

Коэффициент усиления напряжения: 
при Ип=- 15 В: 

КР140УД1408А 

КР140УД1408Б 
при Ип=- 5 В: 

КР140УД1408А 


Е Е 
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений: 
КР140У Д1408А 
К РОУ 1408 Ь: ооо 
Коэффициент влияния нестабильности напряжения питания 
на напряжение смещения нуля ............ ле чннь- 
Средний температурный дрейф напряжения смещения нуля 
при Ип=- 16,5 В: 
КР140У Д1408А 
КР140У Д1408Б 
Средний температурный дрейф разности входных токов при 
Ит=- 16,5 В: 
КР140УД1408А 
КР140У Д1408Б 
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения 
при Ип== 15 В 
Частота единичного усиления при Ип=- 15 В: 
КР140УД1408А 
КР!40У Д1408Б 
Входное сопротивление: 
КР140УД1408А 
КР140У Д1408Б 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


оао оо фо о ово ооо ооо ооо очее о 


ооо ао оо оф ово оо ооо ово очоово 


хоооо ооо ооо чо о оо оо ооо офа 


ооо ооо ооо ооо ооо ово то 


ооо оо ооо ооо фо оо, ово 


ооо ро ооо офор ооо ово ооо ооо ров 


ооо ро о ооо фо рооо о обо ооо ов 


ооо оо ооо оо ооо ооо офор оо ооо ооо 


озу ово фо ооо во ооо во ово ухо» 
ооо о ео ово ооо оо о хо зоо ьрьо оо вь 


эофооофо ооо оо р оо о фо ооо со оо оо 


ооо ооо ооо ооо ооо фо оо оо ооо ово 


Напряжение питания 
Максимальные входные синфазные напряжения 
Максимальный выходной ток 
Максимальная емкость нагрузки 
Статический потенциал 


э-еевв. 9 ее. ее то весов 10] 90.990, ©, сте, 
ооо 
ооо оо оо ооо ооо ооо ооо ово 
ооо ооо ооо ооо ое 
хо ооо оо оо ево бо оч оо ооо 


ооо. ооо ооо ху ьозь 


КБ140УД14А-4, КБ140УД14Б-4 


+ (4,5...16,5) 
< 7,5 В (эф.) 
< 18 мА 
<100 пФ 
100 В 

— 10... 70 


ма балансировки и фазовой коррекции соответствует КР140УД1408. Масса 0,004 


Микросхемы представляюх собой бескорпусные операционные усилители. о 


Назначение выводов: /, $ — коррекция; 2 — инвертирующий вход; 3 — нен 


вентирующий вход; 4 — питание (— Ив); 6 — выход; 7 — питание (- Оп). 
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} 


Общие рекомендацин по применению 


Для устранения токов утечки, которые могут превышать входные токи ОУ, 
плату, на которую распаивается ИМС, необходимо промыть, спиртом для удаления 
остатков флюса. 

Замену ИМС рекомендуется производить только при отключенных источниках 
питания. 

Время, в течение которого допускается короткое замыкание выхода на ”землю” 
или "питание”, не более 5 с. 

Допускается работа ИМС от источников с несимметричными напряжениями 
питания (Ип13 Оп2; при этом максимальное напряжение каждого источника зависит 
от уровня входного сигнала и определяется из выражения 


ПО ЕО | ]>4.+ 158, 


где (- — напряжение на выводах 2, 3 с учетом входного сигнала. 


Допускается использование ИМС от одного источника питания; при этом на- 
пряжение на выводах 2, 3 с учетом входного сигнала находится в пределах: 


[ 91 — 1,5 | 2И23„> 1,5 В (для + 0); 
[Оз — 1,5 | >023ж — 1,5 В (для — Ил). 


Максимальный входной ток определяется уровнем входного дифференциально- 
го сигнала и сопротивлением внешнего резистора Аг на входе: 


Гьх тах == (Ид, вх —0,7 В)/Юг при Ид, вх>> 0,7 В, 


где 0,7 В — падение напряжения на диодах, включенных между выводами ОУ внут- 
ри ИМС. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .............. у. .ьо, +15 В 
Максимальное входное напряжение ................ ее... +1277 В 
Напряжение смещения нуля при Ин=-+15 В, Ан==10 кОм: 
КБ1а0У Д14 А ооо ле <-+2,5 мВ 
КОД оо оао ооаа нь < 10 мВ 
Входной ток при Ит=-15 В, Ан >10 кОм: 
КБ 1105 14:8: доке ооо <2.5 нА 
А <10 нА 
Разность входных токов при Ил==- 15 В, Ан=10 кОм: 
КО ОУ ДА оао еее < 0,3 нА 
КБ ОУ ДА опа анны: <2нА 
Ток потребления: 
КБ140УД14А-4.................. иене ньь, <-0,615 мА 
КО АОУД 14:9 еее. <-+0,816 мА 
Коэффициент усиления напряжения при Ип=-15 В, 
Ю,>1!0 кОм: 
КБ ЧА ое. —40.103 
Е А 20-103 
Входное сопротивление: 
Е АВ >30 МОм 
КБ140У Д14Б-4 О >10 МОм 
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Коэффициент влияния нестабильности источника пита- 
ния на напряжение смещения нуля при Ип=-+ 16,5 В, 


Ыб С <!00 мкВ/В 
Скорость нарастания выходного напряжения при 
Ол==-Е15 В, Юн ЮКОМ ана >0,05 В/мкс 


Температурный коэффициент разности входных токов 
при (Лл=- 16,5 В: 


КБ!40УД14А-4 ............. а нлнньнь: < 2,5 нА/® С 
КБ!40УД14Б-4 ......... а <10нА/* С 


Температурный коэффициент напряжения смещения ну- 
ля при Ип=-16,5 В: 


Я А У <-15мкВ/° С 
О АВ р .. <З=3З0мкВ/С 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания ооо рае ее ьо + (4,5...16,5) В 
в предельном режиме .............. у еенньнь. —(2,5...18) В 
Входное синфазное напряжение при Ип=-15 В, 
ео <-=7,5 В (эф.) 
Максимальный выходной ток ......... еее кенньн я <1,8 мА 
Емкость варки о а ое оон <100 пФ 
Рассеиваемая мощность при Г=70 °С ................... <125 мВт 
Статический потенциал ............ еее нинения. 100 В 
Температура окружающей среды ............. ее. — 10...4+70 °С 


К140УД17А, К140УД17Б, КР140УД17А, КР140УД17Б 


внутренней частотной коррекцией. Содержат 81 интегральный элемент. Корп 
К!140УД17А, К140УД17Б типа 301.8-2, масса не более 1,5 г, КР! 40УД 17 
КР140УД17Б — типа 2101.8-1, масса не более 0,5 г. 


Микросхемы представляют собой прецизионные операционные усилители ; 
А 


№7 ИА №5 Ок 


/ 
ь > 
аи 


Схема прецизионного суммирующег@ 
Схема внешней балансировки ИМС усилителя на ИМС К140У Д17, 
К140У Д17, КР140УД17, КБ140УД17 КР140УД17, КБ140У Д17 
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Назначение выводов К140УД17(А, Б) и КР140УД17(А, Б): 1,2 — балансировка; 
3 — вход инвертирующий; 4 — вход неинвертирующий; 5 — питание ( — п); 6 — 
свободный; 7 — выход; $ — питание (-- Оп). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............ ель». 15 В-10 % 
Максимальное выходное напряжение: 
К140УД17А, КР140УД17А ............. инь, >12 В 
К140УД17Б, КР140УД17Б ............. нее. >-11,5 В 
Напряжение смещения нуля: 
К140УД17А, КР140УД17А ............. а... <75 мкВ 
К!140УД17Б, КР140УД17Б ........... ее ененье я <150 мкВ 
Диапазон синфазных входных напряжений .............. >13 В 
Входной ток: 
К140УД17А, КР140УД17А ................ ОЕ <-4 нА 
К140УД17Б, КР140УД17Б ............ уе еьнньея <-=12 нА 
Разность входных токов: 
К140УД17А, КР140УД17А ............ у еньньь я <3,8 нА 
К140УД17Б, КР140УД17Б ............ нее <6б нА 
Ток потребления: 
К!140УД17А, КР140УД17А ............ лень <4мА 
К140УД17Б, КР140УД17Б ............. у .еньнь., <5 мА 
Коэффициент усиления напряжения: 
К140УД17А, КР140УД17А ....... лань: >200.103 
К140УД17Б, КР140УД17Б ........ ель: >120.103 
Коэффициент ослабления синфазных входных напряже- 
НИЙ: 
К140УД17А, КР140УД17А ............ у ньннь. —>106 дБ 
К140УД17Б, КР140УД17Б ............. лень. >94 дБ 


Коэффициент влияния нестабильности источников пита- 
ния на напряжение смещения нуля: 


К140УД17А, КР140УД17А ............. нее. —>94 дБ 

К140УД17Б, КР140УД17Б ............... нь... —>90 дБ 
Средний температурный дрейф напряжения смещения 
нуля: 

К140УД17А, КР140УД17А .....................-... <3 мкВ/° С 

К140УД17Б, КР140УД17Б ............ нее. <6 мкВ/° С 
Средний температурный дрейф разности входных токов: 

К140УД17А, КР140УД17А .....................-... <120 нА/°С 

К140УД17Б, КР140УД17Б .............. лье <200 нА /°С 
Максимальная скорость нарастания выходного напряже- 
рае а —>0,1 В/мкс 
Частота единичного усиления ............. ее неньни, —>0,4 МГц 
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Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания ............ еее аньннь +(13,5...16,5) 
Максимальное входное дифференциальное напряжение .. <7В 
Максимальное входное синфазное напряжение при 

ЕЕ 18 Во аа аа <=17 В 
Максимальный выходной ток ....... иене нньи, <6 мА 
Статический потенциал .......... еее нанин, 100 В 
Температура окружающей среды ....................... — 10...+70 °С 


КБ140УД17А-4, КБ140УД17Б-4 


Микросхемы представляют собой бескорпусные прецизионные операционный 
усилители. Масса 40,004 г. 

Схема включения, а также схема балансировки аналогична К140УД17. 

Назначение выводов: 3 — инвертирующий вход; 4 — неинвертирующий вход 
5— питание ( —(лп); 7 — выход; 9 — питание (-+ Оп). 


Общие рекомендации по применению 


Допускается работа ИМС при Сн=500 пФ, а также кратковременное закорал 
чивание выхода на общую шину или источник питания на время не более 5 с. Кром 
того, допускается работа ИМС от источника с несимметричным напряжением; пр 
этом суммарное напряжение питания не должно превышать 36 В, а максимальное 
Ит>> Овх, мах--2 В. | 

При установке ИМС на платы необходимо предусматривать меры защиты 
входов ОУ от токоз утечки (на плате должно быть предусмотрено токоулавливающей 
охранное кольцо, расположенное вокруг входов ИМС). 


Электрические параметры, 


Максимальное выходное напряжение при Ип==-+ 15 В, Юн = 
—=2 кОм, {Л = 10 В: 


КБ О ДВЕ > 11,75 В 
КБ ОУДЕЬ:4 еее > 11,48 В 
Максимальное синфазное входное напряжение при 
ОВ, Кн КОМ ео > =13 В 
Напряжение смещения нуля при Ин=- 15 В, Юн = 2 кОм: 
КЫФУДНА а аа < +75 мкВ 
КАБО БУ ое оао аа ья < +150 мкВ 
Входной ток при Ин=-15 В, Ви = 2 кОм: 
КБ МОУ А-а <4 нА 
КОДЕ еее. <12 нА 
Разность входных токов при Ил=-15 В, Вн = 2 кОм: 
КОД ео < 3,8 нА 
О <6бнА 
Ток потребления при Оз=-=15 В, Кн = 2 кОм: 
КУДА ое <4 мА 
О АЕ ОЙ <5 мА 
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Коэффициент усиления при Ип=-15 В, Юн = 2 кОм: 
КБ140УД17А-4 


КБ140УД17Б-4 


Коэффициент ослабления синфазных входных напряже- 

ний при Ин=-=15 В, Юн = 2 кОм, Ог == 10 В (ампл.): 
КБ140УД17А-4 
КБ140УД17Б-4 


Коэффициент влияния нестабильности источников пита- 
ния на напряжение смещения нуля при Ип=-15 В, Кн = 
=2 кОм, Иг=-1 В: 


КБ140УД17А-4 
КБ140УД17Б-4 


Частота единичного усиления при и 15 В, Ю, = 2кОм, 
ОИг=5 мВ (эф.) 


Максимальная скорость нарастания выходного напряже- 
ния при Ип=-15 В, Ан = 2 кОм, Ог=- 5,5 В 


Температурный коэффициент напряжения смещения ну- 
ля при Ип=-15 В, Ан = 2 кОм: 


КБ140УД17А-4 
КБ140УД17Б-4 


Температурный коэффициент разности входных токов 
при Ип=-15 В, Ан = 2 кОм: 


КБ140УД17А-4 
КБ140УД17Б-4 


зоо ооо чо оо оачеее о о оеч ча ко ково ь 


ооо ооо ооо фор орооо ооо ооо роо ое 


соо ооо о ото оо о фо ооо ооо чо ооо 


хочховосс ооо оч чо ооо ооо оо ва о ооо во 


офооао ро ох офф оров ео о ово ооо оо ово у 
ооо ооо оо ооо ооо ооо оо оо ооо ово охо 


ооо ооо ооо ооо ооо оо ооо ооо 
. 


зоо ооо ооо ооо ао оо оу осо оооеа 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания 


в предельном режиме 


ооо ов о ооо ооо ово оеоово 
. 


охфхоорооо фо о ооо 


Входное дифференциальное напряжение 
в предельном режиме .......,....... у ененьнь я 
Входное синфазное напряжение 


осо оо ро ово ао ооо ооо 


Максимальный выходной ток ......... ие нньиье. 
в предельном режиме 
Статический потенциал ........ у нннининььни я 


Температура окружающей среды 


ооо ро, ооо оо ууу ь 


ооо ро оо ро ооо оо 


КР140УД18 


>200. 103 
>120.103 


> 104 дБ 
> 94 дБ 


> 94 дБ 
> 90 дБ 


> 0,4 МГц 


> 0,1 В/мкс 


<-3 мкВ /°С 
< +6 мкВ /°С 


<-120 нА/°С 
<-200 нА /°С 


-=(13,5...16,5) В 
- (3...18) В 
<7В 

<30В 

<= 17 В 

< бмА 

10 мА 

< 200 В 
—10...-+ 70 °С 


Микросхема представляет собой широкополосный операционный усилитель 
средней точности с повышенным быстродействием, малыми входными токами, внут- 
ренней частотной коррекцией и полевыми транзисторами на входе. Изготовлен по 
совмещенной биполярно-полевой технологии. Содержит 57 интегральных элемен- 


тов. Корпус типа 2101.8-1. Масса не более 0,5 г. 
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АРИЯ 


Условное графическое обозначение ИМС КР140УД18 


Назначение выводов: /, 5 — балансировка; 2 — вход инвертирующий; 3 — вход 
неинвертирующий; 4 — питание (— Ип); 6 — выход; 7 — питание (-{ Ип); $8 — свобод: 
НЫЙ. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ...................... +15 В = 10% 
Максимальное выходное напряжение ................... > 11,5 В 
Напряжение смещения нуля ............ ее енеееньние < 10 мВ 
ВУОлНОн ТОК: о оао аь < 1нА 
Разность входных токов ............ зе леенениеньнь, < 0,2 нА 
ТОК ПОРреОЛеНиЯ зао оон <4мА 
Коэффициент усиления напряжения .................... >50.103 
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений .. > 80 дБ 
Коэффициент влияния нестабильности источников пита- 

ния на напряжение смещения нуля ............ ее. . > 80 дБ 
Частота единичного усиления ............ елены > 1 МГц 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Максимальное напряжение питания .................... - 16,5 В 
Максимальное входное дифференциальное напряжение .. < -24В 
Максимальное входное синфазное напряжение ......... . <-10,5В 
Сопротивление нагрузки .......... ле енненинь. > 2 кОм 
Статический потенциал ....... еее ннение 100 В 
Температура окружающей среды ..... ................. —10...-+ 70 °С 


КР140УД20А, КР140УД20Б, КМ140УД20 


Микросхемы представляют собой сдвоенные (двухканальные) операционные 
усилители средней точности с внутренней частотной коррекцией и защитой входа от, 
короткого замыкания. Содержат 82 интегральных элемента. Корпус КР140УД20 (А, 
и 201.14-1, масса не более 1,1 г, КМ140УД20 — типа 201.14-10, масса не более 

г. 
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Схема внешней цепи балансировки ИМС КР140УД20, КМ140УД20 


Назначение выводов: / — вход инвертирующий 1; 2 — вход неинвертирующий 1; 
3, 4 — балансировка [1-го канала; 4 — питание (— Оп); 5, $8 — балансировка 2-го кана- 
ла;6 — вход неинвертирующий 2; 7 — вход инвертирующий 2; 9 — питание (-{ Оп)2-го 
канала; /0 — выход 2; 12 — выход 1; 13 — питание (-{+ Ил) 1-го канала. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ...................... + 15 В 


Максимальное выходное напряжение при Ип=-15 В, 
И а о > 11,5 В 


Диапазон синфазных входных напряжений при (л=-15 В > = 12 В 
Напряжение смещения нуля при Ип=-=15 В, Юн = 2 кОм: 


КР 3020 ода о аа <3мВ 
КР140УД20Б, КМ!40УД20 ............... нь. < бмв 
Входной ток при Ип=-15 В, Юн = 2 кОм: 
КР ЗУ Д20А ооо < 80 нА 
КР140У Д20Б, КМ140УД20 ............. ле неннь. < 200 нА 
Разность входных токов при Ип==-=15 В, Юн = 2 кОм: 
КРОУ ПОД < 30 нА 
КР140УД20Б, КМ140УД20 ............. у ньнье. < 50 нА 
Ток потребления при Ин=-15 В, Ан =2 кОм ............ < 2,8 мА 
Нормирование напряжение шума при Ил=- 15 В, Ку, = 
=10, Аг = 100 Ом, | = 1 КГЦ... ннеенннь 18 нв/УГи 
Коэффициент усиления напряжения при = 15 В, 
Юн = 2 кОм: 
КРОУ 20А, пи оо ое >50. 103 
КР140УД20Б, КМ140УД20 ................ у уньь. >95.103 


Коэффициент ослабления синфазных входных напряже- 
ний при Ин=- 15 В, Юн = 2 кОм, Иг=-10В (взф.) ...... > 70 дБ 


Коэффициент влияния нестабильности источников пита- 
ния на напряжение смещения нуля при Ин=-15 В, Юн = 
=2 кОм, Иг=-1В. < 150 мкВ/В 
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Максимальная скорость нарастания выходного напряже- 
ния при Ин=- 15 В, Юн = 2 кОм, } = 50 кГц, ар = Ка = 


о И Е >> 0,3 В/мкс 
Частота единичного усиления при Ип=-15 В, Юн = 2 кОм, 
РЕВ (95 ол оо ноль. > 0,5 МГц 
Входное сопротивление при Ип=-15 В, Юн = 2 кОм: 

КРОУ 208, оао оне > 0,5 МОм 

КР140УД20Б, КМ140УД20 ................нелнь.. > 0,3 МОм 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания ............ еее ненаенинья, + (13,5...18) В 

в предельном режиме ............. не ннь. .... + (5...18) В 
Входное дифференциальное напряжение ................ <7В 

в предельном режиме ................ уе ененье, < 30В 
Синфазные входные напряжения при Ит=-15 В ........ - 14,5 В 

в предельном режиме ................. ее неньнь. + 15 В 
Максимальный выходной ток ........ ен вене, <9мА 

в предельном режиме ............... учение < 10 мА 
Максимальная емкость нагрузки в предельном режиме .. < 1000 пФ 
Статический потенциал ........... иене ннеинье 100 В 
Температура окружающей среды: 

КР140У Д20А, КР140УД20Б ........................ —10...-+ 70 °С 

КА ЗОУ ДО опорно —40...- 85 °С 


КБ140УД20-4 


Микросхема представляет собой бескорпусный сдвоенный операционный уси- 
литель средней точности. 

Схема внешней балансировки аналогична КР140У Д20(А, Б). 

Назначение выводов: 2 — инвертирующий вход; 3 —‘неинвертирующий вход; 
4— питание ( — п); 6 — выход; 7 —“питание (-+ Оп). 


Электрические параметры 


Максимальное выходное напряжение при Ип=-15 В, 

ЕЕ ОВ Юн 2 КОМ ао ори ровен —>11,5 В 
Напряжение смещения нуля при Ип=-15 В, Кн = 2 кОм < 6мВ 
Максимальное синфазное входное напряжение при 


ИСО Во вооон оса > 12В 
Входной ток при Ин=-15 В, Юн =2кОм .............-.. < 200 нА 
Разность входных токов при Ип=-15 В, Юн =2 кОм ..... < 50 нА 
Ток потребления при Ип=-+15 В, Кн =2 кОм .. ......... < 2,8 мА 
Коэффициент усиления напряжения при Итп=-15 В, Кн = 

О ао ео >95.103 
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Коэффициент ослабления синфазных входных напряже- 

ний при Ип=-15 В, Иг=-10 В (эф.), Юя =2кОм ......., > 70 дБ 
\К оэффициент влияния нестабильности источников пита- 

ния на напряжение смещения нуля при Ип=-15 В, 


О-В, ВЕКОМ ор аа < 150 мкВ/В 
Частота единичного усиления при Ит=-+15 В, Им=50 мВ 
(ОК КОМ о ен > 0,5 МГц 
Входное сопротивление ............... у еенненннх > 0,3 МОм 
Максимальная скорость нарастания выходного напряже- 
ния при Ин=-15 В, Цг=-5,5 В, Аи =2 кОм ............ > 0,3 В/мкс 
Предельно допустимые режимы эксплуатации 
Напряжение питания ............ еее нение ньния + (13,5...18) В 
в предельном режиме ..................... а + (5...18,5) В 
Входное дифференциальное напряжение ................ <7В 
Входные синфазные напряжения ........................ < + 14,5 В 
Максимальный выходной ток ........... еее неннни, < 9ЭмА 
Максимальная емкость нагрузки ............. у ььне.. < 1000 пФ 
Температура окружающей среды ........... не ни.. —45...- 85 °С 


К140УД22, К140УД2201, КР140УД22 


Микросхемы представляют собой операционные усилители средней точности с 
повышенным быстродействием, малыми входными токами и внутренней частотной 
коррекцией. Изготовлены по совмещенной биполярно-полевой технологии. Содер- 


А 
$ 
> 
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Схема внешней балансировки ИМС К140УД22 


жат 57 интегральных элементов. Корпус К140У Д22 типа 301.8-2, масса не более 1,5 г, 
К140УД2201 — типа 3101.8-1, КР140УД22 — типа 2101.8-1, масса не более 1,3 г. 

Назначение выводов К140УД22: / — свободный; 2, 6 — балансировка; 3 — 
вход инвертирующий; 4 — вход неинвертирующий; 5 — питание (— п); 7 — выход; 
$ — питание ( -- Оп). 


Общие рекомендации по применению 


При установке ИМС на платы необходимо предусматривать меры защиты 
входов ОУ от токов утечки, появление которых обусловлено разностью потенциалов 
между выходами и соседними токоулавливающими шинами. 
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Входной ток и разность входных токов удваиваются с увеличением температуры 


на каждые 10 °С. Максимальное значение входного тока можно определить из вы. 
ражения 


Твх‚тах АУ [Ьх .ОКТРрас/Т 


где Ррас — рассеиваемая ИМС мощность, Вт; Ют — тепловое сопротивление кри 
сталл-—среда. Для уменьшения входных токов и снижения их разности до требуемо 
го значения рекомендуется использовать теплоотвод. 
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Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ......... ее. 
Максимальное выходное напряжение ................... 
Максимальное синфазное входное напряжение ........... 
Напряжение смещения нуля ............. ее нененьеь я 
ВХОДНОЙ ТОК. ео 
Разность входных ТОКОВ. ро ен ная 
покорения до о оао 
Коэффициент усиления напряжения .................... 


Коэффициент ослабления синфазных входных напряже- 
о ое мск 


Коэффициент влияния нестабильности источника пита- 
ния на напряжение смещения нуля .......... нь, 


Максимальная скорость нарастания выходного напряже- 
к оо 


Время установления выходного напряжения ............. 
Температурный дрейф напряжения смещения нуля ...... 
Частота едичичного усиления .......... еее, 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания .......... еее инньнньь 

в предельном режиме; ооо аль 
Максимальное входное дифференциальное напряжение .. 

в предельном. режиме: ион ара ра аа 
Максимальные входные синфазные напряжения ......... 

в предельном режиме ............... ее еееннньь. 
РОВ НагрУуЗкИ, и ан рае 
Сопротивление нагрузки ........... еее, 
ВМКОСтТЬ НаРруЗкИ а ола 
Время короткого замыкания по входу ................... 
Статический потенциал ........ еее ненененьне 


Температура окружающей среды ........... ль... 


+15 В 10 % 
>11 В 
>10 В 
<10мВ 
<0,2 нА 
<0,05 нА 
<10 мА 
>50. 103 


>80 дБ 
>80 дБ 


—>7,5 В/мкс 
<0,5 мкс 
10 мкВ /°С 
5 МГц 


+ (13,5...16,5) В 
-=(5...18) В 
<20 В 

<30 В 
<=10 В 
<=16 В 
<10 мА 

>2 кОм 
<500 пФ 
<5с 

100 В 
—10...- 70 °С 


К140УД23 


Микросхема представляет собой быстродействующий операционный усили- 
тель с малыми входными токами, полевыми транзисторами на входе и внутренней 
частотной коррекцией. Изготовлена по совмещенной биполярно-полевой техноло- 
гии. От К140У Д22 отличается более высокой скоростью нарастания выходного на- 
пряжения и частотой единичного усиления. Корпус типа 301.8-2. Масса не более 1,5 г. 


17409423 
181499429 


Схема внешней балансировки ИМС К140УД23, КБ140УД23-4 


Назначение выводов: 2, 6 — балансировка; 3 — вход инвертирующий; 4 — вход 
неинвертирующий; 5 — питание (— Ин); 7 — выход; $ — питание ( -+ (тп). 


Общие рекомендации по применению 


При установке ИМС на платы необходимо предусматривать меры защиты 
входов ОУ от токов утечки (защитное токопроводящее кольцо в виде печатной до- 
рожки, расположенной вокруг входов ИМС). Собственная резонансная частота 
ИМС не более 1000 Гц. 

Допускается короткое замыкание по выходу на время не более 5 с. 

Входной ток и разность входных токов удваиваются с увеличением температуры 
на каждые 10 °С. Установившиеся значения входного тока и разность входных токов 
определяются из выражений 
оАТРрас/10°С 


О а АУ АГ, г оАТРрас/10°С 


, 


—/ 
вх, уст —/ Г, ® 


где Ат — тепловое сопротивление кристалл— среда (200 °С/Вт); Ррас — рассеивае- 
мая мощность. 

Для уменьшения входных токов и их разности до требуемого значения рекомен- 
дуется использовать теплоотвод. Допускается работа ИМС от источника с несим- 
метричным питанием; при этом суммарное напряжение не должно превышать 36 В, 
а минимальное — не менее 5 В. Допускается работа ИМС от одного источника; при 
этом напряжение на выводах 3 и 4 с учетом входного сигнала находится в пределах: 


((И'—2,5 В) Из,4>2,5 В (для + Оп); 
(('-+2,5 В)< Из4>—2,5 В (для — Ип). 


Электрические параметры 


Максимальное входное напряжение: 


при Ип=-=15 В, Юн=10 кОм .......... а льнььь. >-+12 В 
при Ип==-=13,5 В, Юн=2 кОм ....... еее >10 В 
Напряжение смещения нуля при Ип=-15 В, Юн=2 кОм <10 мВ 
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Максимальное синфазное входное напряжение при Ип= 


ЕЕ. В, ВЕКОМ ео о ока >-+10В 
Входиой ток при Ип=-15 В, Юн=2 кОм ................ <0,2 нА 
Разность входных токов при Ип=-15 В, Юн=2 кОм ..... <0,05 нА 
Ток потребления при Ип=-15 В, Юн=2 кОм ............ <1ОмА 
Коэффициент усиления напряжения при Ип= 13,5, 

ОКО он азы >25. 103 
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений 

при Ит=-15 В, Юн=2 кОм ......... не наььннь >80 дБ 


Коэффициент влияния нестабильности источника питания 
на напряжение смещения нуля при Ит=-15 В, А.=2 кОм >80 дБ 
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения 


при Ин=-15 В, Кн=2 кОм .......... не нннььна >30 В/мкс 

Время установления выходного напряжения при Ип=- 15 В, 

НЕО КОМ. о асе <0,75 мкс 

Частота единичного усиления при Ип=-15 В, Юн=2 кОм >10 МГц 
типовое значение .......... иене ньнньна. 20 МГц 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания ............... ее ланнинеуныя —=(13,5...16,5) В 
в предельном режиме .................зъеннееньи я -(5...18) В 
Синфазные входные напряжения ........... не, <=10 В 
Входное дифференциальное напряжение ............... <30 В 
Максимальный ток нагрузки ......... зе еееннььн <8 мА 
Сопротивление нагрузки ............ ее еененьь >2 кОм 
Температура окружающей среды .......... нь. —10...-4+70 °С 


КБ140УД23-4 


Микросхема представляет собой бескорпусной операционный усилитель сред- 
ней точности, с малыми входными токами. Изготовлена по совмещенной биполярно- 
полевой технологии. 

Схема внешней балансировки соответствует К140УД23. Сопротивление рези- 
стора А: = 220 кОм + 10%. Допускается использовать ИМС при А! = 20 кОм. | 

Назначение выводов: 3 — вход инвертирующий; 4 — вход неинвертирующий! 
5— питание (-{- Ип); 7 — выход; 8 — питание (— Ип). 


Общие рекомендации по применению 


При установке ИМС на платы необходимо предусматривать меры защиты вхо- 
дов ОУ от токов утечки. 

Входной ток и разность входных токов удваиваются с увеличением температуры 
на каждые 10 °С. Установившееся значение исходного тока и разность входных токой 
определяются из выражений 


[вх‚уст== [вх ь о(ЕТРрас) /10 °С, 
А [вх,уст==А [вх. 2(АТРрас) 110 в 


где Ат — тепловое сопротивление кристалл— среда (200 °С /Вт); Ррас — рассеивае“ 
мая мощность. 
Для уменьшения входных токов и их разности до требуемого значения рекомен- 
дуется использовать теплоотвод. ь 
Допускается работа ИМС от источника с несимметричным напряжением; при 
этом суммарное напряжение не должно превышать 36 В, а минимальное — не 
менее 5 В. 
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При Ивх‚‹ф>> Овх‚сф,тах на выводе 7 устанавливается положительное напряже- 
ние, соответствующее Ивых, тах. 

Допускается работа ИМС от одного источника питания; при этом напряжение 
на выводах 3 и 4 с учетом входного сигнала находится в пределах 


(Ип—3,5 В)> И3,4>2,5 В (для + Ил); 
(Ип- 3,5 В) 03,4<—2,5 В (для — Им). 


Работоспособность микросхемы сохраняется при Ин=-5 В. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ..................... +15 В 
Максимальное выходное напряжение при Ип=- 15 В, 

КОМ оо В а ба >ИВ 
Напряжение смещения нуля при Ип=-15 В, Юн=2 кОм <9,9 мВ 
Входной ток при Ип=-15 В, Ан=2 кОм ................ <0,22 нА 
Разность входных токов при Ит=-15 В, Юн=9 кОм ..... <0,056 нА 
Ток потребления при Ип=-Е 15 В, Ан=2 кОм ............ <10 мА 
Коэффициент усиления напряжения при Ип==- 15 В, 

ПВО КОМ ое ое о > 25.103 
Частота единичного усиления при Ип=-+15 В, Юн=9 кОм, 

(Лг=50 мВ (эф.), Сн<15 о ое >10 МГц 
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения 

при Ип==15 В, Юн=2 кОм, }=67 кГц ........ нь... >30 В/мкс 
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений 

при Ип==15 В, Юн=2 кОм ........... а еанекиньяя >80 дБ 


Коэффициент влияния нестабильности источников. питания 
на напряжение смещения нуля при Ип=-=15 В, К„—=2 кОм 280 дБ 


Спектральная плотность шума на частоте 1 кГц, Ип=-15В  22нВ/\Гц 
Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания .......... лее енееньнния = (13,5...16,5) В 

в предельном режиме ................ зе енеьнььа. +18 В 
Синфазные входные напряжения ........... у еььь. <-10 В 

в предельном режиме ............... зе леееньеьь. +16 В 
Входное дифференциальное напряжение ......... о <30 В 
Токнаррузки” оао ель ва <8 мА 
Сопротивление нагрузки ........... ее ененьнь я >2 кОм 
Время короткого замыкания по выходу ................. <5с 
Статический потенциал ........... а еееееньеье 200 В 
Температура окружающей среды ............ у еньь. —10...70 °С 


Серии К142, КБ142, КР142 


Микросхемы серий К142, КБ142, КР142 — стабилизаторы напряжения (СН). 
Они используются во вторичных источниках электропитания (ИВЭП) и служат для 
обеспечения заданного качества и стабильности выходных напряжений и токов и 
сглаживания пульсаций вне зависимости от Характера изменений параметров пер- 
вичных источников питания и других дестабилизирующих факторов. Стабилизато- 
ры напряжения подразделяются по принципу действия на параметрические, ком- 
пенсационные и импульсные (ключевые). 

Параметрические стабилизаторы — это нелинейные ограничители значений 
стабилизирующего параметра (например, на основе стабилитронов). 

Стабилизаторы напряжения компенсационного типа состоят из регулирующего 
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элемента (обычно мощного одиночного или составного транзистора), усилителя сиг] 
нала рассогласования (сигнала ошибки), источника опорного (эталонного) напря: 
жения и схемы сравнения (делителя напряжения). Они подразделяются на СН с 
фиксированным и регулируемым выходным напряжением. К последним относятся 
также СН «взвешенного» типа или с «плавающим» потенциалом (универсальные); 
в которых используется внешний делитель, что позволяет в широких пределах регу- 
лировать выходное напряжение. 

Стабилизаторы напряжения могут быть однополярные (положительные или 
отрицательные) и двуполярные, обеспечивающие одновременно как положительное, 
так и отрицательное выходное напряжение, причем изменение выходного напряже. 
ния одной полярности автоматически приводит к такому же (по абсолютной величи` 
не) изменению выходного напряжения другой полярности. 

С помощью внешних элементов в СН можно изменять значения выходных на- 
пряжений или увеличивать выходные токи, применяя мощные транзисторы. 

При работе СН возможны критические режимы, поэтом) они могут иметь за- 
щиту от короткого замыкания, перегрузок по току, напряжению или мощности 
тепловую защиту. Для защиты регулирующих транзисторов при токе нагрузки, 
превышающем допустимое значение, применяется схема защиты, которая перево- 
дит эти транзисторы в закрытое состояние и обеспечивает ограничение выходног( 
тока. 

Наиболее универсальным видом защиты является тепловая защита, автомати 
чески отключающая СН при перегреве кристалла независимо от причины перегре 
ва. В качестве термочувствительных элементов используются транзисторы, распо 
ложенные непосредственно вблизи регулирующих транзисторов. Пока температур: 
кристалла меньше критической, транзисторы схемы защиты закрыты и не влияют 
на работу СН. Если температура кристалла превышает критическую (150...175 °С) 
то ток транзисторов — датчиков температуры резко возрастает, транзисторы защи 
ты открываются и база регулирующего транзистора соединяется с корпусом, т. е 
происходит его запирание. При этом выходной ток уменьшается до тех пор, пока 
температура кристалла не уменышится. 


К142ЕНТА, К142ЕНТБ, К142ЕН1В, К142ЕНТГ, 
КР142ЕНТА, КР142ЕНТБ, КР142ЕН1В, КР142ЕНТГ, 
К142ЕН2А, К142ЕНОБ, К142ЕН2В, К142ЕН?2Г, 
КР142ЕН2А, КР142ЕН2Б, КР142ЕН2В, КР142ЕН?2Г 


Микросхемы представляют собой стабилизаторы напряжения компенсацион 
ного типа с регулируемым выходным напряжением положительной полярности 
3...12 В [К142ЕН1(А—Г), КР142ЕН1(А—Г) и 12...30 В [К142ЕН2(А— Г) 
КР142ЕН(А— Г)] итоком нагрузки 150 мА. Имеют защиту от короткого замыкания 
и перегрузок и схему дистанционного выключения внешним сигналом. Для регули: 
ровки выходного напряжения применяется внешний делитель. Для повышения ста: 
бильности в К142ЕН2(А— Г), КР142ЕН2(А— Г) предусмотрен вывод для подключе: 
ния внутреннего источника опорного напряжения к внешнему источнику питания 
Содержат 24 интегральных элемента. 

Корпуса К142ЕН1(А—Г) и К!42ЕН2(А—Г) типов 402.16-7 и 4112.16- 18 
КР142ЕН(А—Г)и КР142ЕН2(А—Г) — типа 2102.14-1. Масса микросхем в корпуса: 
402.16-7 и 4112.16-15 не более 1,4 г, в корпусе 2102.14-1 — не бодее 1,2 г. 
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Основные схемы включения К142ЕН1(А — Г), К142ЕН2(А — Г) (а)и 
КР142ЕН1(А— Г), КР142ЕН2(А — Г) (6): 


Ю1, Ю2 — делитель выходного напряжения; ЮЗ — резистор нагрузки; С/, С2 — кор- 
ректирующие конденсаторы; С3, С4 — выходные конденсаторы 


Назначение выводов: 

К142ЕН(А—Г) и К142ЕН2(А—Г): 2 — фильтрация; 4 — вход 2; 6 — опорное 
напряжение; $ — общий (— п); 9 — выключатель; /0, 11 — защита по току; 12 — 
регулировка выхода; /3 — выход 1; /4 — выход 2; 16 — вход 1. 

КР142ЕН1(А— Г) и КР142ЕН2(А—Г): [, 2 — защита по току; 3 — обратная 
связь; 4 — вход дифференциального усилителя; 5 — опорное напряжени:; 6, 9 — не 
используются; 7 — общий ( — Оп); $8 — выход 1; 1/0 — выход 2; 11 — вход 2; 12 — вход 
|; 13 — коррекция; 1/4 — выключатель. 


Общие рекомендации по применению 


Крепление ИМС к печатной плате осуществляется методом распайки выводов 
корпуса. При этом радиатор также распаивается: 


133 


к металлической теплоотводящей шине, закрепленной на печатной плате, — в 
случае использования дополнительного теплоотвода, 

к печатной плате — без использования дополнительного теплоотвода. 

Формовка выводов ИМС не допускается. 

Металлическая шина или печатная плата должна быть изолирована какот «--» 
и «—» входного и выходного напряжений, так и от заземления (общего вывода) 
Контакт корпуса ИМС с токопроводящими и заземленными элементами аппарату: 
ры не допускается. 

Допускается заземление (соединение с общим выводом) как «+», так и «—» выход: 
ного напряжения ИМС; при этом «-» и «—» входного напряжения (аккумулятора 
выпрямителя, фильтра) должны быть изолированы от заземления (общего вывода). 


т 


К2 
ПРРЕНИ /) уби+я% 


РЕЯ А-Г) 


Основные схемы включения К142ЕН1(А — Г), К142ЕН2(А — Г) (а) и схемы вклю- 
чения КР142ЕНКА — Г), КР142ЕН2(А — Г)(б) с внутренней защитой от коротких 
замыканий: 

Ю4 = 0,7 В / 0,35 мА — 2 кОм; 

Ю5 = (Ивых + 0,5 В) / 0,3 мА, кОм (делитель базы транзистора защиты); 
Юб = 0, 5В / пор, Ом (резистор защиты); 

[пор — значение /Гвых при включении транзистора защиты (при [вых/ [вых тахА 2,2) 
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Не рекомендуется подведение каких-либо электрических сигналов, в том числе 
шин «питание» и «земля» к незадействованным выводам корпуса ИМС. 

Разрешается производить монтаж ИМС 2 раза, демонтаж 1 раз. 

При любых условиях эксплуатации минимальный ток делителя равен 1,5 мА- 15%. 
После пребывания ИМС при напряжениях, меньших Ох, пит, Овых, пит, их работоспо- 
собность не нарушается. 

Разрешается использовать К142ЕН1(А—Г)и КР142ЕН(А— Г) при Ивх.ии==5,5 В 
в схеме с дополнительным источником питающего напряжения, превышающим 9 В, а 
К142ЕН2 (А—Г), КР142ЕН2(А—Г) — при выходных напряжениях до Ивых,пт== 3 В 
(при этом электрические параметры и условия эксплуатации остаются в пределах 
норм, указанных в технических условиях для диапазона Ивых== 12...30 В). 

Ниже приводятся некоторые варианты включения микросхем. 


42 д/мк 


Схемы включения К142ЕН1(А — Г), К1432ЕНЗ(А — Г) (а) иКР142ЕНКА — Г), 
КР142ЕН2(А — Г) (6) при использовании отдельного источника питания схемы 
управления 
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62 2Умк 


Схемы включения К142ЕН (А — Г), К142ЕН2 (А — Г) (а) КР142ЕН! (А — Г), 
КР142ЕН2(А — Г) (6) с внешним транзистором для увеличения выходного тока 


ИЛ4РЕЙЛА-Г) 


ЛЗЕИР(А-7) 
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Схемы выключения К142ЕН1(А — Г), К142ЕН(А — Г) (а) и КР142ЕН((А — Г), 
КР142ЕН2(А — Г) (6) внешним сигналом. Ю4 выбирается из уеловия протекания в 
цепи выключения тока не более 3 мА. Минимальный ток, необходимый для сраба- 

тывания схемы, 0,5 мА; $А — ключ для подключения внешнего сигнала 


Амплитуда переходного процесса при фронте импульса тока не более | мкс и 
скачкообразном изменении тока от максимального значения до нуля (или наоборот) 
не превышает 2% от выходного напряжения. 

Основные расчетные соотношения (расчет режима): 


Овых-{ И пд,пит , 


Ох, — 1 6 Й 
10 Ррас тах— /потОвх 
[ Аж — ел: 
ВН 25 к Ипдлии т 


максимальная нестабильность выходного напряжения: 
из-за изменения входного напряжения 


6 0,%=-5 ЦвьКи -НА (6 Чвхьых); 
из-за изменения выходного тока 
ВТ = |Гьыха — Гьын| { КА/ +А[(—- 50,0}: 
из-за изменения температуры окружающей среды 
60, %= а И|АТ|, 
где 6= [И вх! — Оха! /Ц вх! — относительное изменение входного напряжения; ви— 


относительное изменение выходного напряжения при изменении входного, %; А — 
коэффициент пропорциональности, равный 0,75. 10—3% /Вт (при частоте изменения 
входного напряжения и выходного тока, большей 10 Гц, коэффициент А принимается 
равным нулю); 6 / — относительное изменение выходного напряжения при измене- 
нии выходного тока, %; 50 — относительное изменение выходного напряжения при 
изменении температуры окружающей среды, %; А Т — наибольшее изменение тем- 
пературы окружающей среды, °С; (/вых2— Гвых1 /— изменение выходного тока при 
измерении (45 мА); Ррас.тах — максимальная рассеиваемая мощность для наиболь- 
шей температуры окружающей среды. 


т > Той 
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Электрические параметры 


Выходное напряжение при Ивх==20 В, /вых=50 мА ....... 0,5 В 
Минимальное падение напряжения при /вых=150 мА: 
для схем с совместным питанием .................. <4,5 В 
для схем с раздельным питанием .................. <2,5 В 


Ток потребления 
К142ЕН1(А— Г), КР142ЕН1(А— Г) при Овх=20 В, 


ПВ оао ем <4 МА 
К142ЕН2(А— Г), КР142ЕН(А—Г) при (вх = 40 В, 
Оъых ЕО. В, ое ао ааа <4 мА 


Нестабильность по напряжению: 
при ОИвх=90 В, Овых=12 В, [вых==50 МА: 


К142ЕНЛА, КР142ЕН1А .................ьь. <0,3%/В 
К!142ЕН1Б, КР142ЕНЦБ ....................... <0,1%/В 
К142ЕН1В, КР142ЕН1В ............ нь... <0,5% /В 
К142ЕН1ТГ, КР142ЕН Г ....... у ньньь, <0,2% /В 
при Овх=40 В, (Овых=30 В, рых=50 МА: 
К142ЕНЗА КР142ЕН?А ....................... <0,3% /В 
К142ЕН?ЗБ, КР142ЕН?Б ....................... <0,1%/В 
К142ЕНЗВ, КР142ЕН?ЗВ ....................... <0,5%/В 
К142ЕН2Г, КР142ЕН?Г ............. ель, <0,2%/В 
Нестабильность по току при Ивх=16,5 В, Ивых=12 В: 
К142ЕНТА, КР142ЕНЛПА, К142ЕН?ЗА, КР142ЕНЗА ... <1!1,1%/А 
К!142ЕН1Б, КР142ЕН1Б, КР142ЕНИГ, К142ЕН?Б, 
КР142ЕН?ЗБ, КР142ЕН?Г ........... уе леньнь, <4,4%/А 
К142ЕН1В, К142ЕН?ЗВ ............ ее ньльньньь <44,4%/А 
К142ЕН1Г, КР142ЕН1В, К142ЕН?Г, КР142ЕНЗВ ... <22,2%/А 


Дрейф выходного напряжения (за 500 ч): 
К!142ЕН(А—Г), КР142ЕН(А—Г) при Овх=20 В, 


[вых==50 МА Е а а и ааа <0,5% 
К142ЕНЗ(А—Г), КР142ЕН\(А—Г) при Ивх=40 В, 
Гвых=50 о о р одни <0,5% 


Температурный коэффициент напряжения при Овх=12 В: 
К142ЕНИКА, Б), КР142ЕН(КА, Б), К142ЕН(А, Б), 


КР142ЕНЗ(А, Б) ....... нина ннннньнь <0,01% /°С 
К142ЕН1В, КР142ЕН1В, К142ЕНЗВ, КР142ЕНЗВ ... <0,05%/°С 
К142ЕН1Г, КР142ЕН1Г, К142ЕН2Г, КР142ЕНЗГ ... 50,03% /°С 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 
Максимальное входное напряжение при Ррас< Ррас,тах И 


Т=—45...+85°С: 
К142ЕНКА—Г), КРААЗЕНКА—Г) ................. р: 
К142ЕН(А—Г). КР149ЕНХ(А-—Г) ........... 40 В 
Минимальное входное напряжение. 
при Ррас< Ррас,тах И Т=—45...+85°С: окна УВ 


К142ЕНКА—Г) 
при Ррас< Ррас.тах И Т=— 10...4+70 ааа 9В 
КР142ЕНКА—Г) 


138 


Максимальное выходное напряжение: 
при Ррас< Ррас,тах И Г=—45...+ 85 г 
о 
КРЕНА Г 
при Ррас— Ррас,тах И Т=10...+70 с: 
КР!42ЕНКА— Г)... ааа... 
КРЕНА Е ад ор 
Минимальное выходное напряжение: 
при Ррас< Ррас,тах И Т=—45...4+85°С: 
К142ЕНКА-Г) (нано. 
о 
при Ррас< Ррас,тах И Т=— 10...+70°С: 


КРАЗ2ЕНКА РУ о ооо 
КР 2ЕН (А = Г}. ольхи а 
Минимальное падение напряжения при Г=— 10...70 °С для 


любых значений /вых: | 

при совместном питании схемы управления для 

КР142ЕН(А—Г), КР142ЕН2(А—Г), ............... 

при раздельном питании схемы управления 

для КР142ЕН(А—Г), КР142ЕН2(А-— Г) ............ 
Максимальный выходной ток (с учетом тока внешнего де- 
лителя) при Ррас< Ррас,тах ВО всем диапазоне входных и 
выходных напряжений ............. еее ьненье, 
Максимальная рассеиваемая мощность: 

при 7=—45...-+55 °С для К142ЕН (А— Г), 

КЕ НЕЕ ооо оральное 

при 7=.-+85 °С для К142ЕНКА— Г), 

КАЗНА), оао 

при ГТ=— 10...55 °С для КР142ЕН (А— Г), 

КРЕНА Е) ва 

при ГТ=--70 °С для КР142ЕН(КА— Г), 

КРЕНА ЕЕ) о. 
Максимальная импульсная рассеиваемая мощность при 
длительности импульса до | с с периодом повторения не 
МЕНЕЕ о МИН” оо а роны 


12 В 
30 В 


12В 
30В 


ЗВ 
12 В 


ЗВ 
12 В 


4,5 В 


2,5 В 


150 мА 


0,8 Вт 
0,55 Вт 
0,8 Вт 


0,55 Вт 


<3ЗРрас, тах 


Примечание. Ррас.тах в промежуточном диапазоне температур снижается 
по линейному закону. Непрерывная работа в предельных режимах разрешается не 


более | ч. 


Пожароопасный аварийный режим: Ррас=0,95 Вт, /вых=180 мА. 


К142ЕНЗА, К142ЕНЗБ, К142ЕН4А, К142ЕНАБ 


Микросхемы представляют собой мощные стабилизаторы напряжения с регу- 
лируемым выходным напряжением положительной полярности от 3 до 30 В с защи- 
той от перегрева и перегрузок по току. Корпус типа 4116.8-2. Масса не более 3 г. 
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Схема включения ИМС К!142ЕНЗ(А, Б) Схема включения ИМС К!42ЕНЗ(А, Б) 
и К!142ЕНА(А, Б) с тепловой защитой и К!142ЕНА(А, Б) с внутренней защитой 
от перегрузок по току 


Назначение выводов: 2 — вход схемы защиты; 4 — вход сигнала обратной свя- 
зи; 6 — выключатель; 8 — общий; 11, 17 — коррекция; 13 — выход; 15 — вход. 


Общие рекомендации по применению 


Допускается заземление как «--», так «—» выходного напряжения; при этом в 
случае заземления «--» выходного напряжения ИМС «<->» и «—>» входного напряже- 
ния (аккумулятора, выпрямителя, фильтра), а также корпус ИМС должны быть 
изолированы от заземления (общего вывода). 

При выборе делителя выходного напряжения при всех условиях эксплуатации 
следует руководствоваться следующим: 

минимальный ток делителя 1,5 мА 15%; 

сопротивления резисторов Ати Ю2 выбираются из условия 

И Ос (К1- Е?) 
вых — Ю2 й 
где Ис — напряжение обратной связи на выводе 4 (Ис=2,6 В+10%). 

`Разрешается эксплуатация ИМС при Ивхти=8,5 В; при этом Ки< 0,15% /В. 

В диапазоне входных напряжений 45...60 В выходное напряжение не превышает 
1,15 Ивых уст, где Овых,уст — установленное значение выходного напряжения. 

При всех условиях эксплуатации емкость конденсатора С/ на входе должна 
быть более 2,2 мкФ+ 20%, а расстояние от конденсатора до ИМС — не более 70 мм. 

При наличии сглаживающего фильтра входного напряжения и отсутствия ком- 
мутирующих устройств между выходным конденсатором фильтра источника пита- 
ния и ИМС, приводящих к нарастанию входного напряжения, а также длине соеди- 
нительных проводников меньше 70 мм входной емкостью может служить выходная 
емкость фильтра (если она более 2,2 мкФ 10%). В этом случае гарантируется 
отсутствие генерации на входе с амплитудой более Их, тах. 

Для увеличения надежности ИМС рекомендуется использовать внутреннюю 
защиту от перегрузок по току и тепловую защиту. 

При эксплуатации ИМС степловой защитой температура ее корпуса не должна 
превышать -- 100 °С. Сопротивление ограничительного резистора КЗ для регулиро- 
вания порога срабатывания тепловой защиты в диапазоне температур корпуса 
-+65...100 °С определяется из выражения 


_ КТк—6,65 
—1—04эКТ, 


где К=0,037 1/°С; Гк — температура корпуса, при которой необходимо срабатыва- 
ние тепловой защиты. 
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ЮЗ 


Ом, 


‚ При эксплуатации ИМС с внутренней защитой от перегрузок по току допуска- 
ется: 
не включать резистор Ю5 при Тк< 100 °Си Ивх—<20 В; 
не включать резисторы Аб и К7 при Гк< 100 °Си Ивх< 15 В. 


Ограничительный резистор токовой защиты определяется из выражения 
| М — М- 0,023(0к- Ц 
Ю5. би ( |: вых) 
Гпор 


где М==1,25 В; №=0,5 Ом: [пор — величины, определяемые параметрами ИМС; 
[пор<< 1,25 [вых, тах. На приведенных схемах включения Ю7>>5,4 кОм. 

В схеме выключения ИМС внешним сигналом ограничительный резистор Аб, 
кОм, определяется из выражения 


В7(1-4К1А7)К>Ивыкл— ВТ(1 + 2К1Е7) 
ПК: А7(0,6 + 0,7К1А7) К 

К7(1  4К:К7)К2>Ивыкл — К7(1,8 + 5К1А7) 
2 1,8  10К!Ю7(1,2 + 2К:Ю7) 


где К!1=0,1 1/кОм; К2=1 1/В; напряжение выключения 0,9< Ивыкл <45 В. 
Потребляемый от источника выключения ток менее 3 мА. 


#2 


+о о-+ 
19] |7 М 


ИМЕНИЯ, 5) и й 
1742/74 (А, 5, 
ИМ (/ == сы 7 ых 


(Лыкл и р 
—С 
—С ® 


Схема выключения ИМС К142ЕНЗ(А, Б)и К142ЕНА4(А, Б) с тепловой защитой 


В схеме включения ИМС с внешним транзистором 7 для увеличения выходного 
тока между выводами 8 и [3 допускается включать резистор Аз, сопротивление 
которого определяется параметрами транзистора. 


+0 
Лх 


| 
- 


ИМРЕНЯ (А, 5) 


и #2214 (1,5) 


2 
Е и 


Схема включения ИМС К!42ЕНЗ(А, Б)и К142ЕНА4(А, Б) с внешним транзистором 
для увеличения выходного тока 
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Электрические параметры 
Нестабильность по напряжению при Ивх=45 В, Овых=30 В, 
вых=10 МА А о О В о арен о аа 0,05% /В 


Температурный коэффициент напряжения при Ивх=20 В, 
Овых=5 В, вых==10 мд: 


К142ЕНЗА, К142ЕНАА. авео <0,01% /°С 
К142ЕНЗБ, К142ЕН4Б ............... зе ененньвя <0,02% /°С 
Дрейф напряжения (за сутки) при Ивх=45 В, Овых==30 В, 
[вых==10 МА о ь а О ее п Ва ое <0,15% 
Минимальное падение напряжения при (вх=19 В, Ивых==15 В: 
К142ЕНЗА, К142ЕНЗБ ........... не енььнь. <3В 
К142ЕНАА, К142ЕНА4Б .............. ле ньььнь. <4В 
Нестабильность по току при Ивх=19 В, Ивых=15 В: 
К142ЕНЗА, КЫ2ЕНАА. ое ааа <0,25% /А 
К 42ЕНЗЬ, К142ЕНАБ д повара <0,33% /А 
Ток потребления при Ивх=45 В, Ивых=30В ............. <10 мА 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 
Максимальное входное напряжение: 


К142ЕНЗА, К142ЕНАА ........................ьь. <45 В 

К142ЕНЗБ, К142ЕНАБ ................. лье. <40 В 
Минимальное входное напряжение: 

К142ЕНЗА, К142ЕНАА ............. еее. <9В 

К142ЕНЗБ, К142ЕНАБ, зоо чан <9,5 


Максимальный выходной ток (с учетом тока делителя) 
при Ррас=Ррас, тах: 


К142ЕНЗА, К142ЕН4А ................ъеенььне, <1А 
К142ЕНЗБ, КЫ2ЕНАБ, ок еончааьа <0,75 А 
Максимальная рассеиваемая мощность: 
при —45...-+85 °С, Ивх<30 В ........ неее, 6 Вт 
Овх>30 В: ища. р ие ле Ее. 4 Вт 
при Гк=-- 100 °С, Овх<30 В .......... ее неньнь, 2,5 Вт 
РО В ее. 1,5 Вт 
Температура окружающей среды ...................... —45...+85 °С 


К142ЕНБА, К142ЕНББ, К142ЕНБВ, К142ЕНБГ, 
КР142ЕН5БА, КР142ЕН5Б, КР142ЕНЬВ, КР142ЕНБГ 


Микросхемы представляют собой мощные стабилизаторы напряжения с фик- 
сированными выходными напряжениями положительной полярности 5 и 6 В и током 
нагрузки 2 иЗА. Имеют встроенную защиту от короткого замыкания, защиту от 
перегрузок по току иот перегрева кристалла. Содержат 39 интегральных элементов. 
Корпус К142ЕН5(А — Г)типа4116.4-2, масса не более Зг, КР142ЕН5(А — Г)— типа 
КТ28-2, масса не более 2,5 г. 


Типовая схема включения ИМС К142ЕН5(А — Г), КР142ЕН5(А — Г) 
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Назначение выводов: 2 — выход; 9 — общий; /7 — вход. 
Общие рекомендации по применению 


Крепление ИМС осуществляется непосредственно к печатной плате или через 
переходные элементы методом распайки выводов корпуса на печатную плату. При 
этом радиатор крепится винтами: 

к металлической теплоотводящей шине, закрепленной на печатной плате, — в 
случае использования дополнительного теплоотвода; 

к печатной плате — без использования дополнительного теплоотвода. 

В качестве вывода ”общий” наряду с выводом 8 рекомендуется использовать 
корпус ИМС. 

Разрешается производить монтаж 2 раза, демонтаж | раз. 

Допускается подача напряжения на выход ИМС до 8 В при`отсутствии напря- 
жения на входе. 

При включении ИМС на повышенные значения выходного напряжения (см. 
соответствующую схему включения) допускается увеличение входного напряжения 
до 20 В при условии, что разность напряжений между входом и выходом находится в 
пределах 2.5...10 Ви Ррас<Ррас,тах. 

Сопротивление резистора Ю2 определяется из выражения 


2 = | Овых! — Оъыьх | Е 1/ Ивых/потЕ 1, 
где Овых и Овых! — выходные напряжения; /пот — ток потребления. 


Схема включения ИМС К!42ЕН5(А — Г), КР142ЕН5(а — Г) на повышенные 
значения выходного напряжения 


При всех условиях эксплуатации емкость входного конденсатора должна быть 
не менее 2,2 мкФ - 20 %, аего расстояние до ИМС — не более 70 мм. При наличии 
сглаживающего фильтра входного напряжения (если между выходным конденсато- 
ром фильтра источника питания и ИМС нет коммутирующих устройств, приводящих 
к нарастанию входного напряжения, и длина соединительных проводников не пре- 
вышает 70 мм) входной емкостью может служить выходная емкость фильтра, если 
ее значение не менее 2,2 мкФ + 20 %. В этих случаях гарантируется отсутствие 
генерации на входе с амплитудой, превышающей Овх, тах. 

Низшая резонансная частота ИМС 7 кГц. 

Температура кристалла, при которой происходит выключение ИМС, составля- 
ет 165 - 19 °С. 


Электрические параметры 


Выходное напряжение при Ох = 10 В, Гвых = 10 мА: 


К122ЕНЬА, КР142ЕНЗА: ола 4,9...5,1 В 

К142ЕНЬБ, КР142ЕНЬБ 3 ооо ааа 5,88...6,12 В 
КАЗ2ЕНЬВ, КР142ЕНЬВ 3. 4,82...5,18 В 
КААЗЕНЬГКР142ЕНЬЕ ооо ыы 5,79...6,21 В 
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Ток потребления при Ивх = 15 В ...........еененньнн < 10 мА 
Нестабильность по напряжению при Ивх = 10 В, [вых = 


А < 0,05 %/В 
Нестабильность по току: 
при Овх = 8,3 В для К142ЕН5А, К142ЕНБВ .......... <1%/А 
при Их = 9,3 Вдля К142ЕНББ, К142ЕНБГ........... <1%/А 
Температурный коэффициент напряжений при Их = 10 В, 
[вых == 10 МА: 
К142ЕБЬА, К142ЕН5Б еде. < 0,02 % /°С 
К142ЕНЪЗВ, К142ЕНБГ ............ ен... а < 0,03 % /°С 
Дрейф выходного напряжения (за 500 ч) при Ивх = 15 В, 
[вых = 500 мА, Гк = 100 °С И ВИ. < 1,5 % 
Предельно допустимые режимы эксплуатации а 
Максимальное входное напряжение в диапазоне темпера- 
тур Гк = —45...-+-100 °С, Ррас<Ррас,тах и разности напря- 
жений между входом и выходом 2,5...10В ................ 15 В 
Предельное входное напряжение в диапазоне температур 
Тк —— —45...+100 2. Ррас<Ррас,тах, длительности им- 
пульса 10 мс и скважности 2 ............ еее. 20В 
Максимальное входное напряжение в диапазоне темпера- 
тур Тк = —45...- 100 °Си Ррас<Ррас,тах 
[вых = 2,2 А для К142ЕН5А ............. у ееньььь, 7,5 В 
[вых = 1,2 А для К142ЕНБВ ........... ел уеььньь, 7,5 В 
[вых = 2,2 А длЯ К142ЕН5Б а аа 8,5 В 
[вых = 1,2 А ДлЯ К142ЕНЭГ а ам Раны 9 ей 8,5 В 


Максимальный выходной ток: 
при Тк = —45...- 100 °Си Ррас< Ррас, тах: 


К142ЕН5А, К142ЕНББ, КР142ЕНЪА, 
КРАЕ олд ео 2А 


К!142ЕНБВ, К142ЕНЬЗГ, КР142ЕНЗВ, КР142ЕНЬГ 1,5А 
при Тк = —20...+40 ° ($ И Ррас<Ррас,тах: 
К142ЕНБА, К142ЕН5Б, КР142ЕН5А, 


КРАЕ НЬБ пора паи еоноьь ЗА 
_ К142ЕНБВ, К142ЕНЬГ, КР142ЕНЗВ, КР142ЕН5Г 2А 
Статический потенциал .......... еее еееееееенньк, 2000 В 
Максимальная рассеиваемая мощность: 
а 10 Вт 
Рене РОС о ое 5 Вт 
Температура окружающей среды ............ нь... — 45... 100° С 


Примечание. Изменение /вых, тах И Ррас.тах В Промежуточных диапазонах 
температур происходит по линейному закону. 
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К142ЕНбА, К142ЕНББ, К142ЕНбВ, К142ЕНБГ, 
К142ЕНБД, К142ЕНбЕ 


Микросхемы представляют собой двухполярные стабилизаторы напряжения с 
фиксированным выходным напряжением -+ 15 В итоком нагрузки 200 мА. Содержат 
77 интегральных элементов. При эксплуатации допускается подключение нагрузки 
к какому-либо одному или одновременно к двум выходам (каналам) микросхемы. 
Корпус типа 4116.8-2. Масса не более 3 г. 


Типовая схема включения 
ИМС К!42ЕН6б(А — Е) 


< 
х 
О 
м 
хх 
х 
х 


Назначение выводов: 2 — регулировка; 4 — выход (—); 6 — вход (—); $8 — об- 
щий; // — коррекция (-{); 1/3 — выход (-); 15 — вход (- ); 17 — коррекция (—). 


Общие рекомендации по применению 


При эксплуатации ИМС по основным схемам включения допускается подклю- 
чение нагрузки как к одному любому каналу, так и к двум каналам одновременно. 
Общие шины источника входного напряжения должны быть подключены к выводу 
8. При подключении нагрузки только к положительному каналу входное напряжение 
на отрицательном канале должно быть | Ох | >> | Овых| - | Ипдит|. При подключе- 
нии нагрузки только к отрицательному каналу входное напряжение на положитель- 
ном канале может быть уменьшено до 10 В. При подключении нагрузки одновремен- 
но К двум каналам допускается эксплуатации ИМС как при несимметричном 
входном напряжении на каналах, так и их несимметричной нагрузке выходным 
током. В этом режиме максимальные значения выходного тока, входного напряже- 
ния и рассеиваемой мощности не должны превышать предельно допустимых норм, 
а [ Фвх,пиа | =| Овых | + пд, пи |. 

Микросхемы К142ЕНб(А —Е) предусматривают возможность регулировки 
выходного напряжения в диапазонах 5...15 и 15...25 В (см. соответствующие схемы 
включения ). 


Схема регулировки выходного напря- 


Схема регулировки выходного напря- жения каналов ИМС К142ЕНб(А, Б, Д) 
жения каналов ИМС К!142ЕНб(А — Е) для увеличения напряжения в диапазо- 
для уменьшения напряжения в диапа- нах - (15В + 20% ...25 В + 10%)и 

зонах - (5 В — 10 % ... БВ — 20%) К!42ЕН6В, Г, Е) — до + (20В + 10%} 
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При применении ИМС с регулировкой Ивых предпочтительиее использовать 
К142ЕН6Д и К!142ЕНбЕ. Регулировка осуществляется одновременно по обоим ка- 
налам; при этом параметры ИМС могут отличаться от норм, указанных в ТУ для 
Овых== 15 В. 

Крепление ИМС осуществляется непосредственно к печатной плате или через 
переходные элементы методом распайки выводов корпуса на печатную плату. При 
этом радиатор закрепляется винтами: 

к металлической теплоотводящей шине на печатной плате — в случае исполь- 
зования дополнительного теплоотвода; 

к печатной плате — без использования дополнительного теплоотвода. 

Разрешается производить монтаж 2 раза, демонтаж | раз. 

Низшая резонансная частота микросхемы 13 кГц. 


Электрические параметры 


Выходное напряжение при Ивх=-+20 В, [вых=-5 мА: 


К122ЕНБА, К142ЕНББ. ооо ео +15 В + 0,3 В 
К142ЕНБВ, К142ЕНОГ .............. у ениньььь, +15 В = 0,5 В 
К142ЕНБД, КР142ЕНбЕ ....................еенньь. + 15 В = 1В 


Минимальное падение напряжения на положительном 
выходе при бк Иа нию, Гвых —5 МА: 
К142ЕНбА, К142ЕНбБ, К142ЕНбД, К142ЕНбЕ ...... < -2,5 В 


КЗЕНЫВ, К1а2ЕНЬГ ое воре < +2,7 В 
Минимальное падение напряжения на отрицательном 


выходе при Ивых + Илпд.пит, [вых = 5 МА: 


К!142ЕНбА, К142ЕН6бБ, К142ЕНбД, К142ЕНбЕ ...... <— ЗВ 

К1АЗЕНОВ,; К УЗЕНОГ оса <-— 3,2 В 
Ток потребления при Ивх=-30 В, /вых==0: 

К142ЕНбА, К142ЕНбБ, К142ЕН6бД, К142ЕНбЕ ....... < 18 мА 

К142ЕН6ВВ, К142ЕНБ6Г Е < 20 мА 


Нестабильность по напряжению на положительном и от- 
рицательном выходах при Т = -+{25°С, Овх=-20 В, 


[вых=- 5 МА: 
КЫ2ЕНБ О ооо по: < 0,0015 %/ В 
К142ЕНбБ, К142ЕНбД. К142ЕНбЕ .................. < 0,005 % /В 
К 2ЕНЬВ: ооо оо < 0,0025 %/ В 
КО2ЕНОГ рек ие па аа < 0,0075 %/ В 


Нестабильность по току на положительном и отрицатель- 
ном выходах при Ивх=-20 В, [вых=-5 МА: 


К!142ЕНбА, К142ЕН6бБ, К142ЕН6Д, К142ЕНбЕ ...... <1%/А 
К1З2ЕН6В, КЫ2ЕНОГ" „3. реа онркаы < 1,5 %/ А 


Температурный коэффициент напряжения на положи- 
тельном и отрицательном выходах при Ивх=- 20 В, 


Гвых==5 МА: 
К!42ЕНбА, К142ЕНбБ .............. аа. нь. < 0,01 % /°С 
К!42ЕНВВ, К142ЕНбГ, К142ЕН6Д, К142ЕНбЕ ....... < 0,03 % /°С 


Дрейф напряжения (за 500 ч) на положительном и отри- 
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цательном выходах при Ивых== -Е 30 В, [вых=75 мА, 
Тк = 85 °С: 


К142ЕН6А, К142ЕН6бБ, К142ЕН6бД, К142ЕНбЕ ...... 
К142ЕНБВ, К142ЕНБГ ............. ее еееенынь. 


Коэффициент сглаживания пульсаций на положитель- 
ном и отрицательном выходах при Ивх=-20 В, 


вых=5 мА ри, БЫ в ров ОС вое ов ВОИ они В С 
Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Входное напряжение на каждом из входов во всем диапа- 


зоне температур корпуса: 
К142ЕН6А, К142ЕНББ, К142ЕНБД: 


в предельном режиме .................... 


К142ЕН6В, К142ЕНБГ, К142ЕНбЕ: 


у 
в предельном режиме ..................... 
Напряжение между выводами во всем диапазоне темпе- 


ратур корпуса: 
К142ЕН6бА, К142ЕНББ, К142ЕНБД: 


О и 
в предельном режиме ..................... 


К142ЕНбВ, К!142ЕНБГ, К142ЕНбЕ: 


т О 
В предельном режиме о ера кор ана 
Выходной ток на каждом выходе во всем диапазоне тем- 
\ 


ператур корпуса: 
К142ЕНбА, К142ЕНББ, К142ЕНВВ, К142ЕНБГ, 


ао 
К Я2ЕНЬЕ, ооо оао на 


Рассеиваемая мощность: 
при Тк = — 45...- 70 °С: 


К142ЕН6бА, К142ЕНБбБ, К142ЕН6Д, К142ЕНбЕ .. 
в предельном режиме ..................... 
КАЧ2ЕНОВ, К142ЕНОГ 1 зоо 
в предельном режиме ..................... 


при Тк = - 85 °С для К142ЕНбА, К142ЕНБбБ, 


К!142ЕНБВ, К142ЕНБГ, К142ЕН6бД, К142ЕНбЕ ...... 


<1% 
< 1,5 % 


> 30 дБ 


+ 40 В 


50 В 
— 40 В 


—50 В 


30 В 
+40 В 
— 30В 
— 40В 


60 В 
80 В 


50 В 
60 В 


200 мА 
150 мА 


5 Вт 
10 Вт 
4 Вт 
8 Вт 


2,5 Вт 
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в предельном режиме ............... у. уььье, о Вт 
Статический потенциал ......... ее ененяиныен 2000 В 


Примечание. В промежуточном диапазоне температур корпуса снижение 
мощности происходит по линейному закону. 


К142ЕН8А, К142ЕНЗБ, К142ЕНЗВ, К142ЕНЗГ, 
К142ЕНЗ8Д, К142ЕНЗ8Е, КР142ЕН8А, КР142ЕНЗБ, 
КР142ЕНЗВ, КР142ЕНЗГ, КР142ЕНЗД, КР142ЕНЗЕ 


Микросхемы представляют собой мощные стабилизаторы напряжения с фик- 
сированным выходным напряжением положительной полярности (9, 12 и 15 В) и 
током нагрузки | и 1,5 А. Имеют защиту от перегрузок по току и перегрева кристал- 
ла. Содержат 29 интегральных элементов. Корпус К142ЕН8(А — Е) типа 4116.4-2, 
масса не более 3 г, КР142ЕН8(А — Е) — типа КТ28-2, масса не более 2,5 г. ` 


Типовая схема включения ИМС К142ЕН8(А — Е), КР142ЕН8(А — Е); С! 0,33 мкФ 


Назначение выводов: 2 — выход; 8 — общий; 1/7 — вход. 
Общие рекомендации по применению 


Крепление ИМС осуществляется непосредственно к печатной плате или через 
переходные элементы методом распайки выводов корпуса на печатную плату. При 
этом радиатор закрепляется винтами: 

к металлической теплоотводящей шине на печатной плате — в случае исполь- 
зования дополнительного теплоотвода, 

к печатной плате — при отсутствии дополнительного теплоотвода. 

В качестве вывода ”общий” наряду с выводом 8 рекомендуется использовать 
корпус ИМС. ы 

Допускается подача напряжения на выход ИМС до 15 В при отсутствии напря- 
жения на входе. 

Разрешается производить монтаж 2 раза, демонтаж | раз. 

При всех условиях эксплуатации емкость входного конденсатора должна быть 
не менее 0,33 мкФ -+ 20 %, арасстояние от конденсатора до ИМС — не более 50 мм. 

При наличии сглаживающего фильтра входного напряжения (при отсутствии 
коммутирующих устройств между выходным конденсатором фильтра источника 
питания и ИМС, приводящих к нарастанию входного напряжения, и длине соедини- 
тельных проводников не свыше 50 мм) входной емкостью может служить выходная 
емкость фильтра, если ее значение не менее 0,33 мкФ - 20 %. В этом случае гаран- 
тируется отсутствие генерации на входе с амплитудой, превышающей (вх, тах. 

В микросхеме предусмотрена защита от короткого замыкания и перегрузки по 
току, а также от перегрева кристалла. 

Пожароопасный аварийный режим (Т = 25 °С) Ррас = 10 Вт: [вых == 1,8 А (для 
К142ЕН8(А — В)); Гвых = 1,2 А (для К142ЕН8(Г — Е)). 

Низшая резонансная частота микросхем 8 кГц. 
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Электрические параметры 


Выходное напряжение при Ивх == 20 В, [вых = 10 мА: 


КАЗ2ЕНВА, КР142ЕН8А.. корр 8,73...9,27 В 
К142ЕНВЬ, КР142ЕНВБ); оон 11,64...12,36 В 
К142ЕН8В, КР142ЕН8В ............. ле нннньь: 14,55...15,45 В 
КАЗЗЕНОГ, КР1А2ЕНВГ” зао 8,64...9,36 В 
К АЗЕНЗД, КР142ЗЕНВД- ое ааа 11,52...12,48 В 
К1А2ЕНВЕ, КР142ЕНВЕ. орет 14,4...15,5 В 


Нестабильность по напряжению при Цьх == 20 В, [вых = 10 мА: 
К142ЕН8А, К142ЕН8Б, К142ЕНЗВ, КР142ЕН8А, 


КР142ЕНЗБ, КР149ЕНЗВ .......................... < 0,05 %/В 
К142ЕН8Г, К142ЕНЗД, К142ЕН8Е, КР142ЕН8Г, 
КР142ЕНЗД, КР142ЕНЗЕ ............ а < 0,10 %/В 


Нестабильность по току: 
К142ЕНЗА, К142ЕНЗБ, К142ЕНЗВ, КР142ЕН8А, 


КР142ЕНЗБ, КР142ЕНЗВ .......... ан... < 0,67 %/А 
К142ЕН8Г, К142ЕНЗД, К142ЕНВЕ, КР142ЕНВГ, 
КР142ЕН8Д, КР142ЕНЗ8Е .......................... < 1,5 %/А 


Температурный коэффициент напряжения при Ивх = 20 В, 
[вых — |0 мА, Г ==—45...-+ 85 ы®. 


К142ЕН8А, К142ЕНЗБ, К142ЕНЗВ, КР142ЕН8А, 


КР142ЕНЗБ, КР142ЕН8В: .... ана: < 0,02 % /°С 
К142ЕНВГ, К142ЕН8Д, К142ЕН8Е, КР142ЕНЗГ, 
КР142ЕНЗД, КР142ЕНЗЕ! р, ео < 0,03 % /°С 


Минимальное падение напряжения при Ивх = Овых + 25В <2,5В 


Ток потребления: 


при Овх = 35 В для К142ЕН8А, К142ЕНЗБ, 
К142ЕНЗ8В, КР142ЕН8А, КР142ЕНЗБ, КР142ЕНЗВ < 10 мА 


при Овх = 30 В для К142ЕН8Г, К142ЕНЗ8Д, 
К142ЕН8Е, КР142ЕН8Г, КР142ЕНЗД, КР142ЕНЗЕ < 10 мА 


Дрейф выходного напряжения (за 500 ч) при Тк = 100 °С: 
К!142ЕН8А, КР142ЕН8А И»х = 18,6 В, [вых =0,5 А... <1% 
К142ЕНЗБ, КР142ЕН8Б при Иьх = 21,6 В, /вых =05А <1% 
К142ЕНЗВ, КР142ЕН8В при ИОкх = 24,5 В, [вых =05А.. <1% 
К142ЕНВ8Г, КР142ЕН8Г при Иьх == 18,6 В, /вых = 05А —<1,5% 
К142ЕН8Д, КР142ЕНЗД при Оьх = 21,6 В, [вых =05А <15% 
К142ЕН8Е, КР142ЕН8Е при Их = 24,5 В, [вых = 0,5А <1,5% 

Коэффициент сглаживания пульсаций при Ивх = 20 В, 

ИЕ ГО МА ое оо оке > 30 дБ 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Максимальное входное напряжение (во всем диапазоне 
температур корпуса): 
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К142ЕН8А, К142ЕНЗБ, К142ЕНЗВ, КР142ЕН8А, 


КР1242ЕН ЗБ, КР1З2ЕНЗВ. оао 35 В 
К142ЕН8Г, К142ЕНЗД, К142ЕНВЕ, КР142ЕН8Г, 
КР142ЕНЗ8Д, КР142ЕН8Е ...............ченнньь. 30 В 


Максимальный выходной ток: 
при Тк =—25...- 75 °С: 
К142ЕН8А, К142ЕНЗБ, К142ЕН8В, 


КР142ЕН8А, КР142ЕНЗБ, КР142ЕНЗВ ......... 1,5 А 
К142ЕНЗ8Г, К142ЕНЗД, К142ЕН8Е, КР142ЕН8Г, 
КР142ЕНЗД, КР142ЕНЗЕ ...................... 1 А 
при Тк =—45...-+ 100°С........... неее ньннь я 0,5 А 
Максимальная рассеиваемая мощность: 
О И о о ДО 8 Вт 
ПРИ Ге. 00 они ола аа 5 Вт 
Температура окружающей среды ............ учение. —45...-+ 85 °С 


Примечание: Изменение [вых тах И Ррастах В Промежуточных диапазонах 
температур происходит по линейному закону. 


К142ЕНЭА, К142ЕНЭБ, К142ЕНЭВ, К142ЕНУГ, 
К142ЕНЭД, К142ЕНЭЕ, КР142ЕНЭА, КР142ЕНУБ, 
КР142ЕНЭВ, КР142ЕНЭГ, КР142ЕНЭД, КР142ЕНЭЕ 


Микросхемы представляют собой мощные стабилизаторы напряжения с фик- 
сированными выходными напряжениями положительной полярности 20, 24 и 27 Ви 
токами нагрузки | и 1,5 А. Имеют защиту от перегрузок по току и от перегрева 
кристалла. Содержат 39 интегральных элементов. Корпус К142ЕН9(А — Е) типа 
4116.4-2, масса не более 3 г, КР142ЕНУ(А — Е) — типа КТ-28, масса не более 2,5 г. 


Типовая схема включения ИМС К!42ЕНУ(А — Е) иКР142ЕНЭ(А — Е), С1>> 0,33 мкФ 


Назначение выводов: 2—- выход; 8 — общий; /7 — вход. 
Общие рекомендации по применению 


Крепление ИМС осуществляется непосредственно к печатной плате или к теп- 
лоотводящему радиатору путем прижима металлической части корпуса или через 
переходные элементы методом распайки выводов корпуса на печатную плату. При 
этом радиатор К142ЕН9(А — Е) закрепляется винтами: 

к металлической теплоотводящей шине, закрепленной на печатной плате, — в 
случае использования дополнительного теплоотвода; 

непосредственно к печатной плате — приотсутствии дополнительного теплоот- , 
вода. 
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При монтаже КР142ЕНУ(А — Е) на теплоотводящий радиатор необходимо со- 
блюдать следующие требования. 

1. Для улучшения теплового баланса установку ИМС на радиатор необходимо 
осуществлять с помощью теплоотводящих паст. 

2. Не рекомендуется припайка основания ИМС к теплоотводу. 

3. При изоляции корпуса ИМС от радиатора необходимо учитывать тепловое 
сопротивление изолирующей прокладки или пасты. 

Пайка выводов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса ИМС, температура 
припоя должна быть не более 265 °С. Скорость погружения (и извлечения) выводов 
25 = 2 мм/с, время выдержки не более 4 с. 

При монтаже ИМС допускается одноразовый изгиб выводов не ближе 2,5 мм от 
корпуса под углом 90 ° с радиусом закругления не менее 2,5 мм. При этом должны 
приниматься меры, исключающие передачу усилий на корпус. Изгиб в плоскости 
выводов не допускается. 

В качестве вывода общий” наряду с выводом $ рекомендуется использовать 
корпус К142ЕН9(А — Е) и металлическую часть корпуса КР142ЕН9(А — Е) с соот- 
ветствующим выводом. 

Допускается подача напряжения на выход ИМС до 27 В при отсутствии напря- 
жения на входе. 

Разрешается производить монтаж 2 раза, демонтаж | раз. 

При всех условиях эксплуатации емкость входного конденсатора должна быть 
не менее 0,33 мкФ, а расстояние от конденсатора до ИМС — не более 50 мм, При 
этом гарантируется отсутствие генерации на входе с амплитудой, превышающей! 
Ивх.тах. В ИМС предусмотрена встроенная защита от короткого замыкания, пере- 
грузки по току и от перегрева кристалла (выключение ИМС происходит при Тк = 
=-+165-10 °С). Температура металлической части корпуса КР142ЕНУ(А — Е), 
измеренная на расстоянии 1...2 мм от пластмассовой части, не должна превышать 
(+100 + 3) °С. 

Пожароопасный аварийный режим при 7 = +25 °С и Ррас == 6 ВТ: /вых = 1,5 А 
для К142ЕН9У(А — В) и Гвых =1 А для К142ЕНУ(Г — Е). Облегченный режим 
КР142ЕНУ(А — Е) выбирается исходя из Ррас = 3 Вт при Г = + 70 °С. 

Низшая резонансная частота К142ЕН9(А — Е) 15 кГц. 


Электрические параметры 


Выходное напряжение: 
при И»х = 35 В, [вых = 10мА: 


К142ЕНЭА, КР142ЕНЭА ....................... 20 В + 0,4 В 

К142ЕНУБ, КР142ЕНУБ ....................... 24 В + 0,48 В 

К142ЕНЭУВ, КР142ЕНЭВ ............ лье. 27 В + 0,54 В 

при Ивх = 30 В, [вых = 10мА: 

К142ЕНУГ, КР142Е НОГ а 20В 0,6 В 

К142ЕНЭД, КР142ЕНУД .............еньнь. 24 В —0,72 В 

К142ЕНУЭЕ, КР142ЕНУЕ ............ не, 27 В + 0,81 В 
Минимальное падение напряжения при вх = Ивых + 
о ола < 2,5 В 


Ток потребления: 


при Ивх = 40 В, [вых = 0 для К142ЕНЭА, К142ЕНУБ, 
К142ЕНЭВ, КР142ЕНЭА, КР142ЕНЭБ, КР142ЕНУВ .. < ЮмА 


при Овх = 35 В, /ьых = 0 для К142ЕНУЭГ, К142ЕНЭД, 
К142ЕН9Е, КР142ЕНУЭГ, КР142ЕНЭД, КР142ЕНЗЕ .. <10мА 
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Нестабильность по напряжению: 

при Овх = 35 В, [вых = 10 мА для К142ЕНЭА, 

К142ЕНУБ, К142ЕНЭВ, КР142ЕНЭА, КР142ЕНУБ, 

КЕНО В ол ооо форева < 0,05 % 

при Ивх = 30 В, [вых = 10 мА при К142ЕНУГ, 

К142ЕНЭД, К142ЕНУЭЕ, КР142ЕНУЭГ, КР142ЕНУЭД, 

КРЕЗ2ЕНУЕ, ее оон < 0,1 % 
Нестабильность по току при вх == 23, 27 и З0 В: 


К142ЕНЭА, К142ЕНЭБ, К142ЕНЭВ, КР142ЕНЭА, 


КР1А2ЕНУБ;КР1а2ЕНЭВ- ‚ила < 0,67 % 
К142ЕНЭГ, К142ЕНЭД, К142ЕНЭЕ, КР142ЕНУГ, 
КРАЗЕНОД, КРАЗ2ЕНУЕ алое < 1,5 % 


Температурный коэффициент напряжения при Г = 85 °С: 
при (Уьх = 35 В, Гвых = 10 МА: 


К142ЕНЭА, К142ЕНУБ, К142ЕНЭВ, КР142ЕНЭА, 
КР142Е НБ, КРТ42ЕНУВ) а ааа < 0,02% /°С 


при Ох =30 В, Твых =1О мА: 


К142ЕНУЭГ, К142ЕНЭД, К142ЕНЭЕ, КР142ЕНУГ, 
КР1А2ЕНУД, КР142ЕНЭЕ: оао арын < 0,03% /°С 


Дрейф выходного напряжения (за 500 ч) при Тк = 100 °С: 
при Их = 40 В: 
К142ЕНЭА, К142ЕНЭУБ, К142ЕНЭВ, КР142ЕНЭА, 
КР142ЕНУБ, КР142ЕНЭВ ...................... <1% 
при Оьвх = 35 В: 


К142ЕНЭГ, К142ЕНЭД, К142ЕН9Е, КР142ЕНЭГ, 
КР142ЕНЭД, КР142ЕНУЕ ............. ен... < 1,5 % 


Коэффициент сглаживания пульсаций: 
при Ивх = 35 В, [вых = 10 мА: 


К142ЕНЭА, К142ЕНУБ, К142ЕНЭВ, КР142ЕНЭА, 
КР142ЕНЭБ, КР142ЕНЭВ: „ака. > ЗО ДБ 


при Оьх = 30 В, [вых = 10 мА: 


К142ЕНЭГ, К142ЕНЭД, К142ЕНЭБ, КР142ЕНУЭГ, 
КРЫЕНЭУД, КРА42ЕНУЕ. „.., у ееееесеенананя > ЗО дБ 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Максимальное входное напряжение во всем диапазоне 
температур корпуса: 
К142ЕНЭА, К142ЕНЭБ, К142ЕНЭВ, КР142ЕН9ЭА, 


КР142ЕНЭБ, КР142ЕНЭВ ...... ель <40В 
К142ЕНУЭГ, К142ЕНЭД, К142ЕНЭЕ, КР142ЕНУГ, 
КР142ЕНУД, КРАЗЗЕНУЕ ооо <35В 


Максимальный выходной ток: 
при Гк =— 20...- 70 °С: 
К142ЕНЭА, К142ЕНУБ, К142ЕНЭВ, КР142ЕНЭА, 
КР142ЕНУБ, КР142ЕНЭУВ ...................... <1,5 А 


К142ЕНУЭГ, К142ЕНЭД, К142ЕНЭЕ, КР142ЕНУГ, 


КР142ЕНЭД, КР142ЕНЭЕ ...................... <!А 

при к === 45. 100 С оао азааея 0,5 А 
Тепловое сопротивление КР142ЕН9 

кристалл — корпус ордера о 13,3 °С /Вт 

Кристалл —= СОДА ао они 83,3 °С/Вт 
Максимальная рассеиваемая мощноеть: 

при Тк =— 45... 70°С............ еее нания 6 Вт 

ПрИ ЛЕ 10 Се ЗВт 
Предельно допустимая температура кристалла 
О -150°С 


Примечание. Изменение /вых,тах И Ррас,тах В Промежуточных диапазонах 
температур происходит по линейному закону. 


КР142ЕН12А, КР142ЕН12Б 


Микросхемы представляют собой мощные высоковольтные стабилизаторы на- 
пряжения ”взвешенного” типа с регулируемым выходным напряжением положи- 
тельной полярности от 1,2 до 37 В и токами нагрузки | и 1,5 А. Устойчивы к импуль- 
сным перегрузкам мощности, имеют защиту от перегрузок по току. Содержат 276 
интегральных элементов. Корпус пластмассовый типа КТ-28-2, масса не более 2 г. 
Выводы корпуса покрыты олововисмутом. 


Типовая схема включения ИМС КР142ЕН1?2 


Назначение выводов: / — регулировка; 2 — вход; 3 — выход, компенсация. 
Общие рекомендации по применению 


Крепление ИМС осуществляется непосредственно к печатной плате или через 
переходные элементы методом распайки выводов корпуса на печатную плату. При 
этом радиатор закрепляется винтами: 

к металлической теплоотводящей шине на печатной плате — в случае исполь- 
зования дополнительного теплоотвода; 
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непосредственио к печатной плате — при отсутствии дополнительного теплоот- 
вода. 

Корпус ИМС электрически соединен с выводом 3 "Овых”. При монтаже ИМС 
необходимо обеспечивать изоляцию корпуса от заземленных элементов и токопрово- 
дящих элементов аппаратуры, имеющих потенциал, отличный от Овых. 

Рекомендуется проводить монтаж ИМС 2 раза, демонтаж | раз. 

Нри всех условиях эксплуатации емкость выходных конденсаторов должна 
быть не менее | мкФ. При наличии сглаживающего фильтра входного напряжения 
(при’отсутствии коммутирующих устройств между выходным конденсатором филь- 
тра источника питания и ИМС, приводящих к нарастанию входного напряжения, и 
длине соединительных проводников не свыше 70 мм) входной емкостью может слу- 
жить выходная емкость фильтра, если ее значение не менее | мкФ для керамических 
конденсаторов и не менее 10 мкФ для алюминиевых конденсаторов. В остальных 
случаях входная емкость должна быть не менее 0,1 мкФ. Расстояние от входного 
конденсатора до ИМС не более 70 мм. Для максимальной реализации выходных 
параметров ИМС необходимо осуществлять контактирование резисторного делите- 
лЯ обратной связи и выходного конденсатора как можно ближе к выходу ИМС, а 
саму ИМС рекомендуется устанавливать в непосредственной близости к нагрузке. 

При использовании дополнительного радиатора рассеиваемая мощность не 
должна превышать 10 Вт. При этом температура кристалла должна быть не более 
130 °С. 

Для снижения уровня шума и увеличения коэффициента сглаживания пульса- 
ций при Ивых> Ивых тт рекомендуется подключать конденсатор С2< 10 мкФ. 

Выходное напряжение определяется из выражения 


Овых == Овых, пит (1 + Ю2/Ю1) + Ю2Грег, 


ГДе [рег = 55 мкА — ток регулировки. 

При. выходных напряжениях, превышающих 25 В, если возможны короткие 
замыкания на входе ИМС, и при наличии конденсатора С2 рекомендуется приме- 
нять кремниевые диоды УР! и УО_2, а при отсутствии С2 — диод УБ/, если емкость 
конденсатора СЗ >> 25 мкФ. 

Если возможны короткие замыкания только на выходе ИМС, то при налнчии 
конденсатора С2 достаточно подключать диод УБ2. 


Электрические параметры 


Минимальное выходное напряжение при Овх = 5 В, 


вых = 6 мА иене Ч оон 1,2...1,3 В 
Минимальное падение напряжения при Ивх = 18,5 В, 
(вых = 15 В Е И кк < 3,5 В 


Нестабильность по напряжению при Их = 20 В, Овых = 
=15 В, /вых = МА: 


КРЕНА оо и понос ионы о < 0,01 %/В 
КРУАЗЕНТОВ, ооо < 0,03 %/В 
Нестабильность по току при Ивх = 20 В, Овых = 15 В, 
Вы — ОМА оо ии Зо евы < 0,2 %/А 
Температурный коэффициент напряжения при Ивх = 5 В, 
Овых = 1,18...1,33 В, Гвых =5мА......... ее неееннье. < 0,02 % /°С 
Дрейф выходного напряжения при Овх = 45 В, Иъых = 15 В, 
ОА о оо с 3% 
Температура окружающей среды ............ нь. —10...-+ 70 °С 
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Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Входное напряжение ...............зиниянииининие 5...45 В 
Выходное напряжение ............... еее ененини, 1,2...37 В 
Выходной ток: 

КРЗ2ЕНТО А зоо ее 0,005...1,5 А 

КРЗЗЕНТО В: ооо оная 0,005...1 А 
Рассеиваемая мощность: 

ЕТО С о о <1Вт 

а О а и < 0,7 Вт 

Температура окружающей среды .................-..... — 60... 85 °С 


Примечание. Изменение Ррас и диапазоне температур +40... 70 — про- 
исходит по линейному закону. 


КБ142ЕН12-2 


Микросхема представляет собой бескорпусной (ленточный на полиимидном 
носителе) стабилизатор напряжения с регулируемым выходным напряжением по- 
ложительной полярности от 1,2 до 30 В и током нагрузки 0,2 А. Предназначен для 
применения в составе гибридных ИМС. Масса не более 0,1 г. 


Типовая схема включения ИМС КБ142ЕН]?2-2: 
С1, С3>0,1мкФ — керамические; УД1, Ур2 — кремниевые; Ю1=2400м+5% — 
МЛТ-2; Юэ = 6,8 кКОм-+20 % — СП-1 


Назначение выводов: 4 — вход; 5, [2 — выход; 13 — общий. 
Общие рекомендации по применению 


При всех условиях эксплуатации входные и выходные емкости должны быть не 
менее 0,1 мкФ для керамических конденсаторов ине менее 10 мкФ для алюминиевых 
конденсаторов. Расстояние от входного конденсатора до ИМС должно быть не более 
70 мм. При наличии сглаживающего фильтра входного напряжения (при отсутствии 
коммутирующих устройств между выходным конденсатором фильтра источника 
питания и ИМС, приводящих к нарастанию входного напряжения, и длине соедини- 
тельных проводников не свыше 70 мм) входной емкостью может служить выходная 
емкость фильтра, если ее значение не менее 0,1] мкФ для керамических конденсато- 
ров ине менее 10 мкФ для алюминиевых конденсаторов. 
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Выводы кадра гибкого алюминиевого носителя не требуют дополнительного 
нанесения какого-либо покрытия, если внешние балочные выводы присоединяются 
к контактным площадкам платы ультразвуковой сваркой. 

При монтаже в гибридной ИМС необходимо обеспечивать тепловое сопротивле- 
ние кристалл — основание ИМС не более 60 °С/Вт. Рекомендуется монтировать 
ИМС с помощью клея ВК-9 или ВК-200. 

Минимально допустимый выходной ток (включающий ток потребления не менее 
5 МА) определяется из выражения 


[вых пп = Овых тт/ ЮГ. 
Выходное напряжение определяется из выражения 
Овых = Овых, пит( 1 + Ю2/Ю1) - Ю2Гъег, 


Где [рег = 55 мА — ток регулировки. 

Для снижения уровня шумов или увеличения коэффициента сглаживания пуль- 
саций при Овых>> Ивых, пит Рекомендуется подключать конденсатор С2< 10 мкФ. При 
выходных напряжениях, превышающих 25 В, если возможны короткие замыкания 
на входе ИМС, и при наличии конденсатора С2 рекомендуется применять диоды ИО] 
и УО2; при отсутствии конденсатора С2 — диод УР/, если емкость конденсатора 
С3> 25 мкФ. Если возможны короткие замыкания только на выходе ИМС, то при 
наличии конденсатора С2 достаточно подключить диод УО2. 


Электрические параметры 


Миннмальное выходное напряжение при Ивх = 8 В, 


[вых Е 1,2...1,3 В 
Минимальное падение напряжения при Овх = 8 В, 

По 5 Во < 2,5 В 
Нестабильность по напряжению при Ох = 8 В, 

Овых = 1,2...1,3 В, Ивх= 32 В, [вых =6мМА ............... < 0,05 % /В 
Нестабильность по току при Их == 8 В, Овых = 5 В, 

Гвых = 5 МА, [вых = 5 О У еы < 0,5 %/А 


Температурный коэффициент напряжения в диапазоне тем- 
ператур —10...-+70 °С при Ивых == 1,18...1,32 В, [вых =5мА — < 0,02 %/°С 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Входное напряжение ..................... а о Ох == 8...40 В 
Выходное напряжение ..... О Овых=1,2...30 В 
ВЫХОДНОЙ: ТОВ ле ное Грых==5...200 мА 
Рассеиваемая мощность .............. еее ниенинь Ррас,тах< 1 Вт 
Температура окружающей среды ............ уе... —10...-70 °С 


КР142ЕН14 


Микросхема представляет собой универсальный маломощный стабилизатор 
напряжения с регулируемым выходным напряжением положительной полярности 
от 2 до 37 В и током нагрузки до 150 мА. Содержит 30 интегральных элементов. 
Корпус типа 2102.16-1. Масса не более | г. 
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А'742Е1 74 


КУРЕ 


Типовая схема включения ИМС КР142ЕН14 для Ивых == 7...30 В 


Назначение выводов: /, 8, 1/4 — свободные; 2 — защита по току; 3 — датчик 
тока; 4 — инвертирующий вход; 5 — неинвертирующий вход; 6 — опорное напряже- 
ние; 7 — общий; 9 — стабилитрон; 10 — выход; 11 — коллектор регулирующего 
транзистора; /2 — входное напряжение; /3 — частотная компенсация. 


Общие рекомендации по применению 


При раздельном питании напряжение на выводе // не должно превышать на- 
пряжения на выводе /2. 

В случае использования источника опорного напряжения (вывод 6) по схемам, 
отличным от приведенных ниже, принимается Гоп= 6,95...7,35 В, /вых,оп = 15 мА. 

Для подстройки выходного напряжения используют делитель из резисторов А /, 
Ю2 и переменного подстроечного резистора Ап (включается в середину цепочки). 

Формулы для расчета промежуточных значений выходного напряжения: 


от2 до 7В: (вых 5 ОИогАЮ2/(Ю1 + Ю2); 
от 7 до 37 В: Ивых = Ион(Ю1 + Ю2)/Ю2. 


Сопротивления резисторов делителя напряжения Ю/ и А2 приведены ниже в 
таблице. 

Для получения необходимого значения Ивых допускается использование других 
номиналов резисторов, отличных от указанных в таблице. 
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Сопротивления резисторов делителя напряжения 


Овых, В Фиксированное Ивых-5 % Подстройка Ивых+10 % 


2,4 2,4 0,5 


2,4 

3 3,01 1,2 
4 1,8 
о 

6 

9 ‚7 
12 

15 

24 

27 

30 


Сопротивления остальных резисторов определяются из выражений: ЮЗ = 
—=0,65//пор, Ом, где /пор — ток, превышение которого приводит к срабатыванию 
защиты по току; ЮЗ — резистор защиты по току; 

Ю4 = Ю1Ю2/(Ю1 + Ю2) — согласующее сопротивление для уменьшения темпе- 
ратурного коэффициента напряжения и подавления паразитной генерации. Рези- 
стор А4 может быть исключен для уменьшения числа элементов; при этом принима- 
ется А4 = 0; Ю5 — резистор нагрузки. 

Конденсаторы С/, СЗ устанавливаются при необходимости и служат для подав- 
ления пульсаций, паразитной генерации и уменьшения шумов выходного напряже- 
ния (С1->1 мкФ, С3>0,1 мкФ). 

Ниже рассмотрены возможные варианты использования ИМС КР142ЕН14 и 
приведены конкретные схемы включения. 

В ИМС КР142ЕН14 предусмотрена внутренняя защита по току (см. соответст- 
вующую схему включения). 


Схема включения ИМС КР142ЕН14 с использованием внутренней защиты по току 
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Сопротивления резисторов А! и 2 определяются по таблице для основных схем 
включения; А4, А5 — делитель базы транзистора защиты; 


ЮЗ = Овых /[1кз( 1 + Овых/ (эб) - Гпор}; 
Ю4 = (1кзЮ3/ 0.6 = 1)Ю5; 
Ю5 = (Овых + Об) / [л, 


где Оэб = 0,65 В — параметр ИМС; Гор — ток в нагрузке, превышение которого 
приводит к срабатыванию защиты от короткого замыкания; /д — ток делителя А4, 
Ю5 (рекомендуется /д^х 0,001 А); [кз — остаточный ток на выходе ИМС при коротком 
замыкании нагрузки (/кз = (Ррас/ Ивх — /пот); С> 100 пФ — корректирующий кон- 
денсатор. 

В схеме включения ИМС КР142ЕН!14 на повышенную мощность (с внешним 
п-р-п транзистором )} значения элементов А /, А2, ЮЗ, А4, К5, С1, С2, С3 соответствуют 
основным схемам включения; Юб выбирается из условия Ивых/АЮб = 1 мА. 


Схема включения ИМС КР142ЕН14 на повышенную мощность (с л-р-п транзистором) 
Выводы // и 12 ИМС должны быть соединены 


При расчете схемы включения должны соблюдаться условия 


Гор Овх< Ррас 
(Гпор / #21э-{ [пот) Ивых<Ррас,тах, 


где 121 — минимальное значение коэффициента передачи тока транзистора УТ; 
Ррас,тах — максимально допустимая мощность рассеяния. 

В схеме включения ИМС КР!142ЕН14 с умощением с внешним р-п-р транзисто- 
ром значения элементов А/, Ю2, Ю3, Ю4, СТ, С2, также соответствуют основным 
схемам включения; Ю5 — резистор для замыкания тока утечки регулирующего эле- 
мента, выбирается в пределах 100...200 Ом; Юб — резистор нагрузки. При расчете 
схемы включения должны выполняться указанные выше условия. 
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Схема включения ИМС КР142ЕН14 на повышенную мощность (с р-п-р транзистором) 
Выводы Э9и 10 ИМС должны быть соединены 


В схеме включения ИМС КР142ЕН14 с регулировкой выходного напряжения в 
пределах от 0 до (Ивх — 1 В), Гвых = 10 мА значения элементов АЗ, С1, С2, С3 
соответствуют основным схемам включения; Ю4 — резистор для замыкания тока утеч- 
ки регулирующего элемента, выбирается в пределах 200...300 Ом; 5, Юб — делитель 
выходного напряжения, выбирается из условий Ю5Юб/(Ю5 + Юб) = 1,5 кОм, 
Овых/ Цоп = Ю5/Юб — 1; Ю1 = Ю2 = 3 кОм — делитель опорного напряжения; С — 
источник питания с Ивых = 10...30 В; Ур — защитный диод. 


Схема включения ИМС КР142ЕН14 с регулировкой Ивых от 0 до (Ив — 1В), /вых = 10 мА 


Для улучшения точностных параметров в схеме включения ИМС КР142ЕН14 
используется дополнительный внешний источник питания. 
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ИРЕН й 
й 


Схема включения ИМС КР142ЕН14 с отдельным источником питания для получе- 
НИЯ Оъых — 7...37 В 


В схеме включения ИМС КР142ЕН14 в качестве стабилизатора напряжения 
отрицательной полярности С/>100 пФ, С2>0,1 мкФ; ЮГиР2 выбираются из приве- 
денной выше таблицы; Юб — резистор нагрузки; Ю4, Ю5 — делитель выходного на- 
пряжения, выбирается из условий: 

Ю4Ю5/(Ю4 + Ю5) — 1,5 кОм; Овых/ Поп — (Ю4 - Ю5)/2Ю4; 

при этом Ивых должно быть в пределах 9,5...40 В; 

КЗ — резистор для замыкания базового тока транзистора УТ выбирается из 
условия 


ЮЗ = (Ивх — Овых)#21э/ [н,тах. 


+ 


Схема включения ИМС К!142ЕН14 в качестве стабилизатора напряжения отрица- 
тельной полярности 


В схеме включения ИМС КР142ЕН14 в качестве параллельного стабилизатора 
напряжения С1>5000 пФ,*С2>0,1 мкФ; КГ и Ю2 выбирается из приведенной выше 
таблицы; ЮЗ — резистор для уменьшения мощности, рассеиваемой ИМС; КЗ = 
—=100...1000 Ом; Ю4 — гасящий резистор, выбирается из условия 

Ю4 = (Ивх — Овых)/ [н,тах; Ко — резистор нагрузки. 
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Схема включения ИМС К142ЕН14 в качестве параллельного стабилизатора 
напряжения 


Электрические параметры 


Нестабильность по напряжению при Ивх = 12 В, Овых = 


—5 В, [вых = | МА а есь, БОЕ В а а ое аль < 0,018 % /В 
Нестабильность по току при Ивх = 12 В, Овых =5В, 

вых = | мА О О <4%/А 
Температурный коэффициент напряжения при Овх = 

= |2 В, (вых = 7,15 В, [вых = МАЕ оо ое ааы < 0,01 % /°С 


Ток потребления при Ивх = 40 В, Овых = 2 В, [вых =1мА. <4мА 
Дрейф напряжения (за 24 ч) при ИОвх = 15 В, Овых = 7,15 


В, /вых = | мА К г <1% 
Минимальное падение напряжения (при совместном пи- 

тании) при Ивх = 18 В, Овых == 15 В, [вых =1мМА.......... <3ЗВ 
Минимальное падение напряжения (при раздельном пи- 

тании) при Оьх = 17 В, Овзых = 15 В, [вых = | мА о И < 2,5 В 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Максимальное входное напряжение ..................... 40 В 
Минимальное входное напряжение ..............:....... 9,5 В 
Максимальное выходное напряжение ................... 37 В 
Минимальное выходное напряжение .................... 2В 
Максимальный выходной ток ......... еее еенееньн: 150 мА 
Максимальная рассеиваемая мощность: 

при 7 == 10. 50 °С ааа 0,8 Вт 

при ково бореые 0,55 Вт 
Температура окружающей среды ........... нь, —10...-+ 70 °С 
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КР142ЕНТ5А, КР142ЕН15Б 


Микросхемы представляют собой двухполярный стабилизатор напряжения 
компенсационного типа с фиксированным выходным напряжением +15 В итоком 
нагрузки до 100 мА. Содержат 120 интегральных элементов. Корпус типа 2102.14-2. 
Масса не более | г. 


А Ллых= +78 


Типовая схема включения ИМС КР142ЕН15 (А, Б) 


Назначение выводов: / — общий; 2 — балансировка Овых; 9, [2 — частотная 
коррекция; 4 — выход положительный (//); 5 — выход положительный (1/1); 6, 9, 13 — 
свободные; 7 — вход положительный; 8 — вход отрицательный; 10 — выход отрица- 
тельный (1); 11 — выход отрицательный (//); 14 — регулировка Ивых. 


Общие рекомендации по применению 


В микросхемах предусмотрена возможность регулировки выходного напряже- 
ния в диапазоне 8...23 В с помощью резистора КЗ (см. соответствующую схему 


включения). 


А И ых 


07щи4 Очи 


Схема включения ИМС КР142ЕН15 с регулировкой Ивых в диапазоне 8...23 В 
ы 163 


При использовании микросхем в качестве фиксированного стабилизатора на- 
пряжения разность между абсолютными значениями положительного иотрицатель- 
ного полюсов выходного напряжения не превышает 0,3 В. 

В микросхемах предусмотрена возможность подстройки фиксированного и ре- 
гулируемого выходного напряжения в пределах 1 В с помощью резистора К4. 

Микросхемы имеют встроенную тепловую защиту и защиту по току. Гемпера- 
тура кристалла при срабатывании тепловой защиты 160 - 10 °С. 

При наличии сглаживающего фильтра входного напряжения (при отсутствии 
коммутирующих устройств между выходным конденсатором фильтра источника 
питания и микросхемой, приводящих к нарастанию входного напряжения, и длине 
соединительных проводников не свыше 70 мм) входной емкостью может служить 
выходная емкость фильтра, если ее значение не менее | мкФ для керамических и не 
менее 10 мкФ для алюминиевых конденсаторов. В остальных случаях необходимо 
подключать на вход конденсатор емкостью не менее | мкФ. 

Аварийный электрический режим: Ивх> +30 В, [вых>>200 мА, Г>70 °С. 

Сопротивления внёшних резисторов в схеме защиты от короткого замыкания 
выбираются из условий 


Ю1= От (Геи К2= Ипд(Ткр,тах) / Гвых, 


где /5ых и [вых — выходные токи стабилизатора напряжения, при которых срабаты- 
вает защита от короткого замыкания по положительному и отрицательному выво- 
дам; Гкртах — максимальная температура кристалла, при которой используется 
ИМС. Падения напряжений на этих резисторах выбираются для максимальной 
температуры работы ИМС, а выходные токи срабатывания защиты от короткого 
замыкания — на 20 % больше необходимого максимального выходного тока. 

Для Т = + 25 °С сопротивления резисторов Ю/, Ю2 выбирают из следующих 
соотношений: 


|— 
вых вых 


Резисторы Ю/, К2 могут быть исключены из схемы для уменьшения числа 
внешних элементов и снижения Ид (выводы 4 — 5, 10 — 11 должны быть закороче- 
ны ); при этом защита от короткого замыкания не обеспечивается. 

Конденсаторы С/=С2>1 мкФ; С3 =С4 >0,01 мкФ, С5=<С6>1 мкФ. Рекомен: 
дуется выдерживать соотношения С5/С3 = С6/С4 = 50:100; С3 — резистор регули: 
ровки выходного напряжения; Ю4 — резистор балансировки выходного напряжения, 
Ю3 = =А4 = 33 кОм + 10%. 


ГИ 7 К! Иих=+/9 8 
® ВСЕ О 
| © | р. 
< 
Оощий р ; 00щии 
Ф < ® 
№ 
я 3 
м. 
02 Г х 
Дих=-9 8 
С бх 


Схема включения ИМС КР142ЕН15 на повышенную мощность 
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Для повышения мощности ИМС КР142ЕН]5 могут быть использованы компле- 
ментарные транзисторы (см. соответствующую схему включения). Резисторы Ю3, Ю4 
обеспечивают режим холостого хода микросхемы; ЮЗ = Ю4 = 75 Ом + 10 %; 
(5, С6>10 мкФ. 


Электрические параметры 


Выходное напряжение при Ивх=- 20 В, [вых = 1 мА 
Минимальное падение напряжения: 
КР142ЕН15А при Овх = Овых + ЗВ, [вых = 1 мА 
КР142ЕН15Б при Их = Оых - 3,5 В, Гвых =1 мА ... 


Нестабильность по напряжению при Ивх= 20 В, [вых = 
и! МА, Оьх=-10 В 
Нестабильность по току при Овх=-20 В, [вых = 1 мА, 


ооо ооо оф о ь ооо ро ооо фо ооо оф еее 


+ (14,5...15,5) В 


ЗВ 
< 3,5 В 


< 0,01 %/В 


Гвых. =50 МА ее = 4,0 %/А 
Коэффициент сглаживания пульсаций при } = 100 кГц... > 70 дБ 
Ток потребления на положительном выходе при 

Овх=- 30 В, [вых =0ОмА ........... ани ьньнья. <5мА 
Ток потребления на отрицательном выходе при 

(ьх=— ЗОВ, [вых = ОмА О а р ро а < бмА 


Температурный коэффициент напряжения при 
(ьх= 20 В, [вых — | МА 


< 0,01 %/°С 


Температура окружающей среды ....................... —10...-+ 70 °С 
Предельно допустимые режимы эксплуатации 
Минимальное входное напряжение ...................... + 10В 
Максимальное входное напряжение ..................... - З0В 
Максимальный выходной ток .......... еее енанниннь а < 100 мА 
Минимальный выходной ТОК ...... еее аниниь я > | МА 
Тепловое сопротивление кристалл — среда .............. < 140 °С/Вт 
Максимальная рассеиваемая мощность: 
при РЕ ОС ааа: < 0,8 Вт 
О < 0,5 Вт 
Диапазон регулировки выходного напряжения ........... 8...23 В 
Температура окружающей среды ....................... — 60...- 85 °С 


Примечание: Снижение Ррас в диапазоне температур -+ 40...-+- 70 °С про- 
исходит по линейному закону. 
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КР142ЕН18А, КР142ЕН1 ЗБ 


Микросхемы представляют собой регулируемые стабилизаторы напряжения 
отрицательной полярности с выходным напряжением 1,2...26,5 В и током нагрузки 
до |,5 А. Выполнены по планарной диффузионной технологии с изоляцией р-п пере- 
ходом. Содержат 307 интегральных элементов. Корпус пластмассовый типа КТ-28-2. 
Масса не более 2,5 г. 


21| 4ЛР42ЕИЛб |5 


Типовая схема включения ИМС КР142ЕН18 (А, Б) 


Назначение выводов: / — регулировка; 2 — вход; 3 — выход. 
Общие рекомендации по применению 


Крепление микросхем осуществляется непосредственно к печатной плате или 
через переходные элементы методом распайки выводов корпуса на печатную плату. 
При этом радиатор закрепляется винтами к металлической теплоотводящей шине 
на печатной плате (в случае использования дополнительного теплоотвода) или не- 
посредственно к печатной плате (без использования дополнительного теплоотвода). 

Корпус микросхемы электрически соединен с выводом Ивх. При монтаже мик- 
росхемы необходимо обеспечивать изоляцию корпуса от заземленных и токопрово- 
дящих элементов аппаратуры, имеющих отличный 01 Ох потенциал. 

Разрешается проводить монтаж микросхем в аппаратуре 2 раза, демонтаж | раз. 

При всех условиях эксплуатации выходные емкости конденсаторов должны 
быть не менее 2 мкФ. 

При наличии сглаживающего фильтра входного напряжения (при отсутствии 
коммутирующих устройств между выходным конденсатором фильтра источника 
питания и микросхемой, приводящих к нарастанию входного напряжения) и длине 
соединительных проводников не свыше 70 мм входной емкостью может служить 
выходная емкость фильтра, если ее значение не менее 2 мкФ для керамических и не 
менее 10 мкФ для алюминиевых конденсаторов. В остальных случаях емкость вход- 
ного конденсатора должна быть не менее 2 мкФ. 

Расстояние от входного конденсатора до микросхемы должно быть не более 70 мм. 

Для реализации выходных параметров микросхемы необходимо как можно бли- 
же осуществлять контактирование с выходом микросхемы резистивного делителя 
обратной связи и выходного конденсатора, а микросхему рекомендуется устанавли- 
вать в непосредственной близости к нагрузке. 

При использовании дополнительного радиатора рассеиваемая мощность не 
должна превышать 8 Вт. При этом температура кристалла должна быть не более 
130 °С. | 

На вход микросхемы можно подавать напряжение до 40 В; при этом выходное 
напряжение может регулироваться в пределах до 37 В. Нижняя граница диапазона 
регулировки определяется падением напряжения на микросхеме, не превышающем 
предельно допустимого входного напряжения. 

Микросхема имеет встроенную тепловую защиту и защиту от короткого замы- 
кания. В случае короткого замыкания на выходе микросхемы входное напряжение 
не должно превышать предельно допустимого значения. 
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Минимальное падение напряжения на стабилизаторе при Г == - 70 °С состав- 


сяет ЗВ. 


Тепловое сопротивление переход — корпус микросхем не более 10 °С/Вт, пере- 


ход— среда — не более 100 °С/Вт. 


Дрейф напряжения при ТГ = -{ 70°С не более | % (за 500 ч). На основной схеме 
включения стабилизатора резисторы ЮГ и Ю2 образуют регулируемый делитель 
выходного напряжения: Ю/ == 240 Ом +5 %; Ю2 = 6,8 кОм - 20 %. Сопротивления 


резисторов делителя связаны соотношением 
Овых = Ивых,шш( 1 + Ю2/Ю1[); 


С1->2 мкФ — входной конденсатор; С3>2 мкФ — выходной конденсатор. 
При Овых> Ивыхиш для снижения уровня шума и увеличения коэффициента 
сглаживания пульсаций рекомендуется выбирать емкость конденсатора С2< 10 мкФ. 


Электрические параметры 


Минимальное выходное напряжение при (Их = 10 В, 
Гвых== 5 МА Бе а ааа к ао о Фи аа фа 


Нестабильность по напряжению при Ивх = 10 В, вых = 
о 95. В, (ьх = 20 В, [вх = 5 мА ее ое разное 


Нестабильность по току при Ох == 10 В, Овых =5В, 
[вых — 5 мА: 


при [вых = 1,5 А И а о аль о 


Минимальное падение напряжения при Их = 8,5 В, 
Овых —- 5 В Е И и 


Температурный коэффициент напряжения при 
Овх = 10 В, (вых = 1,18...1,33 В, [вых = 5 мА И . 
Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Максимальное входное напряжение ..................... 
Минимальное входное напряжение ...................... 
Максимальное выходное напряжение ................... 
Минимальное выходное напряжение .................... 
Максимальный выходной ток: 

Я 

а 
Минимальный выходной ток ........... ее ееенненьн и 
Максимальная рассеиваемая мощность: 

О о о 

при ЕО овал 
Температура окружающей среды .................... ре 


1,2 В 
<= Овых. пт 
<1,3 В 


< 0,03 %/В 


< 0,03 %/А 


1,5 А 


0,7 Вт 
—10...- 70 °С 


К142ЕПТА, К142ЕП ТБ, КР142ЕПТА, КР142ЕП1Б 


Микросхемы представляют собой устройства управления импульсными стаби- 
лизаторами напряжения с частотой коммутации до 100 и 300 кГц и коммутируемым 
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током 0,2 А. Содержат 29 интегральных элементов. 
Корпус К142ЕП (А, Б) типа 238.16-2, масса не более 1,5 г, КР142ЕП КА, Б) — 
типа 238.16-1, масса не более 1,5 г. 


АЕТУ (А,5), КРИРЕЛУ (А, 6) 
9б2 9 


8 981+ 19 #1 72 
Электрическая схема ИМС К!42ЕП1 (А, Б), КР142ЕП1 (А, Б) 


(вх 7$ 47705 1 42557 ЛХ 


2 ® 
“хх 
ры 
СА 
` 

са 
хх 


Типовая схема включения ИМС К142ЕП1(А, Б), КР142ЕП (ДА, Б) 
168 


И ИТУ 2790 — ( ДАТ их 


с“ 
х5 
м 
А 


Схема включения ИМС К!42ЕП1 (А, Б), КР142Е1 (А, Б) в импульсном стабилиза- 
торе напряжения в режиме ШИМ с внешней синхронизацией 


Назначение выводов: К142ЕНП КА, Б)иКР142ЕП ((А, Б): 1, 4, 7 — базы; 2,3 — 
коллекторы; 5 — питание (-- Ип!); 6, 16 — эмиттеры; 8 — общий; 9 — опорное на- 
пряжение; /0 — питание (-- Ип2); 11 — выход порогового устройства; 12, [3 — вхо- 
ды управления; /4, 15 — входы синхронизации. 


Общие рекомендации по применению 


Крепление ИМС К!42ЕП((А, Б) к печатной плате осуществляется методом 
распайки выводов корпуса к печатной плате. При этом радиатор закрепляется 
пайкой к металлической теплоотводящей шине на печатной плате (в случае исполь- 
зования дополнительного теплоотвода) или непосредственно к печатной плате (без 
использования дополнительного теплоотвода). 

Контакт корпуса с токопроводящими и заземленными элементами аппаратуры 
не допускается. 

Для ИМС КР142ЕП1 формовка выводов не допускается. Установка ИМС на 
плату производится с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов. Пе- 
чатная плата должна быть изолирована как от ”-+-” и ”—” входного и выходного 
напряжений, так и от заземления (общего вывода) аппаратуры. 

Рекомендуется производить монтаж ИМС в аппаратуре 2 раза, демонтаж | раз. 

Не допускается отсутствие напряжения на выводе 5 при поданном напряжении 
питания порогового устройства и соединенных выводах б и /0; при этом напряжение 
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на выводе 5 должно быть равно или больше напряжения на выводе /0, но не свыше 
40 В. 

Не рекомендуется подведение каких-либо электрических сигналов (в том числе 
шин ”питание” и ”земля”) к незадействованным выводам корпуса ИМС. 

Ток внешнего резистивного делителя должен быть не менее 1,5 мА - 10 %. 
Входное управляющее напряжение, прикладываемое между выводами /2 — 8 или 
13 — 8, не должно превышать 2,8 В. 

Питание порогового устройства ИМС может осуществляться от индивидуаль- 
ного источника питания, источника опорного напряжения через внешний транзистор 
или напряжением с вывода 6 (см. соответствующие схемы). 


+0 <“ +0, < 
п << | п] < 
СКА ло 

к К 

< Щ к 

НЕ О 


Схема узла питания порогового устрой- Схема питания‘порогового устройства 
ства ИМС К142ЕП1 (А, Б) от источни- с вывода 6 ИМС К!42ЕП1 (А, Б), 
ка опорного напряжения через внеш- КР142ЕП1 (А, Б) 


ний транзистор 


Номинальное сопротивление внешнего резистора А / выбирается от 2 до 80 кОм 
при Оп!= 5...32 В; УТ/— типа КТ6ЗОА. 

Выходной ток в диапазоне температур Г =—45...- 85 °С в зависимости от па- 
раметров режима работы ИМС и схемы питания порогового устройства определя- 
ется из выражения 


рвы | Р— Иком!з [1—1 / О —(тф--тю)Ти]} / [ост / О-Н1 / (фто) Ти ком}, 
где 8) — скважность импульсов тока, Ги — период следования импульсов тока, 
р Рдоп,тах Е [Оп Ипот1 + (п2/Гпот2] 
— для схемы питания порогового устройства от опорного источника, 
= Радоп, тах = Оп1(Гпот1 -- пот?) 


— для схемы питания порогового устройства с вывода 6. 

В типовой схеме включения ИМС — вимпульсном стабилизаторе, работающем 
в режиме широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с внешней синхронизацией, С1 — 
(5 == 100...1000 пФ; УТ2 имеет коллекторный ток, достаточный для управления 
транзистором УТЗ, с временем рассасывания не более 0,2 мкс. 

Типовые значения параметров импульсного стабилизатора напряжения, рабо- 
тающего в режиме ШИМ: 

коэффициент нестабильности по напряжению Кнс.0=А вых, Овх / Овых А Ивх = 
=0,002...0,29 (при вых — о В, Овх — 20 В, АОьх=- 5 В, Г. =— 0,5 А) И Кнс,й = 
==0,001...0,03 (при (вых = 30 В, Оьх = 40 В, АПвх=- 5 В, [в — 0,5 А); 

коэффициент нестабильности по току Кнс,/=А Ивых/н / Овых А/н = 0,002...0,016 
(при Ивых = 5 В, Иьвх = 20 В, [н = 0,5 А, А/н = 0,5 [Гы ) и Кнс,/ = 0,001...0,003 (при 
Овых= 30 В, ьх = 40 В, [я — 0,5 А, А[н=0,5[н). 

Возможно включение ИМС в схемах защиты в качестве устройства, контроли- 
рующего уровень напряжения по верхнему или нижнему предельным значениям, 
управляющего исполнительным элементом (реле постоянного тока). 
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№2 Ж 


#74227 (А, 5) 
ИРУРЕИТ (И, 5) 


/642ЕДУ-# 
#74227 (А, 6) 
ИРУРЕИ7 (А, 5) 


ИВРЯРЕ7-$ 


Схема включения ИМС К!142ЕП| (А, Схема включения ИМС К142ЕП] вуст- 
Б) в устройствах защиты для контроля ройствах защиты для контроля напряже- 
напряжения по верхнему предельному ния по нижнему предельному значению 

значению 


На этих схемах Ю4 выбирается в соответствии со значением контролируемого 
напряжения; Ю = 40 кОм (при Ип:< 20 В); при Ип: >20 В К невключают; КЮ — реле 
постоянного тока. 


Электрические параметры 
Опорное напряжение при Иком вх = 40 В, Ип!= 40 В: 


КЕНТ А. КРЫ2ЕНТА оао саван 1,7...2,2 В 
К142ЕН1Ь, КР1А2ЕНТЬ: оао аа 1,65...2,3 В 
Напряжение гистерезиса при /Гвых = 50 мА, Иком вх = 40 В, 
Оп = 40 В: 
КВНа КРАЕВА око а: орел <5мВ 
К З2ЕНТБ, КР142ЕЙТЬБ: изо оо < бмВ 
Остаточное напряжение при /Гвых = 0,2 А, Ин! = 40 В: 
КЕНЕАКРА2ЕН Я о о < 1,8 В 
К1А2ВНТЬ, КРУА2ЕПТЬБ, зоо еа качай <1,9В 
Ток закрытой ИМС при Иком,‚вх = 40 В, Ип! =40В ...... < 100 мкА 
Ток потребления узла опорного напряжения при Ип! = 40 В 
для К142ЕП1А, КР142ЕП1А ........... а <2мА 
Ток потребления узла порогового устройства при {ком = 
== 50 кГц, Оп! = 40 В для К142ЕПТБ, КР142Е ТБ ....... <3мА 


Коэффициент нестабильности опорного напряжения по 


напряжению питания при Иком,‚вх == 40 В, Ип! = 40В ..... < 0,03 %/В 
Температурный коэффициент опорного напряжения при 

ПЧ О Ве ол оо оао а ьыя < 0,05 % /°С 
Длительность фронта импульса выходного тока при {вых = 

== 50 мА, Иком‚вых = 12 В, {ком = 100 кГц, Оп! =40В ..... < 0,2 мкс 
Длительность среза импульса выходного тока при [вых = 

= 50 мА, Иком,вых == 12 В, [ком = 100 кГн, Ип! = 40В ..... < 0,2 мкс 
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Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Входное коммутируемое напряжение ................... <40В 

в предельном режиме .............. еее нььн, < 45 В 
Допустимое напряжение питания узла опорного напряже- 
С т 10...40 В 
Допустимое напряжение питания узла порогового устройства 
Ооо аа ооо пои 5...7 В 
Амплитуда импульсов синхронизирующего напряжения . 2...4 В 
ВЫХОДНОЙ ТОК ое < 0,2 А 

в предельном режиме ............... зе уаеньни, < 0,25 А 


Рассеиваемая мощность в интервале давлений 
6,7.10*...3. 103 Н/м? (от 5000 мм рт. ст до 3 атм): 


и ео < 0,8 Вт 

в предельном режиме ............. нь, < 0,9 Вт 
О < 0,55 Вт 

в предельном режиме ............. лье. 0,65 Вт 
при Т = — 45... 85 °СиР= 6,7-102 Н/м? (5 мм рт. ст.) < 0,2 Вт 

в предельном режиме .....................з.. < 0,25 Вт 

Частота коммутации при Иком‚вх = 40 В, /Гвых = 50 мА: 

К142ЕП1А, КР142ЕП1Б ............ нение, < 100 кГц 
КР142ЕП1А, КР142ЕП1Б ........... ее нньньн я < 300 кГц 
Температура окружающей среды .................. —45...+85 °С 


Примечания: 1. Непрерывная работа в предельных режимах не более | ч. 
2. Снижение Ррас в промежуточных диапазонах температур и давлений проис- 
ходит по линейному закону. 


КБ142ЕП1-4 


Микросхема представляет собой бескорпусное устройство управления импуль- 
сным стабилизатором напряжения с частотой коммутации до 100 кГц и выходным 
током до 0,2 А. 

Назначение выводов соответствует К142ЕП1 (А, Б), КР142ЕП1 (А, Б). 


Общие рекомендации по применению 


При подсоединении каждого вывода ИМС к контактной площадке допускается 
не более одного контактирования. Ломку пластин на кристаллы производить путем 
прокатывания пластин валиком в двух взаимно перпендикулярных направлениях 
`параллельно линиям среза. Положение проволочных выводов после термокомпрес- 
сии должно быть ориентировано от кристалла. 

Не допускается отсутствие напряжения на выводе 5 при поданном напряжении 
питания порогового устройства и соединенных выводах би /0. При этом напряжение 
питания на выводе 5 должно быть равно или больше напряжения на выводе /0, но не 
выше 40 В. 

Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов (в том числе по- 
тенциалов шин ”питание” и ”земля”) к незадействованным выводам ИМС. 

Ток внешнего резистивного делителя не менее 1,5 мА - 10 %. Входное управ- 
ляющее напряжение, прикладываемое между выводами /2 — 8 или [3 — 8, не дол- 
жно превышать 2,8 В. 

Питание порогового устройства ИМС может осуществляться от индивидуаль- 
ного источника питания или источника питания узла опорного напряжения через 
внешний транзистор (схемы включения аналогичны К142ЕПТ (А, Б)). 
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Электрические параметры 


Опорное напряжение при Иком,‚вх = 40 В, Ип: =40В ..... 1,65...2,3 В 
Остаточное напряжение при А4—11 = ЗкОМ, [вых = 50 мА, 

ЗО. В оао ро ор ион < 1,9В 
Напряжение гистерезиса при /Гвых = 50 мА, Икомвх == 40 В, 

ОЕ ЧО Во а ао < 5мВ 
Ток закрытой ИМС при Ю1—16 = 1 кОм, Иком‚вх == 40 В, 

ее О <100 мкА 


Ток потребления узла опорного напряжения при Ип! =40В <2,5 мА 
Ток потребления узла порогового устройства при Ип! = 40 В, 


[ком = 50 Гц р < ПИмА 
Температурный коэффициент опорного напряжения при 
От =40В, Г= -— 45... 85 °С ........... иене. < 0,05 %/°С 
Коэффициент нестабильности опорного напряжения по 
напряжению питания при Иком,‚ вых == 40 В, Ип! =40В ... <0,03 %/В 
Длительность фронта импульса выходного тока при /вых = 
— 50 мА, {ком = 100 кГц, Оп! =40В .......... нее. < 0,2 мкс 
Длительность среза импульса выходного тока при /вых = 
— 50 МА, {ком = 100 кГц, Ип! =40В .......... у ньь.. < 0,2 мкс 
Предельно допустимые режимы эксплуатации 
Входное коммутирующее напряжение .................. <40В 
Напряжение питания узла опорного напряжения ........ 10...40 В 
Напряжение питания узла порогового устройства ....... 5...7 В 
Амплитуда импульсов синхронизирующего напряжения .  2...4 В 
ВЫХОДНОЙ ТОК: ооо оао Мазай Ая < 200 мА 
Рассеиваемая мощность в интервале давлений от 500 мм рт. ст. 
до Затм: 
при 40.522 85 С. оо ера ваьа < 0,8 Вт 
О < 0,65 Вт 
при Г = — 40... 85 °СиР=б5ммрт. ст. .......... < 0,2 Вт 
Частота коммутации .......... еле анинааннья < 100 кГц 
Температура окружающей среды ...................... — 40... 85 °С 


Примечания: [. Непрерывная работа в предельных режимах не более | ч. 
2. Снижение рассеиваемой мощности в промежуточных диапазонах температу- 
ры и давления происходит по линейному закону. 


Серия К148 


В состав серии К148 входят ИМС К!48УН] и К148УН2 — усилители мощности. 

Мощные усилители низкой частоты обычно состоят из трех каскадов: предвари- 
тельного усилителя, промежуточного управляющего каскада и мощного двухтакт- 
ного выходного каскада. В качестве входного каскада часто используется дифферен- 
циальный усилитель или усилительный каскад на р-п-р транзисторах, работающих 
в микрорежиме. При работе с двухполярным источником питания дифференциаль- 
ный усилитель позволяет уменьшить скачок тока выходного каскада в момент вклю- 
чения. При использовании предварительного усилителя на р-п-р транзисторах име- 
ется некоторое преимущество ИМС с однополярным питанием: увеличиваются 
входное сопротивление и коэффициент усиления входного каскада и уменьшаются 
входные токи и число внешних навесных элементов. 
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Для безотказной работы усилителей мощности в ИМС предусматривается за- 
щита от перегрузок и случайного короткого замыкания, ограничивающая выходной 
ток, а также защита от тепловых перегрузок. При коротком замыкании мощность 
рассеяния выходных транзисторов может быть в 3...5 раз больше, чем при нормаль- 
ном режиме. 

Схема защиты от временных перегрузок на выходе основана на ограничении 
выходного тока и мощности, в результате чего выходные транзисторы работают 
только в области безопасной работы. Одна из схем тепловой защиты включает 
термочувствительные транзисторы, которые открываются при критической темпе- 
ратуре кристалла (примерно 150 °С) и отводят ток, подаваемый на управляющий 
каскад, и таким образом отключается выходной каскад. Когда тепловая перегрузка 
устраняется, температура уменьшается, термочувствительные транзисторы закры- 
ваются и ИМС восстанавливает работоспособность. 


К148УН1 


Микросхема представляет собой усилитель мощности низкой частоты с выход- 
ной мощностью 1 Вт при сопротивлении нагрузки 30 Ом. Корпус типа 311.8-2. Масса 
не более 23 г. 


62 620 69 90 174997 


Типовая схема включения ИМС К148УН1 Условное графическое обоз- 
начение ИМС К148УН1] 


Назначение выводов: / — питание (— Ип); 2 — выход; 3 — питание (- Ин); 4, 
5— внешняя коррекция; 6 — вход 1; 7 — вход 2.. 


Общие рекомендации по применению 


При эксплуатации ИМС необходимо изолировать от шасси и использовать теп- 
лоотвод. При этом контактирующие поверхности рекомендуется смазывать тепло- 
отводящей пастой (например, КПТ-8). ИМС крепятся к плате винтами за основание 
корпуса, их монтаж осуществляется пайкой выводов к печатной плате на расстоянии 
0,5...1 мм от корпуса. 

При работе с однополярным источником питания рекомендуется применять 
сглаживающий ЮС-фильтр по питанию с постоянной времени не менее 20 мкс. При 
этом на вывод 3 допускается подавать максимальное напряжение питания 30 В без 
входного сигнала. 

Конденсатор С7 подбирается в пределах 6,2...100 пФ для устранения возбужде- 
НИЯ. 
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Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ..................... +12 В,10 % 
Выходное напряжение при Ип = 26,4 В, {} = 1 кГц, Юн = 30 Ом >4В 

Ток потребления при Ип = - 12 В, Юн =З0Ом .......... < 25 мА 
Выходная мощность при Юн = 30 Ом ................... > 1Вт 
Коэффициент усиления напряжения при Оп = = 12 В, 

вх = 10 мВ, } —= | кГц, Юн = ЗО ОМ: а ааеаь. 100...200 


Коэффициент гармоник при Рвых = 1 Вт, Ип = + 12 В, 
Овых — 5,5 В, Юн == 30 Ом: 


О <2,5 % 

Я о РРР <7% 
Нестабильность коэффициента усиления при Ип = + 12 В, 
Овх = 10 мВ, { = 1 кГц, Юн =30Ом ........... ен... 0,7...1,3 
Входное сопротивление при Ин = - 12 В, Овх = 30 мВ, 
о > 10 кОм 
Верхняя граничная частота ........... еее» > 20 кГц 
Нижняя граничная частота ........... еее: < 30 Гц 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания ооо —=(10,8.. 13,2) В 

в предельном режиме .............. зе еененньь я + (9...12 В 
Входное напряжение: ори ночевок 20...60 ' 3 

в предельном режиме ........... уе ененени а <1В 
Выходной ток (амплитудное значение) .......... ....... < 260 мА 

в предельном режиме .............. ее ньньь. < 300 мА 
Сопротивление нагрузки .............. у еененньньия > 30 Ом 

в предельном режиме ............... ее ененнь, > 26 Ом 
Допустимое значение статического потенциала ......... 200 В 
Температура основания корпуса (в предельном режиме). 125 °С 
Температура окружающей среды ....... .............. — 45... 70°С 


К148УН2 


Микросхема представляет собой усилитель мощности низкой частоты с выход- 
ной мощностью 1 Вт при сопротивлении нагрузки 4 Ом. Корпус типа 311.10-1. Масса 
не более 25 г. 


4 62...10 


Типовая схема включения ИМС К!148УН?2 
#77 . 
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Назначение выводов: /, 9 — корпус; 2 — обратная связь; 3 — вход; 4, 10 — 
коррекция; 5 — фильтр; 6 — вывод; 7 — питание (-+- Ип); $ — выход. 


Общие рекомендации по применению 


При эксплуатации ИМС корпус должен быть заземлен. Микросхему необходи- 
мо использовать с теплоотводом. При этом контактирующие поверхности рекомен- 
дуется смазывать теплоотводящей пастой (например, КПТ-8). 

Микросхема крепится к плате винтами за основание корпуса, их монтаж осу- 
ществляется пайкой выводов к печатной плате на расстоянии 0,5...1 мм от корпуса. 

Для изменения частотного диапазона допускается подключать между вывода- 
ми 4 и 10 внешний конденсатор. 

Конденсатор `С4 подбирается в пределах 6,2...100 пФ для устранения возбужде- 
НИЯ. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ..................... ЭВ = 10% 
Выходное напряжение при. Ип == 9 В, } = 1 кГц, Юн =4Ом > 1,8 В 
Ток потребления при Ип = ЭВ, Юн =4Ом .............. < 10 мА 
Выходная мощность при Юн =4Ом ..............уьььь. > 1 Вт 
Коэффициент усиления напряжения при Ип = 9 В, Овх = 
= 50 мВ, } = 1 кГц, Юя =4ОмМ .......... зе ееаненаньь 10...30 
Коэффициент гармоник: 
При Рьых == 0,8 Вт, Ивых = 1,8В ......... еее. <2% 
при Рвых = 1 Вт, ОИвых =? В Е о рено ВО 5 < 10% 
Входное сопротивление при Ип =9 В, Ивх = 50 мВ, } = | кГц, 
ЕД ОМ. а вооон то > 10 кОм 
Верхняя граничная частота ......... ее ененьнь. > 20 кГц 
Нижняя граничная частота ......... ле чененныне. < 100 Гц 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания ......... еее неннння, = (8,1...9,9) В 

в предельном режиме ............. у еееенененье = (6...10,5) В 
Входное напряжение: ооо она ооо ва 40...180 мВ 

в предельном режиме .......... зе еееееньне, <|1В 
Выходной ток (амплитудное значение) .................. < 700 мА 

в предельном режиме ............. у ееньнннь, < 0,8 А 
Сопротивление нагрузки .......... у еееенененьнь >40Ом 

в предельном режиме ...............зееенененье, > 3,2 Ом 
Допустимое значение статического потенциала ......... 200 В 
Температура основания корпуса (в предельном режиме). +125 °С 
Температура окружающей среды ...............неььь. — 45... 70°С 


Серия К153 
К15ЗУДТА, К153УД101А 


Микросхемы представляют собой операционные усилители средней точности с 
выходным напряжением -+ 10 В. Предназначены в основном для работы на относи- 
тельно невысоких частотах. Для обеспечения достаточно высокого входного сопро- 
тивления первый дифференциальный каскад работает в режиме малых коллектор- 
ных токов, в результате чего паразитные и корректирующие емкости ограничивают 
выходное напряжение на высокой частоте; неустойчивость работы устраняется вве- 
дением внешних цепей коррекции. Содержат 90 интегральных элементов. 
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Корпус К15ЗУ ДТА типа 301.8-2 (3101.8-2), К15ЗУ Д101А — типа 3101.8-1. Масса 
не более 1,5 г. 


7539 
ПУЯЯЯДУОРА 


Условное графическое обозначение ИМС К15ЗУДЛА, К153УД101А 


Назначение выводов: /, $ — частотная коррекция [: 2 — инвертирующий вход; 
3 — неинвентирующий вход; 4 — питание (—Ип); 5 — частотная коррекция 11; 6 — 
выход; / — питание ( -+ Ин). 


Общие рекомендации по применению 


Максимальная температура пайки микросхем (270-10) °С, расстояние от кор- 
пуса до места пайки не более 1,5 мм, продоложительность пайки не более 3 с. 
Допускается не более трех перепаек при проведении монтажных операций. 

Ниже приводятся различные варианты включения микросхем К15ЗУДТА, 
К15ЗУ ДТОТА для реализации схем инвертирующего усилителя, компаратора напря- 
жения, генератора прямоугольных импульсов и дифференциатора. 


№ 19+05% 


Схема инвертирующего усилителя на 
ИМС К15ЗУД1А, К153У Д1ОТА. Коэф- 
фициент усиления изменяется с по- Схема компаратора напряжения на 
мощью резисторов А] и КЗ ИМС К15ЗУД1, К153УД101А 
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Схема генератора прямоугольных им- 


К153У ДТОТА. Период генерации опре- 


пульсов на ИМС К15ЗУДТ, 


деляется элементами №1, Ю2, Ю4иС!1 
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Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания 
Максимальное выходное напряжение при Ип = - 15 В, 
Овх = + 0,15 В, А =2 кОм 
Напряжение смещения нуля при Ип = - 16,5 В, 
Кн > 10 кОм 
Входной ток при Ип =- 16,5 В, Юн > 10 кОм 
Средний входной ток при Ип = = 16,5 В, Кн > 10 кОм 

Разность входных токов при Ип =16,5 В, Юн >10 кОм .... 
Ток потребления при Ип = = 16,5 В, Юн > 10 кОм 
Коэффициент усиления напряжения при Ип = - 15 В, 


{| = 50 Гц, А, =2 кОм 
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений 
при Ип = 15 В, Ох = 8 В, Юн > 10 кОм 
Коэффициент влияния нестабильности источников питания 
на напряжение смещения нуля 
Скорость нарастания выходного напряжения 
Время установления выходного напряжения 
Частота единичного усиления 
Входное сопротивление 

Выходное сопротивление 


ооо о ооо ооо ооо фео 
ооо ооо ооо ооо ооо фо 


зоо ооо ооо оо ооо оо ооо ооо фо оо ооо фьо 


ооо оо ово 


воно о ор о ооо во ооо оохаво 

ороохооохо о 
ооо ово о 
ооо вор ороо фо ооо оо оу 
ооооофо ооо оо ооо ооо ооо оо 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания 
в предельном режиме 
Входное напряжение 
в предельном режиме 
Синфазные входные напряжения при Ип = - 16,5 В 
Сопротивление нагрузки 


‹ оо ооо оо вое оо ооо ооо ооо 


Схема дифференциатора на ИМС 
К15ЗУ Д1, К15ЗУ Д1ОТА. Постоянная вре- 
мени определяется элементами Ю1 иС1 


+ 158+ 10% 
> +10В 


< 7,5 мВ 
< 1500 нА 
< 2000 нА 
<500 нА 
< 6бмА 


>20.103 
> 65 дБ 


< 200 мкВ/В 
0,2 В/мкс 

0,3 мкс 

1 МГц 

260 кОм 

150 Ом 


+(13,5...16,5) В 
- (8,1...16,5) В 
< + 4,5 В 
ОВ 

< +8 В 

> 2 кОм 


Рассеиваемая мощность .......... еее нанининья < 450 мВт 


в предельном режиме .............. зе ленненне. < 500 мВт 
Статический потенциал ............ еее иненнь. 100 В 
Температура окружающей среды ......... ет — 45... 85 °С 


К153УД2, К153УД201 


Микросхемы представляют собой операционные усилители средней точности с 
выходным напряжением -+ 10 В и расширенным диапазоном напряжения питания. 
Предусмотрены выводы для балансировки схемы и защита выхода от коротких 
замыканий. Содержат 96 интегральных элементов. Корпус К153ЗУД2 типа 3101.8-2, 
К153УД201 — типа 3101.8-1. Масса не более 1,5 г. 
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Вой № 
2 


АУ5ЗУД2 


И7539Д2 
#'7799427 


Условное графическое обозначение 
ИМС К!5ЗУД2, К153УД201 


Схема балансировки ИМС К153УД2, 
`К15ЗУД201. Конденсаторы СТ и С2 — ы 
безындукционные 98 


Назначение выводов: / — балансировка, коррекция; 2— инвертирующий вход; 
3— неинвертирующий вход; 4 — питание (— Ип), корпус; 5 — балансировка; 6 — 
выход; 7 — питание (-- Ип); $ — коррекция. 


Общие рекомендации по применёнию 


Максимальная температура пайки микросхем (270-10) °С, продолжитель- 
ность пайки не более 3 с, расстояние от корпуса до места пайки не более 1,5 мм. 

ВИМС К15ЗУ Д2, К153УД201 возможны два способа компенсации: однополос- 
ный и двухполосный. 


Здесь С/=Ю1.С / (©1+ 82); С = 30 пФ); С2 = 10 С1. 


№2 7100 


Однополюсный способ компенсации ”. Двухполюсный способ компенсации 
ИМС К!53УД2, К153УД201 ИМС К!53УД2, К153УД201 
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Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ...................... + 158-10 % 
Максимальное выходное напряжение при Ит=-+15 В, 

Овх = 0,1 В, Юн = (2 - 0,04) кОм ............ у еньннь. >10 В 
Напряжение смещения нуля при Ип=-15 В, Юн>10 кОм <7,5 мВ 
Средний выходной ток при Ип=-+15 В, Юн >10 кОм....... < 1500 нА 
Разность входных токов при Ип==-=15 В, Юн >10 кОм ..... < 500 нА 
Ток потребления тай <3ЗмА 
Коэффициент усиления напряжения при Ип=-15 В, 

Вн = 2+0,04 кОм ......... ина ннаинье я >20.103 
Скорость нарастания выходного напряжения ............ 0,5 В/мкс 
Время установления выходного напряжения ............. 2 мкс 
Частота единичного усиления .......... ее неньнея | МГц 
Входное сопротивление ............. зе еенеиеиьаинья 300 кОм 
Выходное сопротивление ............. ее нненнен 300 Ом 
Выходная емкость .......... еее енененеинененья 100 пФ 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания ............ еее нтьнья. = (13,5...16,5) В 

в предельном режиме ............... зе нненне я - (5...17) В 
Входное напряжение ................ еее нненьнь + 4,5 В 

в предельном режиме ................ееенененнье. ОВ 
Синфазные входные напряжения при Ип=-+16,5 В ....... < + 12 В 
Сопротивление нагрузки ........... еее енненьан > 2 кОм 
Рассеиваемая мощность ......... еее иеененния < 450 мВт 

в предельном режиме .............. ее уеенеень. < 500 мВт 
Статический потенциал ........... еее нененьне а 100 В 
Температура окружающей среды ..... она —45...+85 °С 


К153УД5, К153УД501 


Микросхемы представляют собой прецизионные малошумящие операционные 
усилители с выходным напряжением - 10 В, большими коэффициентами усиления 
и подавления синфазной составляющей, низкими дрейфом напряжения смещения 
нуля и чувствительностью к изменениям напряжения питания (коэффициент влия- 
ния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля менее 35 
мкВ/В). Имеют защиту выхода от коротких замыканий. Содержат 45 интегральных 
элементов. Корпус К15ЗУД5 типа 301.8-2 (3101.8-2), К15ЗУД501 — типа 3101.8-1. 
Масса не более 1,3 г. 
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ГА Г 
ку 189 802м^ 


2 


Типовая схема включения ИМС К153У Д5, К153УД501 


Назначение выводов: /, $ — балансировка; 2 — вход инвертирующий; 3 — вход 
неинвертирующий; 4 — питание (— Ип); 5 — частотная коррекция; 6 — выход; 7 — 
питание (-- Ип). | 


Общие рекомендации по применению 


Максимальная температура пайки микросхем 270- 10 °С, продолжительность 
пайки не более 3 с. Расстояние от корпуса до места пайки не менее 1,5 мм. При 
проведении монтажных операций допускается не более трех перепаек микросхем. 

Корпус ИМС находится под отрицательным потенциалом. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ...........-.......... = 15В = 10% 
Максимальное выходное напряжение при Ип=-+ 15 В, 
Овх=9,1-0,01В, Юн=2-=0,04 кОм ......... ее нньннь. >- 10 В 
Напряжение смещения нуля при Ип=-15 В, Ю,>10 кОм <2,5мВ 
Средний входной ток при Ин=-15 В, Ю.>10 кОм ........ < 250 нА 
Разность входных токов при Ип=-15 В, Юн>10 кОм ..... < 30 нА 
Ток потребления при Ип=-15 В, Юн>10 кОм ............ <5мА 
Коэффициент усиления напряжения при Ип=-15 В, 

н—9-- 0.04 ОМ. ее ао ан >400.103 
Коэффициент ослабления синфазных напряжений при 
ОИп= 15 В, Юн>10 кОм ............ инь иньнь, >94 дБ 


Коэффициент влияния нестабильности источников пита- 
ния на напряжение смещения нуля при Ип=-+15 В, 


а < 35 мкВ/В 
Входное сопротивление ........... анна нь. . | МОм 
Частота единичного усиления ............ ин нннь, 0,1 МГц 
Температурный дрейф напряжения смещения нуля ...... 7 мкВ /°С 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 
Напряжение питания ....... еее ннннньь, =(13,5...16,5) В 
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в предельном режиме ............... у еееееньни. + (5...16,5) В 


Входное напряжение .............. неее < = 4,5 В 

в предельном режиме ................. у ельньье я 5В 
Синфазные входные напряжения ........... у леьнь о. < = 13,5 В 
Сопротивление нагрузки ........... ее нентнне я >2 кОм 
Рассеиваемая мощность ....... иене енинанияььне < 450 мВт 

в предельном режиме .............. уе неееннеая < 0,5 Вт 
Статический потенциал ........... иене ньньнь я 100 В 
Температура окружающей среды ............ еее. —10...- 70 °С 


К153УДб, К153УД6б01 


Микросхемы представляют собой операционный усилитель средней точности, 
являющийся усовершенствованной модификацией усилителя К153УД2. Содержат 
36 интегральных элементов. Корпус К153УДб типа 301.8-2, собственная резонанс- 
ная частота 3 кГц, масса не более 1,5 г, корпус К153У Д601 — типа 301.8-2.02 или 
3101.8-1, масса не более [,5 г. 


К1539Д 6 


[59 


#153 9Д6 


6) 


Схемы балансировки напряжения нуля ИМС К153УД6б, К153УД601 


Назначение выводов К153У Дб, К15ЗУ Д601: / — балансировка, коррекция; 2 — 
инвертирующий вход; 3 — неинвертирующий вход; 4 — питание (- Оп), корпус; 5 — 
балансировка; 6 — выход; 7 — питание (- Ип); 8 — коррекция. 


Общие рекомендации по применению 


Температура пайки микросхем 235 = 5 °С, расстояние от корпуса до места 
пайки не менее 1,5 мм, продолжительность пайки 2 - 0,5 с. При проведении монтаж- 
ных операций допускается не более трех перепаек микросхем. 

Для ИМС К!53УД601 отличительный индекс 01 условно маркируется точкой 
(например, К15ЗУ ДбО. ). 

Корпус микросхем находится под потенциалом — Оп, что следует учитывать при 
разработке и эксплуатации аппаратуры. 
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В процессе транспортировки, хранения, входного контроля и эксплуатации 
ИМС необходимо применять меры, исключающие воздействие на них статического 


электричества. 

При понижении напряжения питания предельное значение синфазных входных 
напряжений должно быть снижено пропорционально. 

Допускается питание ИМС К!53УД6б от асимметричных источников или от 
одного источника питания при условии 

108] Оп | + | — Оп | = ЗЗВ, [/н=5 мА 

Синфазные входные напряжения не должны превышать ( | От!| +] Ип2])/2 и 
предельно допустимого значения -+ 12 В. При этом все значения электрических 
параметров ИМС не регламентируются. 

В ИМС возможны два способа компенсации: двухполюсный и прямой связью 
(см. рисунок). 


^У 


Способы компенсации ИМС К153ЗУД6б, К153У 601: 
а — двухполюсный; б — прямой связью 


2 и ею способа компенсации С/>К1-С / (Е1- ЮЗ), С = 30 пФ, 
Для способа компенсации прямой связью С2=1 / 2л/ ЮЗ, рю =3 МГц. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............ еее. + 15 В- 10% 
Напряжение смещения нуля при Ип=-=15 В, А, >10 кОм <2мВ 
Максимальное выходное напряжение при Ип=-15 В, 


(вх = 0,1 В, Ю,=2-0,04 кОм ......... еее ньннь я > 10В 
Средний входной ток при Инп=-15 В, Юн>10 кОм ........ < 75 нА 
Разность входных токов при Ип=-15 В ................. < 10 нА 
Ток потребления при Ин=-15 В, Ю,>10 кОм ............ < 3 мА 
Коэффициент усиления напряжения при Ип=-15 В, 

2004 КОМ, ео елью >50.103 
Коэффициент ослабления синфазных входных напряже- 

ний при Ип==-15 В, Юн>10 кОм ........ лень. > 80 дБ 
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Коэффициент влияния нестабильности источников пита- 


ния на напряжение смещения нуля ............ еее. < 35 мкВ/В 
Средний температурный дрейф напряжения смещения 

нуля при Ип=-15 В, Юн>10 кОм ........ ле льнь я. < 15 мкВ /°С 
Средний температурный дрейф разности входных токов 

при Ип==- 15 В, Юн>10 кОм ....... еле нньнньь < 0,2 нА/°С 
Входное сопротивление ............. еее неее >1500 кОм 
Выходное сопротивление ............. ле инаньня, 300 Ом 
Скорость нарастания выходного напряжения ............ 0,5 В/мкс 
Время установления выходного напряжения ............. 2 мкс 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания ............ еее ннентнне 13,5...16,5 В 
Синфазные входные напряжения ........... нь. - 12 В 
Входное напряжение .............. еее ененньньня + 30 В 
Сопротивление нагрузки при Ивых—>10В................. > 2 кОм 
Статический потенциал .......... ен енеененньнья 100 В 
Температура окружающей среды ........... неее, —45...-+ 85 °С 


Серия К154 
КБ154УД1 — 4 


Микросхема представляет собой бескорпусной микромощшный операционный 
усилитель. Предназначена для применения в гибридных интегральных микросхемах. 


(И 


Пе дЕРТОРЮЩЕ 62 


пение 2х2 


е $4947-4 
9774947 


Типовая схема включения ИМС КБ!154УД1-4, ЭК154УД1 


Электрические параметры 


Напряжение смещения нуля при Ип! = 13,5 В, 


Ото —=— 13,5 В, Вн< В < 5мВ 
Максимальное выходное напряжение при Ип! == 13,5 В, 

Ит2 =— 13,5 В, Оьвх = 0,15 В, Юя =2кОм ................ > ИВ 

Средний входной ток при Ип! = 16,5 В, Ипа = —16,5 В,... 5 40 нА 
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Разность входных токов при Оп! = 16,5 В, Ип2 = —16,5 В, 


СО Е И и < 20 нА 
Ток потребления при Оп! = 16,5 В, Ип =—16,5 В, 

Ю,—>10 кОм < 120 мкА 
Коэффициент усиления напряжения при Ип! = 13,5 В, 

От = —13,5 В, Кн = 10 + 0,1 кОм .......... нь, >100.103 
Коэффициент ослабления синфазных входных напряже- 

ний при Ип! = =13,5 В, Оп =— 13,5 В, Юн >10 кОм ...... > 86 дБ 
Скорость нарастания выходного напряжения при Ип! = 

—=13,5 В, Оп = — 13,5 В, Юн >2-+0,02 кОм ............... > 10 В/мкс 
Частота единичного усиления ............ еее 1 МГц 
Коэффициент влияния нестабильности источников пита- 

ния на напряжение смещения .............. нь. . 100 дБ 
Средний температурный дрейф напряжения смещения ... 15мкВ/°С 


Среднее время установления выходного напряжения с 
точностью 0,1 %: 


при вх = Овых =5В а оО аа Ор бе ры 1,5 МКС 
при ве вых == №0 В! коренная 2,5 мкс 
Средний температурный дрейф разности входных токов .. 0,15 нА/°С 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение источника питания: 


О р ео бан 13,5...16,5 В 

и рн ооо а —-13,5...— 16,5 В 
Синфазное входное напряжение ....................... —11...+ ТЕ В 
Предельное входное напряжение ...................:.. —11...Н ЕВ 
ВЕХОДНОЙ ТОК р ооо ооо аа 5 мА 
Температура окружающей среды ..................... —45...- 85 °С 


ЭК154УД1 


Микросхема представляет собой микромощный операционный усилитель, изго- 
тавливаемый на экспорт. Содержит 85 интегральных элементов. Корпус типа 3101 
(301.8-2). Масса не более 2,5 г. 

Основная схема включения соответствует КБ154УД1-4. 
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| 

ок [#4 | 

| ; к . Сп? 

ИО В Би 
х И 


бн 


Е 


Инвертирующее включение ИМС Неинвертирующее включение ИМС 
ЭК!54УД1 ЭК154УД1 


Общие рекомендации по применению 


Температура пайки микросхемы 235 +5 °С, расстояние от корпуса до места 
пайки 1,5 мм. При проведении монтажных операций допускается не более трех 
перепаек. 

Порядок подачи на ИМС напряжений питания и входных сигналов следующий: 
От, Ипэ, Ивх; снимать напряжения необходимо в обратном порядке. Собственная 
резонансная частота микросхемы 4200 Гц. 

Аварийный электрический режим: Оп! = 22 В, Ип2 =— 22 В. 


ен 


#420774 
409 


Схема включения ИМС ЭК] 54УД] с внешней компенсацией 


В схеме включения с внешней компенсацией емкость конденсатора Ск подбира- 
ется исходя из емкости нагрузки: 


Ск, ПФ = Си, пПФ/ ЮЗ, Ом -500 Ом; Си = 150 пФ; К1=Ю2<Ю3=А4; 


Кк = 51 Ом — сопротивление коррекции. 
Необходимо, чтобы выполнялось условие 


ЮнВз / (Юн-+Ю3)>2 кОм. 
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Электрические параметры 


Номинальное значение напряжения питания: 
От! 
Оп› 


Напряжение смещения нуля при Ип! = 15 В, Ип? =— 15 В, 
Юн>10 ен 


Максимальное выходное напряжение при Ип! = 15 В, 
Ото =— 15, Овх = 0,15 В, Юн=2-0,02 кОм............... 


ор фооо оо ооо ооо ооо оо ро ооо ово у, оорььо $ 


ооо о ооо о ооо ооо ор оао оо ча ооо ооо нова 


Средний входной ток Ип: = 15 В, Ип2 = —15, В, >10 кОм 
Разность входных токов при Ип! = 15 В, Ип =— 15 В, 
Ю,—>10 А Ва ое 


Ток потребления при Ип! = 15 В, Оп =— 15 В 


Коэффициент усиления напряжения при Илп! = 15 В, 
Ото =— 15, Юн=5+0,05 кОм ....... и нннь нь, 


Коэффициент ослабления синфазных входных напряже- 
ний при (п! = 15 В, Ип2 =—15 В, Юн >10 кОм............ 


Скорость нарастания выходного напряжения при Ип! = 
—15 В, Оп2 =—15 В, Юн=2-0,02 кОм .................. 


Частота единичного усиления ......... еее нененни: 


Коэффициент влияния нестабильности источников пита- 
ния на напряжение смещения ............. еее: 


Средний температурный дрейф напряжения смещения ну- 
О 


Средний температурный дрейф разности входных токов .. 


Среднее время установления выходного напряжения с 
точностью 0,1 %: 


при Овх = 01 = 5 В 
при Овх = (о! = 10 В 
Температура окружающей среды 


ооо ооо ооо хоч оо ово 
ооо о ооо оо ооо ооо ооо ое 


хо о фо хоро ооо ое 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение источника питания: 
От! 
Олп2 


ооо ово вору о ооо оф оо ово ооо ооо оо соо ово 


Синфазное входное напряжение ......................... 


Предельное входное напряжение ........................ 
Выходное ток 


< ооо ооо о оо фо ооо оо ооо ооо ао ораов 


Температура окружающей среды 


ооо ао оо ооо оо ооо ооо ооо ово ооо оо очаов о 


15 В +10 % 
—15В = 10% 


<3ЗмВ 


> 12 В 
< 20 нА 


< 10 нА 
< 120 мкА 


>200. 103 
> 86 дБ 


> 10 В/мкс 
|] МГц 


100 дБ 


15 мкВ /°С 
0,15 нА/°С 


1,5 мкс 
2,5 мкс 
— 10... 70 °С 


13,5...16,5 В 
—13,5...—16,5 В 
= 11 В 

= ИВ 

< 5 мА 

— 60... 85 °С 
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КБ154УДЗ-4 


Микросхема представляет собой бескорпусной быстродействующий операци- 
онный усилитель. Предназначена для применения в гибридных интегральных мик- 
росхемах. 


#9/4$94-$ 


Индертирую- ” 
44 Фо 


Типовая схема включения ИМС КБ154УДЗ-4 


Электрические параметры 
Напряжение смещения нуля при Оп! = 16,5 В, 
Оп2 =— 16,5 В, Юн >10 кОм 


Максимальное выходное напряжение при Оп! == 13,5 В, 
(по =—13,5 В, Овх = 0,15 В, Юн=2-+0,005 кОм 


Средний входной ток при Оп! == 16,5 В, Оп =— 16,5 В, 
Ю,—>1[0 кОм 


Разность входных токов при Ип! = 16,5 В, Ип2 =— 16,5 В, 
Юн—>10 кОм 


Ток потребления каждого источника при Ип! = 16,5 В, 
От =— 16,5 В, Юн>10 кОм 


Диапазон выходного тока ............ еее нннння 


хроооо оо ооо ооо ооо ое 
ооо ь 
ооо ооо оо ооо ао соо хо ово вв новее 
оо ово ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо во 


ооо ооо ото оо во оо, оо ооо 


Коэффициент усиления напряжения при Ип! = 13,5 В, 
Оп =— 13,5 В, Вн=2-0,02 кОм 


Коэффициент ослабления синфазных входных напряже- 
ний при Ип! = 13,5 В, Ип2 =—13,5 В,Юн>10 кОм 


Коэффициент влияния нестабильности источников пита- 
ния на напряжение смещения 


охзоорофоо ооо оо оо вов 
ховоеооьо 


Средний температурный дрейф напряжения смещения ... 
Средний температурный дрейф разности входных токов .. 
Частота единичного усиления 


Скорость нарастания выходного напряжения 
Время установления выходного напряжения 


< 9мВ 
> 9,5 В 
< 300 нА 
< 50 нА 


< 7 мА 


< 9мА 


>7,5.103 
> 82 дБ 


76 дБ 

50 мкВ/°С 
1 нА/°С 

15 МГц 

> 60 В/мкс 
< 800 нс 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение источника питания: 


От! а В Е р ия Шеин е. 13,5....16,5 В 

ый О атома —13,5...—16,5В 
Синфазное входное напряжение ............. зе ееннье я  10В 
Предельное входное напряжение ........................ - 10В 
Максимальный входной ток ....... еее аяннннь <5мА 
Температура окружающей среды .................ьь.. —45...-+ 85 °С 


КБ154УД4-4 


Микросхема представляет собой бескорпусной быстродействующий операци- 
онный усилитель. Предназначена для применения в гибридных интегральных мик- 
росхемах. 


ИртарИИ- 
424 4100 


ИРИНЫ 
ой Ю 


Типовая схема включения ИМС КБ!154У Д4-4 


Электрические параметры 


Напряжение смещения нуля при Ип! = 16,5 В, 


(п? =—16,5 В, Юн>10 кОм .......... еее ненаенье, < 6мВ 
Максимальное выходное напряжение при Ип! = 13,5 В, 

Оп =— 13,5 В, Ивх=0,15-0,002 мВ, Юн=5-0,05 кОм .... 210В 
Напряжение шума на выходе .............. у ееенниь. 15 мкВ 
Средний входной ток при Ип! = 16,5 В, Ип2 =— 16,5 В, 

Я С < 1200 нА 
Разность входных токов при Ип! = 16,5 В, Ип2 =— 16,5 В, 

О 0 < 300 нА 
Ток потребления при Оп! == 16,5 В, Оп =—16,5В ........ < 7мА 
Коэффициент усиления напряжения при Ип! = 13,5 В, 

Опа =—13,5 В, Кн=5-0,05 кОм .......... ее ееьььь. —>8.103 
Коэффициент ослабления синфазных входных напряже- 

ний при Ип! = 13,5 В, Ипа =— 13,5 В ....... нь, > 74 дБ 


189 


Коэффициент влияния нестабильности источников пита- - 


ния на напряжение смещения ............ уз ьеььныя 86 дБ 
Частота единичного усиления ........... ара 20 мГц 
Скорость нарастания выходного напряжения при коэффи- 

циенте передачи, равном |............. ул еьниннн. 150 В/мкс 
Средний температурный дрейф напряжения смещения ну- 

а а о рее 10 мкВ /°С 
Средний температурный дрейф разности входных токов .. 0,9 нА/°С 
Время установления выходного напряжения ............. < 600 нс 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение источника питания: 


От: И а 13,5...16,5 В 

а ое оо а ее оне никО ‚ —13,5..—165В 
Синфазное входное напряжение ............... нь, - 10В 
Предельное входное напряжение ......................., + 10В 
Максимальный выходной ток ....... ен ннннье. < 10 мА 
Температура окружающей среды ....................... —45...- 85 °С 


ЭК154УД4 


Микросхема представляет собой быстродействующий операционный усилитель 
со скоростью нарастания выходного напряжения 500 В/мкс. Содержит 85 интег- 
ральных элементов. Предназначена для поставки на экспорт. Корпус типа 301.8-2. 
Масса не более 2,5 г. 


+01 


Типовая схема включения ИМС ЭК154У Д4 


Общие рекомендации по применению 


Микросхема пригодна для монтажа методом групповой пайки и паяльником при 
температуре не свыше 265 °С продолжительностью не более 4 с; допускается приме- 
нение припоя Г.Зп 60, 1.$ п 63 (при пайке волной припоя) и флюса 5\\ 31 или $\\ 32. 

Микросхема выдерживает кратковременное (не более 10 с) короткое замыкание 
по выходу. ) 

Не допускается попадание внешнего электрического потенциала на крышку 
корпуса (при включении микросхемы в качестве инвертирующего усилителя). 

Аварийный электрический режим: Ип! = 22 В, Ип2 =—22 В. 
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Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания. 
Напряжение смещения нуля при Ип=-15 В, Ю,>10 кОм 


Максимальное выходное напряжение при Ип=-15 В, 
Овх=0,15-0,002 В, Кн=5-0,05 кОм 


15 В, Юн>10 кОм 
Разность входных токов при И„=-15 В, Юн >10 кОм 
Ток потребления при ОИп=-15 В, Юн>10 кОм ............ 
Коэффициент усиления напряжения при Ит=-15 В, 

Ю,н=5 0,05 кОм 


Коэффициент ослабления синфазных входных напряже- 
ний при Ит=-+15 В, Юн>10 кОм 


Скорость нарастания выходного напряжения при Оп = 
==15 В, Ан=2-0,02 кОм ................ и аеененье 


При: оборо 


Время установления входного напряжения при 
Ип=-=15 В, Овх = 10 В, Юн=2-0,02 кОм 


Частота единичного УСИЛЕНИЯ реа 


Средний входной ток при Ип= 


ооо ооо оо ро ро ое 


Коэффициент влияния нестабильности источников пита- 
ния на напряжение смещения нуля .......... ен. 


Средний температурный дрейф напряжения смещения 
нуля 
Средний температурный дрейф разности входных токов .. 
Температура окружающей среды 


эвооооьро ооо ооо. ооо ооо ооо ооо ооо уе ооо ооо оффе 


ооо ооо о оо оо ооо 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение источника питания: 


ооо оодоо ооо оо ооо ро ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо 


в предельном режиме .....................ь... 
Предельное входное напряжение .............. нее. 
Синфазное входное напряжение ............... лень. 


Максимальный выходной ток 


ооо ооо хо ооо ооо ааз<оав с авоаа 


ооо оо ооо ую оо ооо оо ооо 


Статический потенциал 
Температура окружающей среды 


+15 В + 10% 
< 5 мВ 


>10В 
< 1000 нА 
< 200 нА 
<бмА 


>10. 103 
> 80 дБ 


> 500 В/мкс 
250 В/мкс 


< 600 нс 
20 МГц 


86 дБ 


10 мкВ/°С 
0,9 нА /°С 
—10...- 70 °С 


13,5...16,5 В 
5...18 В 
—13,5..—16,5В 
— 5..— 18 В 
+ 108 

+ 10В 

< 10 мА 

200 В 
—60...-+ 85 °С 
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Серия К155 
К155ИД1, КБ155ИД1-4, КМ155ИД1 


Микросхемы представляют собой высоковольтные дешифраторы управления 
газоразрядными индикаторами. Предназначены для преобразования двоично-деся - 
тичного кода в десятичный. Содержат 83 интегральных элемента. Корпус К155ИД1 
типа 238.16-1, КМ155ИДТ — типа 201.16-5; КБ155И Д1-4 — бескорпусная. 


ИЛАЗИДУ, КЕЛЕЗАЩУЯ, КИЯНИ 


АОЗИДУ 
ИВЗИД7-# 
ЛИ 


чо 


Функциональная схема ИМС КМ155И ДТ, Условное графическое обозначение 
К!155ИД1, КБ155ИД1-4 ИМС К!155ИД1, КМ!155И ДТ, 
КБ155И Д1-4 


Назначение выводов: 0/ — выход Уб; 02 — выход У9; 03 — вход Х 1; 04 — вход 
Х4; 05 — питание (- Ип); 6 — вход Х2; 7 — вход ХЗ; 08 — выход У2; 09 — выход УЗ; 
10 — выход У7, 11 — выход Уб; 12 — общий (ОВ); 13 — выход У4; 14 — выход У5; 
15— выход У1; 16 — выходИ 0. 


Работа микросхем 


Дешифратор состоит из логических ТТЛ-схем и десяти высоковольтных тран- 
зисторов. 

На входы Х/ — Х4 поступают числа от 0 до 9 в двоичном коде; при этом откры- 
вается соответствующий выходной транзистор. Номер выбранноГо выхода соответ- 
ствует десятичному эквиваленту входного кода. Коды, эквивалентные числам от 10 
до 15, дешифраторами не отображаются на выходах. 

Соответствие номеров активных выходов и входных кодов представлены в таб- 
лице истинности. 
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Таблица истинности 


Входы 
Е РО ВЕС 
[ Г [ Е 0 Н Г УР 7 8 
Г [ 1 Н 1 Н Г Г Н 9 
[ Г Н Г, 2 Н Г Н Г — 
Г Г Н Н 3 Н Г Н Н о 
[ Н Г В 4 Н Н 7 7 — 
Г Н Г Н 5 Н Н Г Н — 
Г Н Н Г 6 Н Н Н Г — 
Г Н Н Н 7 Н Н Н Н — 


Примечания: Н — высокий уровень; [, — низкий уровень; * — остальные выходы закрыты; - 
прочерк означает отсутствие информации на всех выходах. 


Общие рекомендации по применению 


При работе ИМС с газоразрядными индикаторами для исключения подсветки 
цифр необходимо, чтобы зажигание индикатора происходило при токе катода не 
менее 50 мкА, для чего напряжение на выходе дешифратора должно быть не более 
55 В. Ограничение напряжения на закрытых выводах до 60 В именее осуществляется 
путем подключения к выводам ИМС внешних резисторов, стабилитронов, диодных 
матриц с общим катодом с подпором от резистивного делителя напряжения. 

При управлении работой газоразрядных индикаторов допускается эксплуата- 
ция ИМС с напряжением на закрытых выходах более 60 В (на пробойных участках 
вольт-амперных характеристик внутренних ограничительных стабилитронов). При 
этом режиме эксплуатации наработка ИМС составляет 500 ч. 

Значения параметров выходное пробивное напряжение (вых,пр и выходной про- 
бивной ток /выхпр характеризуют внутренние ограничительные стабилитроны на 
выходе ИМС. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ..................... 585% 
Выходное напряжение низкого уровня при Ит=4,75 В, 
[вых = 7 МА, ИЗх == 0,8 В, Ик =2В ........ а. неньа. <2,5 В 
Выходное пробивное напряжение при Ип=5,25 В, /вых=0,5 мА, 
ОВ В: Бр ОВ ое оные а >60 В 
Прямое падение напряжения на антизвонном диоде при 
Г >— 1,5 В 
Входной пробивной ток при Ип=5,25 В ................. <1 мА 
Входной ток низкого уровня при Ип=5,25 В, | = 0,4 В, 
Пу =4,5 В: 
ПО ВВОД ооо <— 1,6 мА 
повыводам. 4: 6,7 цао она <— 3,2 мА 
Входной ток высокого уровня при Ип=5,25 В, (0 =0 В, 
1=2,4 В: 
С а <40 мкА 
повыводам 46:7 па пор еценя <80 мкА 
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Ток потребления при Ип=5,25 В, ОО Весна <25 мА 


Выходной ток высокого уровня при Ит=5,25 В .......... <50 мкА 
Выходной ток высокого уровня (при входной информации от 
О <15 мкА 
Предельно допустимые режимы эксплуатации 
Напряжение на выходе закрытой ИМС ................. < 60 В 
Время нарастания и время спада входного импульса .... —<150 нс 
Температура окружающей среды: 
О —45...{+85° С 
КИ ее. —10...-70 °С 


К155ИЕ2, КМ155 ИЕ? 


Микросхемы представляют собой двоично-десятичные четырехразрядные счет- 
чики. Каждая ИМС состоит из четырех триггеров, внутренне соединенных для деле- 
ния на 2 и 5. Может использоваться также в качестве делителя на 10. Корпус 
К155ИЕ? типа 201.14-1, КМ155ИЕ? — тила 201.14-8. 


А В 95 


(А 
$7 (А 
А 7 А 
|8 Жо яж 
№ 7: г #9 № #9 | №9 ] 
И К. 
№2() | #91) | 
#0(2) №9(2) 


Функциональная схема ИМС К155ИЕ?2, КМ155ИЕ? 
И/29 ЕР 
ИИА ИЕР 


ру] 2720 

(2 

4 
45 

7-7) 
у 
№9 


Условное графическое обозначение ИМС К155ИЕ?2, КМ155ИЕ? 
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Назначение выводов: / — вход счетный С2; 2 — вход установки 0 Ю0(1); 3 — 
вход установки 0 Ю0(2); 4, 13 — свободные; 5 — питание (-- Оп); 6 — вход установки 
9 А9(1); 7 — вход установки 9 Ю9(2); $8 — выход третьего разряда @©3; 9 — выход 
второго разряда (2; 10 — общий; 11 — выход четвертого разряда (4; 12 — выход 
первого разряда (©1/; 14 — вход счетный С/. 


Таблица истинности ИМС К155ИЕ2, КМ155ИЕ?2 


Счет ` Выход Счет Выход 


> 


0 Г. Г Г Г 5 Г Н Е Н 
1 Г Г Г Н 6 Г Н Н Г 
2 Г Г Н Г 7 Г Н Н Н 
3 Г Г Н Н 8 Н Г. ГВ Г 
4 Г Н 7й 7В 9 Н Г. Е Н 
Примечание Выход (© / соединен со входом С2. 
Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания ......... нь .. 585% 
Выходное напряжение низкого уровня при Ит=4,75 В .... <0,4 В 
Выходное напряжение высокого уровня при Ип=4,75В . 2>2,/4В 
Напряжение на антизвонном диоде при Ип = 4,75 В ..... >— 1,5 В 
Входной ток низкого уровня по входам установки 0 и 9 при 
РЕ О: 20: В дея а а <— 1,6 мкА 
Входной ток низкого уровня по счетному входу С/ при 
о <—3,2 мкА 
Входной ток низкого уровня по счетному входу С2 при 
ОО, 29. Во аа <— 6,4 мА 
Входной ток высокого уровня по входам установки 0 и 9 при 
ОО, 29 Вона о оса <— 0,04 мА 
Входной ток высокого уровня по счетному входу С2 при 
9,20. Вон ооо авиа .... 30,08 мА 
Входной ток высокого уровня по счетному входу С2 при 
РИО. 2О: В аи <0,16 мА 
Ток входного пробивного напряжения по входам установки 
ОидЭи счетным входам С/иС2........... у еььеььни я <1мА 
Ток короткого замыкания при Ип=5,25 В ............... —18...—57 мА 
Ток потребления при Оп = 5,25 В ...........-.--чнььь». <53 мА 
Время задержки распространения при включении по счет- 
ному входу С1 при Ип=5 В .......... еее неенньньь. <100 нс 
Время задержки распространения при выключении по 
счетному входу С/1 при Ип=5В .......... зе еьненьи, < 100 нс 
Предельно допустимые режимы эксплуатации 
Напряжение питания ................ че ененининняя <6 В 
Минимальное напряжение на входе .................... —0,4 В 
Максимальное напряжение на входе ................... <5,5 В 
Минимальное напряжение на выходе ................... —0,3 В 
Максимальное напряжение на выходе закрытой ИМС .. 5,25 В 
Температура окружающей среды ............. ее. — 10...70 °С 
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К155ИЕ4, КМ155ИЕЗ4 


Микросхемы представляют собой счетчик-делитель на 12. Каждая ИМС состо- 
ит из четырех /К-триггеров, имеющих общую установку в 0. Для получения делителя 
на 12 выход / соединяют со входом С2, для получения делителя на би 3 (выходы 03 
и 04) входные импульсы подают на вход С2 (выводы С/и С2 не соединяют). Корпус 
К!155ИЕ4 типа 201.14-1, КМ155ИЕ4 — типа 201.14-8. 


ИЕ, ИМЕ 


^'799 ИЕ 
и 159 Е 


Функциональная схема ИМС К155ИЕ4, Условное графическое 
КМ155ИЕ4 обозначение ИМС 
К155ИЕ4, КМ155ИЕ4 


Назначение выводов: / — вход счетный С2; 2, 3, [3 — свободные; 5 — питание 
(-- От); 6 — вход установки 0 Ю0(1); 7 — вход установки 0 К0(2); 8 — выход 04; 9 — 
выход @3; 10 — общий; [1 — выход О2; 12 — выход О/1; 14 — вход счетный С. 


Таблица истинности ИМС К155ИЕ4, КМ155ИЕ4 


Счет Выход Счет Выход 


0 Г 1 [ 6 Н р Г Е 
| 1 [ [ ь 7 Н Г Г Н 
2 Г 1 Н Ё 8 Н Г Н Г 
3 1 1 Н Н 9 Н 1 Н Н 
4 1 Н 1 г | |нН Н [ т 
5 Г Н Г Н и |Н Н 1 Н 


Примечания. | Выход © / соединить со входб» С2. 
2. Сброс всех выводов в низкий уровень осуществляется по входам Ад при одновременной установке на 
них напряжения высокого уровня. 


3. При счете на одном из входов установки А0 (или на обоих входах) должно быть установлено напряжение 
низкого уровня. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ..................... 585% 
Выходное напряжение низкого уровня при Ип=4,75 В ... 50,4 В 
Выходное напряжение высокого уровня при Ип=4,75В .. 2>24АВ 
Напряжение антизвонного диода при Ип=5,25 В ........ >—1,5 В 
Входной ток низкого уровня при \/п=5,25 В ............. <— 1,6 мА 
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Функциональная схема ИМС К155ИЕБЗ, 


Входной ток низкого уровня по счетному входу С/ при 
к о У И 
Входной ток низкого уровня по счетному входу С2 при 
От=5,25 В И ок 
Входной ток высокого уровня по входам установки в 0 при 
О И. 
Входной ток высокого уровня по счетному входу С/ при 
В 
Входной ток высокого уровня по счетному входу С2 при 
О 2 В 
Ток входного пробивного напряжения по входам установки 
в 0, по счетным входам СГи С2 при Ип=5,25 В ........... 
Ток короткого замыкания при Ит=5,25 В 
Ток потребления при Ит=5,2 В .......... нее». 
Время задержки распространения при включении по счет- 
гсму входу С] при Оп-=5 В .............-.езееенеьиниье 


ооо ооо о ооо 


Время задержки распространения при выключении по счет- 


ному входу С1 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжения питания ............. еее ннненын 
Минимальное напряжение на входе 

Максимальное напряжение на входе 
Минимальное напряжение на выходе ................... 
Максимальное напряжение на выходе закрытой ИМС ... 
Температура окружающей среды 


К155ИЕ5, КМ155ИЕ5 


<100 нс 


<100 нс 


Микросхемы представляют собой двоичный счетчик. Каждая ИМС состоит из 


А75ЗИЕЯ, КМЛУЯМЕЯ 


КМ155ИЕЪЗ 


четырех /К-триггеров, которые соединены соответствующим образом для образова- 
ния счетчика-делителя на 2 и 8; Установочные входы обеспечивают прекращение 
счета и одновременно возвращают все триггеры в состояние низкого уровня (на 
входы А0(1) и Ю0(2) подается высокий уровень). Выход @/ не соединен с последую- 
щими триггерами. Если ИМС используется как четырехразрядный двоичный счет- 
чик, то счетные импульсы подаются на вход С/, аесли как трехразрядный — то на 
вход С2. Корпус К155ИЕБЗ типа 201.14-1, КМ155ИЕ5 — типа 201.14-8. 


А’129ИЕУ 
#7729 ИЕ 


12 
9 


Условное графическое обозначение 
ИМС К!55ИЕ5Б. КМ155ИЕБ 
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Назначение выводов: / — вход счетный С2; 2 — вход установки в 0 Ю0(1); 8 — 


вход установки в 0 Ю0(2); 4, 5, 7, 13 — свободные; 5 — питание (-- Оп); $ — выход ©3; 
9 — выход 2; 10 — общий; 11 — выход 04; 12 — выход О/; 14 — вход счетный С. 


Счет 


эчоякоьь - > 


198 


Таблица истиниости ИМС К155ИЕ5, КМ155ИЕ5 


Выход 


Счет 


Выход 


ЕЕ Е Е Е ЕЕ: 


тр Г 
Г Г 
Г Г 
Ё Г 
Е Н 
Г Н 
Г Н 
Г Н 


Номинальное напряжение питания 


жЖжччгсаасс 


же 


8 


кччачччч< 
В Ре: > 


Примечание &. — низкий уровень, Я — высокий уровень 


Электрические параметры 


Выходное напряжение низкого уровня при Ип=4,75 В 
Выходное напряжение высокого уровня при Ип=4,75 В .. 
Напряжение на антизвонном диоде при Ип=4,75 В ...... 
Входной ток низкого уровня по входам установки в 0 при 
Пао 20) В: ооо а 


Входной ток низкого уровня по счетным входам С/ и С2 при 


Оо Ва оао 
Входной ток высокого уровня по входам установки в 0 при 
БЕ О 20 В. оо оао 
Входной ток высокого уровня по счетным входам С/ и С2 


при Ип==5,25 В 


Ток входного пробивного напряжения по входам установки 


в 0 исчетным входам С/ и С2 при Ип=5,25 В ............ 


Ток короткого замыкания при Ип==5,25 В 
Ток потребления при Ип==5,25 В 
Время задержки распространения при включении по счет- 


ному входу С/ при Ип==б В ........ еее а 


Время задержки распространения при выключении по счет- 
ному входу С/ при Ип==5 В 


возеооооо оо ооо ово ооо ооэфо 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжения питания 


Минимальное напряжение на входе 
Максимальное напряжение на входе 
Минимальное напряжение на выходе 


ооо ео ооо, обо ооо оо ророооо 


Максимальное напряжение на выходе закрытой ИМС ... 


Температура окружающей среды: 


Е 


КМ155ИЕ5 


ГВ Г 
ГВ Н 
Н Гр 
Н Н 
Ё Г 
ГВ Н 
Н Г 
Н Н 
585% 
<0,4 В 
>24 В 
>1,5 В 


—18...—57 мА 
<53 мА 


3135 нс 
<135 нс 


6В 
—0,4 В 
<5,5 В 
—0,3 В 
5,25 В 


—10...+70 °С 
—45...4+85 °С 


К155ИЕЭ 


Микросхема представляет собой синхронный десятичный четырехразрядный 
счетчик. В ИМС имеется возможность синхронной установки в произвольное состо- 
яние от 0 до 9. У счетчика имеется асинхронный сброс и дешифрирующий счетный 
выход. В качестве запоминающего элемента используется /К-триггер с внутренней 
задержкой. Счетчик устанавливается в исходное состояние при наличии на конт- 
рольном входе Г. низкого уровня; при этом разрешена подача сигналов на входы /- и 


К-триггеров через входы предварительной установки О /— 04. Счет происходит при 
наличии на входах Р, Ги Г высокого уровня. ИМС устанавливается в нулевое 


состояние подачей на вход А напряжения низкого уровня. Емкость между выводами 
11, 12, 13, 14, 15, 16 и шиной «корпус» равна 100 000 пФ. Корпус типа 238.16-1. 


А’7/59 ЕЯ 
А75ЗИЕЯ 
#7 
42 
Условное графическое обозначе- 
ние ИМС К155ИЕ9Э 
#5 
и 
[ЕР 
Я —— |. [14 
ЕЕ | 
и ПН 
Р 
- в. - Функциональная схема ИМС К155ИЕЭ 
В 1: 


Назначение выводов: / — вход установки нуля А; 2 — вход синхронизации; 3 — 


информационный вход 0/1; 4 — информационный вход 02; 5 — информационный 
вход 03,6 — информационный вход 04; 7 — вход разрешения счета СЕР; 6 — общий 
(0И); 9 — вход загрузки РГ; 10 — вход разрешения счета СЕТ; 11 — выход (04; 12 — 
выход @©3; [3 — выход 02; 14 — выход О; 15 — выход переноса Р; 16 — питание 


(+ Ол). 
199 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ..................... 585% 
Выходное напряжение низкого уровня при Ип=4,7 В, 

[вых=16 мА, (вх=2 В, (бх=0,8 В... ина, <0,4 В 
Выходное напряжение высокого уровня при Оп=4,75 В, 

Гвых=— 0,8 мА, т вх==2 В, К =0, В Вале >24АВ 


Прямое напряжение на антизвонном диоде при Ип=4,75 В —>-1,5 В 
Входной ток низкого уровня при Ин=5,25 В, (Л вх=4,5 В, 


[Ю„х=0,4 В: 
ПО ВХОДА и 20 ор рано <|-—3,2| мА 
по остальным входам .......... ее иеинининння <|—1,61! мА 
Входной ток высокого уровня Ин=5,95 В, (Льх1=2,4 В, 
(Ль=4,5 В: 
ПО ВХОДА: ИЗО оный <80 мкА 
по остальным входам ......... еее ининньиньня <40 мкА 
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения 
при Ип=5,95 В, И'ьх=4,5 В, Фъх=0В .................. <101 мА 
Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения 
при Ип=5,95 В, ьх=4,5 В... ние. <94 мА 
Ток короткого замыкания при Оп = 5,25 В .............. —18...—57 мА 


Время ри распространения при включении при 
(л=5 В+ 5%, (Льх=3 В, ьх=0 В, Сн=15 пФ 15%: 


вход 2 — выходы /1, 12, 13, 14 в режиме «счет» ...... <23 нс 
вход 2 — выходы /1, 12, 13, 14 в режиме «запись» ... <_29 нс 
ВХОД 2 ВЫХОД 1 ее ода < 35 нс 
ВХОД. 10: ВЫХОД. 5 ооо колье а <16 нс 
вход [ — выходы /1, [2, 13, 14 ...... а ннньь <38 нс 


Время Е Е при выключении при 
(Ип= —=5 В+5%, Л вх=3 В, | вх == =0 В, Сн=15 пФ+ 15%: 


вход 2 — выходы /1, /[2, 13, 14 в режиме «счет» ...... <20 нс 
вход 2 — выходы И. 12, 13, 14 в режиме «запись» ... <25 нс 
ВО ВЫХОД 15 о бобров <35 нс 
ВХОД ОЕ ВЫХОД ТО ровно < 16 нс 
Предельно допустимые режимы эксплуатации 
Напряжение питания .......... еее ененанне я 6В 
Минимальное напряжение на входе .................. —0,4 В 
Максимальное напряжение на входе ................... <5,5 В 
Минимальное напряжение на выходе ................... —0,3 В 
Максимальное напряжение на выходе закрытой ИМС ... 55,25 В 
Температура окружающей среды ...............ььььь.. —10...+70 °С 


Серия К157 


Микросхемы серии К157 предназначены для применения в стереофонической 
аппаратуре магнитной записи и воспроизведения звука со сквозным или универсаль- 
ным каналом, в трактах амплитудной модуляции радиоприемных и других уст- 
ройств. 
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К157ДА1 


Микросхема представляет собой двухканальный двухполупериодный ампли- 
тудный детектор для управления приборами индикации средних уровней записыва- 
емых сигналов в стереофонических магнитофонах. Каждый канал содержит буфер- 
ный усилитель с коэффициентом усиления по напряжению 7...10, преобразователь 
двухполярного сигнала в однополярный и стабилизатор рабочих режимов. Выход- 
ные напряжения каждого`канала имеют положительную полярность и соответству- 
ют средневыпрямленным значениям входных сигналов в диапазоне свыше `50 дБ. 
Содержит 62 интегральных элемента. 

Корпус типа 201.14-1. Масса не более 1,5 г. 


Типовая схема включения индикаторов уровня записи для стереофонического 
магнитофона с двухполярным питанием на ИМС К157ДА1 


Назначение выводов: / — обратная связь 1-го канала; 2 — вход буферного уси- 
лителя 1-го канала; 3 — вход сигнала обратной связи |-го канала; 4 — питание 
(— п); 5 — вход сигнала обратной связи 2-го канала; 6 — вход буферного усилителя 
2-го канала; 7 — обратная связь 2-го канала; $ — выход делителя обратной связи 
2-го канала; 9 — вывод детектора 2-го канала; [0 — выход 2-го канала; // — пита- 
ние (Оп); 12 — выход 1-го канала; [3 — вывод детектора 1-го канала; /4 — выход 
делителя обратной связи 1-го канала. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ..................... +15+10% 

Выходное напряжение при Ип=-15 В, Ивх=-1,5 В ..... >9В 

Выходное напряжение покоя при Ип=-+15 В, Овх=0 .... <50 мВ 

Ток потребления при Ип===15 В (при отсутствии сигнала по 

ДВУМ. КАНАЛАМ оо ооо ао <1,5 мА 

Ток потребления по выводам 2, 3, 5и6 .................. <0,2 мкА 

Выходной ток каждого канала при Ип=-=15В ........... 2,5...6 мА 

Коэффициент усиления напряжения при Ип=-Е(3...15) В, 

(вх=-0,1 В, Овых=0,7...1 В ....... ние ннинььны 7...10 

Верхняя граничная частота при Ип=-+15 В, Ивых=4,5...10 В, 

(Ивх=1 Вне а о А а ом >0,1 МГц 
Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания ............. еее еененни я —=(3...18) В 

Максимально допустимая рассеиваемая мощность ...... <0,5 Вт 

Температура окружающей среды ............ нее. —25...70 °С 
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К157УД1 


Микросхема представляет собой операционный усилитель средней мощности с 


выходным током до 0,3 А без внутренней коррекции. Имеет ограничители пиковых 
значений выходного тока, предотвращающие выход усилителя из строя при переход- 
ных про' ссах или кратковременных коротких замыканиях на выходе. Может при- 
меняться также в предварительных усилителях мощности, усилителях стереотеле- 
фонов с рабочей частотой до 100 кГц и в исполнительных устройствах. Содержит 44 
интегральных элемента. 


Корпус типа 201.9-1. Масса не более 1,5 г. 


Л у 90 2768 


(1 
Типовая схема включения ИМС К157УД1] 


Назначение выводов: /, 4, 5 — коррекция; 2 — питание (— Ип); 3 — подложка 


для теплоотвода; 6 — выход; 7 — питание (-Ип); $ — инвертирующий вход; 9 — 
неинвертирующий вход. 
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Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания 
Выходное напряжение при Ип=- 15 В, Ан=0,2 кОм 
Напряжение смещения нуля при Ип=-15 В, Ан=0,2 кОм 
Входной ток при (/1=-15 В, Юн=0,2 кОм 
Разность входных токов при Ип=-15 В, Юн = 0,2 кОм .. 
Ток потребления при Ип==15 В, Ан==0,2 кОм 

Ток короткого замыкания при Ип==-5 В, Юн=0 
Коэффициент усиления напряжения при Ип=-15 В, 
{=0...50 Гц, Юн=0,9 кОм 
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений 
при Ип=-15 В, Юн==0,2 кОм 
Температурный дрейф напряжения смещения нуля при 
ОИп=-15 В, Юн=0,2 кОм, Г=р— 25...70 °С 
Температурный дрейф разности входных токов при 
Ип=-15 В, Ан=0,2 кОм, Г=— 25...70 °С 
Скорость нарастания выходного напряжения при Ип= 
—=-15 В, Юн==0,2 кОм 
Частота единичного усиления при Ип=-15 В, Вн=0,2 кОм 


ооо ооо ово во ооо 


ооо 
ово ооо оо ууоорро вов 
эохборооов фо ооо оо юр 
хохзоо ово ооо 
ооо ооо во 


хо о ооо ооо ооо ооо воо 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


ооо осо ооо ооо вьоь 


Напряжение питания 
Входные синфазные напряжения 
Выходной ток 


офор о ооо ооо 


ооо оо ооо ооо во ооо ооо ооо фр ваов 


+15 В 

+12 В 

< 5 мВ 
<500 нА 
150 нА 

<9 мА 
400...1000 мА 


250.103 

>70 дБ 
<-50 мкВ /°С 
<=10нА/°С 


>0,5 В/мкс 
>0,5 МГц 


+(3...20) В 
<+20 В 
<300 мА 


Рассеиваемая мощность! 


без внешнего теплоотвода ........... ее иненьяь <0,5 Вт 
с внешним теплоотводом ............ зе еезнеень, <1 Вт 
Температура окружающей среды .................... .. +25... 70°С 


'При Г>> 25 °С рассеиваемая мощность рассчитывается по формулам: 

Ррас, Вт=(125 °С—Т)/200 °С/Вт — без теплоотвода; 

Ррас, Вт=(125 °С—Т)/250°С/Вт-(125 °С—Тк)/150 °С/Вт — степлоот- 
водом. 


К157УД2, КБ157УД2-4 


Микросхемы представляют собой малошумящие двухканальные операцион- 
ные усилители средней точности. Имеют защиту от коротких замыканий на выходе. 
Содержат 53 интегральных элемента. Корпус К157УД2 типа 201.14-1, масса не 
более 1,22, КБ157УД2-4 — бескорпусная. 


А'7579Д2 


Условное графическое обозначение ИМС К!157УД2 


Назначение выводов К157УД?: / — коррекция 1-го канала; 2 — вход неинвер- 
тирующий 1-го канала ( --); 3 — вход инвертирующий 1-го канала (—); 4 — питание 
(—0"); 5 — вход инвертирующий 2-го канала; 6 — вход неинвертирующий 2-го ка- 
нала; ’7— коррекция 2-го канала; 8 — коррекция 2-го канала; 9 — вход 2-го канала; 
11 — питание (-- Оп); 19 — выход 1-го канала; /4 — коррекция 2-го канала. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............ нь, 15 В 
Максимальное выходное напряжение при 

Оп= 15 В, Ивх==-Е(95...200 ВМ)... ььь. >13 В 
Напряжение смещения нуля при Ип==- 15 В, Ивых<|1,2| В «&-5 мВ 
Входной ток при Ип==-15 В, Ивых<|2,2| В ............. <500 нА 
Разность входных токов при Ит=-Е15 В, Овых< |2,2| В.. 5<150 нА 
Ток потребления при Ип==15 В ......... еее ь. <7 мА 
Ток короткого замыкания при Ип= 15 В, 
Е (2010 В емо ФЕеана <45 мА 
Коэффициент усиления напряжения при От=-15 В: 

Ивых=-+ (100,5) В, {=0...50 Гщ о... неее: >50.103 

Ивых=(7 0,5) В(эф.), {=20 кГц ........ нее. >300 
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Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений 

при Ип=-=15 В, Ивх=1 В (эф.), 
есь. а оо еданея >70 дБ 

Коэффициент взаимного проникания сигналов из канала 

в канал при Ип=-=15 В, Овых=7 В (эф.), 


В И <—80 дБ 
Средний температурный дрейф смещения нуля при 

ИЕ В. ГЕ 25... ЕТО С. зоол рад <=50 мкВ°С 
Средний температурный дрейф разности входных токов 
при Ип=-15 В, Т=— 25...70 °С ......... у нньньня <=5 нА /°С 
Частота единичного усиления при Ит=-15 В, 

(Овх=9...10 мВ, Ивых=9...10 мВ (эф.) а ее > МГц 
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения 
при Ип=-15 В, Ивых== = (10...11) В, {=5...10 кГц ........ >0,5 В/мкс 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания ........... еее наееньени, = (3...18) В 

в предельном режиме ................. у уенььь. 20 В 
Напряжение на входах относительно общего вывода схемы 
ВКЛЮЧЕНИЯ ре оао а <8,5 В 
Рассеиваемая мощность' для обоих каналов ............ <500 мВт 
Сопротивление нагрузки ............ ее ьенень, >2 кОм 
Температура окружающей среды .... ................. —25...+70 °С 


'При Г>95 °С рассеиваемая мощность рассчитывается по формуле 
Ррас, мМВт=(125—Т)/0,22 °С /мВт. 


К157УДЗ 


Микросхема представляет собой двухканальный малошумящий операционный 
усилитель средней точности без внутренней частотной коррекции. Применяется в 
стереофонической и студийной аппаратуре записи и воспроизведения звука. Содер- 
жит 53 интегральных элемента. Корпус типа 201.14-1. Масса не более 1,5 г. 


^7579Д 


Условное графическое обозначение ИМС К157УДЗ 
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Назначение выводов: /, /4 — коррекция 1-го канала; 2 — вход неинвертирую- 
щий |-го канала; 3 — вход инвертирующий 1-го канала; = напряжение питания 
(—0п); 5 — вход, инвертирующий 2-го канала, 6 — вход неинвертирующий 2-го ка- 
нала; 7, 8 — коррекция 2-го канала; 9 — выход `-го канала; /0, 12 — свободные; //— 
питание (- Оп); (3 — выход 1-го канала. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .................ь... +15+10% 
Максимальное выходное напряжение при 

Ит= 15 В, 

{=0, Из(5)==(25...200) мВ ............ у еененье >13 В 
Напряжение смещения нуля при 

Оп==-=15 В, Ивых<1,2 В, /=0 Е <+5 мВ 
Приведенное ко входу напряжение шумов при 

Ип=-15 В, {=20 Гц...20 кГц .........еееннная, <2 мкВ 
Входной ток при 

Ип= = 15 В, Ивых< 2,2 В, |=0 ........... еее. <500 нА 
Разность входных токов при 

Ип=-15 В, Овых< 2,2 В, {=0 я рай <150 НА 
Ток потребления при 

ПЕТЬ: В 1-50 аа <7 мА 
Ток короткого замыкания при 

Ип=-15 В, Из5)=120...180 мВ .................... <45 мА 
Коэффициент усиления напряжения при 

И=- 15 В: 

Ивых= (100,5) В, {=0 ........ а ннньнь. >50.103 

Овых=-=(7-0,5) В (эф.), {=20 кГц ............ъ.... 300...800 
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений 
при 

Ип=-15 В, (ж6)=1 В, Из5)=—1 В... ............. >70 дБ 
Средний температурный дрейф напряжения смещения нуля 
при 

ее = О Ре <=50 мкВ/°С 
Средний температурный дрейф разности входных токов при 

ОЕ В ое < +5 нА/°С 
Коэффициент разделения каналов! при 

(Лл=-15 В, Овых=7 В (эф.), [=1 КР аа <—80 дБ 
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения 
при 

Ит=-15 В, Ивых=== (10...11) В, {=5...10 кГц ........ >0,5 В/мкс 
Частота единичного усиления при 

Ил=-+15 В, 0Из5)=9...10 мВ, вых = 9...10 мВ (эф.) .. >21 МГц 


1 Коэффициент разделения каналов — это выраженное в децибелах отно- 
шение выходного напряжения канала, на вход которого сигнал не подается, к вы- 
ходному напряжению соседнего канала, на вход которого сигнал подается. Напря- 
жения на входы ИМС подают после установления рабочего режима напряжений 
питания. 
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Предельио допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания ооо ее оное (3...18) В 
Синфазное входное напряжение" ............. уз. неннь, <-=8,5 В 
Сопротивление нагрузки ...............еенеьнннея >2 кОм 
Температура окружающей среды ............. не. —25...+70 °С 


`В диапазоне Ип = = (3...8,5) В напряжение на входе не должно превы- 
шать напряжения питания, в диапазоне (= -+(8,5...18) В напряжение на 
входе не должно превышать -+ 8,5 В. 


К157УЛТА, К157УЛТБ 


ИМС К!57УЛКА, Б) представляют собой двухканальные малошумящие уси- 


лители воспроизведения для стереофонических магнитофонов. Содержат 52 интег- 
ральных элемента. В состав ИМС входят: входной каскад, промежуточные каскады 
основного усиления, выходные каскады, стабилизаторы режима работы. Корпус 
типа 201.14-1, масса не более |[,5 г. 


63 $700 
#2 9 ИЯ 2% Аф 54/ 


> № 
0% ддикх лв гы — 
12^ 
| Вихой А 
рик ХВ 290миВ 
^/3 100 


ой, 


25 
270.. 1200 В НН 
| 7-77. 
№9 9 #9 24к [28 147 12к 


Схема усилителя воспроизведения кассетного стереофонического магнитофона на 


ИМС К157УЛЕ (А, Б) 


Назначение выводов: / — обратная связь |-го канала; 2 — вход 1-го канала; 3 — 


общий вывод 1-го канала; 5 — общий вывод 2-го канала; 6 — вход 2-го канала; 7 — 
обратная связь 2-го канала; $ — емкость фильтра 2-го канала; 9 — выход 2-го кана- 
ла; [0 — питание 2-го канала (-+- Ип); /2 — питание 1-го канала (-- Ил); 13 — выход 1-го 
канала; /4 — емкость фильтра 1-го канала. 
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Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ......... ее. 98=10% 
Приведенное ко входу напряжение шумов при Ит=9 В, 
Юг—=10 Ом, А {=20 Гц...20 кГц: 
ТА: о В <0,3 мкВ 
Е В <0,6 мкВ 


Ток потребления при Ип=9ЭВ ......... еее еьнуннине, 2,5...5,5 мА 
Приведенный ко входу шумовой ток при Ит=9 В, Юг=10 Ом: 


КЕ, о ом <120 пА 

Е <140 пА 
Коэффициент усиления напряжения при 

Ил=9 В, Ивх=0,1 мВ, А {=20 Гц...20 кГц ........... (8...13) - 103 
Коэффициент ослабления сигналов соседнего канала при 

Пл =9 В, Озых=1 В, {=400 Гц ее >70 дБ 
Коэффициент гармоник при 

(Ип=9 В, Овых=1 В, {=400 Гц р ны <0,2% 
Входное сопротивление при Ип=9В .......... нь... >60 кОм 
Выходное сопротивление при Ип=9 В .................. <300 Ом 


Спектральная плотность напряжения шумов при 
Оп=9 В, А }=10...100 Гц: 


ое. вые Бе <4нВ/\/Гц 
Е а оао а <5...7нВ /\/Гц 
Предельно допустимые режимы эксплуатации 
Напряжение питания .......... еее ненннея 8,1...20 В 
ВЫ ТОДНОЙ ТОК ко обои ааа <5 мА 
ВХОДНОЙ ТОК: слое ее <! мА 
Рассеиваемая мощность ....... ее нниннния <250 мВт 
Температура окружающей среды ............ ен. . —25...+ 70 °С 


К157УНТА, К157УНТБ 


Микросхемы представляют собой трехкаскадные предварительные усилители 
низкой частоты. Предназначены для применения в радиоприемниках. Содержат 23 
интегральных элемента. Корпус типа 201.14-1. Масса не более 1,5 г. 


7. 
Е-Е--- 


Прбикх РВ 


27 мик; Г, 997 
Я дя, 5) 
Ахой |+ д2 


ма ® 
(е 
т к: 
: 
7/4 9 
] [отно 74 м 


Типовая схема включения ИМС К157УНГ (А, Б) 


25 ддикх 15 В 
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Назначение выводов: / — обратная связь; 2 — регулировка усиления; 3 — 
вход; 4 — общий; 5 — смещение; 6 — коррекция; 7 — выход; 9 — питание (-- Оп); 
10— коррекция; 11 — смещение. 


Общие рекомендации по применению 


При создании УНЧ входные и выходные цепи должны быть экранированы от 
воздействия электрических и магнитных полей и разнесены между собой. Входной 
сигнал должен подаваться на выводы 3 и 4, как показано на типовой схеме включе- 
НИЯ. 

Чувствительность и входное сопротивление определяются сопротивлением ре- 
зистора Ю/; значительное его снижение приводит к уменьшению глубины отрица- 
тельной обратной связи и увеличению влияния выходного сопротивления источника 
сигнала на устойчивость усилителя. 

Для уменьшения нелинейных искажений не рекомендуется подсоединять ”зем- 
ляные” проводники входа и выхода к одной точке. Наличие конденсатора С3, улуч- 
шающего шумовые характеристики усилителя, необязательно в усилителях средне- 
го качества, однако значительное увеличение его емкости нежелательно из-за 
возможного возбуждения усилителя. 

При уменьшении сопротивления резистора А2 возрастает уровень нелинейных 
искажений; при его увеличении уменьшаются усиление и нелинейное искажение 
из-за увеличения глубины отрицательной обратной связи и возможно возбуждение 
усилителя. 

Частотная характеристика в области низких частот определяется постоянными 
времени цепочек Ю/С/, Ю2С2 и ВнС7. Коллекторы транзисторов УТ/...ИТ4, вывод 
нагрузки и выводы источника питания должны быть подключены непосредственно 
к выводам конденсатора С7. Сопротивление резистора А4 определяется из выраже- 
НИЯ 


4—1 21э1121э3Юн, 


где йЙ2151 и Й2153 — минимальные значения коэффициента усиления транзисторов 
УТ! и УТЗ при максимальном токе эмиттера; Кн — сопротивление нагрузки. 

Для повышения устойчивости усилителя рекомендуется подключать к выводу 
10 конденсатор емкостью 100 мкФ. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания: 


АТТА: - ооо ооо 9В-=10% 

О о 12 В+ 10% 
Номинальное выходное напряжение при Ан=6б,5 Ом: 

К157УНЕА при. ИВ: Зе соо оао 1,8 В 

К157УНБ при Ип=12 В .......... ее еенннеьнь ЗВ 
Чувствительность: 

К157УНТА при Ипт=9 В, Ивых=1,8 В, Ан=6,49 Ом, 

те И р. а 15..31 мВ 

К157УНБ при Ип=12 В, Ивых=3 В, Юн=6б,49 Ом, 

Е о ореола 25...50 мВ 
Ток потребления: 

КУН А при Ов=9:В оао <5 мА 

КЕ5ТУ НТБ: при О т—=12.В: дозе ооо оао на <6 мА 
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Коэффициент гармоник: 
К157УНА при Ит=9 В, ОИвых=1,8 В, {}=1 кГц, 


ан С 0,3% 
К157УНТБ при Ип=12 В, Ивых=3 В, {=1 кГц ....... <1% 
Полоса пропускания при неравномерности бдБ ......... 50...15. 10° Гц 
Коэффициент неравномерности АЧХ при номинальном 
значении Илп, {=50 Гц...15 кГц, Юн==6,49 Ом, Ивх=9 мВ .. <6 дБ 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 
Напряжение питания: 


о. —<10 В 
в предельном режиме ................ нь. 5,6...12 В 
КГУ НТБ р ооо ан ое оны 13,2 В 
в предельном режиме ............... ен нне, 8...15 В 
Напряжение на выводах / и 7: 
А о <10 В 
ВТО ЕЬБ: ооо асе <15В - 
ТОК На ВЫВОДЕ ооо оо язя <15 мА 
Рассеиваемая мощность на выводе 7.................... < 30 мВт 
Температура окружающей среды ...................... —25...- 70 °С 


К157УПТА, К157УПТБ, 
КБ157УПТБ-4, К157УП2А, 
К157УП2Б, КБ157УП2Б-4 


Микросхемы представляют собой двухканальные микрофонные усилители с 
двухканальными предварительными усилителями записи. Обеспечивают усиление 
сигналов от 160 мкВ и 10 мВ, подводимых соответственно к микрофонному входу и 
входу предварительного усилителя записи, до стандартного уровня линейного выхо- 
да микрофона, равного 250 мВ; высокая перегрузочная способность (по микрофон- 
ному входу более 36 ДБ и входу предварительного усилителя записи 16 дБ) позволяет 
использовать ИМС в низкочастотных трактах с автоматической регулировкой уси- 
ления (АРУ). Отличие ИМС К157УП! от К157УП2 состоит в том, что первая требует 
применения регулирующих элементов АРУ с положительным управляемым напря- 
жением, а вторая — сотрицательным; ИМС отличаются между собой также развод- 
кой выводов. Содержат 63 интегральных элемента. 

Корпус К157УП (КА, Б) и К157УП2(А, Б) типа 204.14-1, масса не более 1,5 г, 
КБ157УП1Б-4 и КБ157УП2Б-4 — бескорпусные. 
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Типовая схема включения ИМС К157УП1 (А, Б)и К157УП2 (А, Б). В скобках 
указана нумерация выводов К157УП2 (А, Б) 


Назначение выводов: / — вход предварительного усилителя записи 1-го кана- 
ла; 2 — выход микрофонного усилителя 1-го канала; 3 — вход микрофонного усили- 
теля 1-го канала; 4 — общий вывод 1-го канала; 5 — общий вывод 2-го канала; 6 — 
вход микрофонного усилителя 2-го канала, 7 — выход микрофонного усилителя 2-го 
канала; 8 — вход предварительного усилителя записи 2-го канала; 9 — выход пред- 
варительного усилителя записи 2-го канала; /0 — выход для АРУ 2-го канала; /1 — 
питание (+ Илп); 12 — выход для АРУ 1-го канала; 1/3 — выход предварительного 
усилителя записи 1-го канала. 

Назначение выводов К157УП2 отличается от К157УП1 только для четырех 
выводов; 9 — выход для АРУ 2-го канала; /0 — выход предварительного усилителя 
записи 2-го канала; /3 — выход предварительного усилителя записи 1-го канала; 
14— выход для АРУ 1-го канала. 
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8+ 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания.................... 
Приведенное ко входу напряжение шумов при Ип=13,2 В, 
А }=20 Гц...20 кГц: 
Юг=200 Ом: 
К157УПТА, К157УП2А 
К157УПТБ, К157УП2Б 
г =16 кОм: 
К157УПТА, К157УП2А 
К157УПТА, К157УП2Б 
Ток потребления при Ип=12 В 
Коэффициент усиления напряжения при 
От=12 В, Из(6)=6 мВ, Их7)=540...1080 мВ, } =1 кГц 
Коэффициент усиления напряжения при 
ОИт=12 В, Ч8)=60 мВ, 0139), 13(10) =1080...1840 мВ, 
р —=1 кГц 
Коэффициент гармоник при Ип =12 В, 0%7)=800 мВ, }=1 кГц: 
157УТЩА, К157УП2А 
К157УПТБ, К157УП2Б 
Коэффициент гармоник при Оп =12 В, (И13(9),13(10)=1600 мВ, 
[= кГц: 
К157УПТА, К157УП2А 
К157УБ, К!157УП2Б 
Коэффициент взаимного проникновения сигнала из канала 
в канал при Ип =12 В, Ц13(9),13(10)=1000...1700 мВ, 
[=1 кГц: 
Верхняя граничная частота полосы пропускания при 
ОИп=12 В, Иц8)=60 мВ, И139),13(10)=1080...1700 мВ 
Входное сопротивление: 
при Ип=12 В, Ивых!< 1000 мВ, }=1 кГц 
при От —]2 В, (вых2< 1000 мВ, [=1 кГц 
Выходное сопротивление: 
при Ип=12 В, Овх1=6 мВ, Ивых!=540...1080 мВ, 
[=1 кГц 
при (Л1=12 В, Овх2=15 мВ, Овыхо —=270...460 мВ, 
—=1 кГц 
Температура окружающей среды 
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Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение источника питания! а оао наежа 


в предельном режиме 
Входное напряжение на выводах 9, 6 
Напряжение на выводах 2, 7 
ТОК ВЫВОДОВ: 2: Гы оо вое 
Ток выводов /93, 9 для К157УП1 


ооо оо ооо ооо ао ооо ьо ово 


ооо ооо ооо ооо оо ооо ооо 


ооо оо оф ооо ооо ооо осо 


<0,6 мкВ 
<1 мкВ 


<3,2 мкВ 
<5,2 мкВ 
5...9,5 мА 


100...165 


19,5...28 


<0,2% 
<0,3% 


<0,2% 
<0,3% 


<— 70 дБ 
>50 кГц 


1,6...2,4 кОм 
160...240 кОм 


<5 кОм 


<{кОм 
—25...-70 °С 


10,8...13,2 В 
15 В 

<6 мВ 
>15 В 

<3 мА 
<3мА 


' Допускается эксплуатация ИМС при напряжении питания менее 10,8 В 
при соответствующей регулировке элементов на типовой схеме включения. 
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Ток выводов /9, 10 для К157УП2............ ле ньнь. <3мА 


Ток выводов /2, 10 для К157УПТ.......... у ееньньнь, <1|мА 
Ток выводов /4, 9 для К157УП2............ ее ннь <1| мА 
Токвыводов 1.9 порева <1 мА 
Ток выводов 9, 6 (при переходных процессах) ............ <1| мА 
<250 мВт 


Рассеиваемая мощность для обоих каналов ............. 


К157ХАТА, К157Х АТБ 


Микросхемы представляют собой универсальное высокочастотные усилители- 
преобразователи. Предназначены для построения УВЧ. Содержат 13 интегральных 
элементов. В состав ИМС входят высокочастотный усилитель, гетеродин и баланс- 
ный смеситель. Корпус типа 201.14-1. Масса не более 1,5 г. 
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Типовая схема включения ИМС К157ХА1 (А, Б) 


Назначение выводов: / — вход; 2, 7 — общий; 5 — выход гетеродина; 6, 8 — 
коррекция; 9 — питание (--Ип); /0, 12 — выход ПЧ; 11 — вхо! ‹месителя; 18 — 


питание (-- Оп); 14 — выход ВЧ. 
Общие рекомендации по применению 


УВЧ с использованием ИМС К157ХА1((А, Б) может быть выполнен как с резо- 
нансной, так и с нерезонансной нагрузкой (для получения оптимальных шумовых 
характеристик сопротивление источника сигнала дол жно быть в пределах 0,5...1 кОм). 
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Режекторный фильтр [.1С2 используется для повышения устойчивости на про- 
межуточной частоте и уменьшения уровня собственных шумов УВЧ. 

Эквивалентное сопротивление гетеродинного контура [.3С9, приведенное к вы- 
водам 5 и 8, рекомендуется выбирать в пределах 4...10 кОм. Для стабилизации 
напряжения гетеродина с изменением частоты генерации расстояние между конден- 
саторами С5 и Сб и выводами би 8 должно быть минимальным. 

Для уменьшения индуктивности рассеяния, вызывающей паразитные колеба- 
ния, можно включать подавляющую цепочку Ю4С8 между выводами 6 и 8, чтобы 
эквивалентное сопротивление паразитного контура на собственной частоте не пре- 
вышало 1,4 кОм. 

Чтобы напряжение гетеродина не проникало на вход смесителя и вход УПЧ, 
необходимо половины первичной обмотки трансформатора смесителя изготовлять 
симметричными среднему отводу (одновременной намоткой половин первичной об- 
мотки в два провода). Напряжение гетеродина на выводах [0 и 12 относительно 
земляной шины не должно превышать 150...200 мВ во всем частотном диапазоне 
гетеродина. Эквивалентное сопротивление контура смесителя (между выводами /0 
и 12) с учетом подключаемой нагрузки (обычно фильтрас Ювх=1,2 кОм) должно быть 
около 10 кОм. 

Выводы конденсатора С7 подсоединяют в непосредственной близости к выводам 
Зи 7. Источник входного сигнала подключают непосредственно к выводам / и 2. 
Выводы 2 и 7 соединяют с земляной шиной в непосредственной близости к ИМС. Для 
исключения возможности возникновения токов высокой частоты на земляной шине 
она должна образовывать замкнутый контур. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... не, 58-10% 
Ток потребления при 

В осы а <3,3 мА 
Коэффициент усиления напряжения при 

От=5 В, {=0,15 МГц .......... зе еннеен, ить ко 150...350 
Коэффициент ослабления на верхней граничной частоте 
при Ип=5 В: 

К157ХАТА при }=15 МГц ............. а <5 дБ 

К157ХАТБ при }=25 МГц ........ ле ененнье, <5 дБ 
Коэффициент шума при Ип=5 В, }=0,15 МГц ........... <6 дБ 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания ............ зе еененненниньяя <6 В 

в предельном режиме ..............:. уе ненннь. 3,6...10 В 
Ток в цепи вывода /4 при подключенной внешней нагрузке <10мА 
Температура окружающей среды ...................... —25...+70 °С 


К157ХА2 


Микросхема представляет собой усилитель промежуточной частоты с автома- 
тической регулировкой усиления. Предназначена для применения в радиоприемни- 
ках. Содержит 33 интегральных элемента. В состав ИМС входят: регулируемый и 
основной усилители, амплитудный детектор и усилитель напряжения АРУ. Корпус 
типа 201.14-1. Масса не более 1,5 г. 
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Типовая схема включения ИМС К157Х А? 


Назначение выводов: / — вход 1; 2, 6, 10, 12 — коррекция; 93 — общий; 4 — 
регулировка усиления; 5 — вход 2; 9 — выход детектора; // — питание (-{ Оп); 193— 
выход АРУ; 14 — выход 1. 

Общие рекомендации по применению 


Входные и выходные цепи (выводы /, 2 и9, 10) необходимо тщательно экраниро- 
вать от электрических и магнитных полей и разносить одну от другой. 

Элементы схемы необходимо заземлять в одной точке вместе с выводом 9. Длина 
проводников, соединяющих выводы 9 и /[0, Зи [1 с конденсаторами, должна быть 
минимальной. 

Для улучшения качественных показателей узла на ИС рекомендуется подклю- 
чать одиночный колебательный контур (между выводами /4, Зи 5) или полосовой 


фильтр. 


1757ХА2 


Схема включения одиночного контура 


Не рекомендуется подводить электрические сигналы (в том числе шины ”пита- 
ние” и ”земля”) к неиспользуемым выводам ИМС. 
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Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ..................... 58-10% 
Чувствительность при Ип=5 В, Ивых=30 мВ, т==30 % ... 9...30 мкВ 
Максимальное напряжение АРУ при Ип=5 В, Юн=3,9 кОм 
(между выводамиди /93) ............ ее ененннян 3...4,5 В 
Ток потребления при Ип=5 В ........ еее: <4 мА 
Относительный диапазон АРУ по напряжению на частоте 
{=465 кГц при Ип==5 В, т==30 %, Ивх=0,5...30 мВ ...... <120 

о 


Коэффициент гармоник при Ип=5 В, т=80%, Ивх =4мВ 5% 
Входное сопротивление при Ип=5 В, т =30 %, Ивых= 
Е а 430...1000 Ом 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания ............ еее ененненне, <6 В 

в предельном режиме ................. учение. 3,6...10 В 
Напряжение между выводами О НЕ <1,75 В 
Ток нагрузки, подключаемый к выводу /3.............. <1,5 мА 
Температура окружающей среды ..................нь.. —25...+70 °С 


К157Х П1 


Микросхема представляет собой двухканальную пороговую схему, в каждый 
канал которой входит предварительный усилитель с амплитудным дискриминато- 
ром на входе и индикаторный усилитель, включающий в себя формирователь вре- 
менных интервалов и усилитель мощности. Общим этих каналов являются режим- 
ное устройство, задающее образцовые и смещающие напряжения для обоих 
усилителей, и выпрямитель системы автоматической регулировки уровня записи, 
обрабатывающий сумму сигналов двух каналов. Предназначена для управления 
приборами индикации пиковых уровней сигналов (светодиоды, лампы накаливания ) 
в канале записи и формирования сигналов управления для системы автоматическо- 
го регулирования уровня записи. Содержит 89 интегральных элементов. Корпус 
типа 201.14-1. Масса не более 1,5 г. 


С/ Дикх29В 


А7ХИТ 


Во ЛА 


Схема измерителя пиковых уровней в канале записи со светодиодными индикато- 
рами на ИМС К157ХП1: 


В = (Ип— 1,2 В)/!уь, где [ур — номинальный ток диодов 
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Назначение выводов: / — выход предварительного усилителя 1-го канала; 2 — 
вход индикаторного усилителя 1-го канала; 3 — выход индикаторного усилителя 
1-го канала; 4, 9 — общий (— Ип); 5 — выход индикаторного усилителя 2-го канала; 
6 — вход индикаторного усилителя 2-го канала; 7 — выход предварительного уси- 
лителя 2-го канала; 9 — вход предварительного усилителя 2-го канала; /0 — неин- 
вертирующий выход АРУ; 11 — питание (-Н Оп); 12 — инвертирующий выход АРУ; 
13 — выход источника опорного напряжения; /4 — вход предварительного усилите- 


ля 1-го канала. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .................ь.. 15 В+ 10% 
Напряжение срабатывания по выходам индикаторного уси- 
лителя иАРУ при Ит=15 В ........... не еенннннь. 1...1,45 В 
Напряжение отпускания по выходам индикаторного усили- 
теля иАРУ при Ит=15В................. ИЕ >09 В 
Выходное эталонное напряжение при Ип=15В .......... 1,2...1,35 В 
Выходное напряжение предварительного усилителя при 
о И 5...10 В 
Ток потребления при Ип=15 В .......... еее <9 мА 
Выходной ток покоя выпрямителя схемы АРУ ........... <30 нА 
Выходной ток предварительного усилителя при И, = 15 В  4...10 мА 
Предельно допустимые режимы эксплуатации 
Напряжение питания .............. аа 7,2...20 В 
Напряжение на входах предварительного усилителя <=7В 
Выходной ток по выводам Зи5 ......... еее ньньь <70 мА 
Выходной ток по выводам /0 и12........ нь <10 мА 
Рассеиваемая мощность ......... еее иеннья <250 мВт 
Выходной ток предварительного усилителя при Ип=15 В 4...10 мА 


К157Х П2 


Микросхема представляет собой стабилизатор напряжения с электронным уп- 
равлением. Предназначена для построения генераторов токов стирания и подмаг- 
ничивания (ГСП), стабилизаторов напряжения ключевого типа. Содержит 52 интег- 
ральных элемента. В состав ИМС входят: выходной делитель, регулируемый 
элемент с токовой (ток короткого замыкания 150...450 мА) и тепловой защитой, 
усилитель сигнала рассогласования, источник эталонного напряжения с устройст- 
вом управления временем включения и выключения и отдельные транзисторные 
структуры с цепями смещения для создания ГСП. Требуемое выходное напряжение 
от 1,3 до 33 В может быть установлено как внутренним, так и внешним делителями, 
подключенными к выводам 6, Г/и/! Допускается совместное использование дели- 
телей. Для нормальной работы стабилизатора входное напряжение должно превы- 
шать выходное более чем на 2,5 В. Время включения и выключения выходного 
напряжения устанавливается конденсатором, подключенным к выводам 7 и 4. 

Корпус типа 201.14-1. Масса не более 1,1 г. 
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№’ УРАЛТЕЛ ЗЕЛИСЙ 
И 


Принципиальная схема генератора стирания и подмагничивания для аппаратуры 


магнитной записи на ИМС К157ХП2 


Назначение выводов: / — общий эмиттер ключевых транзисторов; 2, 3 — база 
и коллектор транзистора; 4, 5 — выводы для установки выходного напряжения ста- 
билизатора; 6 — вход усилителя сигнала рассогласования; 7 — общий (— Оп); 8 — 
вывод источника опорного напряжения, подключение времязадающего конденсато- 
ра к устройству управления временем включения и выключения стабилизатора; 9 — 
вывод для управления стабилизатором; 1/0 — вход стабилизатора (- Оп); 1/1 — вы- 
ход стабилизатора; /2, 13 — коллектор и база транзистора; /4 — общая точка цепи 


смещения транзисторов (резисторов в цепях базы ). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... зе ненье. 
Диапазон входного напряжения ................... ах 
Выходное напряжение стабилизатора при Ил = 15В ..... 


при встроенном делителе ........ По не еее 


Выходное напряжение закрытого стабилизатора при 
м 


Ток холостого тока закрытого стабилизатора при Ивх = 
—=36 В, Овых = 0...0,1 В, Г =0 


Входной ток усилителя сигнала рассогласования при 
ОЕ ОВ ааа О ооо 


Выходной ток устройства управления при Ип = 15 В 
Ток потребления устройства управления при Ип = 15В .. 


Ток короткого замыкания при Овх =4В................. 


Коэффициент нестабильности по напряжению при Овх = 
—12...18 В, Овых = 8,3...9,7 В, [н -— 0 Е ат ее а Фе ен 


< 0,5 мкА 
1...2,6 мА 
1...2,9 мА 
150...450 мА 


< = 0,002 
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Коэффициент нестабильности по току при Ивх = 15 В, 


Овых — 8,3...9,7 В, [и = 9,3...10,7 МА а о м чо нони = == 0,01 
Температурный коэффициент выходного напряжения при 
о р < + 095 %/°С 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Входное напряжение ................ ее зизеноваенино 4...40 В 
Рассеиваемая мощность .......... иена ниенния = 1Вт 
Температура окружающей среды ............ не. —25...- 70 °С 


Параметры ключевых транзисторов, имеющих отдельные выводы 


Напряжение коллектор — эмиттер ...................... 40 В 
Напряжение эмиттер — база ....... ан 7В 
Максимальный ток коллектора ............ ле еннньь 150 мА 
Обратный ток коллектора при ИкБо = 36В.............. < | мкА 
Сопротивление насыщения .......... и еенньлннь я < 7,5 Ом 


К157Х ПЗ, КА! 57Х ПЗ 


Микросхемы представляют собой динамические шумопонижающие фильтры. 
Предназначены для систем понижения шумов при прослушивании звуковых фоног- 
рамм. В состав ИМС входят: амплитудный детектор, частотный корректор; управ- 
ляющий усилитель; ограничитель минимума, управляемый напряжением резистор 
в цели управления порогом шумопонижения; регуляторы-ограничители верхней и 
нижней частот среза; алгебраический сумматор; входной повторитель напряжения; 
источник эталонного напряжения и стабилизированных токов; операционный усили- 
тель управляемого фильтра и управляемые резисторы 1-го и 2-го звеньев основного 
управляемого фильтра. Содержат 190 интегральных элементов. 

Корпус К157ХПЗ типа 2120.24-3, масса не более 4 г, КА157ХПЗ — типа 405.24-7. 


Назначение выводов: / — регулировка времени установления; 2 — выключе- 
ние режима шумопонижения; 3 — регулировка времени установления; 4 — вход ча- 
стотного корректора (дифференциатора); 5 — регулировка порога шумопонижения 
динамического фильтра; 6 — регулировка верхнего значения частоты среза динами- 
ческого фильтра; 7 — регулировка нижнего значения частоты среза динамического 
фильтра; 8 — внутренняя установка верхнего значения частоты среза; 9 — напря- 
жение питания (— Ип), [0 — напряжение питания (-- Оп); // — выход динамическо- 
го фильтра (--500 мВ); 1/2 — выход 2-го звена основного управляемого фильтра; /3— 
управляющий вход |-го звена основного и дополнительного управляемых фильтров; 
14 — управляющий вход 2-го звена основного управляемого фильтра; /5 — выход 
линеаризирующего устройства 2-го звена основного управляемого фильтра; 1/6 — 
выход линеаризирующего устройства 1-го звена основного управляемого фильтра, 
17 — вход динамического фильтра ( -100 мВ); 18 — выход 1-го звена основного уп- 
равляемого фильтра; /9 — неинвертирующий вход алгебраического сум матора; 20 — 
выход алгебраического сумматора; 2/ — 1-е звено весового фильтра; 22 — 2-е звено 
весового фильтра; 23 — выход ограничителя минимума; 24 — общий. 
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Типовая схема включения ИМС К157ХПЗ 


Общие рекомендации по применению 


Шумопонижающее устройство на ИМС К157ХПЗ (см. основную схему включе- 
ния ) способно подавлять шумы звуковой фонограммы с динамическим диапазоном 
40...50 дБ. Уменьшение шумового напряжения на выходе фильтра в широкой полосе 
частот достигает 15 ДБ, а в области высших звуковых частот превышает 30 дБ. 

Для работы ИМС требуются два источника питания -+ (5...18) В. 

ЗА — выключатель режима шумопонижения. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ..............::...... +5 8В-—90--Ю0%) 
Выходное напряжение при Ип=-=15 В .................. 11 В 
Приведенное ко входу напряжение шумов при Ип=- 15 В, 

АООТ, 29: ОБО ооо < 15 мкВ 
Выходное напряжение покоя при Ип=-15В............. < =0,5 В 

Ток потребления при Ип=-16,5 В ......... нь. < 8,5 мА 
Входной ток по выводу 17 при Ип=-15В................ < 0,5 мкА 
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Выходной ток по выводам /3 и /4: 


при Ип=-=15 В, Овх =0............. у енеееннье, 13...25 мкА 
при Ип=-=15 В, } = 10 кГц, Овх =1мВ ............. 3...10 мкА 
при Ип=-15 В, ;} = 10 кГц, Овх =1мВ ............. 150...450 мкА 
Коэффициент усиления напряжения при Ип=-15 В, 
И О 4,7...5,3 


Коэффициент ослабления усиления на верхней гранич- 
ной частоте при Ип=-15 В: 


ты ОГИ, ОБ 02. В оо арка — 2,5...1 дБ 
ЗЕ Берии <— ЗдБ 
рек ГЫ, ОО МВ: оо нае аь > —3З дБ 
ОКЕ оо оааатоь < —3З дБ 
Гав бкГи, Ох == 0,92 мВ” ое ааа > —3З дБ 
РО кры, Ох о.2 МВ роб <—3 дБ 
ты 1окГи, Ив РВ: оао Нробрьюь ея <— 26 дБ 
Коэффициент гармоник при Ип=-12 В, } = 20 и 400 кГк, 
а < 0,5 % 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания: 


ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ: ооо оно поиске лЬЕЕ 5...18 В 

ОТринательное: зоо ооо ра — 9...—18В 
Входное напряжение (амплитудное значение). Е = Ол 
Выходной ток по выводу // при Ип=-15 В, Овхх==3В ... 6...20 мА 
Температура окружающей среды ...:...... уе еьень.. — 25...70 °С 


К157Х П4 


Микросхема представляет собой динамический шумопонижающий фильтр. 
Предназначена для применения в стереофонических магнитофонах и построения 
функциональных узлов радиовещательных приемников. Содержит 319 интеграль- 
ных элементов. В состав ИМС входят: повторитель напряжения; формирователь 
линеаризующих и пороговых напряжений; усилитель управляемого фильтра; пре- 
образователь сопротивления; суммирующий усилитель; управляющий усилитель с 
пороговым элементом; усилитель-дифференциатор; формирователь управляющего 
напряжения; преобразователь напряжение — ток; стабилизатор напряжения и то- 
ков; повторитель-формирователь напряжения; регулятор конечного значения час- 
тоты среза управляемого фильтра. 

Корпус типа 2103.16-6. Масса не более 1,5 г. 
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Типовая схема включения ИМС К157ХП4 с двухполярным источником питания 


Назначение выводов: / — общий вывод (напряжение питания 0,5 Ип); 2 — вы- 
вод суммирующего усилителя; 3, 4 — цепь коррекции АЧХ управляющего усилите- 
ля; 5 — выключение режима динамической фильтрации; 6 — выход формирователя 
управляющего напряжения; 7 — напряжение питания (-- Ип); 8 — напряжение пи- 
тания (— Оп) (общий вывод 0 И); 9 — выход преобразователя сопротивления; 10 — 
выход динамического фильтра (500 мВ); 11 — выход 2-го звена управлявмого филь- 
тра; [2 — вход суммирующего усилителя; 13 — выход 1-го звена управляемого 
фильтра; 1/4 — вход динамического фильтра 50 мВ (вход повторителя напряжения 
сигнала); [5 — вход динамического фильтра (500 мВ), вход делителя напряжения 
1:10; 16 — выход повторителя-формирователя напряжения 0/0,5 Ип (с вывода 1). 
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Общие рекомендации по применению 


При эксплуатации микросхем от двух разнополярных источников питания неод- 


новременная подача питающих напряжений, а также отключение любого источника 
не рекомендуется. 
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Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ..................... 


Выходное напряжение по выводу 6: 


при Ит= 9 В, Ив = 2,2 В, И15 =—9В,}=0........ 
при Ип=-3 В, Иц6 = 1,8 В, 015 =—3В ............ 


Максимальное выходное напряжение: 


при Ин=-=9 В, Ию>=6В........... нение 
при Ип=-3 В, И10>=2В......... ле нньньь а. 


Выходное напряжение по выводу /0 при Ип=- 9 В, 


И 05 Во озона са 


Приведенное ко входу напряжение шумов: 


при Ип=-3 В, Ию=0,2 мВ (эф.), И15 =—3В ....... 
при Ип=-3 В, Ию<5 мВ (эф.)........ инея 
Ток потребления при Ип=-9В ........... зе нньнье 


Выходной ток по выводу 6 при Ип=-9 В, И15=5 мВ, 


ОКИ ооо оо емо 
Выходной ток по выводу /0 при Ип=-9 В, И15=-7В .... 


Коэффициент усиления напряжения по выводу /0: 
при Ин=-9 В, И14=50 мВ, И10=0,5 В, И5=— 9В, 


В 


при Ин=-9 В, И15=0,5 В, Ито=0,5 В, И5=—9 В, 


Е ОО Це об ры 
Коэффициент ослабления на верхней граничной частоте 


по выводу /0: 


при Ип=-9 В, И1=50 мВ (эф.), } = 14 кГц ........ 
при Ин=-9 В, И14=50 мВ (эф.), } = З5кГц ........ 


Коэффициент гармоник: 


при Ип=-9 В, И15=1 В, } = 10 кГц ................ 
при Ип=-9 В, И15=1 В, р= кГц... не... 
при Ип=-3З В, И15=1 Вр = 1 кГц ................. 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания ........... еее ненненьнь, 


Входное напряжение (на выводе 15) .................... 
Сопротивление нагрузки ........... у еененненне, 
Температура окружающей среды ...................... 


<= 0,5 В 


< 20 мкВ 
< 500 мкВ 
< бмА 


50...600 мкА 
500...3000 мкА 


9,5...10,5 


0,93...1,07 


— 1,5...2 дБ 
<—3 дБ 


< 0,5 % 
< 0,5 % 
< 0,5 % 


4...18 В 
(-2...+9В) 
<+78В 

> 10 кОм 
—25...-+ 70 °С 


Серия К167 
К167УН1 


Микросхема представляет собой мало- 
шумящий усилитель низкой частоты малой 
мощности на полевых транзисторах. Кор- = о? 
пус типа 301.8-2. Масса не более !,5 г. 


Электрическая схема ИМС К167УН1 


Общие рекомендации по применению 


При проведении монтажных операций допускается не более двух перепаек 
выводов микросхем. 

Так как ИМС К!67УН! имеет большое входное сопротивление, входную цепь 
необходимо экранировать, а высокоомный источник сигнала располагать на мини- 
мальном расстоянии от входа. 

Неиспользуемые выводы ИМС должны быть заземлены. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ................. с... —12 В +10 
% 

Ток потребления при Ип=—12В........... ле еньнеь. <5мА 

Верхняя граничная частота при Ан == 2 кОм, Ип=— 13,2 В > 100 кГц 

Коэффициент усиления напряжения при Ип=— 12 В, 

Е ГО о орел наи пон 500...1300 

Нестабильность коэффициента усиления напряжения при 

о <— 50...90 

Коэффициент гармоник при вых = 1 В, Итп=— 13,2 В, 

И По ь <5% 

Коэффициент шума при А: = 1 МОм, при Ип=— 15,2 В 

ОКЕ поро еы ео < 6,5 дБ 

Выходное сопротивление при (= —10,8 В, {| =1 кГц .... <20кОм 

Входная емкость при Ип== — 13,2 В ......... лье. < 80 пФ 

Приведенное ко входу напряжение шумов при Ип=р— 12В <50мкВ 


Предельно допустимые режимы эксплуатации 


Напряжение питания: 


О С <— 20В 
предельно допустимое ...`........... у ененнен а <-— 13,2 В 
Напряжение положительной полярности на выводах 
1(2 —6) ИМС относительно вывода "общий”... ........ < 0,2 В 
Напряжение отрицательной полярности на входе ......... <10В 
Статический потенциал ........... зо зеленеинень, 30 В 
Температура окружающей среды ...................... — 60...-{-70 °С 
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К118ТЛТА 
К118ТЛ1Б 
К118ТЛ1В 
КИЗТЛ1Г 
КИ8ТЛ1Д 


К!18УД1А 
К118УД1Б 
К118УД1В 


К!118УН1А 
К118УН1Б 
К!118УН1В 
К118УН1Г 
К!118УН1Д 


К!18УН2А 
К118УН2Б 
К!118УН2В 


К!118УП1А 
К118УП1Б 
К118УП1В 
К118УП1Г 


Параметры микросхем серии К118 


Тип микросхемы От пред, В р МА ки вых, В 
х. МКА *ос сф, дБ (*см, мВ 


>15; >70° 
>22; >60" 
>22; >60" 


Квх, кОм 
Кг*% 


> 6; <5° 
>6; <5" 
—>3; <5" 


* 
* 
* 
* 
* 


22; < 
—>2; <5 


>1; <5" 
=>; 5, 
1; 5 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5от <4"° 201.14- 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


ПРИЛОЖЕНИЕ | 


Таблица 11] 


фв, рн МГц, Тип корпу 
е**ш, мкВ са 


20,1; <4 "" |201.14- 
>01; 4". |201.14- 
—0,08; <4“” [201.1 


** 


20,09; <10, [201.1 
=0,09; < 10, , 1201.1 
—>0,09; <10 1[201.14- 


ПРИЛОЖЕНИЕ? 


Таблица П2 
Параметры микросхем серии К119 
Тип микросхемы От, В Овых, Овх, В Ювх, КОм Кг, % Тип корпуса 
О овых, В Кос сф, дБ (* ост, В (*ср, В 
КИ19АГ! 0,3...1,4"  |3,15..3,5  |— — 401.14-4 
0,2...0,4 
КР!19АГ! 0,3...1,4°  |3,15...35  |— ыы 201.14-1 
кИГГЕ 7..25"" зе ых ее 401.14-4 
КРИИЭГГ! И — — — -| 201. 14-1 
К119ДА! 0,005; 0,2° |<3 НИ ыы 401.14-4 
КР!19ДА\ 0,005; 0,2” |<3 ге ты 201.14-1 
К!19КП! <3;<10" ее <-=3 ыы ыы 401.14-4 
КР!19КП1 < 3; <10” Е <-3 ыы ыы 201.14-1 
К119МА1 0,1" —<0,5; 2...9* |— Е 401.14-4 
КР!19МА!1 0,1" —<0,5: 2..9” |— ы 201.14-1 
К119пП! 0,5" <7 ее ыы 401.14-4 
КР119ПП! 0,5" <7 = ты 201.14-! 
$ КИЭСВ! ий = 3 — 401.14-4 
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Окончание табл. П2 


Тия микросхемы Тип корпуса 


КР!19СВ1 201.14-1 
К119СС1А 401.14-4 
КР!19СС1А 201.14-1 
К!119СС1Б 401.14-4 
КР119ССЕБ 201.14-1 
К119СС2 401.14-4 
КР!19СС2 201.14-1 
К119ТЛ1 401.14-4 
КР! 19ТЛ1 201.14-1 
К! 19УЕ1 401.14-4 
КРИЭУЕ! 201.14-1 
К!19УИ1 4... 401.14-4 
КР119УИ1 4... 201.14-1 
К!19УН1 2. 401.14-4 
КР! 19УН! 2. 201.14-1 
К!119УН2 т 401.14-4 
КР!19УН2 ТЕ 201.14-1 
К!19УТ!1 3... 401.14-4 
КРИЭУТ! Вы 201.14-1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 


Таблица ПЗ 


Параметры интегральных усилителей низкой частоты 


Тип микросхемы п, мА Овых, В 
(*вх, В 


К122УНТА 
К122УН1Б 
К122УН1В 
К122УН1Г 
К122УН1Д 


К!122УН2А 
К!122УН2Б 
К122УН2В 


К123УН1А 
КР12ЗУН1А 


К123УН1Б 


КР!23УН1Б 


Ён, Гц 
в, кГц 


Ввх, Квых, кОм Кг, % | Тип корпуса 
кОм (* ш, мкВ 


301.12-1 
301.12-1 
301.12-1 
301.12-1 
301.12-1 


301.12-1 
301.12-1 
301.12-1 


201.14-1 
401.14.4-01 


201.14-1 


401.14.4-01 
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Окончание табл. ПЗ 


Тип микросхемы п, мА Овых, В [н, Гц Ввх, Квых, кОм Кг, % | Тип корпуса 
И*вх, В в, кГц кОм *ш, мкВ 


К123УН1В 


КР!23УН1В 


К157УН1А 
К157УН1Б 
К167УН] 


К174УН!7 


Тип микросхемы 


К140УД1А 


К140УД1Б 


К140УД1В 
КР140УД1А 


Оп, В |Осм, мВ Юсм/АТ) 1!вх, нА | Авх, вА У Овых, | Кос сф, Квл и п, 
мкВ /°С В/мкс | дБ Б*, 


201.14-1 
401.14-4.01 
1,8; <0,031* 201.14-1 


3; <0,05" 201.14.1 
ы = <50"; <20 301.8-2 


Рвых=10 мВт |> : 20* в 4308.16-1 


ПРИЛОЖЕНИЕ 4 


Таблица 14 


Параметры операционных усилителей 


тот, мА | }1, МГц Тип корпуса 


15 «4,5 [0,1 В01.12-1 


10 [>0,1 В01.12-1 


301.12-1 
4,5 [0,1 201.14-1 


2 К 140У Д8Б 


пот, МА | {1, МГц Тип 
корпуса 


Тип микросхемы | Ип, В | Осм, мВ Юсм/АТ) [вх, нА | Ах, нА 
мкВ /°С 


КР140УД1Б 201.14-1 
КР140УД1В 201.14-1 
К140УД2А 301.12-1 
К!140УД2Б 301.12-1 
К140УД5А 301.12-1 
К!140УД5Б 301.12-1 
КР140УД5А 201.14-1 
КР140УД5Б 201.14-1 


К140УДб >0,35 В01.8-2 
КР140УДб 201.14-1 
КР140УД608 |- [>0,35 2101.8-1 
К140УД7 . . —>0,8 В01.8-2 
КР!140УД7 —>0,8 201.14-1 
КР!140УД708 - — 0,8 2101.8-1 
КФ140УД7 | >0,8 №303.8-1 
КБ140УД7-4 |+ —>4. >0,4 [Бескор- 
усная 

‚> К140УДЗА 304 .8-2 


Окончание табл. П4 


м микросхемы | Ол, В |Осм, мВ Юсм/АТ) [вх, нА | АЁвх, нА Ку, 0 УПвых, | Кос.сф, Квл.и.п, 
мкВ /°С В/мкс дБ Б*, 


К!140УД8В 0,2 0,15 [20-103 -64 800 5 В 301.8-2 
КР!40УД8А |+15 В0 50 60,2 001 [50.1 [>22 [64 200 109 5 В 2101.8-1 
КР140УДЗБ +15 100 =0,2 0.01 |>20.103 5 [>64 00 109 5 В 2101.8-1 
КР140УДЗВ +15 ВО 150 <0,2 0,01 [>20.103 2 [>64 000 109 5 В 2101.8-1 
К!40УД9 |+126< +5 350 100 [35.103 5 [>70 300. 103 8 | 301.12-1 
КР!40УД9 12.6 = +5 350 100  [>35.103 5 170 300.103 8 1 2101.8-1 
К140УД!1 |+ (5... <-10 500 <200 25.103 50 [>70 65” 400.103 10 15 — В01.8-5 
18) 
КР!40УД11 |-+(5... < 10 500 [200 25.103 50 70 №65” 400. 103 10 15  [2101.8-1 
18) 
КР!40УД!1101 |+ (5-18 — 500 <200 25.103 50 [>70 65” 400.103 10 |5 [1238.16-2 
К!140УД12 [Н-15 50 6 50. 103 0,1 >70 ЕК200 30.106 0,19 0,1 В01.8-2 
КР140УД!12 |+15 | — . 50 6 50. 103 0,1 70 юк200 30.106 0,19 0,1 Р01.14-1 
КР140УД!1208 |-15 «+6 Н-7 50 95 50.103 0.1 >70 ©2200 30.106 0.17 0,1 Р101.8-1 
КБ!140УД!2-4 Н-(3... 6 Н-7 10 +7 50.103 0,1 [>70 =<200 30.106 0035 0,1 Бескор- 
16,5) пусная 
К!140УД13 |+15 ©Ю0,05 < 0,5 0,5 02 [10 >90 К!0 50.106 р. 301.8-2 
К140УД14А |+ (5... К? 15 к 02 [50.103 [005 [85 «100 30.10 0,6 [0,3 В01.8-2 
16,5) | 
К!140УД14Б |+ (5... 7,5530 <7 | 25.103  [>0005 [>80 <100 >10. 108 0,8 [0,2 В02.8-2 


16,5) 


186 


Тип микросхемы | Ип, В | Исм, мВ Юсм/АТ) !вх, нА | А/вх, нА Ку, И У Овых, | Кос сф, Квл и п, 
мкВ/°С В/мкс дБ Б*, г 


КР!40УД!4А 02 [50.103  [>005 85 
те = 

КР!40УД14Б |+ (5... 75630 57 | 25.103 [0,5 [>80 
16,5) 

КРЫОУДИЮВА |-+=(5... 5-2 {|<15 «2 02 [250-103 0,05 >85 
16,5) 

КРЫбУДНОВБ |+-(5... К-Е7,5| < 30 «7 | 25.103 0,05 >80 
16,5) 

КБ\ЮУДИАА-4 |+15 «-+2,5«< 1552,5 03 [40.103 0,05 

КБ140УД14Б-4 +15 К +10 «+3010 2 >20. 103 0,05 

К140УД16 15 К -6 500 «200 [50.103 

КР140УД1608 +15 «5-6 500 <200 [50.103 


КР140УД17А |+15 50,0753 +4 <38 — 1>200.10° 0,1 106 
КР140УД17Б +15 Ю0,15 &6 +12 56 120.103 01 [>94 
3 
6 


К140УД17А +15 К0.075 +4 ©Ю+38 [200.103 01 1106 
К!40УД17Б +15 ©Ю0,15 +12 < +6 [120.103 ру [>94 


КБ!40УД17А-4 +15 + +3 ©4 38 [200.103 Е [104 


КБ140УД17Б-4 +15 0+6 к!2 6 >120.10° 01 [94 


Окончание табл. П4 


Ввх, Ом фуст, пот, МА | { 1, МГц | ип корпуса 


р микросхемы | Уп, В |Исм, мВ Юсм/АТ, /вх, нА | А/вх, нА 
мкВ /°С 


КР140УД18 |+ 15 50.1 
КР140УД20А |+(5 КЗ 20 к80 30 50. у: 5.105 | 
18) 
КР140УДООБ |-+(5.. < 6 20 <200 К50 95.103 [>03 [>70 К!50 |8 [3.10 
18) 
КБ140У 20-41-15 Кб 200 К50 25.103 [>03 [>70 &!50 >3.10° 
КМ!140УД20 |+(5. Кб 20 =<200 К50 95.108 [0,3 70 «<!50 18 — [3.10 
18) 
КР!40УД22 |+15 К1!0 10 =<0/2 0,05 50.103 [>75 [80 [>80“ 0,5 
К!140УД22 |+-15 <!0 10 =<0,2 0,05 50.103 [>75 [80 №80" 0,5 
К140У Д2201 |+-15 |<1!0 10 <0,/2 0,05 50.103 [>75 [80 [>80“ 0,5 
К140УД23 |415 «к1!0 0,2 0.05 95.103 >30 [80 [>80” р? 0,75 
КБ140УД2Э3 |+15 ©9,9 0,2 0,05 95.103 [>30 [80 80” р2 
К153УД1А 15 ©<7,5 ВО 1500 <500  |[>20.103 02 [>65 260.103 0,3 
К153У Д101А |+15 |<7,5 1500 <500  [>20-103 02 [>65 260.103 03 
К153УД? |+15 ©75 В0 1500 <500  [>20.103 0,5 300.103 В 
К153УД201 |+15 57,5 1500 500 — |>20.103 0,5 300.103 В 
К153УД5 15 2,55 <125 530 >0,4.10°  №,01 [94 35 109 


$50 


Гпот, мА | }1, МГц [Тип корпуса 


Тип микросхемы | Ип, В |ОИсм, мВ |Осм/АТ) Гвх, нА | А/вх, нА УОвых, | Кос сф, Квл и п, Иль Авх, Ом уст, 
мкВ /°С В/мкс дБ Б*, нВл/Ти мкс 
Лшзф 
мкВ 
106 


К!53УД501 |+15 ©2225 0,4. 108 >94 35 5 №01 В101-8-1 

К!153УД6 |+15 ©<2 15 ре >50. 103 05 [>80 «35 0,3.106 В 3 [07 В01.8-2 

К!53УД601 |+-15 <2 15 <75 10 50.103 05 [>80 К35 1.5.1068 3 3101.8-1 

КБ!54УД1-4|+15 «5 15 40 5620 >100.103° [10 [>86 100“ <15 ©<0,12 | Бескор- 

| В) | усная 

ЭК!54УДЕ |+15 «3 15 20 10 200.103 [510 [>86 100“ 200.103 <1,5 ©0,12 1 301.8-2 

КБ154У ДЗ-4|+15 К9 0 300 =<50 >7,5.103 [60 [82 16“ 0,8 ©7 15 Бескор- 

усная 

К154УДЗ |415 <9 0 200 550 8.103 80 [>82 16“ Ы 0,8 <7 10 01.8-2 

КБ!54УД4-4|+15 «6 10 1200 300 8.103 150 >74 №6” 15” 0,6 <7 [0 — Бескор- 

усная 

К!54УД4 |+15 Кб |1 < 1200 300 8. 103 400 [>74 86” |5” 1106 0,6 57 0 01.8-2 

ЭК154УД1 |+15 <3 15 20 10 200.103. 10 [>86 1100“ = 5 0,12 |1 01.8-2 

10В) 
ЭК154УД4 1+(135«5 |0 1000 <200 10.103 500 --80 В6“ = ‚6 6 0 01.8-2 
.16,5) й 

К157УДЕ |-+(3. «5-5 «-50«<500 к<150 50.103 0,5 270 9 0,5 [201.9-1 
20) 

К157УД? |+(3. 5+5 «к +50<500 150 50.103 0,5 [>70 7 1 р01.14-1 
18) 

К157УДЗ |-+(3. Ю-+5 К+50<500 К!50 [50.103 [0,5 [>70 2" 7 > 10114 


18) 


УС 


Тип микросхемы 


К148УН] 
К148УН2 
К174УН4А 
К174УН4АБ 
К174УН5 
К174УН7 


К174УНЭА 
К174УНЭБ 
К174УНЭВ 
К174УНИ 


К!74УН14 


К!174УН15 
КФ174УН17 
К174УН18 


К!174УН19 
К1021УН1 


ПРИЛОЖЕНИЕ 5 


Таблица П5 


Параметры интегральных усилителей мощности 


Оп, В Рвых, Вт Кг, % ры, Гы, | {в, кГц | Ку, дБ” | Авх, вых, | Ивых, В| пот, | Ррас, Тип корпуса 
кОм | к мА |Р* рее 


<2,5 Вт) 311.8-2 
<2 (0,8 Вт) т 311 10-1 
201.9-1 
201.9-1 
238.12-1 
201.12-1 
<10 (4,5 Вт) 


<! (5 Вт) 2104.12-1 
<! (0,05..5 Вт) 2104.12-1 
<? (2,5 Вт) 2104.12-1 
201 14-1 


1501.5-1 


<{(0.05 Вт) р 1502.11-4 
<{(10 мВт) р 4308.16-1 
1503.17-1 


<0,5 (12 Вт) 1501.5-1 
<! (2 Вт) 2 1102.9-5 


385 


ПРИЛОЖЕНИЕ 6 


Таблица П6 


Параметры стабилизаторов напряжения с регулируемым выходным напряжением 


К!142ЕН1А 
К142ЕН1Б 
К142ЕН1В 
К142ЕН1Г 


КР142ЕН1А 


КР142ЕН1Б 
КР!142ЕН1В 
КР142ЕН1Г 


К!142ЕН2А 
К142ЕН2Б 
К142ЕН2В 


Ксг, дБ Тип 
говременная корпуса 
стабиль- 


> 


402.16-7 


р: 


< 
< 
<4 
< 


р: 


2102.14-1 


/\ 


402.16-7 


5 Окончание табл. Пб 
> 


Тип микросхемы Овых, В Гвых, А Овх, В мы КГ, %/А 09 вых, 
% /°С 


пот, МА. Ксг, дБ Тип 


корпуса 


Дол- 
говременная 
стабиль- 


К142ЕН2Г <4 

КР142ЕН2А —<4 2102.14-1 

КР142ЕН2Б <4 

КР142ЕН2В <4 

КР142ЕН2Г <4 

К142ЕНЗА < 4116.8-2 

К!142ЕНЗБ < 

К142ЕН4А 4116.8-2 

К142ЕНАБ 

КБ142ЕН!12-2 Бескор- 
пусная 

КР142ЕН12А < КТ-28-2 

КР142ЕН12Б <1 КТ-28-2 

КР142ЕН14 <1 238.16-2 

КР142ЕН18А |—(1,2...26,5) <! КТ-28-2 

КР142ЕН18Б |—(1,2...26,5) <1 КТ-28-2 


Аа 


ПРИЛОЖЕНИЕ 7 


Таблица П7 


Параметры стабилизаторов напряжения с ‘фиксированным выходным напряжением 


Тип микросхемы Овых, В вых, А Овх, В Опд, В КО, % КГ, % 0 вых, | Ррас, Вт | /пот, | Долговре- | Ксг, дБ | Тип корпуса 
%/°С МА 
НОСТЬ, 


К142ЕН5А 4116.4-2 
К142ЕН5Б 
К!142ЕН5В 
К 142ЕНБГ 


КР142ЕН5А 
КР142ЕН5Б 
КР142ЕНЗВ 
КР142ЕНЗГ 


К142ЕНбА 
К142ЕНбБ 
К142ЕНбВ 
К142ЕНбГ 
К142ЕНбД 
К142ЕНбЕ 


К142ЕНЗА 


КТ-28-2 


4116.4-2 


4116.4-2 


885 


Окончание табл. П7 


Ррас, Вт | Гпот, | Долговре- | Ксг, дБ | Тип корпуса 


о В 


К142ЕНЗБ 
К142ЕНЗВ 
К142ЕНЗГ 
К142ЕНЗД 
К142ЕНЗЕ 


КР142ЕНЗА 
КР142ЕНЗБ 
КР142ЕНЗВ 
КР142ЕНЗГ 
КР142ЕН8Д 
КР142ЕНЗЕ 


К142ЕНЭА 
К142ЕНЭБ 
К142ЕНЭВ 
К142ЕНЭГ 
К!142ЕНЭД 
К142ЕНЭЕ 


КР142ЕНЭА 
КР142ЕНЭБ 
КР142ЕНЭВ 
КР142ЕНЭГ 
КР142ЕНЭД 
КР142ЕНЭЕ 


Р142ЕН15А 


КТ-28-2 


4116.4-2 


КТ-28-2 


> оюФофФфФофФо офФфооозо ооо ооо 


2102.14-2 


Тип микросхемы Овых, В Гвых, А вх, В Опд, В КИ, % КЕ, % о@Ивых, | Ррас, Вт | тот, | Долговре- | Ксг, дБ | Тип корпуса 
Вых, и % /° С МА 


КР!42ЕН15Б < 
КР!157ЕН5А 5 КТ-27 
КР!157ЕН5Б 5 КТ-27 
КР!157ЕН5В 5 КТ-27 
КР!157ЕН5Г 5 КТ-27 
КР!157ЕНЭА 5 КТ-27 
КР!157ЕНУБ 5 КТ-27 
КР!157ЕНЗВ 5 КТ-27 
КР1157ЕНЭГ 5 КТ-27 
КР!157ЕН!2А 5 КТ-27 
КР!157ЕН12Б 5 КТ-27 
КР!157ЕН!12В 5 КТ-27 
КР!157ЕН!2Г 5 КТ-27 
КР!157ЕН15А 5 КТ-27 
КР!157ЕН15Б 5 КТ-27 
КР!157ЕН15В 5 КТ-27 
КР!157ЕН!5Г 5 КТ-27 
КР!157ЕН18А 5 КТ-27 
КР!157ЕН18Б 5 КТ-27 
КР!157ЕН18В 5 КТ-27 
КР!157ЕН18Г 5 КТ-27 
КР!157ЕН24А 5 КТ-27 
КР!157ЕН24АБ 5 КТ-27 
КР1157ЕН24В 5 КТ-27 
р КР1157ЕН24Г 5 КТ-27 


НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ИТФ 


предлагает базы данных 


«ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ» 


номенклатура, адреса и телефоны всех производителей микросхем, 
анзисторов, диодов, оптоэлектронных приборов на территории 
ывшего СССР (11 тыс. элементов) 


«АНАЛОГИ» 


сведения о соответствии зарубежных и отечественных микросхем, 
транзисторов и диодов (15 тыс. элементов) 


«РАДИОКОМПОНЕНТЫ» 


номенклатура, адреса и телефоны производителей различных пас- 
сивных комплектующих радиоэлементов (резисторов, конденсаторов, 
реле, электрических соединителей и др.) 


«РЕЗИСТОРЫ» 


полные справочные сведения о всех выпускающихся резисторах и 
их изготовителях (800 типов) 


Базы данных (БД) размещены на дискетах 5,25"/360 Кбайт и 
предназначены для работы на компьютерах 1ВМ РС/АТ/ХТ. Объемы БД 
от 2 до 4 Мбайт. 


Для получения предлагаемых БД необходимо перечислить 18 тыс. 
руб. с учетом НДС (по состоянию на 01.07.93 г.) за каждую БД (указав, 
за какую именно) на расчетный счет № 700008 в АКБ «Лефкобанк», кор- 
респондентский счет № 1161983 в РКЦ ГУ ЦБ РФ г.Москвы, МФО 
44583001, код 83 и по копии платежного поручения, а также доверенно- 
сти получить БД непосредственно в организации, либо направить нам 
письмо-заявку с указанием Вашего адреса и приложением копии пла- 
тежного поручения: БД будет отправлена Вам почтой. 


Наш адрес: 121309 г. Москва, ул. Барклая, д. 13, корп. 2, НТО ИТФ 
Телефон: 145-76-42, 145-66-10 


Проезд: ст. метро «Басратионовская» 


Элементы схем 
бытовой 
радиоаппаратуры 


Издательство «Радио и связь» 


